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本書の構成

Keysight EasyEXPERTソフトウェアは、CMOS デバイス、TFT、BJT、ダイオー
ド、レジスタ、キャパシタ、バラクタ、メモリ、そして CNT FETのようなナノ
テク デバイスなど、様々なデバイスの特性測定に対応可能なアプリケーション・
ライブラリを内蔵しています。アプリケーション・ライブラリには 100個以上の
テスト定義が含まれ、テスト定義は下記カテゴリに分類されています。

• BJT

• CMOS

• Discrete

• GenericTest

• MCSMU_IV

• Memory

• MixedSignal

• NanoTech

• Organic

• PwrDevice

• Reliability

• Sample

• Solar Cell

• SPGU_PLSDIV

• Structure

• TFT

• Utility

• WGFMU

• WGFMU Utility

• WGFMU_IV

• GaN Diode

• GaN FET

• IGBT

• Interconnection

• MISCAP

• PowerBJT

• PowerDiode

• PowerMOSFET

• PMIC



• SiC

• GateCharge

• N1272A

• MultiHVSMU

• Thermal

• N1274A

• Advanced NVM

• Utility (NVM)

• Thyristor



リファレンスに含まれる情報

リファレンス・セクションではテスト定義の仕様を説明しており、テスト定義は

アルファベット順に記述されています。各セクションは 1つのテスト定義を説明
し、下記項目に従った情報を提供します。例外として、下記テーブルにはない項

目を含むセクションや、下記項目に従わないセクションもあります。

項目 説明

概要 テスト定義を簡単に説明します。

被測定デバイス DUT名。
端子数、接続情報などを含む場合もあります。

必要なモジュールと

アクセサリ

必要なアクセサリ、モジュール、装置などをリスト

します。接続情報を含む場合もあります。

必要なテスト定義 テスト定義内で別のテスト定義が使用されている場

合、それをリストします。

Device Parameters Application Test画面のDevice Parametersエリアで変更
可能なパラメータをリストします。

Test Parameters Application Test画面の Test Parametersエリアで変更可
能なパラメータをリストします。

Extended Test Parameters Extended Setupボタンをクリックすることによって開
くダイアログ・ボックス上で変更可能なパラメータ

をリストします。

測定パラメータ このテスト定義で測定するパラメータをリストしま

す。

User Function、Analysis 
Function

ユーザ・ファンクション、アナリシス・ファンク

ションに使用するパラメータをリストします。

X-Yプロット、
X-Y Graph

Data Displayウインドウの X-Y Graph Plot、List 
Display、または Parametersエリアに表示されるパラ
メータをリストします。List Display

Parameters表示エリア

Auto Analysis オート・アナリシスに使用するパラメータをリスト

します。

Test Output: X-Y Graph Test Definitionウインドウの Test Outputタブ画面に設
定されたパラメータをリストします。これらは Data 
Displayウインドウの X-Y Graph Plot、List Display、ま
たは Parametersエリアに表示されます。

Test Output: List Display

Test Output: Parameters



リビジョン番号

テスト定義は下記リビジョン番号によって管理されています。

NOTE アプリケーション・ライブラリ

アプリケーション・ライブラリは EasyEXPERTのアプリケーション・テスト実行
モードで使用可能なテスト定義の集まりです。テスト定義を選択し、実デバイス

(DUT)に合わせた測定条件を入力するだけで、アプリケーション・テストを実行
できます。また、測定条件入力後のセットアップを保存することで、DUT専用
のテスト セットアップが完成します。

すべてのテスト定義はサンプルです。これらサンプルの使用によって生じた損害

について、弊社は責任を負いかねます。

NOTE テスト定義を消去してしまった場合

アプリケーション・ライブラリを復元する必要があります。Libraryボタンの
Import Test Definition...機能を用いて、テスト定義をインポートしてください。
オリジナルのテスト定義は下記フォルダに保存されています。

<program folder>\Agilent\B1500\EasyEXPERT\Application Tests

<program folder>\Agilent\B1500\EasyEXPERT\Contribution\Application Tests

リビジョン番号 説明

A.01.xx EasyEXPERT A.01.xx以降でサポートされるテスト定義

A.01.20 EasyEXPERT A.01.xxからアップデートされたテスト定
義または A.02.00以降でサポートされるテスト定義

A.02.00 Subsite moveテスト定義だけについている番号

A.03.00 A.03.00以降でサポートされるテスト定義

A.03.10 A.03.10以降でサポートされるテスト定義

A.03.11 A.03.11以降でサポートされるテスト定義

A.03.20 A.03.20以降でサポートされるテスト定義

A.04.00 A.04.00以降でサポートされるテスト定義

A.05.00 A.05.00以降でサポートされるテスト定義

A.05.01 A.05.01以降でサポートされるテスト定義

A.05.02 A.05.02以降でサポートされるテスト定義

A.05.03 A.05.03以降でサポートされるテスト定義

A.05.50 A.05.50以降でサポートされるテスト定義

A.06.00 A.06.00以降でサポートされるテスト定義

A.06.10 A.06.10以降でサポートされるテスト定義

A.06.20 A.06.20以降でサポートされるテスト定義



使用可能な計測器

テスト定義（Library）がサポートする計測器と、テスト定義の実行に必要なアク
セサリ、モジュール、装置をリストしています。

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量

BJT BC Diode Fwd B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

BC Diode Fwd [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

BC diode Rev B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

BC diode Rev [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

BVcbo B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

BVcbo [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

BVcei B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

BVceo SMU 2

BVceo [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

BVebo B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

BVebo [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

CS Diode Fwd B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

CS Diode Fwd [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

CS Diode Rev B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

CS Diode Rev [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Ctc-Freq Log B1500A MFCMU 1

Ctc-Vc MFCMU 1

Cte-Ve MFCMU 1

Cts MFCMU 1

EB Diode Fwd B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

EB Diode Rev SMU 2

EB Diode Fwd [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

EB Diode Rev [2HL] SMU2. Figure 2参照

G-Plot ConstVce Pulse B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

G-Plot ConstVce Pulse[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

G-Plot ConstVce Pulse [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照



BJT G-Plot ConstVce B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

G-Plot ConstVce[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

G-Plot ConstVce [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

G-Plot Vbc=0V Pulse B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

G-Plot Vbc=0V Pulse[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

G-Plot Vbc=0V Pulse [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

G-Plot Vbc=0V B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

G-Plot Vbc=0V[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

G-Plot Vbc=0V [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

hfe-Vbe ConstVce B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

hfe-Vbe Vbc=0V SMU 4

Ic-Vc Ib SMU 4

Ic-Vc Ib[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Ic-Vc Ib [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Ic-Vc Pulse Ib B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Ic-Vc Pulse Ib[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Ic-Vc Pulse Ib [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Ic-Vc Pulse Vb B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Ic-Vc Pulse Vb[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Ic-Vc Pulse Vb [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Ic-Vc Vb B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Ic-Vc Vb[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Ic-Vc Vb [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Rb B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Rb [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Re+Rc B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Re SMU 4

Simple Gummel Plot B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Simple Gummel Plot [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Vbe-Le B1500A, E5260A, E5270B SMU 4, B2200A/B2201A 1

Vbe-We SMU 4, B2200A/B2201A 1

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



CMOS BVdss B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

BVdss [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

BVgso B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

BVgso [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Cgb-AC Level B1500A MFCMU 1, SMU 1

Cgb-Freq Log MFCMU 1, SMU 1 

Cgb-Vg HighVoltage MFCMU 1, SMU 3, SCUU 1, GSWU 1

Cgb-Vg MFCMU 1, SMU 1

Cgc-Freq Log MFCMU 1, SMU 1

Cgc-Vg MFCMU 1, SMU 1

Cgg-Freq Linear MFCMU 1

Cgg-Freq Log MFCMU 1

Cgg-Vg 2Freq MFCMU 1

Cgg-Vg MFCMU 1

IdRdsGds B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Id-Vd pulse SMU 4

IdRdsGds [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Id-Vd pulse [2HL] SMU2. Figure 2参照

Id-Vd pulse[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Id-Vd B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Id-Vd[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Id-Vd [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Id-Vg pulse B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Id-Vg Vpulse[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Id-Vg B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Id-Vg[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

IonIoffSlope B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

IonIoffSlope [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Isub-Vg B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

QSCV[4] B1500A, B1505A SMU 5

Simple Cgb B1500A MFCMU 1

Simple Vth B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Simple Vth [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Vth Const Id B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Vth Const Id [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



CMOS Vth gmMax B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Vth gmMax [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Vth gmMax and Id B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

VthAndCgg-Vg ASU B1500A MFCMU 1, SMU 1, ASU+SMU 2

VthAndCgg-Vg SCUU MFCMU 1, SMU 3, SCUU 1, GSWU 1

Vth-Lg B1500A, E5260A, E5270B SMU 4, B2200A/B2201A 1

Vth-Wg SMU 4, B2200A/B2201A 1

Discrete BJT GummelPlot B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

BJT Ic-Vc Ib SMU 3

BJT Ic-Vc Ib [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Diode IV Fwd B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

Diode IV Fwd [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Diode IV Rev B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

Diode IV Rev [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

FET Id-Vd B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

FET Id-Vd [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

FET Id-Vg B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

FET Id-Vg [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

GenericTest Generic C-f B1500A, B1505A, B1506A MFCMU 1

Generic C-t MFCMU 1

Memory Flash Ccf-V B1500A MFCMU 1

Flash Cgg-Vcg MFCMU 1

Flash Cfb-V MFCMU 1

NandFlash2 Endurance 3devices SMU 3, B2200A/B2201A 1, 81110A (2 
outputs) 1

NandFlash2 Endurance ASU+SMU 3, 81110A (2 outputs) 1

NandFlash2 IV-Erase-IV SMU 1, ASU+SMU 2, 81110A (2 outputs) 1

NandFlash2 IV-Write-IV SMU 2, ASU+SMU 1, 81110A (2 outputs) 1

NandFlash2 
Retention(ErasedCell)

SMU 1, ASU+SMU 2, 81110A (2 outputs) 1

NandFlash2 
Retention(WrittenCell)

SMU 2, ASU+SMU 1, 81110A (2 outputs) 1

NandFlash2 
Vth(ErasingTimeDependence)

SMU 1, ASU+SMU 2, 81110A (2 outputs) 1

NandFlash2 
Vth(WritingTimeDependence)

SMU 2, ASU+SMU 1, 81110A (2 outputs) 1

NandFlash2 
WordDisturb(ErasedCell)

ASU+SMU 3, 81110A (2 outputs) 1

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



Memory NandFlash2 
WordDisturb(WrittenCell)

B1500A SMU 2, ASU+SMU 1, 81110A (2 outputs) 1

NandFlash3 Endurance [SPGU 1, ASU+SMU 3] or 
[SPGU 1, SMU 3, 16440A/16445A 2]

NandFlash3 IV-Erase-IV [SPGU 1, SMU 1, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 3, 16440A/16445A 1]

NandFlash3 IV-Write-IV [SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 1] or 
[SPGU 1, SMU 3, 16440A/16445A 1]

NandFlash3 
Retention(ErasedCell)

[SPGU 1, SMU 1, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 3, 16440A/16445A 1]

NandFlash3 
Retention(WrittenCell)

[SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 1] or 
[SPGU 1, SMU 3, 16440A/16445A 1]

NandFlash3 
Vth(ErasingTimeDependence)

[SPGU 1, SMU 1, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 3, 16440A/16445A 1]

NandFlash3 
Vth(WritingTimeDependence)

[SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 1] or 
[SPGU 1, SMU 3, 16440A/16445A 1]

NandFlash3 
WordDisturb(ErasedCell)

[SPGU 1, ASU+SMU 3] or 
[SPGU 1, SMU 3, 16440A/16445A 2]

NandFlash3 
WordDisturb(WrittenCell)

[SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 1] or 
[SPGU 1, SMU 3, 16440A/16445A 1]

NorFlash Endurance [SPGU 2, SMU 1, ASU+SMU 3] or 
[SPGU 2, SMU 4, 16440A/16445A 2]

NorFlash IV-Erase-IV [SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 4, 16440A/16445A 1]

NorFlash IV-Write-IV [SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 4, 16440A/16445A 1]

NorFlash Retention(ErasedCell) [SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 4, 16440A/16445A 1]

NorFlash Retention(WrittenCell) [SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 4, 16440A/16445A 1]

NorFlash 
Vth(ErasingTimeDependence)

[SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 4, 16440A/16445A 1]

NorFlash 
Vth(WritingTimeDependence)

[SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 4, 16440A/16445A 1]

NorFlash 
WordDisturb(ErasedCell)

[SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 4, 16440A/16445A 1]

NorFlash 
WordDisturb(WrittenCell)

[SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 4, 16440A/16445A 1]

NorFlash 
DataDisturb(ErasedCell)

[SPGU 2, SMU 1, ASU+SMU 3] or 
[SPGU 2, SMU 4, 16440A/16445A 2]

NorFlash 
DataDisturb(WrittenCell)

[SPGU 1, SMU 2, ASU+SMU 2] or 
[SPGU 1, SMU 4, 16440A/16445A 1]

MixedSignal BJT Varactor CV Mismatch B1500A MFCMU 1

Diff-R Mismatch B1500A, E5260A, E5270B SMU 8

Diode IV Fwd Mismatch B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Diode IV Rev Mismatch SMU 3

G-Plot ConstVce Mismatch B1500A, E5260A, E5270B SMU 6

G-Plot ConstVce Mismatch[3] SMU 5

G-Plot Vbc=0V Mismatch SMU 6

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



MixedSignal G-Plot Vbc=0V Mismatch[3] B1500A, E5260A, E5270B SMU 5

Ic-Vc Ib Mismatch SMU 6

Ic-Vc Ib Mismatch[3] SMU 5

Ic-Vc Vb Mismatch SMU 6

Ic-Vc Vb Mismatch[3] SMU 5

Id-Vd Mismatch SMU 5

Id-Vd Mismatch[3] SMU 4

Id-Vg Mismatch SMU 5

Id-Vg Mismatch[3] SMU 4

MIM CV Mismatch B1500A MFCMU 1

MOS Varactor CV Mismatch MFCMU 1

Poly-R Mismatch B1500A, E5260A, E5270B SMU 7

NanoTech CNT Differential R[AC] B1500A MFCMU 1

CNT Gate Leak B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

CNT Gate Leak [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

CNT Id-Time B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

CNT Id-Time [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

CNT Id_Vd B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

CNT Id_Vd [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

CNT Id_Vg B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

CNT Id_Vg [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

CNT Id-Vg-Time B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

CNT Id-Vg-Time [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

CNT IV Sweep B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

CNT IV Sweep [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

CNT R-I Kelvin 2SMU B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

CNT R-V Kelvin 2SMU SMU 2

CNT Vth gmMax B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

CNT Vth gmMax [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

PwrDevice BVdss[3] PwrDevice B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

BVgso[3] PwrDevice SMU 2

Id-Vd pulse[3] PwrDevice SMU 3

Id-Vd[3] PwrDevice SMU 3

Id-Vg pulse[3] PwrDevice SMU 3

Id-Vg[3] PwrDevice SMU 3

Vth Const Id[3] PwrDevice SMU 3

Vth gmMax[3] PwrDevice SMU 3

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



Reliability BJT EB RevStress 3devices B1500A, E5260A, E5270B SMU 6, B2200A/B2201A 1

BJT EB RevStress 3devices[3] SMU 5, B2200A/B2201A 1

BJT EB RevStress SMU 4

BJT EB RevStress2 SMU 4

BJT EB RevStress[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

BJT EB RevStress2[3] SMU 3

BTI 3devices B1500A, E5260A, E5270B SMU 5, B2200A/B2201A 1

BTI 3devices[3] SMU 5, B2200A/B2201A 1

BTI SMU 4

BTI2 SMU 4

BTI[3] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

BTI2[3] SMU 3

Charge Pumping B1500A SMU 2, 81110A (2 outputs) 1

Charge Pumping2 SMU 2, SPGU 1

EM Istress B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

EM Istress2 SMU 4

EM Istress[2] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

EM Istress2[2] SMU 2

EM Istress[6] B1500A, E5260A, E5270B SMU 6

EM Istress2[6] SMU 6

EM Vstress SMU 4

EM Vstress2 SMU 4

EM Vstress[2] B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

EM Vstress2[2] SMU 2

EM Vstress[6] B1500A, E5260A, E5270B SMU 6

EM Vstress2[6] SMU 6

HCI 3devices SMU 8

HCI SMU 4

HCI2 SMU 4

J-Ramp B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

TDDB Istress 3devices B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

TDDB Istress2 3devices SMU 4

TDDB Istress B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

TDDB Istress2 SMU 2

TDDB Vstress 3devices B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

TDDB Vstress2 3devices SMU 4

TDDB Vstress B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

TDDB Vstress2 SMU 2

Timing On-the-fly NBTI B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

Timing On-the-fly NBTI -Mch B1500A SMU 4 or SMU 7

TZDB B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

V-Ramp SMU 2

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



Structure BVgb ThinOx B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

BVgb ThinOx [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

BVgb B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

BVgb [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Cgb-Freq[2] Log B1500A MFCMU 1

Cgb-Vg 2Freq MFCMU 1

Cgb-Vg[2] MFCMU 1

Cj-Freq Log MFCMU 1

Cj-V MFCMU 1

Diode BVAndCj-V ASU MFCMU 1, ASU+SMU 2

Diode BVAndCj-V SCUU MFCMU 1, SMU 2, SCUU 1, GSWU 1

Ig-Vg Iforce B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

Ig-Vg Iforce [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Ig-Vg Vforce B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

Ig-Vg Vforce [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Interconnect CouplingCap B1500A MFCMU 1

Interconnect OverlapCap MFCMU 1

Junction BV B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

Junction BV [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Junction DcParam B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

Junction DcParam [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Junction IV Fwd B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

Junction IV Fwd [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Junction IV Rev B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

Junction IV Rev [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

QSCV[2] B1500A, B1505A SMU 3

QSCV C Offset Meas SMU 2

Rdiff-I kelvin B1500A, E5260A, E5270B SMU 5

Rdiff-I B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Rdiff-I [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



Structure Rdiff-V B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

Rdiff-V [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Rdiff-V kelvin B1500A, E5260A, E5270B SMU 5

R-I DVM B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2, 3458A 1

R-I kelvin B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

R-I kelvin [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

R-I B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

R-I [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

R-V DVM B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2, 3458A 1

R-V kelvin B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

R-V kelvin [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

R-V B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 2

R-V [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU

VanDerPauw Square B1500A, E5260A, E5270B SMU 4

VanDerPauw Square [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Van Der Pau NonUniform B1500A SMU 4

Utility 
(Auxiliary)a

Van Der Pau NonUniform Child 
Calc Rs

TFT TFT Id-Vd B1500A, E5260A, E5262A, 
E5263A, E5270B

SMU 3

TFT Id-Vg SMU 3

Utility CV Curve Parameter Calculator

CVSweep4284_a 4284A 1 or E4980A 1

ForcePG1 81110A (2 outputs) 1

ForcePG2 81110A (2 outputs) 1

ForcePG2P 81110A (2 outputs) 1

ForcePG12 81110A (2 outputs) 1

ForcePG 81110A (2 outputs) 1

ForcePGC 81110A (2 outputs) 1

Measure Diff-V 3458A 1

QSCV C Offset Meas B1500A, B1505A SMU 2

ResetPG 81110A (2 outputs) 1

Subsite move Wafer prober 1

TSet_T2420 Thermonics T-2420

Power
MOSFET

Vds-Vgs B1505A, B1506A HCSMU 1, SMU 1

Id-Vgs for Expanders N1265A 1, MC/HCSMU 2, SMU 1

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



Power
MOSFET

TDDB Constant V B1505A, B1506A SMU 1

Ciss (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Coss (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Crss (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Cgs (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Cds (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Cgd (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Rg(N1272A) for PowerMOSFET MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Ciss-Vgs (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

IDSS (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1

IGSS (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1

MCSMU_IV Id-Vds MCSMU B1500A [[MCSMU 1 and MP/HP/HRSMU 1] or 
MCSMU 2] and [MP/HP/HRSMU 2 or 
[MP/HP/HRSMU 1 and GNDU]]

Id-Vgs MCSMU

Id-Vgs MCSMU 2-stage

Organic 2-terminal dual Vsweep B1500A [SMU 1 and GNDU] or SMU 2

2-terminal dual Vsweep [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Sample Vth gmMax and Id B1500A, B5260A, E5270B SMU 4

Vth gmMax and Id [2HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU2. Figure 2参照

Solar Cell Solar Cell IV B1500A [SMU 1 and GNDU] or SMU 2

Solar Cell IV [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Solar Cell IV Fwd B1500A [SMU 1 and GNDU] or SMU 2

Solar Cell IV Fwd [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Solar Cell IV Rev B1500A [SMU 1 and GNDU] or SMU 2

Solar Cell IV Rev [1HL] B2901A/B, B2902A/B, B2901BL, 
B2911A/B, B2912A/B, B2910BL

SMU1. Figure 1参照

Solar Cell Cp-V B1500A MFCMU 1

Solar Cell Nc-W MFCMU 1

Solar Cell Cp-Freq Log MFCMU 1

Solar Cell Nyquist Plot MFCMU 1

Solar Cell Cp-AC Level MFCMU 1

Solar Cell DLCP MFCMU 1

SPGU_
PLSDIV

SPGU PLSDIV B1500A SPGU 1

SPGU PLSDIV Id-Vd SPGU 1

SPGU PLSDIV Id-Vg SPGU 1

WGFMU 
(WGFMU 
Utility の

テスト定義が

必要です )

Fast BTI(ACstress Id-Sampling) B1500A WGFMU 1, RSU 2

Fast BTI(DCstress Id-Sampling) WGFMU 1, RSU 2

Fast BTI(ACstress Id-Vg) WGFMU 1, RSU 2

Fast BTI(DCstress Id-Vg) WGFMU 1, RSU 2

TRANSIV DC IdVd SMU 2, WGFMU 1, RSU 2

TRANSIV DC IdVg SMU 2, WGFMU 1, RSU 2

WGFMU Pattern Editor WGFMU 1, RSU 2

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



WGFMU 
Utilitya

Fast BTI Id-Sampling child B1500A WGFMU 1, RSU 2

Fast BTI Id-Sampling child2 WGFMU 1, RSU 2

Fast BTI Id-Vg child WGFMU 1, RSU 2

Fast BTI Id-Vg child2 WGFMU 1, RSU 2

Fast BTI Pattern Editor Child 
DataDisplay

WGFMU 1, RSU 2

WGFMU_IV WGFMU DCIV B1500A WGFMU 1, RSU 2

WGFMU PLSDIV WGFMU 1, RSU 2

WGFMU Id-Vd (DC) WGFMU 1, RSU 2

WGFMU Id-Vg (DC) WGFMU 1, RSU 2

WGFMU Id-Vd pulse WGFMU 1, RSU 2

WGFMU Id-Vg pulse WGFMU 1, RSU 2

GaN Diode Diode Current Collapse IV-t 
Sampling

B1505A N1267A 1, HVSMU 1, HCSMU 1, 
MCSMU 1

Diode Current Collapse Signal 
Monitor

N1267A 1, HVSMU 1, HCSMU 1, 
MCSMU 1

GaN FET FET Current Collapse IV-t 
Sampling (I Force)

B1505A N1267A 1, HVSMU 1, HCSMU 1, 
MCSMU 2, SMU 1

FET Current Collapse IV-t 
Sampling

N1267A 1, HVSMU 1, HCSMU 1, 
MCSMU 2, SMU 1

FET Current Collapse Signal 
Monitor (I Force)

N1267A 1, HVSMU 1, HCSMU 1, 
MCSMU 2, SMU 1

FET Current Collapse Signal 
Monitor

N1267A 1, HVSMU 1, HCSMU 1, 
MCSMU 2, SMU 1

Id-Vds Current Collapse N1267A 1, HVSMU 1, HCSMU 1, 
MCSMU 2, SMU 1

Id-Vds Current Collapse (Pulse) N1267A 1, HVSMU 1, HCSMU 1, 
MCSMU 2, SMU 1

IGBT Cce B1505A, B1506A MFCMU 1, HVSMU 1, Bias-T 1

Cgc MFCMU 1, HVSMU 1, Bias-T 1

Cge MFCMU 1, Bias-T 1 or N1259A with 020

Cge-Vge MFCMU 1

Ic(off)-Vce SMU 2

Ic-Vce [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU 2

Ic-Vge [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU 2

Vce(sat) [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU 2

Vth Vge(off) [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU 2

Vce-Vge HCSMU 1, SMU 1

Ic-Vge for Expanders N1265A 1, MC/HCSMU 2, SMU 1

Cies (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Coes (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Cres (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Cge (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Cce (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Cgc (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Cies-Vge (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



IGBT Rg (N1272A) for IGBT B1505A, B1506A MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

ICES (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1

IGES (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1

Interconnection Residual R B1505A, B1506A HCSMU 1 or SMU 1

MISCAP BV B1505A, B1506A SMU 1

C(MISCAP) MFCMU 1

Ileak-V SMU 1

PowerBJT Ic-Vcbo B1505A, B1506A SMU 1

Ic-Vce(PowerBJT) [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU/HCSMU 2

Ic-Vceo SMU 1

Ic-Vces SMU 2

Ie-Vebo SMU 1

Vce(sat)-Ic [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU/HCSMU 2

G-Plot for Expanders N1265A 1, MC/HCSMU 2, SMU 1

Ic-Ib for Expanders N1265A 1, MC/HCSMU 2, SMU 1

PowerDiode Cj-Vr B1505A, B1506A MFCMU 1, HVSMU 1, Bias-T 1

If-Vf HCSMU 1 or SMU 1

Ir-Vr SMU 1

Vf HCSMU 1 or SMU 1

CT (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1, MFCMU 1

IR (N1272A) MPSMU 1, HVSMU 1

GateCharge
Utilitiesa

Qg(High Id Switching) B1505A, B1506A UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(High Vds Switching) MCSMU 1, HVSMU 1

Qg(High Ic Switching) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(High Vce Switching) MCSMU 2, HVSMU 1

N1272A N1272ACheckBreakdowna B1505A, B1506A N1272A, MPSMU 1, HVSMU 1

IV Path (N1272A) N1272A

N1274A IV Path (N1274A) B1505A N1274A

Thermal N1265A WaitTemperature B1505A, B1506A ThermoStream

ThermoStream 
ControlTemperature

ThermoStream

ThermoStream DefineParameters ThermoStream

ThermoStream FlowOff ThermoStream

ThermoStream Initialize ThermoStream

ThermoStream ReadTemperature ThermoStream

ThermoStream WaitReady ThermoStream

ThermoStream WaitTemperature ThermoStream

ThermalPlate Initialize Thermal Plate

ThermalPlate DefineParabeters Thermal Plate

ThermalPlate 
ControlTemperature

Thermal Plate

ThermalPlate WaitTemperature Thermal Plate

ThermalPlate ReadTemperature Thermal Plate

MultiHVSMU Switch HVSMU Output Mode B1505A HVSMU

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



Advanced 
NVM 

(Utility (NVM)
のテスト定義

が必要です )

FERAM Hysteresis B1500A WGFMU 1, RSU 2

FERAM PUND WGFMU 1, RSU 2

FERAM Endurance WGFMU 1, RSU 2

ReRAM IV-Butterfly SMU 2 (3 for current limit control option), 
WGFMU 1, RSU 2, GNDU

ReRAM FORM WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

ReRAM Set ResetV-Loop WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

ReRAM Reset SetV-Loop WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

ReRAM Reset-Set WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

ReRAM Endurance WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

PCRAM Reset-Set WGFMU 1, RSU 2, SPGU 1

PCRAM ResetV-Loop WGFMU 1, RSU 2, SPGU 1

PCRAM SetV-Loop WGFMU 1, RSU 2, SPGU 1

PCRAM Endurance WGFMU 1, RSU 2, SPGU 1

Utility (NVM)a FERAM Psw Qsw Graph B1500A WGFMU 1, RSU 2

FERAM PUND Stress WGFMU 1, RSU 2

FERAM PUND Sub WGFMU 1, RSU 2

ReRAM RESET Graph WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

ReRAM_Endurance_Sub WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

ReRAM_Reset_Set_Endurance_
Sub

WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

ReRAM_Reset_Set_Sub WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

PCRAM_Reset-Set_Sub WGFMU 1, RSU 2, SPGU 1

PCRAM Reset-Set endurance sub 
(=SetV loop)

WGFMU 1, RSU 2, SPGU 1

PCRAM_Reset-Set_Loop-Sub WGFMU 1, RSU 2, SPGU 1

PCRAM_Rm_Sub WGFMU 1, RSU 2, SPGU 1

WGFMU Pattern Editor NoRead WGFMU 1, RSU 2, SMU 1 (Optional)

Thyristor Ia-Vak (PULSE) B1505A, B1506A HCSMU/UHCU/HVMCU, 
HP/HR/MPSMU

Ia-Vak SMU 2

IGT,VGT_Ia-Ig SMU 2

IH_Ia-Vak SMU 2

IH_Va-Iak SMU 2

IL_Va-Iak SMU 2

Off_Ia-Vak (PULSE) HVMCU, HP/HR/MPSMU

Off_Ia-Vak HVSMU, HP/HR/MPSMU

R_Ia-Vak (PULSE) HVMCU, HP/HR/MPSMU

R_Ia-Vak HVSMU, HP/HR/MPSMU

VGD,IGD_Ia-Vgk (PULSE) HVSMU/HVMCU, HP/HR/MPSMU

VGD,IGD_Ia-Vgk HVSMU, HP/HR/MPSMU

TM_Ia-Vak HCSMU, HP/HR/MPSMU

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



Note 1 カテゴリ PMIC、PowerMOSFET、SiCに属しています。

Note 2 カテゴリ IGBT、MISCAP、PMIC、PowerMOSFET、SiCに属しています。

Note 3 カテゴリ IGBT、GateChargeに属しています。

Note 1参照 Cds B1505A, B1506A MFCMU 1, HVSMU 1, Bias-T 1

Cgd MFCMU 1, HVSMU 1, Bias-T 1

Cgs MFCMU 1, Bias-T 1 or N1259A with 020

Cgs-Vgs MFCMU 1

Id(off)-Vds SMU 2

Id-Vds [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU 2

Id-Vgs [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU 2

Rds-Id [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU 2

Vth Vgs(off) [HCSMU 1 and SMU 1] or SMU/HCSMU 2

Note 2参照 TDDB Constant V B1505A, B1506A SMU 1

Note 3参照
(GateCharge 
Utilitiesの
テスト定義が

必要です )

Qg(High Ic + High Vce + 
JESD24-2)

B1505A, B1506A UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2, HVSMU 1

Qg(R Load High Ic + High Vce + 
JESD24-2)

UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2, HVSMU 1

Qg(High Ic + High Vce) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2, HVSMU 1

Qg(R Load High Ic + High Vce) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2, HVSMU 1

Qg(High Ic + JESD24-2) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(R Load High Ic + JESD24-2) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(High Ic) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(R Load High Ic) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(High Vce + JESD24-2) MCSMU 2, HVSMU 1

Qg(High Vce) MCSMU 2, HVSMU 1

Qg(JESD24-2 High Ic + 
JESD24-2 High Vce)

Note 4参照
(GateCharge 
Utilitiesの
テスト定義が

必要です )

Qg(High Id + High Vds + 
JESD24-2)

B1505A, B1506A UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2, HVSMU 1

Qg(R Load High Id + High Vds + 
JESD24-2)

UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2, HVSMU 1

Qg(High Id + High Vds) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2, HVSMU 1 

Qg(R Load High Id + High Vds) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2, HVSMU 1

Qg(High Id + JESD24-2) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(R Load High Id + JESD24-2) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(High Id) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(R Load High Id) UHCU/HCSMU 1, MCSMU 2

Qg(High Vds + JESD24-2) MCSMU 1, HVSMU 1

Qg(High Vds) MCSMU 1, HVSMU 1

Qg(JESD24-2 High Id + 
JESD24-2 High Vds)

a. このテスト定義を単独で実行することはできません。別のテスト定義から参照されます。

Category テスト定義名 使用可能な計測器 必要な装置と数量



Note 4 カテゴリ PowerMOSFET、GateChargeに属しています。

Figure 1 B2900 用テスト定義 [1HL] 使用時の DUT 接続図

Figure 2 B2900 用テスト定義 [2HL] 使用時の DUT 接続図

NOTE B2901BLおよび B2910BLを使用する場合

B2900のいくつかの機能やレンジは、B2901BL/B2910BLでは対応していません。
詳細は B2900B/BLユーザ・ガイドを参照してください。
B2901BL/B2910BLが対応していないパラメータを設定した場合は、エラー・メッ
セージが表示されます。

DUT

DUT
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1. BC Diode Fwd:  ベース－コレクタ接合の順方向特性 (A.01.20) 

2. BC Diode Fwd [2HL]:  ベース－コレクタ接合の順方向特性 (A.06.10) 

3. BC diode Rev:  ベース-コレクタ接合の逆方向特性 (A.01.20) 

4. BC diode Rev [2HL]:  ベース-コレクタ接合の逆方向特性 (A.06.10) 

5. BVcbo:  ベース－コレクタ接合降伏電圧 (A.01.20) 

6. BVcbo [2HL]:  ベース－コレクタ接合降伏電圧 (A.06.10) 

7. BVcei:  エミッタ－コレクタ接合降伏電圧 (A.01.20) 

8. BVceo:  エミッタ－コレクタ接合降伏電圧、ベース・オープン (A.01.20) 

9. BVceo [2HL]:  エミッタ－コレクタ接合降伏電圧、ベース・オープン (A.06.10) 

10. BVebo:  エミッタ－ベース接合降伏電圧 (A.01.20) 

11. BVebo [2HL]:  エミッタ－ベース接合降伏電圧 (A.06.10) 

12. CS Diode Fwd:  コレクタ-基板接合の順方向特性 (A.01.20) 

13. CS Diode Fwd [2HL]:  コレクタ-基板接合の順方向特性 (A.06.10) 

14. CS diode Rev:  コレクタ-基板接合逆方向特性 (A.01.20) 

15. CS diode Rev [2HL]:  コレクタ-基板接合逆方向特性 (A.06.10) 

16. Ctc-Freq Log:  Ctc-f 特性 (A.01.20) 

17. Ctc-Vc:  Ctc-Vcb 特性 (A.01.20) 

18. Cte-Ve:  Cte-Veb 特性 (A.01.20) 

19. Cts:  Cts-Vsc 特性 (A.01.20) 

20. EB Diode Fwd:  エミッタ－ベース接合の順方向特性 (A.01.20) 

21. EB Diode Fwd [2HL]:  エミッタ－ベース接合の順方向特性 (A.06.10) 

22. EB Diode Rev:  エミッタ-ベース接合の逆方向特性 (A.01.20) 

23. EB Diode Rev [2HL]:  エミッタ-ベース接合の逆方向特性 (A.06.10) 

24. G-Plot ConstVce Pulse:  Ic-Vb 特性、Vce:一定、SMU パルス使用 (A.01.11) 

25. G-Plot ConstVce Pulse[3]:  Ic-Vb 特性、Vce:一定、3 端子、SMU パルス使用 (A.01.11) 

26. G-Plot ConstVce Pulse [2HL]: Ic-Vb 特性、Vce:一定、SMU パルス使用 (A.06.10) 

27. G-Plot ConstVce:  ガンメル特性、Vce:一定 (A.01.20) 

28. G-Plot ConstVce[3]:  ガンメル特性、Vce:一定、3 端子 (A.01.20) 

29. G-Plot ConstVce [2HL]:  ガンメル特性、Vce:一定 (A.06.10) 

30. G-Plot Vbc=0V Pulse:  Ic-Ve 特性、Vbc=0、SMU パルス使用 (A.01.11) 

31. G-Plot Vbc=0V Pulse[3]:  Ic-Ve 特性、Vbc=0、3 端子、SMU パルス使用 (A.01.11) 

32. G-Plot Vbc=0V (Vc=Vb) [2HL]: ガンメル特性、Vbc=0V (Vc=Vb)、SMU パルス使用 (A.06.10) 

33. G-Plot Vbc=0V:  ガンメル特性、Vbc=0 (A.01.20) 

34. G-Plot Vbc=0V[3]:  ガンメル特性、Vbc=0、3 端子 (A.01.20) 

35. G-Plot Vbc=0V (Vc=Vb) [2HL]: ガンメル特性、Vbc=0V (Vc=Vb) (A.06.10) 

36. hfe-Vbe ConstVce:  hfe-Ic 特性、Vce:一定 (A.01.20) 

37. hfe-Vbe Vbc=0V:  hfe-Ic 特性、Vbc=0 (A.01.20) 

38. Ic-Vc Ib:  Ic-Vc 特性、Ib 掃引 (A.01.20) 

39. Ic-Vc Ib[3]:  Ic-Vc 特性、3 端子、Ib 掃引 (A.01.20) 

40. Ic-Vc Ib [2HL]:  Ic-Vc 特性、Ib 掃引 (A.06.10) 

41. Ic-Vc Pulse Ib:  Ic-Vc 特性、Ib 掃引、SMU パルス (A.01.11) 

42. Ic-Vc Pulse Ib[3]:  Ic-Vc 特性、3 端子、Ib 掃引、SMU パルス (A.01.11) 

43. Ic-Vc Pulse Ib [2HL]: Ic-Vc 特性、Ib 掃引、SMU パルス (A.06.10) 

44. Ic-Vc Pulse Vb:  Ic-Vc 特性、Vb 掃引、SMU パルス (A.01.11) 

45. Ic-Vc Pulse Vb[3]:  Ic-Vc 特性、3 端子、Vb 掃引、SMU パルス (A.01.11) 

46. Ic-Vc Pulse Vb [2HL]: Ic-Vc 特性、Vb 掃引、SMU パルス (A.06.10) 

47. Ic-Vc Vb:  Ic-Vc 特性、Vb 掃引 (A.01.20) 

48. Ic-Vc Vb[3]:  Ic-Vc 特性、3 端子、Vb 掃引 (A.01.20) 
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49. Ic-Vc Vb [2HL]: Ic-Vc 特性、Vb 掃引 (A.06.10) 

50. Rb:  ベース抵抗（フライバック法、4 端子）(A.01.20) 

51. Rb [2HL]: ベース抵抗（フライバック法、4 端子）(A.06.10) 

52. Re+Rc:  コレクタ抵抗（エミッタ抵抗含む、フライバック法、4 端子）(A.01.20) 

53. Re:  エミッタ抵抗（フライバック法、4 端子）(A.01.20) 

54. Simple GummelPlot :  ガンメル特性評価(Vce=Const) (A.01.10) 

55. Simple GummelPlot [2HL] : ガンメル特性評価(Vce=Const) (A.06.10) 

56. Vbe-Le:  hfe,Vbe-Le 特性 (A.01.20) 

57. Vbe-We:  hfe,Vbe-We 特性 (A.01.20) 
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1.1 BC Diode Fwd: ベース－コレクタ接合の順方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

 

[概要]   

  BJT のベース－コレクタ接合の順方向特性を測定する。エミッタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lb: ベース長 

  Wb: ベース幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lb/Wb 

  IbPerArea=Ibase/Lb/Wb 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

  Y3 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y4 軸：ベース電流 Ibase (LINEAR) 
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1.2 BC Diode Fwd [2HL]: ベース－コレクタ接合の順方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  BJT のベース－コレクタ接合の順方向特性を測定する。エミッタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lb: ベース長 

  Wb: ベース幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lb/Wb 

  IbPerArea=Ibase/Lb/Wb 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

  Y3 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y4 軸：ベース電流 Ibase (LINEAR) 
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1.3 BC diode Rev: ベース-コレクタ接合の逆方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のベース－コレクタ接合の逆方向特性を測定する。エミッタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lb: ベース長 

  Wb: ベース幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lb/Wb 

  IbPerArea=Ibase/Lb/Wb 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 
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1.4 BC diode Rev [2HL]: ベース-コレクタ接合の逆方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  BJT のベース－コレクタ接合の逆方向特性を測定する。エミッタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lb: ベース長 

  Wb: ベース幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lb/Wb 

  IbPerArea=Ibase/Lb/Wb 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 
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1.5 BVcbo: ベース－コレクタ接合降伏電圧 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のコレクタ電流－コレクタ電圧、ベース電流－コレクタ電圧特性を測定し、ベース－コレクタ接合降伏

電圧（BVcbo）を抽出する。エミッタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lb: ベース長 

  Wb: ベース幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ic@BVcbo: ブレークダウンとみなすコレクタ電流 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ic@BVcbo×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lb/Wb 

  IbPerArea=Ibase/Lb/Wb 

 

[Analysis Function] 

  BVcbo=@L1X（Line1 の X 切片） 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  ベース－コレクタ接合降伏電圧 BVcbo 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@BVcbo における Y1 データを通る垂直線 
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1.6 BVcbo [2HL]: ベース－コレクタ接合降伏電圧 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  BJT のコレクタ電流－コレクタ電圧、ベース電流－コレクタ電圧特性を測定し、ベース－コレクタ接合降伏

電圧（BVcbo）を抽出する。エミッタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lb: ベース長 

  Wb: ベース幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ic@BVcbo: ブレークダウンとみなすコレクタ電流 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ic@BVcbo×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lb/Wb 

  IbPerArea=Ibase/Lb/Wb 

 

[Analysis Function] 

  BVcbo=@L1X（Line1 の X 切片） 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  ベース－コレクタ接合降伏電圧 BVcbo 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@BVcbo における Y1 データを通る垂直線 
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1.7 BVcei: エミッタ－コレクタ接合降伏電圧 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のコレクタ電流－コレクタ電圧を測定し、エミッタ－コレクタ接合降伏電圧（BVcei）を抽出する。サブスト

レートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ic@BVcei: ブレークダウンとみなすコレクタ電流 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電流出力） 

  Ib: ベース電流 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  エミッタ電流 Iemitter 

  ベース電圧 Vbase 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ic@BVcei×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

 

[Analysis Function] 
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  BVcei=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  エミッタ－コレクタ接合降伏電圧 BVcei 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@BVcei における Y1 データを通る垂直線 
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1.8 BVceo: エミッタ－コレクタ接合降伏電圧、ベース・オープン (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のコレクタ電流－コレクタ電圧を測定し、エミッタ－コレクタ接合降伏電圧（BVceo）を抽出する。ベース、

サブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ic@BVceo: ブレークダウンとみなすコレクタ電流 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  エミッタ電流 Iemitter 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ic@BVceo×1.1 に設定されます。 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

[Analysis Function] 

  BVceo=@L1X（Line1 の X 切片） 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

[Parameters 表示エリア] 

  エミッタ－コレクタ接合降伏電圧 BVceo 

[Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@BVceo における Y1 データを通る垂直線 
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1.9 BVceo [2HL]: エミッタ－コレクタ接合降伏電圧、ベース・オープン (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  BJT のコレクタ電流－コレクタ電圧を測定し、エミッタ－コレクタ接合降伏電圧（BVceo）を抽出する。ベース、

サブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ic@BVceo: ブレークダウンとみなすコレクタ電流 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  エミッタ電流 Iemitter 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ic@BVceo×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

 

[Analysis Function] 

  BVceo=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 
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  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  エミッタ－コレクタ接合降伏電圧 BVceo 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@BVceo における Y1 データを通る垂直線 
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1.10 BVebo: エミッタ－ベース接合降伏電圧 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のエミッタ電流－エミッタ電圧を測定し、エミッタ－ベース接合降伏電圧（BVebo）を抽出する。コレクタ、

サブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ie@BVebo: ブレークダウンとみなすエミッタ電流 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  エミッタ電流 Iemitter 

  ベース電流 Ibase 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ie@BVebo×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

 

[Analysis Function] 

  BVebo=@L1X（Line1 の X 切片） 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  エミッタ－ベース接合降伏電圧 BVebo 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Iemitter=Ie@BVebo における Y1 データを通る垂直線 
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1.11 BVebo [2HL]: エミッタ－ベース接合降伏電圧 (A.06.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  BJT のエミッタ電流－エミッタ電圧を測定し、エミッタ－ベース接合降伏電圧（BVebo）を抽出する。コレクタ、

サブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ie@BVebo: ブレークダウンとみなすエミッタ電流 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  エミッタ電流 Iemitter 

  ベース電流 Ibase 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ie@BVebo×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

 

[Analysis Function] 

  BVebo=@L1X（Line1 の X 切片） 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  エミッタ－ベース接合降伏電圧 BVebo 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Iemitter=Ie@BVebo における Y1 データを通る垂直線 
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1.12 CS Diode Fwd: コレクタ-基板接合の順方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のコレクタ-基板接合の順方向特性を測定する。ベースとエミッタは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lc: コレクタ長 

  Wc: コレクタ幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: サブストレートに印加する掃引スタート電圧 

  VsubsStop: サブストレートに印加する掃引ストップ電圧 

  VsubsStep: サブストレートに印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  サブストレート電流 Isubs 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lc/Wc 

  IsubsPerArea=Isubs/Lc/Wc 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：サブストレート電圧 Vsubs (LINEAR) 

  Y1 軸：サブストレート電流 Isubs (LINEAR) 

  Y2 軸：サブストレート電流 Isubs (LOG) 

  Y3 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

  Y4 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 
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1.13 CS Diode Fwd [2HL]: コレクタ-基板接合の順方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  BJT のコレクタ-基板接合の順方向特性を測定する。ベースとエミッタは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lc: コレクタ長 

  Wc: コレクタ幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: サブストレートに印加する掃引スタート電圧 

  VsubsStop: サブストレートに印加する掃引ストップ電圧 

  VsubsStep: サブストレートに印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  サブストレート電流 Isubs 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lc/Wc 

  IsubsPerArea=Isubs/Lc/Wc 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：サブストレート電圧 Vsubs (LINEAR) 

  Y1 軸：サブストレート電流 Isubs (LINEAR) 

  Y2 軸：サブストレート電流 Isubs (LOG) 

  Y3 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

  Y4 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 
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1.14 CS diode Rev: コレクタ-基板接合逆方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のコレクタ-基板接合の逆方向特性を測定する。ベースとエミッタは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lc: コレクタ長 

  Wc: コレクタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: サブストレートに印加する掃引スタート電圧 

  VsubsStop: サブストレートに印加する掃引ストップ電圧 

  VsubsStep: サブストレートに印加する掃引ステップ電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  サブストレート電流 Isubs 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lc/Wc 

  IsubsPerArea=Isubs/Lc/Wc 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：サブストレート電圧 Vsubs (LINEAR) 

  Y1 軸：サブストレート電流 Isubs (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 
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1.15 CS diode Rev [2HL]: コレクタ-基板接合逆方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  BJT のコレクタ-基板接合の逆方向特性を測定する。ベースとエミッタは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lc: コレクタ長 

  Wc: コレクタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: サブストレートに印加する掃引スタート電圧 

  VsubsStop: サブストレートに印加する掃引ストップ電圧 

  VsubsStep: サブストレートに印加する掃引ステップ電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  サブストレート電流 Isubs 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Lc/Wc 

  IsubsPerArea=Isubs/Lc/Wc 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：サブストレート電圧 Vsubs (LINEAR) 

  Y1 軸：サブストレート電流 Isubs (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 
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1.16 Ctc-Freq Log: Ctc-f 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  BJT のベース－コレクタ間容量(Ctc、リニア)－周波数(f、ログ)特性を測定する。測定周波数は 1 ディケード

当り 10 点。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子。 

  コレクタ端子に CMU High、ベース端子に CMU Low を接続し、エミッタ、サブストレートには GNDU を接続す

ること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（CMU は設定値を出力）または PNP（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース－コレクタ間に接続する CMU 

  FreqStart: 掃引スタート周波数 

  NoOfDecade: データを取得するディケード数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Vcb: コレクタ-ベース電圧（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  G_Min: グラフの相互コンダクタンス min 値 

  G_Max：グラフの相互コンダクタンス max 値 

  Cp_Min：グラフのキャパシタンス min 値 

  Cp_Max：グラフのキャパシタンス max 値 

 

[測定パラメータ] 
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  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  円周率 PI=3.141592653589 

  周波数 Frequency=Freq 

  損失係数 D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  並列抵抗 Rp=1/G 

  直列容量 Cs=(1+D^2)*Cp 

  リアクタンス X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  直列抵抗 Rs=D*abs(X) 

  インピーダンス Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  位相角 Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：周波数 Freq(LOG) 

  Y1 軸：ベース－コレクタ間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  周波数 Freq 

  ベース－コレクタ間容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  コレクタ電圧 Vcollector 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：周波数 FreqList(LOG) 

  Y1 軸：ベース－コレクタ間容量（並列容量）CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス GList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  周波数 FreqList 

  ベース－コレクタ間容量（並列容量） CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 

  コレクタ電圧 VcList 
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1.17 Ctc-Vc: Ctc-Vcb 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  BJT のベース－コレクタ間容量(Ctc)を測定し、Ctc-Vcb 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

  コレクタ端子に CMU High、ベース端子に CMU Low を接続し、エミッタ、サブストレートには GNDU を接続す

ること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（CMU は設定値を出力）または PNP（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Lb: ベース長 

  Wb: ベース幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Base: ベース－コレクタ間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VcbStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VcbStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VcbStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 
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[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Vcb=Vcollector 

  CtcPerArea=Cp/Lb/Wb 

 

[Analysis Function] 

  Cj0=@L1Y1 (Line1 の Y 切片) 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ベース－コレクタ間電圧 Vcb (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース－コレクタ間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ベース－コレクタ間電圧 Vcb 

  ベース－コレクタ間容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

 

[Parameter 表示エリア] 

  ゼロバイアス容量値 Cj0 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Vcb=0 における Y1 データを通る水平線 
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1.18 Cte-Ve: Cte-Veb 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  BJT のベース－エミッタ間容量(Cte)を測定し、Cte-Veb 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

  エミッタ端子に CMU High、ベース端子に CMU Low を接続し、コレクタ、サブストレートには GNDU を接続す

ること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（CMU は設定値を出力）または PNP（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Base: ベース－エミッタ間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VebStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VebStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VebStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 
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  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Veb=Vemitter 

  CtePerArea=Cp/Le/We 

 

[Analysis Function] 

  Cj0=@L1Y1 (Line1 の Y 切片) 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ベース－エミッタ間電圧 Veb (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース－エミッタ間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ベース－エミッタ間電圧 Veb 

  ベース－エミッタ間容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

 

[Parameter 表示エリア] 

  ゼロバイアス容量値 Cj0 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Veb=0 における Y1 データを通る水平線 
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1.19 Cts: Cts-Vsc 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  BJT のコレクタ－基板間容量(Cts)を測定し、Cts-Vsc 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

  サブストレートに CMU High、コレクタに CMU Low を接続し、ベース、エミッタには GNDU を接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（CMU は設定値を出力）または PNP（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Lc: コレクタ長 

  Wc: コレクタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Subs: コレクタ－基板間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VcsStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VcsStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VcsStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 
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  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Vsc=Vsubs 

  CtsPerArea=Cp/Lc/Wc 

 

[Analysis Function] 

  Cj0=@L1Y1 (Line1 の Y 切片) 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：コレクタ－基板間電圧 Vsc (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ－基板間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  コレクタ－基板間電圧 Vsc 

  コレクタ－基板間容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

 

[Parameter 表示エリア] 

  ゼロバイアス容量値 Cj0 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Vsubs(=Vsc)=0 における Y1 データを通る水平線 
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1.20 EB Diode Fwd: エミッタ－ベース接合の順方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のエミッタ－ベース接合の順方向特性を測定する。コレクタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  エミッタ電流 Iemitter 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：エミッタ電流 Iemitter (LINEAR) 

  Y2 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

  Y3 軸：ベース電流 Ibase (LINEAR) 

  Y4 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 
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1.21 EB Diode Fwd [2HL]: エミッタ－ベース接合の順方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  BJT のエミッタ－ベース接合の順方向特性を測定する。コレクタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  エミッタ電流 Iemitter 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：エミッタ電流 Iemitter (LINEAR) 

  Y2 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

  Y3 軸：ベース電流 Ibase (LINEAR) 

  Y4 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 
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1.22 EB Diode Rev: エミッタ-ベース接合の逆方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のエミッタ－ベース接合の逆方向特性を測定する。コレクタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IeLimit: エミッタ電流コンプライアンス 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  エミッタ電流 Iemitter 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 
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1.23 EB Diode Rev [2HL]: エミッタ-ベース接合の逆方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  BJT のエミッタ－ベース接合の逆方向特性を測定する。コレクタとサブストレートは開放。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IeLimit: エミッタ電流コンプライアンス 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  エミッタ電流 Iemitter 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 
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1.24 G-Plot ConstVce Pulse: Ic-Vb 特性、Vce:一定、SMU パルス使用 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－ベース電圧特性を測定する。コレクタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.25 G-Plot ConstVce Pulse[3]: Ic-Vb 特性、Vce:一定、3 端子、SMU パルス使
用 (A.01.11) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－ベース電圧特性を測定する。コレクタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.26 G-Plot ConstVce Pulse [2HL]: Ic-Vb 特性、Vce:一定、SMU パルス使用 
(A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－ベース電圧特性を測定する。コレクタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  BaseValue: パルス・ベース値 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.27 G-Plot ConstVce: ガンメル特性、Vce:一定 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－ベース電圧特性、ベース電流－ベース電圧特性を測定する。電

流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 
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  hfeMax=max(hfe) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y3 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  電流増幅率最大値 hfeMax 
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1.28 G-Plot ConstVce[3]: ガンメル特性、Vce:一定、3 端子 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－ベース電圧特性、ベース電流－ベース電圧特性を測定する。電

流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  hfeMax=max(hfe) 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y3 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

[Parameters 表示エリア] 

  電流増幅率最大値 hfeMax 
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1.29 G-Plot ConstVce [2HL]: ガンメル特性、Vce:一定 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－ベース電圧特性、ベース電流－ベース電圧特性を測定する。電

流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  hfeMax=max(hfe) 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y3 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  電流増幅率最大値 hfeMax 
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1.30 G-Plot Vbc=0V Pulse: Ic-Ve 特性、Vbc=0、SMU パルス使用 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－エミッタ電圧特性を測定する。エミッタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  Vb: ベース電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.31 G-Plot Vbc=0V Pulse[3]: Ic-Ve 特性、Vbc=0、3 端子、SMU パルス使用 
(A.01.11) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－エミッタ電圧特性を測定する。エミッタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

 

[Extended Test Parameters] 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  Vb: ベース電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.32 G-Plot Vbc=0V (Vc=Vb) [2HL]: ガンメル特性、Vbc=0V (Vc=Vb)、SMU パル
ス使用 (A.06.10)  

 

[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性、ベース電流－ベース電圧特性をベース電圧＝

コレクタ電圧で測定する。電流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。ベース、コレクタ電圧出力

に SMU パルスを使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、４端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Base: ベースタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

 

[Extended Test Parameters] 

  hfeYMax: hfe グラフ表示軸の最大値 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流  Ibase 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  hfeMax=max(hfe) 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y3 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  電流増幅率最大値 hfeMax 
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1.33 G-Plot Vbc=0V: ガンメル特性、Vbc=0 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－エミッタ電圧特性、ベース電流－エミッタ電圧特性を測定する。電

流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 
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  hfeMax=max(hfe) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y3 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  電流増幅率最大値 hfeMax 
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1.34 G-Plot Vbc=0V[3]: ガンメル特性、Vbc=0、3 端子 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－エミッタ電圧特性、ベース電流－エミッタ電圧特性を測定する。電

流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定時最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

  エミッタ電流 Iemitter 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  hfeMax=max(hfe) 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y3 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  電流増幅率最大値 hfeMax 
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1.35 G-Plot Vbc=0V (Vc=Vb) [2HL]: ガンメル特性、Vbc=0V (Vc=Vb) (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性、ベース電流－ベース電圧特性をベース電圧＝

コレクタ電圧で測定する。電流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Base: ベースタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  hfeYMax: hfe グラフ表示軸の最大値 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタおよびベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流  Ibase 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  hfeMax=max(hfe) 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y3 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  電流増幅率最大値 hfeMax 
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1.36 hfe-Vbe ConstVce: hfe-Ic 特性、Vce:一定 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流(Ic)－ベース電圧特性、ベース電流－ベース電圧特性を測定する。

電流増幅率(hfe)を抽出し、hfe-Ic 特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 
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  hfeMax=max(hfe) 

 

[Analysis Function] 

  Ic@hfeMax=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y1 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  電流増幅率最大値 hfeMax 

  hfe 最大値における Ic の値 Ic@hfeMax 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: hfe=hfeMax における Y1 データを通る垂直線 
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1.37 hfe-Vbe Vbc=0V: hfe-Ic 特性、Vbc=0 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流(Ic)－エミッタ電圧特性、ベース電流－エミッタ電圧特性を測定する。

電流増幅率(hfe)を抽出し、hfe-Ic 特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 
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  hfeMax=max(hfe) 

 

[Analysis Function] 

  Ic@hfeMax=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y1 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  電流増幅率最大値 hfeMax 

  hfe 最大値における Ic の値 Ic@hfeMax 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: hfe=hfeMax における Y1 データを通る垂直線 
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1.38 Ic-Vc Ib: Ic-Vc 特性、Ib 掃引 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

 

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電圧 Vbase 

  サブストレート電流 Isubs 

 

[User Function] 
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  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.39 Ic-Vc Ib[3]: Ic-Vc 特性、3 端子、Ib 掃引 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電圧 Vbase 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.40 Ic-Vc Ib [2HL]: Ic-Vc 特性、Ib 掃引 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

[Extended Test Parameters] 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電圧 Vbase 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.41 Ic-Vc Pulse Ib: Ic-Vc 特性、Ib 掃引、SMU パルス (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。コレクタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

[Test Parameters] 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.42 Ic-Vc Pulse Ib[3]: Ic-Vc 特性、3 端子、Ib 掃引、SMU パルス (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。コレクタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.43 Ic-Vc Pulse Ib [2HL]: Ic-Vc 特性、Ib 掃引、SMU パルス (A.06.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

 [概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。コレクタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

 

[Extended Test Parameters] 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.44 Ic-Vc Pulse Vb: Ic-Vc 特性、Vb 掃引、SMU パルス (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。コレクタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.45 Ic-Vc Pulse Vb[3]: Ic-Vc 特性、3 端子、Vb 掃引、SMU パルス (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。コレクタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.46 Ic-Vc Pulse Vb [2HL]: Ic-Vc 特性、Vb 掃引、SMU パルス (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。コレクタ電圧出力に SMU パルスを

使用。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  BaseValue: パルス・ベース値 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.47 Ic-Vc Vb: Ic-Vc 特性、Vb 掃引 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.48 Ic-Vc Vb[3]: Ic-Vc 特性、3 端子、Vb 掃引 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 
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1.49 Ic-Vc Vb [2HL]: Ic-Vc 特性、Vb 掃引 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 



1 BJT 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 1-72 

1.50 Rb: ベース抵抗（フライバック法、4 端子）(A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  高電流域におけるベース電圧、コレクタ電圧－ベース電流特性を測定し、ベース抵抗を抽出する。フライバ

ック法を使用する。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電流出力） 

  VcLimit: コレクタ電圧コンプライアンス 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  Ic: コレクタ電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

[測定パラメータ] 

  ベース電圧 Vbase 

  コレクタ電圧 Vcollector 

[User Function] 

  Rb=(Vbase-Vcollector)/Ibase 

  Inv_Ibase=1/Ibase 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電流の逆数 Inv_Ibase (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース抵抗 Rb (LINEAR) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LINEAR) 
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1.51 Rb [2HL]: ベース抵抗（フライバック法、4 端子）(A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  高電流域におけるベース電圧、コレクタ電圧－ベース電流特性を測定し、ベース抵抗を抽出する。フライバ

ック法を使用する。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電流出力） 

  VcLimit: コレクタ電圧コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ic: コレクタ電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  ベース電圧 Vbase 

  コレクタ電圧 Vcollector 

 

[User Function] 

  Rb=(Vbase-Vcollector)/Ibase 

  Inv_Ibase=1/Ibase 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電流の逆数 Inv_Ibase (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース抵抗 Rb (LINEAR) 

  Y2 軸：ベース電流 Ibase (LINEAR) 
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1.52 Re+Rc: コレクタ抵抗（エミッタ抵抗含む、フライバック法、4 端
子）(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のコレクタ電圧－コレクタ電流特性を測定し、コレクタ抵抗とエミッタ抵抗の合成抵抗を抽出する。フラ

イバック法を使用する。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

  IcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電流 

  IcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電流 

  IcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電流 

  VcLimit: コレクタ電圧コンプライアンス 

  Base: ベース端子に接続する SMU (定電流出力） 

  Ib: ベース電流 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電圧 Vcollector 
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[User Function] 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IsPerArea=Isubs/Le/We 

  Rc_Re=diff(Vcollector,Icollector) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y2 軸：コレクタ抵抗とエミッタ抵抗の合成抵抗 Rc_Re (LINEAR) 
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1.53 Re: エミッタ抵抗（フライバック法、4 端子）(A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  BJT のコレクタ電圧－ベース電流特性を測定し、エミッタ抵抗を抽出する。フライバック法を使用する。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (定電流出力） 

  Ic: コレクタ電流 

  VcLimit: コレクタ電圧コンプライアンス 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電圧 Vcollector 

[User Function] 

  単位エミッタ面積換算エミッタ電流 IePerArea=Iemitter/Le/We 

  単位エミッタ面積換算ベース電流 IbPerArea=Ibase/Le/We 

  単位エミッタ面積換算サブストレート電流 IsPerArea=Isubs/Le/We 

  エミッタ抵抗 Re=diff(Vcollector,Ibase) 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電流 Ibase (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y2 軸：エミッタ抵抗 Re (LINEAR) 
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1.54 Simple GummelPlot : ガンメル特性評価(Vce=Const) (A.01.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[用途] 

  3 端子 NPN BJT のガンメル特性を評価するために用いられる。 

 

[測定対象]  

  3 端子で引き出された単体 NPN 素子。 

 

[パラメータ設定] 

  パラメータの設定は NPN の測定条件で入力する。 

 

[測定内容] 

  ベースおよびコレクタ電圧がエミッタ電圧を基準(0V)として挿引設定に従い同期挿引され、ベース端子とコ

レクタ端子の電流が測定される。 

 

[プロット表示] 

  コレクタ電流とベース電流と電流増幅率(Beta)がベース電圧を線形横軸として表示される。 

  ベース電流とコレクタ電流は対数スケールで表示され、電流増幅率(hfe)は線形スケールで表示される。 
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1.55 Simple GummelPlot [2HL] : ガンメル特性評価(Vce=Const) (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[用途] 

  3 端子 NPN BJT のガンメル特性を評価するために用いられる。 

 

[測定対象]  

  3 端子で引き出された単体 NPN 素子。 

 

[パラメータ設定] 

  パラメータの設定は NPN の測定条件で入力する。 

 

[測定内容] 

  ベースおよびコレクタ電圧がエミッタ電圧を基準(0V)として挿引設定に従い同期挿引され、ベース端子とコ

レクタ端子の電流が測定される。 

 

[プロット表示] 

  コレクタ電流とベース電流と電流増幅率(Beta)がベース電圧を線形横軸として表示される。 

  ベース電流とコレクタ電流は対数スケールで表示され、電流増幅率(Beta)は線形スケールで表示される。 
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1.56 Vbe-Le: hfe,Vbe-Le 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  Le(エミッタ長)の異なる BJT の hfe(電流増幅率)-Vbe(ベース－エミッタ間電圧)特性を測定し、hfe および

Vbe の Le 依存性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

 Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス １ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  B2200A/B2201A と B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の B#/C#/E#/Sb#フィールド(#は 1 から 12 の整数)に正しく設定すること。 

  同時接続可能なデバイスの数は B2200A/B2201A に装着されるマトリクス・モジュールの数に依存。1 モジ

ュールで 3 デバイスを同時接続可能。 

 

[Le#/B#/C#/E#/Sb#フィールド(#は 1 から 12 の整数)の設定] 

  Le#(エミッタ長)/B#(ベース)/C#(コレクタ)/E#(エミッタ)/Sb#(サブストレート)に 1 デバイスの設定を行う。

Le1&lt;Le2&lt;Le3...の関係が成り立つこと。設定対象が存在しないフィールドには 0 を入力すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BaseSMU: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorSMU: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  SbSMU: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  EmitterSMU: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Ic@hfe: hfe を決定するコレクタ電流(ある Ic における hfe を算出する) 

  Ie@Vbe: Vbe 電圧を決定するエミッタ電流(ある Ie における Vbe を算出する) 

  We: エミッタ幅 

  Le1～Le12: エミッタ長 
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  B1～B12: 複数デバイスの Base に対する SWM Pin Assign の設定 

  C1～C12: 複数デバイスの Collector に対する SWM Pin Assign の設定 

  E1～E12: 複数デバイスの Emitter に対する SWM Pin Assign の設定 

  Sb1～Sb12: 複数デバイスの Subs に対する SWM Pin Assign の設定 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  hfe_Min: グラフスケール hfe 最小値 

  hfe_Max: グラフスケール hfe 最大値 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

  エミッタ電流 Iemitter 

 

[User Function] 

  hfe=Icollector/Ibase 

 

[Analysis Function] 

  Ic@hfeVal=@L1X (Line1 の X 切片) 

  Ie@VbeVa=@L2X (Line3 の X 切片) 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Icolector=Ic@hfe*Ratio*Polarity における Y1 データを通る垂線 

  Line2: Iemitter=Ie@Vbe*Ratio*Polarity における Y3 データを通る垂線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

  Y3 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y4 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

 

[List Display] 

  エミッタ電圧 Vemitter 

  コレクタ電流 Icollector 

  エミッタ電流 Iemitter 

  ベース電流 Ibase 

  電流増幅率 hfe 

 

[Parameter 表示エリア] 

  hfe を決定するコレクタ電流(ある Ic における hfe を算出する) Ic@hfeVal 



1 BJT 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 1-81 

  Vbe 電圧を決定するエミッタ電流(ある Ie における Vbe を算出する) Ie@VbeVal 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：エミッタ長(Le サイズ) LeList(LINEAR) 

  Y1 軸：Ic@hfe における電流増幅率 Ic@hfeList(LINEAR) 

  Y2 軸：Ie@Vbe におけるエミッタ電圧 Ie@VbeList (LINEAR) 

  

[Test Output: List Display] 

  エミッタ長(Le サイズ) LeList 

  電流増幅率 Ic@hfeList 

  エミッタ電圧 Ie@VbeList 
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1.57 Vbe-We: hfe,Vbe-We 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  We(エミッタ幅)の異なる BJT の hfe(電流増幅率)-Vbe(ベース－エミッタ間電圧)特性を測定し、hfe および

Vbe の We 依存性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス 1 ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  B2200A/B2201A と B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の B#/C#/E#/Sb#フィールド(#は 1 から 12 の整数)に正しく設定すること。 

  同時接続可能なデバイスの数は B2200A/B2201A に装着されるマトリクス・モジュールの数に依存。1 モジ

ュールで 3 デバイスを同時接続可能。 

 

[We#/B#/C#/E#/Sb#フィールド(#は 1 から 12 の整数)の設定] 

  We#(エミッタ幅)/B#(ベース)/C#(コレクタ)/E#(エミッタ)/Sb#(サブストレート)に 1 デバイスの設定を行う。

We1&lt;We2&lt;We3...の関係が成り立つこと。設定対象が存在しないフィールドには 0 を入力すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BaseSMU: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorSMU: コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  SbSMU: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  EmitterSMU: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Ic@hfe: hfe を決定するコレクタ電流(ある Ic における hfe を算出する) 

  Ie@Vbe: Vbe 電圧を決定するエミッタ電流(ある Ie における Vbe を算出する) 

  Le: エミッタ長 

  We1～We12: エミッタ幅 
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  B1～B12: 複数デバイスの Base に対する SWM Pin Assign の設定 

  C1～C12: 複数デバイスの Collector に対する SWM Pin Assign の設定 

  E1～E12: 複数デバイスの Emitter に対する SWM Pin Assign の設定 

  Sb1～Sb12: 複数デバイスの Subs に対する SWM Pin Assign の設定 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  hfe_Min: グラフスケール hfe 最小値 

  hfe_Max: グラフスケール hfe 最大値 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  EmitterMinRng: エミッタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

  エミッタ電流 Iemitter 

 

[User Function] 

  hfe=Icollector/Ibase 

 

[Analysis Function] 

  Ic@hfeVal=@L1X (Line1 の X 切片) 

  Ie@VbeVal=@L2X (Line3 の X 切片) 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@hfe*Ratio*Polarity における Y1 データを通る垂線 

  Line2: Iemitter=Ie@Vbe*Ratio*Polarity における Y3 データを通る垂線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

  Y3 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y4 軸：エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

 

[List Display] 

  エミッタ電圧 Vemitter 

  コレクタ電流 Icollector 

  エミッタ電流 Iemitter 

  ベース電流 Ibase 

  電流増幅率 hfe 

 

[Parameter 表示エリア] 

  hfe を決定するコレクタ電流(ある Ic における hfe を算出する) Ic@hfeVal 
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  Vbe 電圧を決定するエミッタ電流(ある Ie における Vbe を算出する) Ie@VbeVal 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：エミッタ幅(We サイズ) WeList(LINEAR) 

  Y1 軸：Ic@hfe における電流増幅率 Ic@hfeList(LINEAR) 

  Y2 軸：Ie@Vbe におけるエミッタ電圧 Ie@VbeList (LINEAR) 

   

[Test Output: List Display] 

  エミッタ幅(We サイズ) WeList 

  電流増幅率 Ic@hfeList 

  エミッタ電圧 Ie@VbeList 
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1. BVdss:  ソース－ドレイン間降伏電圧 (A.01.20) 

2. BVdss [2HL]:  ソース－ドレイン間降伏電圧 (A.06.10) 

3. BVgso:  ゲート－ソース間降伏電圧 (A.01.20) 

4. BVgso [2HL]:  ゲート－ソース間降伏電圧 (A.06.10) 

5. Cgb-AC Level:  Cgb-Vosc 特性 (A.01.11) 

6. Cgb-Freq Log:  Cgb-f 特性 (A.01.20) 

7. Cgb-Vg HighVoltage:  Cgb-Vg 特性、SCUU 使用 (A.01.11) 

8. Cgb-Vg:  Cgb-Vg 特性 (A.01.11) 

9. Cgc-Freq Log:  Cgc-f 特性 (A.01.20) 

10. Cgc-Vg:  Cgc-Vg 特性 (A.01.11) 

11. Cgg-Freq Linear:  Cgg-f 特性 (A.01.20) 

12. Cgg-Freq Log:  Cgg-f 特性 (A.01.20) 

13. Cgg-Vg 2Freq:  Cgg-Vg 特性、2 周波法 (A.01.11) 

14. Cgg-Vg:  Cgg-Vg 特性 (A.01.11) 

15. IdRdsGds:  ドレイン抵抗／コンダクタンス (A.01.20) 

16. IdRdsGds [2HL]:  ドレイン抵抗／コンダクタンス (A.06.10) 

17. Id-Vd pulse:  Id-Vd 特性、SMU パルス使用 (A.01.11) 

18. Id-Vd pulse[3]:  Id-Vd 特性(3 端子)、SMU パルス使用 (A.01.11) 

19. Id-Vd pulse [2HL]: Id-Vd 特性、SMU パルス使用 (A.06.10) 

20. Id-Vd:  Id-Vd 特性 (A.01.20) 

21. Id-Vd[3]:  Id-Vd 特性(3 端子) (A.01.20) 

22. Id-Vd [2HL]: Id-Vd 特性 (A.06.10) 

23. Id-Vg pulse:  Id-Vg 特性評価、SMU パルス (A.01.12) 

24. Id-Vg pulse[3]:  Id-Vg 特性(3 端子)、SMU パルス使用 (A.01.11) 

25. Id-Vg:  Id-Vg 特性 (A.01.20) 

26. Id-Vg[3]:  Id-Vg 特性(3 端子) (A.01.20) 

27. IonIoffSlope:  オン電流、オフ電流、スロープ (A.01.20) 

28. IonIoffSlope [2HL]:  オン電流、オフ電流、スロープ (A.06.10) 

29. Isub-Vg:  Isub-Vg 特性 (A.01.20) 

30. QSCV[4]: C-Vg, Ig-Vg 特性(4 端子) (A.03.00)  

31. QSCV C Offset Meas: オフセット容量測定 (A.03.00) 

32. Simple Cgb: ゲート電圧に対するゲート-基板間容量特性評価 (A.01.10) 

33. Simple Vth: 線形領域閾値電圧(Vth)評価 (A.01.20) 

34. Simple Vth [2HL]： 線形領域閾値電圧(Vth)評価 (A.06.10) 

35. Vth Const Id:  定電流 Vth (A.01.20) 

36. Vth Const Id [2HL]:  定電流 Vth (A.06.10) 

37. Vth gmMax: 線形領域 Vth (A.01.20) 

38. Vth gmMax [2HL]： 線形領域 Vth (A.06.10) 

39. VthAndCgg-Vg ASU:  Cgg-Vg 特性、Id-Vg 特性、ASU 使用 (A.01.20) 

40. VthAndCgg-Vg SCUU:  Cgg-Vg 特性、Id-Vg 特性、SCUU 使用 (A.01.20) 

41. Vth-Lg:  Vth-Lg 特性 (A.01.20) 

42. Vth-Wg:  Vth-Wg 特性 (A.01.20) 
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2.1 BVdss: ソース－ドレイン間降伏電圧 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET のソース－ドレイン間降伏電圧を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Is@BVdss: ブレークダウンとみなすソース電流 

  Drain: ドレインに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレインに印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレインに印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレインに印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vg: ゲート電圧 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

  ソース電流 Isource 

  ゲート電流 Igate 

  基板電流 Isubs 

  ソース端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Is@BVdss×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  単位ゲート幅あたりに換算したソース電流 IsourcePerWg=Isource/Wg 
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  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  BVdss=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

  Y2 軸：ソース電流 Isource (LOG) 

 

[List Display] 

  ゲート電流 Igate 

  基板電流 Isubs 

 

[Parameters 表示エリア] 

  ソース－ドレイン間降伏電圧 BVdss 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Isource=Is@BVdss における Y2 データを通る垂直線 
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2.2 BVdss [2HL]: ソース－ドレイン間降伏電圧 (A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  MOSFET のソース－ドレイン間降伏電圧を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Is@BVdss: ブレークダウンとみなすソース電流 

  Drain: ドレインに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレインに印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレインに印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレインに印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

  ソース電流 Isource 

  ソース端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Is@BVdss×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  単位ゲート幅あたりに換算したソース電流 IsourcePerWg=Isource/Wg 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  BVdss=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 
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  Y2 軸：ソース電流 Isource (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  ソース－ドレイン間降伏電圧 BVdss 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Isource=Is@BVdss における Y2 データを通る垂直線 
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2.3 BVgso: ゲート－ソース間降伏電圧 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート－ソース間降伏電圧(ドレイン端子開放時)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Is@BVgso: ブレークダウンとみなすソース電流 

  Gate: ゲートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

  SourceMinRng: ソース電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ソース電流 Isource 

  ゲート電流 Igate 

  基板電流 Isubs 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Is@BVgso×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 IgatePerGateArea=Igate/Lg/Wg 

 

[Analysis Function] 

  BVgso=@L1X（Line1 の X 切片） 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ソース電流 Isource (LOG) 

  Y2 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

 

[List Display] 

  基板電流 Isubs 

 

[Parameters 表示エリア] 

  ゲート－ソース間降伏電圧 BVgso 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Isource=Is@BVgso における Y1 データを通る垂直線 



2 CMOS 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 2-9 

2.4 BVgso [2HL]: ゲート－ソース間降伏電圧 (A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート－ソース間降伏電圧(ドレイン端子開放時)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Is@BVgso: ブレークダウンとみなすソース電流 

  Gate: ゲートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

  SourceMinRng: ソース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ソース電流 Isource 

  ゲート電流 Igate 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Is@BVgso×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 IgatePerGateArea=Igate/Lg/Wg 

 

[Analysis Function] 

  BVgso=@L1X（Line1 の X 切片） 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ソース電流 Isource (LOG) 

  Y2 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  ゲート－ソース間降伏電圧 BVgso 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Isource=Is@BVgso における Y1 データを通る垂直線 
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2.5 Cgb-AC Level: Cgb-Vosc 特性 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート－基板間容量(Cgb)を測定し、Cgb-Vosc 特性をプロットする。 

  DC バイアス出力は、-Vgs 固定。信号レベル(Vosc)は OscStart から OscStop の範囲を、OscStep 間隔で

変更されます。各信号レベル毎に並列容量(Cp)とコンダクタンス(G)のスポット測定が実行されます。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

  ゲート端子に CMU Low を、サブストレート端子に CMU High を接続し、ドレイン端子、ソース端子には SMU

を接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU/SMU は設定値を出力）または Pch（CMU/SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  OscStart: 信号レベル(Vosc) スタート電圧 

  OscStop: Vosc ストップ電圧 

  OscStep: Vosc ステップ電圧 

  FREQ: 測定周波数 

  Gate: ゲート－基板間に接続する CMU（CV スポット測定） 

  Vgs: DC バイアス。ゲート－基板間電圧。 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IsLimit: ソース電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 
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  並列容量 cp 

  コンダクタンス g 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  d=g/(2*PI*FREQ*cp) 

  rp=1/g 

  cs=(1+d^2)*cp 

  x=-1/(2*PI*FREQ*cs) 

  rs=d*abs(x) 

  z=sqrt(rs^2+x^2) 

  theta=atan(x/rs) 

  V_gs=-Vsubs 

  osclevel=OscLevel 

 

[Display Setup: X-Y Graph] 

  X 軸：信号レベル Vosc (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート－基板間容量（並列容量）cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス g (LINEAR) 

 

[Display Setup: List Display] 

  信号レベル osclevel 

  信号レベル Vosc 

  ゲート－基板間容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス g 

  ゲート－基板間電圧 V_ds 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：信号レベル OSCLEVEL (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート－基板間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  信号レベル OSCLEVEL 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス Z 

  位相角 Th 
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2.6 Cgb-Freq Log: Cgb-f 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  MOSFET のゲート－基板間容量(Cgb、リニア)－周波数(f、ログ)特性を測定する。測定周波数は 1 ディケー

ド当り 10 点。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  MOSFET、4 端子 

  サブストレート端子に CMU High、ゲート端子に CMU Low を接続し、ドレインおよびソース端子には GNDU

を接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力) 

  FreqStart: 掃引スタート周波数 

  NoOfDecade: 何 decade 分のデータを取得するかの設定 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Vgs: ゲート端子に印加する電圧（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  G_Min: グラフの相互コンダクタンス min 値 

  G_Max：グラフの相互コンダクタンス max 値 

  Cp_Min：グラフのキャパシタンス min 値 

  Cp_Max：グラフのキャパシタンス max 値 

  Vs: ソース端子に印加する電圧 
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  IsLimit: ソース電流コンプライアンス 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  円周率 PI=3.141592653589 

  周波数 Frequency=Freq 

  損失係数 D=G/(2*PI*Freq*Cp) 

  並列抵抗 Rp=1/G 

  直列容量 Cs=(1+D^2)*Cp 

  リアクタンス X=-1/(2*PI*Freq*Cs) 

  直列抵抗 Rs=D*abs(X) 

  インピーダンス Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  位相角 Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：周波数 Freq (LOG) 

  Y1 軸：ゲート－基板間容量（並列容量) Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

[List Display] 

  周波数 Freq 

  ゲート－基板間容量 Cp 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  基板電圧 Vsubs 

  コンダクタンス G 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：周波数リスト FreqList (LOG) 

  Y1 軸：ゲート－基板間容量（並列容量）リスト CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンスリスト GList (LINEAR) 

[Test Output: List Display] 

  周波数 FreqList 

  ゲート－基板間容量（並列容量） CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 

  基板電圧 VsubsList 
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2.7 Cgb-Vg HighVoltage: Cgb-Vg 特性、SCUU 使用 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート－基板間容量(Cgb)を測定し、Cgb-Vg 特性をプロットする。 

  DC バイアス出力は -VgsStart から -VgsStop の範囲を、-VgsStep 間隔で行われます。各バイアス出力毎

に並列容量(Cp)とコンダクタンス(G)のスポット測定が実行されます。SCUU を使用することで、100 V までの

DC バイアス出力を可能にします。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

  ゲート端子、サブストレート端子に SCUU を接続し、ドレイン端子、ソース端子には SMU を接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  MFCMU 1 モジュール、SMU 3 モジュール、SCUU/GSWU 1 セット。 

  SCUU 接続条件：Output1 端子：サブストレート、Output2 端子：ゲート。 

  DUT インタフェース High のガード、Low のガード、GSWU をワイヤで接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU/SMU は設定値を出力）または Pch（CMU/SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Gate: ゲート－基板間に接続する CMU（CV スポット測定） 

  VgsStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VgsStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VgsStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  IsLimit: ソース電流コンプライアンス 
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  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Subs=Vstart*Polarity 

 

[Display Setup: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート－基板間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[Display Setup: List Display] 

  サブストレート電圧 Subs 

  ゲート電圧 Vgate 

  ゲート－基板間容量（並列容量） Cp 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgList (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート－基板間容量（並列容量）CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス GList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 VgList 

  ゲート－基板間容量（並列容量） CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 
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2.8 Cgb-Vg: Cgb-Vg 特性 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート－基板間容量(Cgb)を測定し、Cgb-Vg 特性をプロットする。 

  DC バイアス出力は -VgsStart から -VgsStop の範囲を、-VgsStep 間隔で行われます。各バイアス出力毎

に並列容量(Cp)とコンダクタンス(G)のスポット測定が実行されます。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

  ゲート端子に CMU Low、サブストレート端子に CMU High を接続し、ドレイン端子、ソース端子には SMU を

接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU/SMU は設定値を出力）または Pch（CMU/SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Gate: ゲート－基板間に接続する CMU（CV スポット測定） 

  VgsStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VgsStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VgsStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IsLimit: ソース電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 
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  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Vsubs=Vstart*Polarity 

 

[Display Setup: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート－基板間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[Display Setup: List Display] 

  サブストレート電圧 Vsubs 

  ソース電圧 Vsource 

  ゲート－基板間容量（並列容量） Cp 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgList (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート－基板間容量（並列容量）CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス GList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 VgList 

  ゲート－基板間容量（並列容量） CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 
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2.9 Cgc-Freq Log: Cgc-f 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  MOSFET のゲート－チャネル間容量(Cgc、リニア)－周波数(f、ログ)特性を測定する。測定周波数は 1 ディ

ケード当り 10 点。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  MOSFET、4 端子 

  ドレインおよびソース端子に CMU High、ゲート端子に CMU Low を接続し、サブストレート端子には GNDU

を接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  Subs: 基板端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  FreqStart: 掃引スタート周波数 

  NoOfDecade: データを取得するディケード数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Vgs: ゲート端子に印加する電圧（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vsubs: 基板端子に印加する電圧 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  G_Min: グラフの相互コンダクタンス min 値 

  G_Max：グラフの相互コンダクタンス max 値 

  Cp_Min：グラフのキャパシタンス min 値 
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  Cp_Max：グラフのキャパシタンス max 値 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  円周率 PI=3.141592653589 

  周波数 Frequency=Freq 

  損失係数 D=G/(2*PI*Freq*Cp) 

  並列抵抗 Rp=1/G 

  直列容量 Cs=(1+D^2)*Cp 

  リアクタンス X=-1/(2*PI*Freq*Cs) 

  直列抵抗 Rs=D*abs(X) 

  インピーダンス Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  位相角 Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：周波数 Freq (LOG) 

  Y1 軸：ゲート－チャネル間容量（並列容量) Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

[List Display] 

  周波数 Freq 

  ゲート－チャネル間容量 Cp 

  ゲート電圧 G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  ソース電圧 Vsource 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：周波数リスト FreqList (LOG) 

  Y1 軸：ゲート－チャネル間容量（並列容量）リスト CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンスリスト GList (LINEAR) 

[Test Output: List Display] 

  周波数 FreqList 

  ゲート－チャネル間容量（並列容量） CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 

  ソース電圧 VsourceList 
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2.10 Cgc-Vg: Cgc-Vg 特性 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート－チャネル間容量(Cgc)を測定し、Cgc-Vg 特性をプロットする。 

  DC バイアス出力は -VgsStart から -VgsStop の範囲を、-VgsStep 間隔で行われます。各バイアス出力毎

に並列容量(Cp)とコンダクタンス(G)のスポット測定が実行されます。サブストレート電圧は、チャネルとの電

位差を一定に保つために、DC バイアス出力値に同期して変化します。また SMU は定電圧出力値の変更を、

DC バイアス掃引ごとに繰り返すことで二次掃引を実現します。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

  ゲート端子に CMU Low、ドレイン端子とソース端子に CMU High を接続し、サブストレート端子には SMU を

接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU/SMU は設定値を出力）または Pch（CMU/SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Gate: ゲート－チャネル間に接続する CMU（CV スポット測定） 

  VgsStart: DC バイアス出力 スタート電圧（一次掃引） 

  VgsStop: DC バイアス出力 ストップ電圧（一次掃引） 

  VgsStep: DC バイアス出力 ステップ電圧（一次掃引） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VbsStart: サブストレート電圧 スタート電圧（二次掃引） 

  VbsStop: サブストレート電圧 ストップ電圧（二次掃引） 

  VbsStep: サブストレート電圧 ステップ電圧（二次掃引） 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 
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  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Vgate=-Vsource 

 

[Display Setup: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート－チャネル間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[Display Setup: List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  サブストレート電圧 Vsubs 

  ゲート－チャネル間容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgList (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート－チャネル間容量（並列容量）CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス GList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 VgList 

  チャネル－基板間電圧 VbsList 

  ゲート－チャネル間容量（並列容量） CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 
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2.11 Cgg-Freq Linear: Cgg-f 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  MOSFET のゲート容量(Cgg、リニア)－周波数(f、リニア)特性を測定する。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  MOSFET、4 端子 

  ドレイン、ソース、サブストレート端子に CMU High、ゲート端子に CMU Low を接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FreqStart: 掃引スタート周波数 

  NoOfPoint: 測定ポイント数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Gate: ゲート端子に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  Vgs: ゲート端子に印加する電圧（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  G_Min: グラフの相互コンダクタンス min 値 

  G_Max：グラフの相互コンダクタンス max 値 

  Cp_Min：グラフのキャパシタンス min 値 

  Cp_Max：グラフのキャパシタンス max 値 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 
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[User Function] 

  円周率 PI=3.141592653589 

  周波数 Frequency=Freq 

  損失係数 D=G/(2*PI*Freq*Cp) 

  並列抵抗 Rp=1/G 

  直列容量 Cs=(1+D^2)*Cp 

  リアクタンス X=-1/(2*PI*Freq*Cs) 

  直列抵抗 Rs=D*abs(X) 

  インピーダンス Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  位相角 Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：周波数 Freq (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  周波数 Freq 

  ゲート容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  基板電圧 Vsubs 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：周波数リスト FreqList (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）リスト CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンスリスト GList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  周波数 FreqList 

  ゲート容量（並列容量） CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 

  基板電圧 VsubsList 
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2.12 Cgg-Freq Log: Cgg-f 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  MOSFET のゲート容量(Cgg、リニア)－周波数(f、ログ)特性を測定する。測定周波数は 1 ディケード当り 10

点。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  MOSFET、4 端子 

  ドレイン、ソース、サブストレート端子に CMU High、ゲート端子に CMU Low を接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FreqStart: 掃引スタート周波数 

  NoOfDecade: データを取得するディケード数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Gate: ゲート端子に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  Vgs: ゲート端子に印加する電圧（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  G_Min: グラフの相互コンダクタンス min 値 

  G_Max：グラフの相互コンダクタンス max 値 

  Cp_Min：グラフのキャパシタンス min 値 

  Cp_Max：グラフのキャパシタンス max 値 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 
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  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  円周率 PI=3.141592653589 

  周波数 Frequency=Freq 

  損失係数 D=G/(2*PI*Freq*Cp) 

  並列抵抗 Rp=1/G 

  直列容量 Cs=(1+D^2)*Cp 

  リアクタンス X=-1/(2*PI*Freq*Cs) 

  直列抵抗 Rs=D*abs(X) 

  インピーダンス Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  位相角 Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：周波数 Freq (LOG) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  周波数 Freq 

  ゲート容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  基板電圧 Vsubs 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：周波数測定リスト FreqList(LOG) 

  Y1 軸: ゲート容量（並列容量）リスト CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンスリスト GList(LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  周波数 FreqList 

  ゲート容量（並列容量） CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 

  基板電圧 VsubsList 
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2.13 Cgg-Vg 2Freq: Cgg-Vg 特性、2 周波法 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート容量(Cgg)を測定し、Cgg-Vg 特性をプロットする。異なる周波数(f1, f2)で測定された容量

(C1, C2)と損失係数(D1, D2)から次式を用いてゲート容量値 Cgg を計算し、グラフにプロットする。 

 

  Cgg = [f1^2*C1*(1+D1^2)-f2^2*C2*(1+D2^2)]/[f2^2-f1^2] 

 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

  

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

  ゲート端子に CMU Low、他３端子に CMU High を接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  FREQ1: 測定周波数 

  FREQ2: 測定周波数 

  Gate: ゲート端子に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VgsStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VgsStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VgsStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 
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  損失係数 D 

 

[User Function] 

  Vgs=-Vsubs 

 

[Display Setup: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgs (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：損失係数 D (LINEAR) 

 

[Display Setup: List Display] 

  ゲート電圧 Vgs 

  ゲート容量（並列容量） Cp 

  損失係数 D 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VGS (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cgg (LINEAR) 

  Y2 軸：ゲート容量（並列容量）Cp_FREQ1 (LINEAR) 

  Y3 軸：ゲート容量（並列容量）Cp_FREQ2 (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 VGS 

  ゲート容量（並列容量）Cgg 

  ゲート容量（並列容量）Cp_FREQ1 

  ゲート容量（並列容量）Cp_FREQ2 

  損失係数 D_FREQ1 

  損失係数 D_FREQ2 
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2.14 Cgg-Vg: Cgg-Vg 特性 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート容量(Cgg)を測定し、Cgg-Vg 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

  ゲート端子に CMU Low、他３端子に CMU High を接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Gate: ゲート端子に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VgsStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VgsStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VgsStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  Dval=Gval/(2*PI*FREQ*Cpval) 
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  Rpval=1/Gval 

  Csval=(1+Dval^2)*Cpval 

  Xval=-1/(2*PI*FREQ*Csval) 

  Rsval=Dval*abs(Xval) 

  Zval=sqrt(Rsval^2+Xval^2) 

  Thetaval=atan(Xval/Rsval) 

  Vgateval=-Vsubs 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgateval (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cpval (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス Gval (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vgateval 

  ゲート容量（並列容量） Cpval 

  コンダクタンス Gval 

  直列容量 Csval 

  直列抵抗 Rsval 

  並列抵抗 Rpval 

  損失係数 Dval 

  リアクタンス Xval 

  インピーダンス Zval 

  位相角 Thetaval 
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2.15 IdRdsGds: ドレイン抵抗／コンダクタンス (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ドレイン電圧特性からアーリー電圧、ドレイン抵抗、ドレイン・コンダクタンスを抽

出する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

  ドレイン抵抗 Rds 

  アーリー電圧 VA 

  ドレイン・コンダクタンス gds 
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[User Function] 

  gds=diff(Idrain,Vdrain) 

  Rds=1/gds 

  VA=Rds*abs(Idrain)-abs(Vdrain) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン抵抗 Rds (LOG) 

  Y2 軸：アーリー電圧 VA (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ドレイン・コンダクタンス gds 
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2.16 IdRdsGds [2HL]: ドレイン抵抗／コンダクタンス (A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ドレイン電圧特性からアーリー電圧、ドレイン抵抗、ドレイン・コンダクタンスを抽

出する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

  ドレイン抵抗 Rds 

  アーリー電圧 VA 

  ドレイン・コンダクタンス gds 

 

[User Function] 

  gds=diff(Idrain,Vdrain) 

  Rds=1/gds 

  VA=Rds*abs(Idrain)-abs(Vdrain) 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン抵抗 Rds (LOG) 

  Y2 軸：アーリー電圧 VA (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ドレイン・コンダクタンス gds 
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2.17 Id-Vd pulse: Id-Vd 特性、SMU パルス使用 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－電圧特性を測定する。ドレイン電圧の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

[Test Parameters] 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  BaseValue: パルス・ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 
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2.18 Id-Vd pulse[3]: Id-Vd 特性(3 端子)、SMU パルス使用 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－電圧特性を測定する。ドレイン電圧の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  BaseValue: パルス・ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 
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2.19 Id-Vd pulse [2HL]: Id-Vd 特性、SMU パルス使用 (A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－電圧特性を測定する。ドレイン電圧の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

[Extended Test Parameters] 

  BaseValue: パルス・ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 
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2.20 Id-Vd: Id-Vd 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 
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2.21 Id-Vd[3]: Id-Vd 特性(3 端子) (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－電圧特性の測定。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 
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2.22 Id-Vd [2HL]: Id-Vd 特性 (A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 
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2.23 Id-Vg pulse: Id-Vg 特性評価、SMU パルス (A.01.12) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性を測定する。ドレイン電圧出力に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: サブストレートに印加する掃引スタート電圧 

  VsubsStop: サブストレートに印加する掃引ストップ電圧 

  VsubsStep: サブストレートに印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  BaseValue: パルス・ベース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

  gm: 相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 
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  gmPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg=diff(IdrainPerWg,Vgate) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 

  単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg 
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2.24 Id-Vg pulse[3]: Id-Vg 特性(3 端子)、SMU パルス使用 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  BaseValue: パルス・ベース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

  gm: 相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  gmPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg=diff(IdrainPerWg,Vgate) 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 

  単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg 
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2.25 Id-Vg: Id-Vg 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: サブストレートに印加する掃引スタート電圧 

  VsubsStop: サブストレートに印加する掃引ストップ電圧 

  VsubsStep: サブストレートに印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

  基板電流 Isubs 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 
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  IsubsPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算した基板電流 IsubsPerWg=Isubs/Wg 

  gm: 相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  gmPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg=diff(IdrainPerWg,Vgate) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

  Y3 軸：基板電流 Isubs (LINEAR) 

  Y4 軸：基板電流 Isubs (LOG) 

 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 

  単位ゲート幅あたりに換算した基板電流 IsubsPerWg 

  相互コンダクタンス gm 

  単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg 
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2.26 Id-Vg[3]: Id-Vg 特性(3 端子) (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

  gm: 相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  gmPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg=diff(IdrainPerWg,Vgate) 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

[List Display] 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 

  相互コンダクタンス gm 

  単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg 
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2.27 IonIoffSlope: オン電流、オフ電流、スロープ (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性からオン電流、オフ電流、サブスレッショルド・スロープを抽出す

る。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧、VgStart &lt; 0 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧、VgStop=Vd 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  Slope=1/diff(lgt(Idrain),Vgate) 

  SlopeMin=min(abs(Slope)) 

 

[Analysis Function] 
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  Ion=@L1Y1（Line1 の Y1 切片） 

  Ioff=@L2Y1（Line2 の Y1 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

  Y2 軸：スロープ Slope (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  スロープの最小値 SlopeMin 

  オン電流 Ion (Vg=VgStop における Id の値) 

  オフ電流 Ioff (Vg=0 における Id の値) 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Vgate=Vd(=VgStop)における Y1 データを通る水平線 

  Line2: Vgate=0 における Y1 データを通る水平線 

  Marker: Slope=SlopeMin を示す点 
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2.28 IonIoffSlope [2HL]: オン電流、オフ電流、スロープ (A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性からオン電流、オフ電流、サブスレッショルド・スロープを抽出す

る。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧、VgStart &lt; 0 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧、VgStop=Vd 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  Slope=1/diff(lgt(Idrain),Vgate) 

  SlopeMin=min(abs(Slope)) 

 

[Analysis Function] 

  Ion=@L1Y1（Line1 の Y1 切片） 

  Ioff=@L2Y1（Line2 の Y1 切片） 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

  Y2 軸：スロープ Slope (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  スロープの最小値 SlopeMin 

  オン電流 Ion (Vg=VgStop における Id の値) 

  オフ電流 Ioff (Vg=0 における Id の値) 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Vgate=Vd(=VgStop)における Y1 データを通る水平線 

  Line2: Vgate=0 における Y1 データを通る水平線 

  Marker: Slope=SlopeMin を示す点 
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2.29 Isub-Vg: Isub-Vg 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET の基板電流－ゲート電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: 極性（Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 (SHORT, MEDIUM, LONG) 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  Subs: 基板端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vsubs: 基板端子電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  基板電流： Isubs 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：Vgate ゲート電圧 (LINEAR) 
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  Y1 軸：Isubs 基板電流 (LOG) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

  基板電流 Isubs 

  ドレイン電流 Idrain 

  ゲート電流 Igate 
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2.30 QSCV[4]: C-Vg, Ig-Vg 特性（4 端子） (A.03.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、B1505A  

 

[概要]   

  MOSFET の酸化膜容量を quasi-static CV 法により測定し、C-V 特性をプロットする。 

  オフセット容量補正後の測定データを得るには、本アプリケーション・テストを実行する前に、QSCV C 

Offset Meas テストを実行してください。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×（-1）の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Source: ソース端子に接続する SMU、定電圧出力 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU、定電圧出力 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU、一次掃引（QSCV）、電圧出力 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU 

  IMeasSMU: 電流および容量を測定する SMU、ゲート端子またはサブストレート端子に接続 

  Vstart: 掃引スタート電圧 

  Vstop: 掃引ストップ電圧 

  Vstep: 掃引ステップ電圧 

  QSCVMeasV: QSCV 測定電圧 

  I_Comp: 電流コンプライアンス値 

  LeakCompen: リーク電流補正の ON/OFF 

  MeasRange: QSCV 測定の電流測定レンジ（固定レンジ） 

  Integ_C: 容量測定時の積分時間 

  Integ_L: リーク電流測定時の積分時間 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IOffsetCancel: QSCV スマート動作の有効／無効 

  IOffsetSink: QSCV スマート動作を行う SMU、IMeasSMU を接続する端子に接続 

 

QSCV スマート動作は、リーク電流の大きい QSCV 測定に有効です。IOffsetSink に設定された SMU は、オ

フセット電流による測定誤差を抑えるために、電流印加動作を行います。 

 

[Extended Test Parameters] 

  StepDelay: ステップディレイ時間 

  OutputRange: 電圧出力のレンジング・タイプ 

  SwpMode: 掃引モード 

  VCompSinkSMU: QSCV スマート動作用 SMU の電圧コンプライアンス 
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  Cmin：グラフの容量 min 値 

  Cmax：グラフの容量 max 値 

  IgMin: グラフのリーク電流 min 値 

  IgMax：グラフのリーク電流 max 値 

 

[測定パラメータ] 

  容量 C 

  リーク電流 IgLeak 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vg (LINEAR) 

  Y1 軸：容量 C (LINEAR) 

  Y2 軸：リーク電流 Ig (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vg 

  容量 C 

  リーク電流 Ig 
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2.31 QSCV C Offset Meas: オフセット容量測定 (A.03.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、B1505A 

  

[概要]   

測定端子を開放した状態で quasi-static CV 測定を行うことで、ケーブルや DUT I/F に存在するオフセット容

量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

 MOS キャパシタンス、2 端子 

 

[Device Parameters] 

 Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×（-1）の値を出力） 

 Lg: ゲート長 

 Wg: ゲート幅 

 Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

 IMeasSMU: 電流および容量を測定する SMU（ゲート端子またはサブストレート端子に接続） 

 MeasRange: QSCV 電流測定レンジ（固定レンジ） 

 Integ_C: 容量測定時の積分時間 

 Integ_L: リーク電流測定時の積分時間 

 HoldTime: ホールド時間 

 DelayTime: ディレイ時間 

 

[Extended Test Parameters] 

 StepDelay: ステップディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

 容量 C 

 

[List Display] 

 容量 C 
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2.32 Simple Cgb：ゲート電圧に対するゲート-基板間容量特性評価 (A.01.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[用途]   

  Nch MOSFET のゲート-基板間容量(Cgb)を評価するために用いられる。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[測定対象]  

  4 端子で引き出された単体素子。 

 

[パラメータ設定] 

  パラメータの設定は NMOS の測定条件で入力する。 

  電圧挿引の条件はソース電圧を基準としたゲート電圧(Vgs)で設定される。 

  CMU モジュールへの接続はゲート端子に Low が接続される。 

  参考：接続図中の GND マークは GNDU を意味しますが、より安定な測定のためには CMU の AC Guard

への接続を推奨します。 

 

[測定内容] 

  ゲート電圧が挿引設定に従って挿引され、インピーダンス測定が行われる。 

 

[プロット表示] 

  ゲート容量(Cpval)が基盤電圧(Vsubs)を線形横軸として表示される。 
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2.33 Simple Vth：線形領域閾値電圧(Vth)評価 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[用途]   

  Nch MOSFET の閾値電圧(Vth)を評価するために用いられる。 

 

[測定対象]  

  4 端子で引き出された単体素子。 

 

[パラメータ設定] 

  パラメータの設定は NMOS の測定条件で入力する。 

  電圧挿引の条件はソース電圧を基準としたゲート電圧(Vg)で設定される。 

 

[測定内容] 

  ゲート電圧が挿引設定に従って挿引され、ドレイン端子の電流が測定される 

 

[プロット表示] 

  ドレイン電流と相互コンダクタンスがゲート電圧を線形横軸として表示される。 

  Parameters 表示領域には測定データより抽出された相互コンダクタンスの最大値(Gmmax)と閾値電圧

(Vth)が表示される。 
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2.34 Simple Vth [2HL]：線形領域閾値電圧(Vth)評価 (A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[用途]   

  Nch MOSFET の閾値電圧(Vth)を評価するために用いられる。 

 

[測定対象]  

  4 端子で引き出された単体素子。 

 

[パラメータ設定] 

  パラメータの設定は NMOS の測定条件で入力する。 

  電圧挿引の条件はソース電圧を基準としたゲート電圧(Vg)で設定される。 

 

[測定内容] 

  ゲート電圧が挿引設定に従って挿引され、ドレイン端子の電流が測定される 

 

[プロット表示] 

  ドレイン電流と相互コンダクタンスがゲート電圧を線形横軸として表示される。 

  Parameters 表示領域には測定データより抽出された相互コンダクタンスの最大値(Gmmax)と閾値電圧

(Vth)が表示される。 
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2.35 Vth Const Id: 定電流 Vth (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET の Id-Vg 特性を測定し、定電流法によってしきい値電圧(Vth)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[Analysis Function] 

  Vth=@L1X（Line1 の X 切片） 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

  相互コンダクタンス gm 

 

[Parameters 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 



2 CMOS 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 2-61 

2.36 Vth Const Id [2HL]: 定電流 Vth (A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET の Id-Vg 特性を測定し、定電流法によってしきい値電圧(Vth)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[Analysis Function] 

  Vth=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 
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[List Display] 

  相互コンダクタンス gm 

 

[Parameters 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 
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2.37 Vth gmMax：線形領域 Vth (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET Id-Vg 特性の線形領域データから線形外挿法により、しきい値電圧(Vth)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧。100mV 程度の低電圧が望ましい。 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[Analysis Function] 

  gmMax=max(gm) 

  Von=@L1X（Line1 の X 切片） 
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  Vth=Von-Vd/2 

 

  Vth は次式から求める。 

  Vth=Vg(gmMax)-Id(gmMax)/gmMax 

  Vd/2 は理論式における Vd の２次の項を補正するため。 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 
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2.38 Vth gmMax [2HL]：線形領域 Vth (A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET Id-Vg 特性の線形領域データから線形外挿法により、しきい値電圧(Vth)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧。100mV 程度の低電圧が望ましい。 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[Analysis Function] 

  gmMax=max(gm) 

  Von=@L1X（Line1 の X 切片） 

  Vth=Von-Vd/2 

 

  Vth は次式から求める。 

  Vth=Vg(gmMax)-Id(gmMax)/gmMax 

  Vd/2 は理論式における Vd の２次の項を補正するため。 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 
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2.39 VthAndCgg-Vg ASU: Cgg-Vg 特性、Id-Vg 特性、ASU 使用 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート容量－ゲート電圧特性の測定を実施したあとで、ドレイン電流－ゲート電圧特性を測定

する。MFCMU 1 モジュール、HRSMU/ASU 2 セット、SMU 1 モジュール使用。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  MFCMU 1 モジュール、HRSMU/ASU 2 セット、SMU 1 モジュール。 

  ASU#1 接続条件：Output 端子：ゲート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：MFCMU Low 

  ASU#2 接続条件(Cgg-Vg)：Output 端子：他３端子すべて、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：MFCMU High 

  ASU#2 接続条件(Id-Vg)：Output 端子：ソースとサブストレート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：MFCMU 

High 

  2 つの ASU の CMU Return 端子間をワイヤで接続すること。 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  GateAC: ゲート端子に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  GateDC: ゲート端子に接続する SMU（一次測定、電圧出力） 

  SourceDC: ソース、サブストレート端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  IntegTime: 積分時間 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 
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  VgsBiasStart: Cgg-Vg 測定 スタート電圧 

  VgsBiasStop: Cgg-Vg 測定 ストップ電圧 

  VgsBiasStep: Cgg-Vg 測定 ステップ電圧 

  OscLevel: Cgg-Vg 測定信号レベル 

  FREQ: Cgg-Vg 測定周波数 

  VgsStartDC: Id-Vg 測定 スタート電圧 

  VgsStopDC: Id-Vg 測定 ストップ電圧 

  VgsStepDC: Id-Vg 測定 ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[Cgg-Vg 特性：測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[Cgg-Vg 特性：User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Vgate=-Vsource 

  Cp_S=Cp/Lg/Wg 

  Cp_W=Cp/Wg 

 

[Cgg-Vg 特性：X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[Cgg-Vg 特性：List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

 

[Id-Vg 特性：測定パラメータ] 
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  ドレイン電流 Idrain 

 

[Id-Vg 特性：User Function] 

  gm=delta(Idrain)/delta(Vgate) 

  gmMax=max(gm) 

 

[Id-Vg 特性：Analysis Function] 

  Vth=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Id-Vg 特性：X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

 

[Id-Vg 特性：List Display] 

  ゲート電流 Igate 

 

[Id-Vg 特性：Parameters 表示エリア] 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 

  しきい値電圧 Vth 

 

[Id-Vg 特性：Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 
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2.40 VthAndCgg-Vg SCUU: Cgg-Vg 特性、Id-Vg 特性、SCUU 使用 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のゲート容量－ゲート電圧特性の測定を実施したあとで、ドレイン電流－ゲート電圧特性を測定

する。MFCMU 1 モジュール、SMU 3 モジュール、SCUU/GSWU 1 セット使用。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  MFCMU 1 モジュール、SMU 3 モジュール、SCUU/GSWU 1 セット。 

  SCUU 接続条件(Cgg-Vg)：Output1 端子：ゲート以外すべて、Output2 端子：ゲート。 

  SCUU 接続条件(Id-Vg)：Output1 端子：ソースとサブストレート、Output2 端子：ゲート。 

  容量測定 High 側 DUT インタフェースのガード、Low 側のガード、GSWU をワイヤで接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  GateAC: ゲート端子に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  GateDC: ゲート端子に接続する SMU（一次測定、電圧出力） 

  SourceDC: ソース、サブストレート端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

  IntegTime: 積分時間 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsLimit: ソース電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  VgsBiasStart: Cgg-Vg 測定 スタート電圧 

  VgsBiasStop: Cgg-Vg 測定 ストップ電圧 
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  VgsBiasStep: Cgg-Vg 測定 ステップ電圧 

  OscLevel: Cgg-Vg 測定信号レベル 

  FREQ: Cgg-Vg 測定周波数 

  VgsStartDC: Id-Vg 測定 スタート電圧 

  VgsStopDC: Id-Vg 測定 ストップ電圧 

  VgsStepDC: Id-Vg 測定 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[Cgg-Vg 特性：測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[Cgg-Vg 特性：User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Vgate=-Vsource 

  Cp_S=Cp/Lg/Wg 

  Cp_W=Cp/Wg 

 

[Cgg-Vg 特性：X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[Cgg-Vg 特性：List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

 

[Id-Vg 特性：測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Id-Vg 特性：User Function] 
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  gm=delta(Idrain)/delta(Vgate) 

  gmMax=max(gm) 

 

[Id-Vg 特性：Analysis Function] 

  Vth=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Id-Vg 特性：X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

 

[Id-Vg 特性：List Display] 

  ゲート電流 Igate 

 

[Id-Vg 特性：Parameters 表示エリア] 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 

  しきい値電圧 Vth 

 

[Id-Vg 特性：Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 
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2.41 Vth-Lg: Vth-Lg 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  Lg(ゲート長)の異なる MOSFET の Id-Vg 特性を測定し、Vth(しきい値電圧)の Lg 依存性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス 1 ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  B2200A/B2201A と B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の G#/D#/S#/Sb#フィールド(#は 1 から 12 の整数)に正しく設定すること。 

  同時接続可能なデバイスの数は B2200A/B2201A に装着されるマトリクス・モジュールの数に依存。1 モジ

ュールで 3 デバイスを同時接続可能。 

 

[Lg#/G#/D#/S#/Sb#フィールド(#は 1 から 12 の整数)の設定] 

  Lg#(ゲート長)/G#(ゲート)/D#(ドレイン)/S#(ソース)/Sb#(サブストレート)に 1 デバイスの設定を行う。

Lg1&lt;Lg2&lt;Lg3...の関係が成り立つこと。設定対象が存在しないフィールドには 0 を入力すること。 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: 極性（Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）） 

  Temp: 温度(deg C) 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  GateSMU: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  DrainSMU: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  SbSMU: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  SourceSMU: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧。100mV 程度の低電圧が望ましい。 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Wg: ゲート幅 

  Lg1～Lg12: 複数 MOSFET のゲート長 

  G1～G12: 複数デバイスの Gate に対する SWM Pin Assign の設定 

  D1～D12: 複数デバイスの Drain に対する SWM Pin Assign の設定 
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  S1～S12: 複数デバイスの Source に対する SWM Pin Assign の設定 

  Sb1～Sb12: 複数デバイスの Subs に対する SWM Pin Assign の設定 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

  gmMax_Min: グラフスケール gmMax 最小値の設定 

  gmMax_Max: グラフスケール gmMax 最大値の設定 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  Idrain: ドレイン電流 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

[Analysis Function] 

  gmMax=max(gm) 

  Von=@L1X（Line1 の X 切片） 

  Vth=Von-(Vd*Polarity/2) 

  Vth は次式から求める。 

  Vth=Vg(gmMax)-Id(gmMax)/gmMax 

  Vd/2 は理論式における Vd の２次の項を補正するため。 

[Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  ソース電圧 Vsource 

  ドレイン電圧 Vdrain 

  基板電圧 Vsubs 

  ドレイン電流 Idrain 

  相互コンダクタンス gm 

[Parameter 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート長 LgList(LINEAR) 

  Y1 軸: しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス最大値 gmMaxList (LINEAR) 

[Test Output: List Display] 

  ゲート長 LgList 

  しきい値電圧 VthList 

  相互コンダクタンス最大値 gmMaxList 
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2.42 Vth-Wg: Vth-Wg 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  Wg(ゲート幅)の異なる MOSFET の Id-Vg 特性を測定し、Vth(しきい値電圧)の Wg 依存性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス １ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  B2200A/B2201A と B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の G#/D#/S#/Sb#フィールド(#は 1 から 12 の整数)に正しく設定すること。 

  同時接続可能なデバイスの数は B2200A/B2201A に装着されるマトリクス・モジュールの数に依存。1 モジ

ュールで 3 デバイスを同時接続可能。 

 

[Wg#/G#/D#/S#/Sb#フィールド(#は 1 から 12 の整数)の設定] 

  Wg#(ゲート幅)/G#(ゲート)/D#(ドレイン)/S#(ソース)/Sb#(サブストレート)に 1 デバイスの設定を行う。

Wg1&lt;Wg2&lt;Wg3...の関係が成り立つこと。設定対象が存在しないフィールドには 0 を入力すること。 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: 極性（Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）） 

  Temp: 温度(deg C) 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  GateSMU: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  DrainSMU: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  SbSMU: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  SourceSMU: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧。100mV 程度の低電圧が望ましい。 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Lg: ゲート長 

  Wg1～Wg12: 複数 MOSFET のゲート幅 

  G1～G12: 複数デバイスの Gate に対する SWM Pin Assign の設定 

  D1～D12: 複数デバイスの Drain に対する SWM Pin Assign の設定 
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  S1～S12: 複数デバイスの Source に対する SWM Pin Assign の設定 

  Sb1～Sb12: 複数デバイスの Subs に対する SWM Pin Assign の設定 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

  gmMax_Min: グラフスケール gmMax 最小値の設定 

  gmMax_Max: グラフスケール gmMax 最大値の設定 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  Idrain: ドレイン電流 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[Analysis Function] 

  gmMax=max(gm) 

  Von=@L1X（Line1 の X 切片） 

  Vth=Von-(Vd*Polarity/2) 

 

  Vth は次式から求める。 

  Vth=Vg(gmMax)-Id(gmMax)/gmMax 

  Vd/2 は理論式における Vd の２次の項を補正するため。 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  ソース電圧 Vsource 

  ドレイン電圧 Vdrain 

  基板電圧 Vsubs 

  ドレイン電流 Idrain 

  相互コンダクタンス gm 

 

[Parameter 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 
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  相互コンダクタンス最大値 gmMax 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート幅 WgList(LINEAR) 

  Y1 軸: しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス最大値 gmMaxList (LINEAR)  

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート幅 WgList 

  しきい値電圧 VthList 

  相互コンダクタンス最大値 gmMaxList  
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1. BJT GummelPlot:  バイポーラ・トランジスタのガンメル特性 (A.01.20) 

2. BJT Ic-Vc Ib:  バイポーラ・トランジスタの Ic-Vc 特性 (A.01.20) 

3. BJT Ic-Vc Ib [2HL]:  バイポーラ・トランジスタの Ic-Vc 特性 (A.06.10) 

4. Diode IV Fwd:  ダイオードの順方向特性 (A.01.20) 

5. Diode IV Fwd [1HL]:  ダイオードの順方向特性 (A.06.10) 

6. Diode IV Rev:  ダイオードの逆方向特性 (A.01.20) 

7. Diode IV Rev [1HL]:  ダイオードの逆方向特性 (A.06.10) 

8. FET Id-Vd：  MOSFET の Id-Vd 特性 (A.01.20) 

9. FET Id-Vd [2HL]：  MOSFET の Id-Vd 特性 (A.06.10) 

10. FET Id-Vg:  MOSFET の Id-Vg 特性 (A.01.20) 

11. FET Id-Vg [2HL]: MOSFET の Id-Vg 特性 (A.06.10) 
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3.1 BJT GummelPlot: バイポーラ・トランジスタのガンメル特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのガンメル特性の測定。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・ジャンクション・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

  Pmax: パワー・コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Base: ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ベース電流 Ibase 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  IePerArea=Iemitter/Le/We 

  IbPerArea=Ibase/Le/We 

  IcPerArea=Icollector/Le/We 

  hfe=Icollector/Ibase 

 

[Analysis Function] 
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  hfemax=max(hfe) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸：ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y3 軸：電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[User Function] 

  単位エミッタ面積あたりに換算されたエミッタ電流 IePerArea 

  単位エミッタ面積あたりに換算されたベース電流 IbPerArea 

  単位エミッタ面積あたりに換算されたコレクタ電流 IcPerArea 

 

[Parameters 表示エリア] 

  最大電流増幅率 hfemax 
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3.2 BJT Ic-Vc Ib: バイポーラ・トランジスタの Ic-Vc 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性の測定。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・ジャンクション・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

  Pmax: パワー・コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

[User Function] 

  電流増幅率 hfe 

  アーリー電圧 VA 

[List Display] 

  ベース電流 Ibase 
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3.3 BJT Ic-Vc Ib [2HL]: バイポーラ・トランジスタの Ic-Vc 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧特性の測定。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・ジャンクション・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

  Pmax: パワー・コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 Icollector 

  ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

  hfe=Icollector/Ibase 

  VA=Icollector*diff(Vcollector,Icollector)-Vcollector 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ベース電流 Ibase 
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3.4 Diode IV Fwd: ダイオードの順方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  順方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Cathode: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vcathode: カソード電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LINEAR) 

  Y2 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 
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3.5 Diode IV Fwd [1HL]: ダイオードの順方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  順方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LINEAR) 

  Y2 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 
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3.6 Diode IV Rev: ダイオードの逆方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  逆方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IanodeLimit: アノード電流コンプライアンス 

  Cathode: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vcathode: カソード電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 
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3.7 Diode IV Rev [1HL]: ダイオードの逆方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  逆方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IanodeLimit: アノード電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 
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3.8 FET Id-Vd： MOSFET の Id-Vd 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 
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3.9 FET Id-Vd [2HL]： MOSFET の Id-Vd 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 
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3.10 FET Id-Vg: MOSFET の Id-Vg 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm: 相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

  Y3 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 
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3.11 FET Id-Vg [2HL]: MOSFET の Id-Vg 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm: 相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

  Y3 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 
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1. Generic C-f:  キャパシタの C-f 特性 (2 端子) (A.03.00) 

2. Generic C-t:  キャパシタの C-t 特性 (2 端子) (A.03.00) 
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4.1 Generic C-f: キャパシタの C-f 特性 (2 端子) (A.03.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、B1505A、B1506A 

 

[概要] 

容量－周波数特性とコンダクタンス－周波数特性を測定する。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数でオープン/ショート/ロー

ド補正を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 M、

3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

 キャパシタ、2 端子 

 精度の高い容量測定を行うには、測定器の High 側をデバイスの Low 側に、測定器の Low 側をデバイスの

High 側に接続してください。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

 Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Test Parameters] 

 Port1: キャパシタンス間に接続する CMU 

 Vbias: 印加電圧 

 FreqStart: 掃引スタート周波数 

 FreqStop: 掃引ストップ周波数 

 NoOfSteps: 測定ポイント数 

 OscLevel: 測定信号レベル 

 Single_Double: スイープ方向の指定(Single/Double) 

 Linear_Log: 周波数スケール(Linear/Log) 

 OnAbnormalStatus: 自動 abort 機能の設定 

 IntegTime: 積分時間 

 

[Extended Test Parameters] 

 HoldTime: ホールド時間 

 DelayTime: ディレイ時間 

 Range: 測定レンジ 

 G_Min: グラフの相互コンダクタンス min 値 

 G_Max：グラフの相互コンダクタンス max 値 

 Cp_Min：グラフのキャパシタンス min 値 

 Cp_Max：グラフのキャパシタンス max 値 

 

[測定パラメータ] 

 サセプタンス B 
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 コンダクタンス G 

 DC バイアスモニタデータ DcMon 

 AC レベルモニタデータ  AcMon 

 周波数 Freq 

  

[User Function] 

 円周率 PI=3.141592653589 

 並列容量 Cp=B/(2*PI*Freq) 

 並列抵抗 Rp=1/G 

 損失係数 D=G/abs(B) 

 直列抵抗 Rs=G/(G^2+B^2) 

 リアクタンス X=-B/(G^2+B^2) 

 直列容量 Cs=-1/(2*PI*Freq*X) 

 インピーダンス Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

 位相角 Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y プロット] 

 X 軸：周波数 Freq (LINEAR/LOG) 

 Y1 軸：並列容量 Cp (LINEAR) 

 Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

 周波数 Freq 

 並列容量 Cp 

 コンダクタンス G 

 印加電圧 Vbias 

 直列容量 Cs 

 直列抵抗 Rs 

 並列抵抗 Rp 

 損失係数 D 

 リアクタンス X 

 インピーダンス Z 

 位相角 Theta 

 DC バイアスモニタデータ DcMon 

 AC レベルモニタデータ AcMon 
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4.2 Generic C-t: キャパシタの C-t 特性 (2 端子) (A.03.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、B1505A、B1506A 

  

[概要] 

容量－DC バイアス電圧印加時間特性とコンダクタンス－DC バイアス電圧印加時間特性を測定する。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数でオープン/ショート/ロー

ド補正を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 M、

3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

 キャパシタ、2 端子 

 精度の高い容量測定を行うには、測定器の High 側をデバイスの Low 側に、測定器の Low 側をデバイスの

High 側に接続してください。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

 Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Test Parameters] 

 Port1: キャパシタンス間に接続する CMU 

 Vbias: 印加電圧 

 Vbase: 測定前電圧 

 Freq: 測定周波数 

 OscLevel: 測定信号レベル 

 IntegTime: 積分時間 

 BiasHoldTime: Vbias 印加時間 

 BaseHoldTime: Vbase 印加時間 

 Inteval: サンプリング間隔時間 

 NoOfSampling: 測定サンプリング数 

 OnAbnormalStatus: 自動 abort 機能の設定 

 Range: 測定レンジ 

 

[Extended Test Parameters] 

 G_Min: グラフの相互コンダクタンス min 値 

 G_Max：グラフの相互コンダクタンス max 値 

 Cp_Min：グラフのキャパシタンス min 値 

 Cp_Max：グラフのキャパシタンス max 値 

 InitialVoltage: Vbase 以前に印加する電圧 

 

[測定パラメータ] 

 サセプタンス B 
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 コンダクタンス G 

 DC バイアスモニタデータ DcMon 

 AC レベルモニタデータ  AcMon 

  

[User Function] 

 円周率 PI=3.141592653589 

 並列容量 Cp=B/(2*PI*Freq) 

 並列抵抗 Rp=1/G 

 損失係数 D=G/abs(B) 

 直列抵抗 Rs=G/(G^2+B^2) 

 リアクタンス X=-B/(G^2+B^2) 

 直列容量 Cs=-1/(2*PI*Freq*X) 

 インピーダンス Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

 位相角 Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y プロット] 

 X 軸：時間 Time (LINEAR) 

 Y1 軸：並列容量 Cp (LINEAR) 

 Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

 時間 Time 

 並列容量 Cp 

 コンダクタンス G 

 周波数 Freq 

 直列容量 Cs 

 直列抵抗 Rs 

 並列抵抗 Rp 

 損失係数 D 

 リアクタンス X 

 インピーダンス Z 

 位相角 Theta 

 DC バイアスモニタデータ DcMon 

 AC レベルモニタデータ AcMon 
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1. Id-Vds MCSMU:  Id-Vds characteristics, SMU Pulse (A.05.50_2013.04.10.1) 

2. Id-Vgs MCSMU:  Id-Vgs characteristics, MCSMU Pulse (A.05.50_2013.04.10.1) 

3. Id-Vgs MCSMU 2-stage:  Id-Vgs characteristics, MCSMU Pulse (A.05.50_2013.04.10.1) 
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5.1 Id-Vds MCSMU: Id-Vds characteristics, SMU Pulse (A.05.50_2013.04.10.1) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Measures Drain current vs Drain voltage characteristics. SMU pulses are used for the Drain-Source and 

Gate-Source voltage output. 

 

[Device Under Test] 

Power MOSFET, 3 terminals and Subs terminal 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch (SMUs force the specified value) or Pch (SMUs force the negative specified value). 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Memo: Memor 

Scale: Scale of sweep, LINEAR, LOG10, LOG25, or LOG50 

 

Gate: SMU connection to Gate terminal, secondary sweep voltage output 

VgStart: Sweep start voltage for gate terminal 

VgStop: Sweep stop voltage for gate terminal 

VgStep: Sweep step voltage for gate terminal 

GatePulseWidth: Gate pulse width 

GateDelay: Gate pulse delay (Effective only for MCSMU) 

 

Source: COMMON connected to source terminal, 0 V voltage output 

 

Drain: SMU connected to drain terminal, primary sweep voltage output 

VdStart: Sweep start voltage for drain terminal 

VdStop: Sweep stop voltage for drain terminal 

VdLinearStep: Sweep step voltage for drain terminal, effective if Scale=LINEAR 

IdLimit: Drain current compliance 

DrainPulseWidth: Drain pulse width 

PdLimit: Drain power compliance 

 

EnableSubs: Enable or Disable Subs terminal assignment  

Subs: SMU connected to Subs terminal, constant voltage output 

Vsubs: Constant voltage for Subs terminal 

 

PulsePeriodMode: Pulse period mode (AUTO or MANUAL) 

ManualPulsePeriod: Manual pulse period 

MeasurementTime: Measurement time 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: Hold time 
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PulseAvgCnt: Pulse averaging count 

GatePulseBase: Gate pulse base voltage 

IgLimit: Gate current compliance 

DrainPulseBase: Drain pulse base voltage 

IdZero: Y axis (Id) minimum value 

 

 

[Measurement Parameters] 

Drain current Idrain 

 

[User Function] 

Ta: Temperature Ta=Temp 

 

[X-Y Plot] 

For Scale=LINEAR: 

X axis: Drain voltage Vdrain (LINEAR) 

Y axis: Drain current Idrain (LINEAR) 

 

For Scale=LOG10, LOG25, or LOG50: 

X axis: Drain voltage Vdrain (LOG) 

Y axis: Drain current Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

Drain voltage Vdrain 

Drain current Idrain 

Gate voltage Vgate 

 

[Parameter Display Area] 

Temperature Ta=Temp 
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5.2 Id-Vgs MCSMU: Id-Vgs characteristics, MCSMU Pulse 
(A.05.50_2013.04.10.1) 

 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Measures Drain current vs Gate voltage characteristics. SMU pulses are used for the Drain-Source and 

gate-Source voltage output. 

 

[Device Under Test] 

Power MOSFET, 3 terminals and Subs terminal 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch (SMUs force the specified value) or Pch (SMUs force the negative specified value). 

Temp: Temperature 

YAxisgfsMin: Y axis (gfs) minimum value 

YAxisgfsMax: Y axis (gfs) maximum value 

 

[Test Parameters] 

Memo: Memo 

 

Gate: SMU connected to gate terminal, primary sweep voltage output 

VgStart: Sweep start voltage for gate terminal 

VgStop: Sweep stop voltage for gate terminal 

VgStep: Sweep step voltage for gate terminal 

GatePulseWidth: Gate pulse width 

GateDelay: Gate pulse delay (Effective only for MCSMU) 

 

Source: COMMON connected to source terminal, 0 V voltage output 

 

Drain: SMU connected to drain terminal, secondary sweep voltage output 

VdStart: Sweep start voltage for drain terminal 

VdStop: Sweep stop voltage for drain terminal 

VdPoint: Sweep step point for drain terminal 

IdLimit: Drain current compliance 

DrainPulseWidth: Drain pulse width 

 

EnableSubs: Enable or Disable Subs terminal assignment 

Subs: SMU connected to Subs terminal, constant voltage output 

Vsubs: Constant voltage for Subs terminal 

 

PulsePeriodMode: Pulse period mode (AUTO or MANUAL) 

ManualPulsePeriod: Manual pulse period 

MeasurementTime: Measurement time 

 

[Extended Test Parameters] 
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HoldTime: Hold time 

PulseAvgCnt: Pulse averaging count 

GatePulseBase: Gate pulse base voltage 

IgLimit: Gate current compliance 

DrainPulseBase: Drain pulse base voltage 

YAxisIdMin: Y axis (Log Idrain) minimum value 

 

[Measurement Parameters] 

Drain current Idrain 

 

[User Function] 

gfs: Forward transconductance gfs=diff(Idrain,Vgate) 

Ta: Temperature Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

gfsMax=max(gfs) 

Vth=@L1X (X intercept of Line1) 

 

[Auto Analysis] 

Line1: Tangent for Y2 data at the point of gfs=gfsMax 

 

[X-Y Plot] 

X axis: Gate voltage Vgate (LINEAR) 

Y1 axis: Forward transconductance gfs (LINEAR) 

Y2 axis: Drain current Idrain (LINEAR) 

Y3 axis：Drain current Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

Drain voltage Vdrain 

Drain current Idrain 

Gate voltage Vgate 

Forward transconductance gfs 

 

[Parameter Display Area] 

Temperature Ta=Temp 

Maximum value of forward transconductance gfsMax 

Threshold voltage Vth 
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5.3 Id-Vgs MCSMU 2-stage: Id-Vgs characteristics, MCSMU Pulse 
(A.05.50_2013.04.10.1) 

 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Measures Drain current vs Gate voltage characteristics. SMU pulses are used for the Drain-Source and 

gate-Source voltage output. 

Measurement is performed twice with lower compliance for low current region, higer compliance for high 

current region, then merge two curves. 

 

[Device Under Test] 

Power MOSFET, 3 terminals and Subs terminal 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch (SMUs force the specified value) or Pch (SMUs force the negative specified value). 

Temp: Temperature 

YAxisgfsMin: Y axis (gfs) minimum value 

YAxisgfsMax: Y axis (gfs) maximum value 

 

[Test Parameters] 

Memo: Memo 

 

Gate: SMU connected to gate terminal, primary sweep voltage output 

VgStart: Sweep start voltage for gate terminal 

VgStop: Sweep stop voltage for gate terminal 

VgStep: Sweep step voltage for gate terminal 

GatePulseWidth: Gate pulse width 

GateDelay: Gate pulse delay (Effective only for MCSMU) 

GatePulseWidth2: Gate pulse width for lower current measurement 

GateDelay2: Gate Pulse delay for lower current measurement (Effective only for MCSMU) 

 

Source: COMMON connected to source terminal, 0 V voltage output 

 

Drain: SMU connected to drain terminal, secondary sweep voltage output 

VdStart: Sweep start voltage for drain terminal 

VdStop: Sweep stop voltage for drain terminal 

VdPoint: Sweep step point for drain terminal 

IdLimit: Drain current compliance 

DrainPulseWidth: Drain pulse width 

IdLimit2: Drain current compliance for lower current measurement 

DrainPulseWidth2:Drain pulse width for lower current measurement 

 

EnableSubs: Enable or Disable Subs terminal assignment 

Subs: SMU connected to Subs terminal, constant voltage output 

Vsubs: Constant voltage for Subs terminal 
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PulsePeriodMode: Pulse period mode (AUTO or MANUAL) 

ManualPulsePeriod: Manual pulse period 

MeasurementTime: Measurement time 

MeasurementTime2:Measurement time for lower current measurement 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: Hold time 

PulseAvgCnt: Pulse averaging count 

GatePulseBase: Gate pulse base voltage 

IgLimit: Gate current compliance 

DrainPulseBase: Drain pulse base voltage 

YAxisIdMin: Minimum value of Y-axis: Log Id 

RecordRawData: Switch if to save the raw sweep data 

 

[Measurement Parameters] 

Drain current Idrain 

 

[User Function] 

gfs: Forward transconductance gfs=diff(Idrain,Vgate) 

Ta: Temperature Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

gfsMax=max(gfs) 

Vth=@L1X (X intercept of Line1) 

 

[Auto Analysis] 

Line1: Tangent for Y2 data at the point of gfs=gfsMax 

 

[X-Y Plot] 

X axis: Gate voltage Vgate (LINEAR) 

Y1 axis: Forward transconductance gfs (LINEAR) 

Y2 axis: Drain current Idrain (LINEAR) 

Y3 axis：Drain current Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

Drain voltage Vdrain 

Drain current Idrain 

Gate voltage Vgate 

Forward transconductance gfs 

 

[Parameter Display Area] 

Temperature Ta=Temp 

Maximum value of forward transconductance gfsMax 

Threshold voltage Vth 
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1. Flash Ccf-V:  フラッシュメモリセルのコントロールゲート－フローティングゲート間容量 

   (A.01.11) 

2. Flash Cfb-V:  フラッシュメモリセルのフローティングゲート－基板間容量 (A.01.11) 

3. Flash Cgg-Vcg:  フラッシュメモリセルのゲート容量 (A.01.11) 

4. NandFlash2 Endurance 3devices:  

   NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り返し試験、3 デバイス 

   (A.01.20) 

5. NandFlash2 Endurance:  NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り返し試験(A.01.20) 

6. NandFlash2 IV-Erase-IV:  NAND 型フラッシュメモリセル 消去前後の Id-Vg 特性 (A.01.20) 

7. NandFlash2 IV-Write-IV:  NAND 型フラッシュメモリセル 書き込み前後の Id-Vg 特性 (A.01.20) 

8. NandFlash2 Retention(ErasedCell):  

   NAND 型フラッシュメモリセルのデータ保持試験(消去セル) (A.01.20) 

9. NandFlash2 Retention(WrittenCell): 

   NAND 型フラッシュメモリセルのデータ保持試験(書き込みセル) (A.01.20) 

10. NandFlash2 Vth(ErasingTimeDependence):  

   NAND 型フラッシュメモリセル 消去時間依存性(A.01.20) 

11. NandFlash2 Vth(WritingTimeDependence):  

   NAND 型フラッシュメモリセル 書き込み時間依存性(A.01.20) 

12. NandFlash2 WordDisturb(ErasedCell):  

   NAND 型フラッシュメモリセル ワードディスターブ試験、消去動作後 

    (A.01.20) 

13. NandFlash2 WordDisturb(WrittenCell):  

   NAND 型フラッシュメモリセル ワードディスターブ試験、書き込み動作後 

   (A.01.20) 

14. NandFlash3 Endurance:  NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り返し試験(A.03.10) 

15. NandFlash3 IV-Erase-IV:  NAND 型フラッシュメモリセル 消去前後の Id-Vg 特性 (A.03.10) 

16. NandFlash3 IV-Write-IV:  NAND 型フラッシュメモリセル 書き込み前後の Id-Vg 特性 (A.03.10) 

17. NandFlash3 Retention(ErasedCell):  

   NAND 型フラッシュメモリセルのデータ保持試験(消去セル) (A.03.10) 

18. NandFlash3 Retention(WrittenCell): 

   NAND 型フラッシュメモリセルのデータ保持試験(書き込みセル) (A.03.10) 

19. NandFlash3 Vth(ErasingTimeDependence):  

   NAND 型フラッシュメモリセル 消去時間依存性(A.03.10) 

20. NandFlash3 Vth(WritingTimeDependence):  

   NAND 型フラッシュメモリセル 書き込み時間依存性(A.03.10) 

21. NandFlash3 WordDisturb(ErasedCell):  

   NAND 型フラッシュメモリセル ワードディスターブ試験、消去動作後 

    (A.03.10) 

22. NandFlash3 WordDisturb(WrittenCell):  

   NAND 型フラッシュメモリセル ワードディスターブ試験、書き込み動作後 

   (A.03.10) 

23. NorFlash Endurance:  NOR 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り返し試験(A.03.10) 

24. NorFlash IV-Erase-IV:  NOR 型フラッシュメモリセル 消去前後の Id-Vg 特性 (A.03.10) 

25. NorFlash IV-Write-IV:  NOR 型フラッシュメモリセル 書き込み前後の Id-Vg 特性 (A.03.10) 

26. NorFlash Retention(ErasedCell):  

   NOR 型フラッシュメモリセルのデータ保持試験(消去セル) (A.03.10) 

27. NorFlash Retention(WrittenCell): 

   NOR 型フラッシュメモリセルのデータ保持試験(書き込みセル) (A.03.10) 
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28. NorFlash Vth(ErasingTimeDependence):  

   NOR 型フラッシュメモリセル 消去時間依存性(A.03.10) 

29. NorFlash Vth(WritingTimeDependence):  

   NOR 型フラッシュメモリセル 書き込み時間依存性(A.03.10) 

30. NorFlash WordDisturb(ErasedCell):  

   NOR 型フラッシュメモリセル ワードディスターブ試験、消去動作後 

    (A.03.10) 

31. NorFlash WordDisturb(WrittenCell):  

   NOR 型フラッシュメモリセル ワードディスターブ試験、書き込み動作後 

   (A.03.10) 

32. NorFlash DataDisturb(ErasedCell):  

   NOR 型フラッシュメモリセル データディスターブ試験、消去動作後 

    (A.03.10) 

33. NorFlash DataDisturb(WrittenCell):  

   NOR 型フラッシュメモリセル データディスターブ試験、書き込み動作後 

   (A.03.10) 
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6.1 Flash Ccf-V: フラッシュメモリセルのコントロールゲート－フローティングゲー
ト間容量 (A.01.11) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  フラッシュメモリセルのコントロールゲート－フローティングゲート間容量(Ccf)を測定し、Ccf-V 特性をプロッ

トする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  フローティングゲートが引き出されたフラッシュメモリセル。 

  コントロールゲートに CMU High を、フローティングゲートに CMU Low を接続する。 

  他の端子にはグランドユニット(GNDU)を接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  M: 並列接続されたセルの数。セルが 1 つの場合は M=1 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  ControlGate: コントロールゲート－フローティングゲート間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VcfStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VcfStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VcfStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 
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[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  CsPerCell=Cs/M 

  CpPerll=Cp/M 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：DC バイアス Vcontrolgate (LINEAR) 

  Y1 軸：コントロールゲート－フローティングゲート間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：損失係数 D (LINEAR) 

  Y3 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  測定周波数 Freq 

  DC バイアス Vcontrolgate 

  コントロールゲート－フローティングゲート間容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  セル 1 つあたりに換算した直列容量値 CsPerCell 

  セル 1 つあたりに換算した並列容量値 CpPerCell 
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6.2 Flash Cfb-V: フラッシュメモリセルのフローティングゲート－基板間容量 
(A.01.11) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  フラッシュメモリセルのフローティングゲート－基板間容量(Cfb)を測定し、Cfb-V 特性をプロットする。 

  DC バイアス出力は -VfbStart から -VfbStop の範囲を、-VfbStep 間隔で行われます。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  フローティングゲートが引き出されたフラッシュメモリセル。 

  コントロールゲートに グランドユニット(GNDU)を、フローティングゲートに CMU Low を、他の端子に CMU 

High を接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  M: 並列接続されたセルの数。セルが 1 つの場合は M=1 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  FloatingGate: フローティングゲート－基板間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VfbStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VfbStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VfbStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 
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[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  CsPerCell=Cs/M 

  CpPerCell=Cp/M 

  Vfb=-Vsubs 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：DC バイアス Vfb (LINEAR) 

  Y1 軸：フローティングゲート－基板間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：損失係数 D (LINEAR) 

  Y3 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  測定周波数 Freq 

  DC バイアス Vfb 

  フローティングゲート－基板間容量（並列容量）Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  セル 1 つあたりに換算した直列容量値 CsPerCell 

  セル 1 つあたりに換算した並列容量値 CpPerCell 
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6.3 Flash Cgg-Vcg: フラッシュメモリセルのゲート容量 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  フラッシュメモリセルのゲート容量(Cgg)を測定し、Cgg-Vcs 特性をプロットする。 

  DC バイアス出力は -VcsStart から -VcsStop の範囲を、-VcsStep 間隔で行われます。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  フローティングゲートが引き出されたフラッシュメモリセル。 

  コントロールゲートに CMU Low を、他の端子に CMU High を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  M: 並列接続されたセルの数。セルが 1 つの場合は M=1 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  ControlGate: コントロールゲート－基板間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VcsStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VcsStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VcsStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 
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  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  CsPerCell=Cs/M 

  CpPerCell=Cp/M 

  Vcs=-Vsubs 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：DC バイアス Vcs (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：損失係数 D (LINEAR) 

  Y3 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  測定周波数 Freq 

  DC バイアス Vcs 

  ゲート容量（並列容量）Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  セル 1 つあたりに換算した直列容量値 CsPerCell 

  セル 1 つあたりに換算した並列容量値 CpPerCell 
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6.4 NandFlash2 Endurance 3devices: NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み/
消去繰り返し試験、3 デバイス (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り返し試験を実行する。書き込み/消去回数－しきい値電

圧特性をプロットする。3 デバイスを同時に測定可能。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル、4 端子×3devices 

  書き込み/消去中に一部のデバイスが破壊された場合、他デバイスに所望の電圧が印加されない場合が

あります。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス 1 ユニット 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  81110A、B2200A/B2201A、B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  81110A の出力チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Test Parameters エリアの

PulseGate および PulseDrain フィールドに正しく設定すること。これらのフィールドには B2200A/B2201A の

入力ポート番号を設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の Tr#Gate/Tr#Drain/Tr#Source/Tr#Subs フィールド(#は 1 から 3 の整数)に正しく設定すること。 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalWriteAndEraseCycles: 総書き込み/消去回数 

  Tr1Gate～Tr3Gate: 複数デバイスの Gate に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr1Drain～Tr3Drain: 複数デバイスの Drain に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr1Source～Tr3Source: 複数デバイスの Source に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr1Subs～Tr3Subs: 複数デバイスの Subs に対する SWM Pin Assign の設定 

 

  PgAdd: 81110A の GPIB アドレス 

  PulseGate: ゲート・パルスを通す B2200A/B2201A 入力ポート 

  PulseDrain: ドレイン・パルスを通す B2200A/B2201A 入力ポート 

  ErasePeriod: 書き込み/消去パルスの周期 
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  EraseDelay: 書き込み/消去パルスのディレイ 

  EraseWidth: 書き込み/消去パルスの幅 

  EraseLeadTime: パルスの遷移時間(リーディング・エッジ) 

  EraseTrailTime: パルスの遷移時間(トレーリング・エッジ) 

  Verase: パルスの High 側出力レベル 

  BaseValue: パルスの Low 側出力レベル 

 

[Test Parameters, Vth の取得に使用] 

  MeasGate: ゲート端子に接続する SMU 

  MeasDrain: ドレイン端子に接続する SMU 

  MeasSource: ソース端子に接続する SMU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Id@Vth: しきい値電圧を決める電流値 

 

 

[Extended Test Parameters, Vth の取得に使用] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 2 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 3 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  [書き込み後の Vth 取得に使用する測定パラメータ] 

  ドレイン電流: Idrain 

 

  [消去後の Vth 取得に使用する測定パラメータ] 

  ドレイン電流: Idrain 

 

[Analysis Function] 

  [書き込み後の Vth 取得に使用する Analysis Function]] 

  Vth@Id=@L1X (Line1 の X 切片) 

 

  [消去後の Vth 取得に使用する Analysis Function]] 

  Vth@Id=@L1X (Line1 の X 切片) 

 

[Auto Analysis] 

  [書き込み後の Vth 取得に使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における X 切片 

 

  [消去後の Vth 取得に使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における X 切片 
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[X-Y プロット] 

  [書き込み後の Vth 取得に使用する X-Y プロット] 

  X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸: ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

  [消去後の Vth 取得に使用する X-Y プロット] 

  X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸: ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

  [書き込み後の Vth 取得に使用する List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  ドレイン電流 Idrain 

 

  [消去後の Vth 取得に使用する List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸:  書き込み/消去回数 CycleList (LOG) 

  Y1 軸: Device1 の書き込み後の Vth 値 Dev1_VthWrittenList (LINEAR) 

  Y2 軸: Device1 の書き込み後の Vth 値 Dev2_VthWrittenList (LINEAR) 

  Y3 軸: Device1 の書き込み後の Vth 値 Dev3_VthWrittenList (LINEAR) 

  Y4 軸: Devece1 の消去後の Vth 値 Dev1_VthErasedList (LINEAR) 

  Y5 軸: Devece1 の消去後の Vth 値 Dev2_VthErasedList (LINEAR) 

  Y6 軸: Devece1 の消去後の Vth 値 Dev3_VthErasedList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  書き込み/消去回数 CycleList  

  Device1 の書き込み後の Vth 値 Dev1_VthWrittenList 

  Device1 の書き込み後の Vth 値 Dev2_VthWrittenList 

  Device1 の書き込み後の Vth 値 Dev3_VthWrittenList 

  Devece1 の消去後の Vth 値 Dev1_VthErasedList  

  Devece1 の消去後の Vth 値 Dev2_VthErasedList 

  Devece1 の消去後の Vth 値 Dev3_VthErasedList 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NandFlash2 IV-Write-IV および NandFlash2 IV-Erase-IV を参照のこと。 
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6.5 NandFlash2 Endurance: NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り
返し試験(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り返し試験を実行する。書き込み/消去回数－しきい値電

圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

  コントロールゲートに ASU1 Output 端子を、ドレインに ASU2 Output 端子を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。他の端子を ASU3 Output 端子に接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  HRSMU/ASU 3 セット (ASU1、ASU2、ASU3) 

 

  ASU1 接続条件：Output 端子: コントロールゲート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  ASU2 接続条件：Output 端子: ドレイン、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU2 

  ASU3 接続条件：Output 端子: ソースとサブストレート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU2 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalWriteAndEraseCycles: 総書き込み/消去回数 

  WritePulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  WritePulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  WritePulseWidth: 書き込みパルスのパルス幅 

  WriteLeadingTime: 書き込みパルスの立上がり遷移時間 

  WriteTrailingTime: 書き込みパルスの立下がり遷移時間 

  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 
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  ErasePulsePeriod: 消去パルスの周期 

  ErasePulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  ErasePulseWidth: 消去パルスのパルス幅 

  EraseLeadingTime: 消去パルスの立上がり遷移時間 

  EraseTrailingTime: 消去パルスの立下がり遷移時間 

  Verase: 消去パルスの出力レベル 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  PgAdd: 81110A の GPIB アドレス 

  BaseValue: パルスのベース値 

  NoOfPulse: 出力パルス数 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸 : 書き込み/消去回数  CycleList (LOG) 

  Y1 軸 : 書き込み後のしきい値電圧  VthWrittenList (LINEAR) 

  Y2 軸 : 消去後のしきい値電圧  VthErasedList (LINEAR) 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NandFlash2 IV-Write-IV および NandFlash2 IV-Erase-IV を参照のこと。 
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6.6 NandFlash2 IV-Erase-IV: NAND 型フラッシュメモリセル 消去前後の Id-Vg
特性 (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  NAND 型フラッシュメモリセルの Id-Vg 特性測定、データ消去動作、Id-Vg 特性測定を順に行い、消去動作

前後の Id-Vg 特性を 1 つのグラフにプロットする。パルス・ジェネレータ(2 出力) 1 ユニット、HRSMU/ASU 2

セット使用。 

  Id-Vg 特性測定の前には、イニシャル・パルスの印加が行われます。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

  コントロールゲートに SMU を、ドレインに ASU1 Output 端子を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。他の端子は ASU2 Output 端子に接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  HRSMU/ASU 2 セット (ASU1 と ASU2) 

 

  ASU1 接続条件：Output 端子: ドレイン、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  ASU2 接続条件：Output 端子: ソースとサブストレート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

  書き込み動作と同じ接続状態にするため、PGU1 を接続してあります。 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  PulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  PulseWidth: 消去パルスのパルス幅 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 
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  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

  Verase: 消去パルスの出力レベル 

 

[Extended Test Parameter] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 消去パルスのベース値 

  PgAdd: 81110A の GPIB アドレス 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

 

[イニシャル・パルスの設定パラメータ] 

  パルス周期 Period2=50 s 

  パルスディレイ Delay2=0 s 

  デューティサイクル Dcyc2=50 % 

  パルス出力レベル Level2=0 V 

  パルスベース値 Base2=200 mV 

  出力パルス数 TrigCount=1 

  これらのパラメータは Test Contents の ForcePG2 セットアップ内の設定であり、Test Definition エディタで

変更可能。 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain（Id-Vg_Initial、Id-Vg_Erased セットアップ内で設定） 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg（Id-Vg_Initial、Id-Vg_Erased セットアップ内で設定） 

 

[Analysis Function] 

  VthBefore=@L1X（Line1 の X 切片。Id-Vg_Initial セットアップ内で設定） 

  VthAfter=@L1X（Line1 の X 切片。Id-Vg_Erased セットアップ内で設定） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgateList (LINEAR) 

  Y1 軸：データ消去前のドレイン電流 IdInitialList (LOG) 

  Y2 軸：データ消去後のドレイン電流 IdErasedList (LOG) 

 

[Test Output: Parameters] 

  データ消去前のしきい値電圧 VthInitial 

  データ消去のしきい値電圧 VthErased 
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6.7 NandFlash2 IV-Write-IV: NAND 型フラッシュメモリセル 書き込み前後の Id-
Vg 特性 (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  NAND 型フラッシュメモリセルの Id-Vg 特性測定、データ書き込み動作、Id-Vg 特性測定を順に行い、書き

込み動作前後の Id-Vg 特性を 1 つのグラフにプロットする。パルス・ジェネレータ(2 出力) 1 ユニット、

HRSMU/ASU 1 セット使用。 

  Id-Vg 特性測定の前には、イニシャル・パルスの印加が行われます。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

  コントロールゲートに ASU Output 端子を、ドレインに SMU を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。他の端子は SMU に接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  HRSMU/ASU 1 セット 

 

  ASU 接続条件：Output 端子：コントロールゲート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  PulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  PulseWidth: 書き込みパルスのパルス幅 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 
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[Extended Test Parameter] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 書き込みパルスのベース値 

  PgAdd: 81110A の GPIB アドレス 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

 

[イニシャル・パルスの設定パラメータ] 

  パルス周期 Period2=50 s 

  パルスディレイ Delay2=0 s 

  デューティサイクル Dcyc2=50 % 

  パルス出力レベル Level2=0 V 

  パルスベース値 Base2=200 mV 

  出力パルス数 TrigCount=1 

  これらのパラメータは Test Contents の ForcePG2 セットアップ内の設定であり、Test Definition エディタで

変更可能。 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain（Id-Vg_Initial、Id-Vg_Written セットアップ内で設定） 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg（Id-Vg_Initial、Id-Vg_Written セットアップ内で設定） 

 

[Analysis Function] 

  VthBefore=@L1X（Line1 の X 切片。Id-Vg_Initial セットアップ内で設定） 

  VthAfter=@L1X（Line1 の X 切片。Id-Vg_Written セットアップ内で設定） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgateList (LINEAR) 

  Y1 軸：書き込み前のドレイン電流 IdInitialList (LOG) 

  Y2 軸：書き込み後のドレイン電流 IdWrittenList (LOG) 

 

[Test Output: Parameters] 

  書き込み前のしきい値電圧 VthInitial 

  書き込み後のしきい値電圧 VthWritten 
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6.8 NandFlash2 Retention(ErasedCell): NAND 型フラッシュメモリセルのデータ保
持試験(消去セル) (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  データ消去後の NAND 型フラッシュメモリセルにおけるデータ保持試験を行い、累積時間－しきい値電圧

特性をプロットする。 

  データ保持試験は次のように実行される。 

 

  1. 消去パルスを印加 

  2. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

  3. 累積時間=<100 秒の場合、ドレイン電流のサンプリング測定を 1 秒間隔で 10 秒間実施 

     サンプリング測定終了後、Id-Vg 特性を測定し、Vth を抽出 

  4. 累積時間>100 秒の場合、ドレイン電流のサンプリング測定を 10 秒間隔で 100 秒間実施 

     サンプリング測定終了後、Id-Vg 特性を測定し、Vth を抽出 

  5. 指定した TotalRetentionTime を超えるまで、3 または 4 を繰り返す 

     TotalRetentionTime に設定可能な値は、10～10000 秒 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

  ソースとサブストレートに ASU1 Output 端子を、ドレインに ASU2 Output 端子を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。他の端子は PGU2 出力端子に接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  HRSMU/ASU 2 セット (ASU1 と ASU2) 

 

  ASU1 接続条件：Output 端子: ソースとサブストレート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  ASU2 接続条件：Output 端子: ドレイン、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

  書き込み動作と同じ接続状態にするため、PGU1 を接続してあります。 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 
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  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  PulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  PulseWidth: 消去パルスのパルス幅 

  Verase: 消去パルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

  TotalRetentionTime: 試験を継続する時間。10～10000 秒。 

 

[Extended Test Parameter] 

  IgLimit : ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime : ホールド時間 

  DelayTime : ディレイ時間 

  PgAdd : 81110A の GPIB アドレス 

  BaseValue: 消去パルスのベース値 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NandFlash2 IV-Erase-IV を参照のこと。 
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6.9 NandFlash2 Retention(WrittenCell): NAND 型フラッシュメモリセルのデータ
保持試験(書き込みセル) (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  データ書き込み後の NAND 型フラッシュメモリセルにおけるデータ保持試験を行い、累積時間－しきい値電

圧特性をプロットする。 

  データ保持試験は次のように実行される。 

 

  1. 書き込みパルスを印加 

  2. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

  3. 累積時間=<100 秒の場合、ドレイン電流のサンプリング測定を 1 秒間隔で 10 秒間実施 

     サンプリング測定終了後、Id-Vg 特性を測定し、Vth を抽出 

  4. 累積時間>100 秒の場合、ドレイン電流のサンプリング測定を 10 秒間隔で 100 秒間実施 

     サンプリング測定終了後、Id-Vg 特性を測定し、Vth を抽出 

  5. 指定した TotalRetentionTime を超えるまで、3 または 4 を繰り返す 

     TotalRetentionTime に設定可能な値は、10～10000 秒 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

  コントロールゲートに ASU Output 端子を、ドレインに SMU を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。他の端子は 1 つの SMU に接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  HRSMU/ASU 1 セット 

 

  ASU 接続条件：Output 端子：コントロールゲート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 
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  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  PulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  PulseWidth: 書き込みパルスのパルス幅 

  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

  TotalRetentionTime: 試験を継続する時間。10～10000 秒。 

 

[Extended Test Parameter] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  PgAdd: 81110A の GPIB アドレス 

  BaseValue: 書き込みパルスのベース値 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NandFlash2 IV-Write-IV を参照のこと。 
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6.10 NandFlash2 Vth(ErasingTimeDependence): NAND 型フラッシュメモリセル 消
去時間依存性(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  NAND 型フラッシュメモリセルの消去時間依存性を測定する。累積消去時間（累積パルス幅）－しきい値電

圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

  コントロールゲートに SMU を、ドレインに ASU2 Output 端子を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。他の端子を ASU1 Output 端子に接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  HRSMU/ASU 2 セット (ASU1 と ASU2) 

 

  ASU1 接続条件：Output 端子：コントロールゲート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  ASU2 接続条件：Output 端子：ドレイン、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU2 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Vs: ソース電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  PulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  PulseWidth: 累積パルス幅の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

  Verase: 消去パルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 
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[Extended Test Parameter] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 消去パルスのベース値 

  PgAdd: 81110A の GPIB アドレス 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth=@L1X（Line1 の X 切片) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: 累積消去パルス幅 EraseTimeList (LOG) 

  Y1 軸: しきい値電圧 Vth (LINEAR) 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 
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6.11 NandFlash2 Vth(WritingTimeDependence): NAND 型フラッシュメモリセル 書
き込み時間依存性(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み時間依存性を測定する。累積書き込み時間（累積パルス幅）－し

きい値電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

  コントロールゲートに ASU Output 端子を、ドレインに SMU を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。他の端子は 1 つの SMU に接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  HRSMU/ASU 1 セット 

 

  ASU 接続条件：Output 端子：コントロールゲート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Vs: ソース電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  PulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  PulseWidth: 累積パルス幅の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 
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[Extended Test Parameter] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 書き込みパルスのベース値 

  PgAdd: 81110A の GPIB アドレス 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth=@L1X（Line1 の X 切片) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: 累積書き込みパルス幅 WriteTimeList (LOG) 

  Y1 軸: しきい値電圧 Vth (LINEAR) 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 
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6.12 NandFlash2 WordDisturb(ErasedCell): NAND 型フラッシュメモリセル ワード
ディスターブ試験、消去動作後 (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  データ消去動作後の NAND 型フラッシュメモリセルのワードディスターブ試験を実行する。累積ストレス時

間－しきい値電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

  コントロールゲートに ASU1 Output 端子を、ドレインに ASU2 Output 端子を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。他の端子は ASU3 Output 端子に接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  HRSMU/ASU 3 セット (ASU1、ASU2、ASU3) 

 

  ASU1 接続条件：Output 端子：コントロールゲート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  ASU2 接続条件：Output 端子：ドレイン、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU2 

  ASU3 接続条件：Output 端子：ソースとサブストレート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU2 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Vs: ソース電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalStressTime: 累積ストレス時間の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

  VgStress: ゲートストレス電圧 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  PulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  PulseWidth: 消去パルスのパルス幅 
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  Verase: 消去パルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

 

[Extended Test Parameter] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 消去パルスのベース値 

  PgAdd: 81110A の GPIB アドレス 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth=@L1X（Line1 の X 切片) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: 累積ストレス時間 StressTimeList (LOG) 

  Y1 軸: しきい値電圧 Vth (LINEAR) 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 
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6.13 NandFlash2 WordDisturb(WrittenCell): NAND 型フラッシュメモリセル ワード
ディスターブ試験、書き込み動作後 (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  データ書き込み動作後の NAND 型フラッシュメモリセルのワードディスターブ試験を実行する。累積ストレス

時間－しきい値電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

  コントロールゲートに ASU Output 端子を、ドレインに SMU を接続すること。 

  フローティングゲートには何も接続しないこと。他の端子は 1 つの SMU に接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 1 ユニット 

  HRSMU/ASU 1 セット 

 

  ASU 接続条件：Output 端子：コントロールゲート、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：PGU1 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Vs: ソース電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalStressTime: 累積ストレス時間の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

  VgStress: ゲートストレス電圧 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  PulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  PulseWidth: 書き込みパルスのパルス幅 

  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 
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  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

 

[Extended Test Parameter] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 書き込みパルスのベース値 

  PgAdd: 81110A の GPIB アドレス 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth=@L1X（Line1 の X 切片) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: 累積ストレス時間 StressTimeList (LOG) 

  Y1 軸: しきい値電圧 Vth (LINEAR) 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 
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6.14 NandFlash3 Endurance: NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り
返し試験(A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り返し試験を実行する。書き込み/消去回数－しきい値電

圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 2 セット、または HRSMU/ASU 3 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU チャネル 

  Psource: Selector を介してドレイン、ソース、サブストレートに接続する SPGU チャネル 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalWriteAndEraseCycles: 総書き込み/消去回数 

  WritePulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  WritePulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  WritePulseWidth: 書き込みパルスのパルス幅 

  WriteLeadingTime: 書き込みパルスの立上がり遷移時間 

  WriteTrailingTime: 書き込みパルスの立下がり遷移時間 

  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 

  ErasePulsePeriod: 消去パルスの周期 

  ErasePulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  ErasePulseWidth: 消去パルスのパルス幅 

  EraseLeadingTime: 消去パルスの立上がり遷移時間 

  EraseTrailingTime: 消去パルスの立下がり遷移時間 
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  Verase: 消去パルスの出力レベル 

  MeasTiming: Vth を測定するタイミング 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1 : Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸 : 書き込み/消去回数  CycleList (LOG) 

  Y1 軸 : 書き込み後のしきい値電圧  VthWrittenList (LINEAR) 

  Y2 軸 : 消去後のしきい値電圧  VthErasedList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  書き込み/消去回数  CycleList 

  書き込み後のしきい値電圧  VthWrittenList 

  消去後のしきい値電圧  VthErasedList 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NandFlash3 IV-Write-IV および NandFlash3 IV-Erase-IV を参照のこと。 

TotalWriteAndEraseCycles は、10^n(n=2,3,4,5,6）の何れかを設定することが望ましい。 
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6.15 NandFlash3 IV-Erase-IV: NAND 型フラッシュメモリセル 消去前後の Id-Vg
特性 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  NAND 型フラッシュメモリセルの Id-Vg 特性測定、データ消去動作、Id-Vg 特性測定を順に行い、消去動作

前後の Id-Vg 特性を 1 つのグラフにプロットする。 

  Id-Vg 特性測定の前には、イニシャル・パルスの印加が行われる。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Psource: Selector を介してドレイン、ソースに接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  PulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  PulseWidth: 消去パルスのパルス幅 

  Verase: 消去パルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 
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  BaseValue: 消去パルスのベース値 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  VthAfter=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgateList (LINEAR) 

  Y1 軸：データ消去前のドレイン電流 IdInitialList (LOG) 

  Y2 軸：データ消去後のドレイン電流 IdErasedList (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 VgateList 

  データ消去前のドレイン電流 IdInitialList 

  データ消去後のドレイン電流 IdErasedList 

 

[Test Output: Parameters] 

  データ消去前のしきい値電圧 VthInitial 

  データ消去のしきい値電圧 VthErased 
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6.16 NandFlash3 IV-Write-IV: NAND 型フラッシュメモリセル 書き込み前後の Id-
Vg 特性 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  NAND 型フラッシュメモリセルの Id-Vg 特性測定、データ書き込み動作、Id-Vg 特性測定を順に行い、書き

込み動作前後の Id-Vg 特性を 1 つのグラフにプロットする。 

  Id-Vg 特性測定の前には、イニシャル・パルスが印加される。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 1 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  PulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  PulseWidth: 書き込みパルスのパルス幅 

  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 
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  BaseValue: 書き込みパルスのベース値 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  VthAfter=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgateList (LINEAR) 

  Y1 軸：書き込み前のドレイン電流 IdInitialList (LOG) 

  Y2 軸：書き込み後のドレイン電流 IdWrittenList (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 VgateList 

  書き込み前のドレイン電流 IdInitialList 

  書き込み後のドレイン電流 IdWrittenList 

 

[Test Output: Parameters] 

  書き込み前のしきい値電圧 VthInitial 

  書き込み後のしきい値電圧 VthWritten 
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6.17 NandFlash3 Retention(ErasedCell): NAND 型フラッシュメモリセルのデータ保
持試験(消去セル) (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  データ消去後の NAND 型フラッシュメモリセルにおけるデータ保持試験を行い、累積時間－しきい値電圧

特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Psource: Selector を介してドレイン、ソース、サブストレートに接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  PulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  PulseWidth: 消去パルスのパルス幅 

  Verase: 消去パルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

  TotalRetentionTime: 試験を継続する時間。10～10000 秒 

  MeasTiming: Vth を評価するタイミング 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 
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  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 消去パルスのベース値 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積時間 TimeList 

  しきい値電圧 VthList 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NandFlash3 IV-Erase-IV を参照のこと。 
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6.18 NandFlash3 Retention(WrittenCell): NAND 型フラッシュメモリセルのデータ
保持試験(書き込みセル) (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  データ書き込み後の NAND 型フラッシュメモリセルにおけるデータ保持試験を行い、累積時間－しきい値電

圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 1 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子とサブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  PulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  PulseWidth: 書き込みパルスのパルス幅 

  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

  TotalRetentionTime: 試験を継続する時間。10～10000 秒 

  MeasTiming: Vth を評価するタイミング 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 
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  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 書き込みパルスのベース値 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積時間 TimeList 

  しきい値電圧 VthList 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NandFlash3 IV-Write-IV を参照のこと。 
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6.19 NandFlash3 Vth(ErasingTimeDependence): NAND 型フラッシュメモリセル 消
去時間依存性(A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  NAND 型フラッシュメモリセルの消去時間依存性を測定する。累積消去時間（累積パルス幅）－しきい値電

圧特性をプロットする。 

  消去時間依存性試験は次のように実行される。 

 

1. PulseWidth パラメータで指定されるパルス幅リストの最初の要素で指定されたパルス幅で消去パルス

を印加 

2. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

3. PulseWidth パラメータで指定されるパルス幅リストの次の要素で指定されたパルス幅で消去パルスを

印加 

4. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

5. 以後、StopPulseWidth 以上のパルス幅となるまで、3、4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Psource: Selector を介してドレイン、ソース、サブストレートに接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  PulseWidth: 消去パルス幅のリスト 

  StopPulseWidth: 消去を終了するパルス幅 
  Verase: 消去パルスの出力レベル 
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  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 消去パルスのベース値 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積消去時間 EraseTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積消去時間 EraseTimeList 

  しきい値電圧 VthList 
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6.20 NandFlash3 Vth(WritingTimeDependence): NAND 型フラッシュメモリセル 書
き込み時間依存性(A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  NAND 型フラッシュメモリセルの書き込み時間依存性を測定する。累積書き込み時間（累積パルス幅）－し

きい値電圧特性をプロットする。 

消去時間依存性試験は次のように実行される。 

 

1. PulseWidth パラメータで指定されるパルス幅リストの最初の要素で指定されたパルス幅で書き込みパ

ルスを印加 

2. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

3. PulseWidth パラメータで指定されるパルス幅リストの次の要素で指定されたパルス幅で書き込みパル

スを印加 

4. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

5. 以後、StopPulseWidth 以上のパルス幅となるまで、3、4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 1 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  PulseWidth: 書き込みパルス幅のリスト 

  StopPulseWidth: 書き込みを終了するパルス幅 
  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 
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  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 書き込みパルスのベース値 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積書き込み時間 WriteTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積書き込み時間 WriteTimeList 

  しきい値電圧 VthList 
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6.21 NandFlash3 WordDisturb(ErasedCell): NAND 型フラッシュメモリセル ワード
ディスターブ試験、消去動作後 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  データ消去動作後の NAND 型フラッシュメモリセルのワードディスターブ試験を実行する。累積ストレス時

間－しきい値電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 2 セット、または HRSMU/ASU 3 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Psource: Selector を介してドレイン、ソース、サブストレートに接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  VgStress: ゲートストレス電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalStressTime: 累積ストレス時間の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  PulseDelay: 消去パルスのディレイ 

  PulseWidth: 消去パルスのパルス幅 

  Verase: 消去パルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ) 

 

[Extended Test Parameter]  

  Vs: ソース電圧 
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  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 消去パルスのベース値 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

 [Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積消去時間 EraseTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積消去時間 EraseTimeList 

  しきい値電圧 VthList 
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6.22 NandFlash3 WordDisturb(WrittenCell): NAND 型フラッシュメモリセル ワード
ディスターブ試験、書き込み動作後 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  データ書き込み動作後の NAND 型フラッシュメモリセルのワードディスターブ試験を実行する。累積ストレス

時間－しきい値電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NAND 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 1 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  VgStress: ゲートストレス電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalStressTime: 累積ストレス時間の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  PulseDelay: 書き込みパルスのディレイ 

  PulseWidth: 累積パルス幅の最終値 

  Vwrite: 書き込みパルスの出力レベル 

  LeadingTime: パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  TrailingTime: パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 
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  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: 書き込みパルスのベース値 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

 [Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積書き込み時間 WriteTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積書き込み時間 WriteTimeList 

  しきい値電圧 VthList 
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6.23 NorFlash Endurance: NOR 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り返し
試験(A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  NOR 型フラッシュメモリセルの書き込み/消去繰り返し試験を実行する。書き込み/消去回数－しきい値電

圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 2 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 2 セット、または HRSMU/ASU 3 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU （定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU チャネル 

  Pdrain: Selector を介してドレイン端子に接続する SPGU チャネル 

  Psource: Selector を介してソース端子に接続する SPGU チャネル 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalWriteAndEraseCycles: 総書き込み/消去回数 

  WritePeriod: 書き込みパルスの周期 

  WriteGateDelay: Gate 書き込みパルスのディレイ 

  WriteGateWidth: Gate 書き込みパルスのパルス幅 

  WriteGateVwrite: Gate 書き込みパルスの出力レベル 

  WriteGateLeadingTime: Gate 書き込みパルスの立上がり遷移時間 

  WriteGateTrailingTime: Gate 書き込みパルスの立下がり遷移時間 

  WriteDrainDelay: Drain 書き込みパルスのディレイ 

  WriteDrainWidth: Drain 書き込みパルスのパルス幅 

  WriteDrainVwrite: Drain 書き込みパルスの出力レベル 
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  WriteDrainLeadingTime: Drain 書き込みパルスの立上がり遷移時間 

  WriteDrainTrailingTime: Drain 書き込みパルスの立下がり遷移時間 

 

  ErasePeriod: 消去パルスの周期 

  EraseGateDelay: Gate 消去パルスのディレイ 

  EraseGateWidth: Gate 消去パルスのパルス幅 

  EraseGateVerase: Gate 消去パルスの出力レベル 

  EraseGateLeadingTime: Gate 消去パルスの立上がり遷移時間 

  EraseGateTrailingTime: Gate 消去パルスの立下がり遷移時間 

  EraseSourceDelay: Source 消去パルスのディレイ 

  EraseSourceWidth: Source 消去パルスのパルス幅 

  EraseSourceVerase: Source 消去パルスの出力レベル 

  EraseSourceLeadingTime: Source 消去パルスの立上がり遷移時間 

  EraseSourceTrailingTime: Source 消去パルスの立下がり遷移時間 

 

  MeasTiming: Vth を測定するタイミング 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

 ドレイン電流 Idrain 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1 : Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸 : 書き込み/消去回数  CycleList (LOG) 

  Y1 軸 : 書き込み後のしきい値電圧  VthWrittenList (LINEAR) 

  Y2 軸 : 消去後のしきい値電圧  VthErasedList (LINEAR) 

[Test Output: List Display] 

  書き込み/消去回数  CycleList 

  書き込み後のしきい値電圧  VthWrittenList 

  消去後のしきい値電圧  VthErasedList 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NorFlash IV-Write-IV および NorFlash IV-Erase-IV を参照のこと。 

TotalWriteAndEraseCycles は、10^n(n=2,3,4,5,6）の何れかを設定することが望ましい。 
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6.24 NorFlash IV-Erase-IV: NOR 型フラッシュメモリセル 消去前後の Id-Vg 特性 
(A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  NOR 型フラッシュメモリセルの Id-Vg 特性測定、データ消去動作、Id-Vg 特性測定を順に行い、消去動作

前後の Id-Vg 特性を 1 つのグラフにプロットする。 

  Id-Vg 特性測定の前には、イニシャル・パルスの印加が行われる。 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Psource: Selector を介してソース端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  GateDelay: Gate 消去パルスのディレイ 

  GateWidth: Gate 消去パルスのパルス幅 

  GateVerase: Gate 消去パルスの出力レベル 

  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  SourceDelay: Source 消去パルスのディレイ 

  SourceWidth: Source 消去パルスのパルス幅 

  SourceVerase: Source 消去パルスの出力レベル 

  SourceLeadingTime: Source パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 
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  SourceTrailingTime: Source パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  VthAfter=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgateList (LINEAR) 

  Y1 軸：データ消去前のドレイン電流 IdInitialList (LOG) 

  Y2 軸：データ消去後のドレイン電流 IdErasedList (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 VgateList 

  データ消去前のドレイン電流 IdInitialList 

  データ消去後のドレイン電流 IdErasedList 

 

[Test Output: Parameters] 

  データ消去前のしきい値電圧 VthInitial 

  データ消去のしきい値電圧 VthErased 



6 Memory 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 6-53 

6.25 NorFlash IV-Write-IV: NOR 型フラッシュメモリセル 書き込み前後の Id-Vg
特性 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  NOR 型フラッシュメモリセルの Id-Vg 特性測定、データ書き込み動作、Id-Vg 特性測定を順に行い、書き込

み動作前後の Id-Vg 特性を 1 つのグラフにプロットする。 

  Id-Vg 特性測定の前には、イニシャル・パルスが印加される。 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Pdrain: Selector を介してドレイン端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  GateDelay: Gate 書き込みパルスのディレイ 

  GateWidth: Gate 書き込みパルスのパルス幅 

  GateVwrite: Gate 書き込みパルスの出力レベル 

  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  DrainDelay: Drain 書き込みパルスのディレイ 

  DrainWidth: Drain 書き込みパルスのパルス幅 

  DrainVwrite: Drain 書き込みパルスの出力レベル 

  DrainLeadingTime: Drain パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 
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  DrainTrailingTime: Drain パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  VthAfter=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgateList (LINEAR) 

  Y1 軸：書き込み前のドレイン電流 IdInitialList (LOG) 

  Y2 軸：書き込み後のドレイン電流 IdWrittenList (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 VgateList 

  書き込み前のドレイン電流 IdInitialList 

  書き込み後のドレイン電流 IdWrittenList 

 

[Test Output: Parameters] 

  書き込み前のしきい値電圧 VthInitial 

  書き込み後のしきい値電圧 VthWritten 
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6.26 NorFlash Retention(ErasedCell): NOR 型フラッシュメモリセルのデータ保持
試験(消去セル) (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  データ消去後の NOR 型フラッシュメモリセルにおけるデータ保持試験を行い、累積時間－しきい値電圧特

性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Psource: Selector を介してソース端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  GateDelay: Gate 消去パルスのディレイ 

  GateWidth: Gate 消去パルスのパルス幅 

  GateVerase: Gate 消去パルスの出力レベル 

  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  SourceDelay: Source 消去パルスのディレイ 

  SourceWidth: Source 消去パルスのパルス幅 

  SourceVerase: Source 消去パルスの出力レベル 

  SourceLeadingTime: Source パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  SourceTrailingTime: Source パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  
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  TotalRetentionTime: 試験を継続する時間。10～10000 秒 

  MeasTiming: Vth を測定するタイミング 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積時間 TimeList 

  しきい値電圧 VthList 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NorFlash IV-Erase-IV を参照のこと。 
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6.27 NorFlash Retention(WrittenCell): NOR 型フラッシュメモリセルのデータ保持
試験(書き込みセル) (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  データ書き込み後の NOR 型フラッシュメモリセルにおけるデータ保持試験を行い、累積時間－しきい値電

圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Pdrain: Selector を介してドレイン端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  GateDelay: Gate 書き込みパルスのディレイ 

  GateWidth: Gate 書き込みパルスのパルス幅 

  GateVwrite: Gate 書き込みパルスの出力レベル 

  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  DrainDelay: Drain 書き込みパルスのディレイ 

  DrainWidth: Drain 書き込みパルスのパルス幅 

  DrainVwrite: Drain 書き込みパルスの出力レベル 

  DrainLeadingTime: Drain パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  DrainTrailingTime: Drain パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  
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  TotalRetentionTime: 試験を継続する時間。10～10000 秒 

  MeasTiming: Vth を測定するタイミング 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積時間 TimeList 

  しきい値電圧 VthList 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  NorFlash IV-Write-IV を参照のこと。 



6 Memory 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 6-59 

6.28 NorFlash Vth(ErasingTimeDependence): NOR 型フラッシュメモリセル 消去
時間依存性(A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  NOR 型フラッシュメモリセルの消去時間依存性を測定する。累積消去時間（累積パルス幅）－しきい値電

圧特性をプロットする。 

  消去時間依存性試験は次のように実行される。 

 

1. SourceWidth パラメータで指定されるソースパルス幅リストの最初の要素で指定されたパルス幅に基づ

き、消去パルスを印加 

2. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

3. SourceWidth パラメータで指定されるパルス幅リストの次の要素で指定されたパルス幅に基づき、消去

パルスを印加 

4. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

5. 以後、StopPulseWidth 以上のパルス幅となるまで、3、4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Psource: Selector を介してソース端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  GateWidthOffset: Gate 消去パルス幅のオフセット 

  GateVerase: Gate 消去パルスの出力レベル 
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  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  SourceDelay: Source 消去パルスのディレイ 

  SourceWidth: Source 消去パルスのパルス幅のリスト 

  StopPulseWidth: 消去を終了する Source 消去パルス幅 

  SourceVerase: Source 消去パルスの出力レベル 

  SourceLeadingTime: Source パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  SourceTrailingTime: Source パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積消去時間 EraseTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積消去時間 EraseTimeList 

  しきい値電圧 VthList 
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6.29 NorFlash Vth(WritingTimeDependence): NOR 型フラッシュメモリセル 書き込
み時間依存性(A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  NOR 型フラッシュメモリセルの書き込み時間依存性を測定する。累積書き込み時間（累積パルス幅）－しき

い値電圧特性をプロットする。 

  書き込み時間依存性試験は次のように実行される。 

 

1. DrainWidth パラメータで指定されるドレインパルス幅リストの最初の要素で指定されたパルス幅に基づ

き、書き込みパルスを印加 

2. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

3. DrainWidth パラメータで指定されるパルス幅リストの次の要素で指定されたパルス幅に基づき、書き込

みパルスを印加 

4. Id-Vg 特性を測定し、しきい値電圧を抽出 

5. 以後、StopPulseWidth 以上のパルス幅となるまで、3、4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Pdrain: Selector を介してドレイン端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  GateWidthOffset: Gate 書き込みパルス幅のオフセット 

  GateVwrite: Gate 書き込みパルスの出力レベル 
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  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  DrainDelay: Drain 書き込みパルスのディレイ 

  DrainWidth: Drain 書き込みパルス幅のリスト 

  StopPulseWidth: 書き込みを終了するドレイン書き込みパルス幅 

  DrainVwrite: Drain 書き込みパルスの出力レベル 

  DrainLeadingTime: Drain パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  DrainTrailingTime: Drain パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積書き込み時間 WriteTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積書き込み時間 WriteTimeList 

  しきい値電圧 VthList 
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6.30 NorFlash WordDisturb(ErasedCell): NOR 型フラッシュメモリセル ワードディ
スターブ試験、消去動作後 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  データ消去動作後の NOR 型フラッシュメモリセルのワードディスターブ試験を実行する。累積ストレス時間

－しきい値電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Psource: Selector を介してソース端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  VgStress: ゲートストレス電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  GateDelay: Gate 消去パルスのディレイ 

  GateWidth: Gate 消去パルスのパルス幅 

  GateVerase: Gate 消去パルスの出力レベル 

  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  SourceDelay: Source 消去パルスのディレイ 

  SourceWidth: Source 消去パルスのパルス幅 

  SourceVerase: Source 消去パルスの出力レベル 

  SourceLeadingTime: Source パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 
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  SourceTrailingTime: Source パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  TotalStressTime: 累積ストレス時間の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積消去時間 EraseTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積消去時間 EraseTimeList 

  しきい値電圧 VthList 
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6.31 NorFlash WordDisturb(WrittenCell): NOR 型フラッシュメモリセル ワードディ
スターブ試験、書き込み動作後 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  データ書き込み動作後の NOR 型フラッシュメモリセルのワードディスターブ試験を実行する。累積ストレス

時間－しきい値電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Pdrain: Selector を介してドレイン端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  VgStress: ゲートストレス電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  GateDelay: Gate 書き込みパルスのディレイ 

  GateWidth: Gate 書き込みパルスのパルス幅 

  GateVwrite: Gate 書き込みパルスの出力レベル 

  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  DrainDelay: Drain 書き込みパルスのディレイ 

  DrainWidth: Drain 書き込みパルスのパルス幅 

  DrainVwrite: Drain 書き込みパルスの出力レベル 

  DrainLeadingTime: Drain パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 



6 Memory 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 6-66 

  DrainTrailingTime: Drain パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  TotalStressTime: 累積ストレス時間の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積書き込み時間 WriteTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積書き込み時間 WriteTimeList 

  しきい値電圧 VthList 
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6.32 NorFlash DataDisturb(ErasedCell): NOR 型フラッシュメモリセル データディ
スターブ試験、消去動作後 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  データ消去動作後の NOR 型フラッシュメモリセルのデータディスターブ試験を実行する。累積ストレス時間

－しきい値電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 2 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 2 セット、または HRSMU/ASU 3 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Psource: Selector を介してソース端子に接続する SPGU 

  Pdrain: Selector を介してドレイン端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  VdStress: ドレインストレス電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 消去パルスの周期 

  GateDelay: Gate 消去パルスのディレイ 

  GateWidth: Gate 消去パルスのパルス幅 

  GateVerase: Gate 消去パルスの出力レベル 

  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  SourceDelay: Source 消去パルスのディレイ 

  SourceWidth: Source 消去パルスのパルス幅 

  SourceVerase: Source 消去パルスの出力レベル 
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  SourceLeadingTime: Source パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  SourceTrailingTime: Source パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  DrainDelay: Drain ストレスパルスのディレイ 

  DrainLeadingTime: Drain パルス立上がり遷移時間（リーディング・エッジ） 

  DrainTrailingTime: Drain パルス立下り遷移時間（トレーリング･エッジ） 

  TotalStressTime: 累積ストレス時間の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  NoOfPulse: 消去動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積消去時間 EraseTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積消去時間 EraseTimeList 

  しきい値電圧 VthList 
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6.33 NorFlash DataDisturb(WrittenCell): NOR 型フラッシュメモリセル データディ
スターブ試験、書き込み動作後 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]  

  データ書き込み動作後の NOR 型フラッシュメモリセルのデータディスターブ試験を実行する。累積ストレス

時間－しきい値電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  NOR 型フラッシュメモリセル 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

  Selector (16440A/16445A 1 セット、または HRSMU/ASU 2 セット) 

 

[Device Parameters] 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp : 温度 

  IdMax : ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters]  

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Pgate: Selector を介してゲート端子に接続する SPGU 

  Pdrain: Selector を介してドレイン端子に接続する SPGU 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  VdStress: ドレインストレス電圧 

  Vd: ドレイン電圧 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PulsePeriod: 書き込みパルスの周期 

  GateDelay: Gate 書き込みパルスのディレイ 

  GateWidth: Gate 書き込みパルスのパルス幅 

  GateVwrite: Gate 書き込みパルスの出力レベル 

  GateLeadingTime: Gate パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 

  GateTrailingTime: Gate パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  DrainDelay: Drain 書き込みパルスのディレイ 

  DrainWidth: Drain 書き込みパルスのパルス幅 

  DrainVwrite: Drain 書き込みパルスの出力レベル 

  DrainLeadingTime: Drain パルス立上がり遷移時間(リーディング・エッジ) 
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  DrainTrailingTime: Drain パルス立下り遷移時間(トレーリング・エッジ)  

  TotalStressTime: 累積ストレス時間の最終値 

  CheckNoOfTimes: Vth 測定の実行回数 

 

[Extended Test Parameter] 

  Vs: ソース電圧 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseValue: パルスのベース値 

  NoOfPulse: 書き込み動作の出力パルス数 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定の最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸 : ゲート電圧  Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸 : ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸 : ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧  Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Contents: Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積書き込み時間 WriteTimeList (LOG) 

  Y1 軸：しきい値電圧 VthList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積書き込み時間 WriteTimeList 

  しきい値電圧 VthList 

 



7 MixedSignal



7 MixedSignal 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 7-2 

 

1. BJT Varactor CV Mismatch: BJT バラクタ容量の CV 特性ミスマッチ評価 (A.01.11) 

2. Diff-R Mismatch:  拡散抵抗素子の R-I 特性のミスマッチ評価、ケルビン接続 (A.01.11) 

3. Diode IV Fwd Mismatch:  ダイオード順方向特性のミスマッチ評価 (A.01.20) 

4. Diode IV Rev Mismatch:  ダイオード逆方向特性のミスマッチ評価 (A.01.20) 

5. G-Plot ConstVce Mismatch: ガンメル特性のミスマッチ評価、Vce=一定 (A.01.20) 

6. G-Plot ConstVce Mismatch[3]:  

  ガンメル特性のミスマッチ評価、Vce=一定、3 端子 (A.01.20) 

7. G-Plot Vbc=0V Mismatch:  ガンメル特性のミスマッチ評価、Vbc=0V (A.01.20) 

8. G-Plot Vbc=0V Mismatch[3]:  

  ガンメル特性のミスマッチ評価、Vbc=0V、3 端子 (A.01.20) 

9. Ic-Vc Ib Mismatch:  Ic-Vce 特性のミスマッチ評価、Ib 掃引 (A.01.20) 

10. Ic-Vc Ib Mismatch[3]:  Ic-Vce 特性のミスマッチ評価、Ib 掃引、3 端子 (A.01.20) 

11. Ic-Vc Vb Mismatch:  Ic-Vce 特性のミスマッチ評価、Vb 掃引 (A.01.20) 

12. Ic-Vc Vb Mismatch[3]:  Ic-Vce 特性のミスマッチ評価、Vb 掃引、3 端子 (A.01.20) 

13. Id-Vd Mismatch:  Id-Vd 特性のミスマッチ評価 (A.01.20) 

14. Id-Vd Mismatch[3]:  Id-Vd 特性のミスマッチ評価、3 端子 (A.01.20) 

15. Id-Vg Mismatch:  Id-Vg 特性のミスマッチ評価 (A.01.20) 

16. Id-Vd Mismatch[3]:  Id-Vd 特性のミスマッチ評価、3 端子 (A.01.20) 

17. MIM CV Mismatch:  MIM 容量の C-V 特性ミスマッチ評価 (A.01.11) 

18. MOS Varactor CV Mismatch:  

  MOS バラクタ容量の CV 特性ミスマッチ評価 (A.01.11) 

19. Poly-R Mismatch:  抵抗素子の R-I 特性のミスマッチ評価、ケルビン接続 (A.01.11) 
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7.1 BJT Varactor CV Mismatch: BJT バラクタ容量の CV 特性ミスマッチ評価 
(A.01.11) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  BJT バラクタ容量（C-Vce 特性）を測定する。デバイス A の測定実行後、デバイス B の測定を実行します。

デバイス間の特性差分を次式で計算し、グラフにプロットします。 

 

  DeltaCp=(CpBList-CpAList)/CpAList*100  並列容量 

  DeltaCs=(CsBList-CsAList)/CsAList*100  直列容量 

 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子、2 個 

  ベース端子に CMU Low、コレクタに CMU High を接続すること。他の端子には GNDU を接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（CMU は設定値を出力）または PNP（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lb: ベース長 

  Wb: ベース幅 

  Temp: 温度 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Collector: コレクタ－ベース間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VcbStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VcbStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VcbStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 
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  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  デバイス A または B を特定するために、実際の変数名には最後に A または B がついています。 

  PI=3.141592653589 

  Dval=Gval/(2*PI*FREQ*Cpval) 

  Rpval=1/Gval 

  Csval=(1+Dval^2)*Cpval 

  Xval=-1/(2*PI*FREQ*Csval) 

  Rsval=Dval*abs(Xval) 

  Zval=sqrt(Rsval^2+Xval^2) 

  Thetaval=atan(Xval/Rsval) 

  Vceval=Vcollector 

 

[X-Y Graph] 

  デバイス A または B を特定するために、実際の変数名には最後に A または B がついています。 

  X 軸：コレクタ－エミッタ間電圧 Vceval (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ容量（並列容量）Cpval (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス Gval (LINEAR) 

 

[List Display] 

  デバイス A または B を特定するために、実際の変数名には最後に A または B がついています。 

  コレクタ－エミッタ間電圧 Vceval 

  並列容量 Cpval 

  コンダクタンス Gval 

  直列容量 Csval 

  直列抵抗 Rsval 

  並列抵抗 Rpval 

  損失係数 Dval 

  リアクタンス Xval 

  インピーダンス Zval 

  位相角 Thetaval 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：コレクタ－エミッタ間電圧 VceList (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ容量（並列容量）CpAList (LINEAR) 

  Y2 軸：コレクタ容量（並列容量）CpBList (LINEAR) 

  Y3 軸：コレクタ容量の差分 DeltaCp (LINEAR) 



7 MixedSignal 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 7-5 

7.2 Diff-R Mismatch: 拡散抵抗素子の R-I 特性のミスマッチ評価、ケルビン接
続 (A.01.11) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]  

  2 つの拡散抵抗素子の入力電流に対する抵抗特性（R-I 特性）を測定し、特性差（ミスマッチ）をグラフにプ

ロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  拡散抵抗素子、2 端子、2 個 

 サブストレートあり 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Ntype（SMU は設定値を出力）または Ptype（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: デバイス A High 側に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  Port2: デバイス B High 側に接続する SMU（同期掃引、電流出力） 

 I1Start: Port1/Port2 に印加する掃引スタート電流 

 I1Stop: Port1/Port2 に印加する掃引ストップ電流 

 I1Step: Port1/Port2 に印加する掃引ステップ電流 

 Port3: デバイス A と B の Low 側に接続する SMU（定電圧出力） 

 Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: デバイス A High 側電圧を測定する SMU（定電流出力） 

  VM2: デバイス A Low 側電圧を測定する SMU（定電流出力） 

  VM3: デバイス B High 側電圧を測定する SMU（定電流出力） 

  VM4: デバイス B Low 側電圧を測定する SMU（定電流出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  IM1: VM1 出力電流 

  IM2: VM2 出力電流 

  IM3: VM3 出力電流 

  IM4: VM4 出力電流 

  V3: Port3 出力電圧 

 Vsubs: サブストレート電圧 

 V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

 VM1Limit: VM1 電圧コンプライアンス 

 I3Limit: Port3 電流コンプライアンス 

 IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 
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[測定パラメータ] 

  デバイス A への入力電流 Iport1 

  デバイス B への入力電流 Iport2 

  デバイス A の端子電圧 Vvm1、Vvm2 

  デバイス B の端子電圧 Vvm3、Vvm4 

 

[User Function] 

  DeltaV_A = Vvm1-Vvm2 

  DeltaV_B = Vvm3-Vvm4 

  R_A = DeltaV_A / Iport1 

  R_B = DeltaV_B / Iport2 

  Rsheet_A = R_A / (W/L) 

  Rsheet_B = R_B / (W/L) 

  Delta_R = (R_A - R_B) / R_A * 100 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: デバイスへの入力電流 Iport1 (LINEAR) 

  Y1 軸: デバイス A の端子間電圧 DeltaV_A (LINEAR) 

  Y2 軸: デバイス B の端子間電圧 DeltaV_B (LINEAR) 

  Y3 軸: デバイス A の抵抗値 R_A (LINEAR) 

  Y4 軸: デバイス B の抵抗値 R_B (LINEAR) 

  Y5 軸: デバイス A、B 間の抵抗変化率 Delta_R (LINEAR) 
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7.3 Diode IV Fwd Mismatch: ダイオード順方向特性のミスマッチ評価 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  順方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定し、デバイス間の特性差分をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  ダイオード、2 個 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

  IMax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  AnodeA: デバイス A アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  AnodeB: デバイス B アノード端子に接続する SMU（同期掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Cathode: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vcathode: カソード電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 IanodeA、IanodeB 

 

[User Function] 

  Delta_Ianode=(IanodeA-IanodeB)/IanodeA*100 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 VanodeA (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 IanodeA (LINEAR) 

  Y2 軸：アノード電流 IanodeB (LINEAR) 

  Y3 軸：アノード電流の差分 Delta_Ianode (LINEAR) 
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7.4 Diode IV Rev Mismatch: ダイオード逆方向特性のミスマッチ評価 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  逆方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定し、デバイス間の特性差分をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  ダイオード、2 個 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  AnodeA: デバイス A アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  AnodeB: デバイス B アノード端子に接続する SMU（同期掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IanodeLimit: アノード電流コンプライアンス 

  Cathode: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vcathode: カソード電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 IanodeA、IanodeB 

 

[User Function] 

  Delta_Ianode=(IanodeA-IanodeB)/IanodeA*100 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 VanodeA (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 IanodeA (LINEAR) 

  Y2 軸：アノード電流 IanodeB (LINEAR) 

  Y3 軸：アノード電流の差分 Delta_Ianode (LINEAR) 
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7.5 G-Plot ConstVce Mismatch: ガンメル特性のミスマッチ評価、Vce=一定 
(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－ベース電圧特性、ベース電流－ベース電圧特性を測定する。電

流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BaseA: デバイス A ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  BaseB: デバイス B ベース端子に接続する SMU (同期掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorA: デバイス A コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorB: デバイス B コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorA 

  コレクタ電流 IcollectorB 

  ベース電流 IbaseA 

  ベース電流 IbaseB 
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[User Function] 

  hfe_A=IcollectorA/IbaseA 

  hfe_B=IcollectorB/IbaseB 

  Delta_hfe=(hfe_A-hfe_B)/hfe_A*100 

  Delta_Icollector=(IcollectorA-IcollectorB)/IcollectorA*100 

  Vbe=VbaseA 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース－エミッタ間電圧 Vbe (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorA (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 IbaseA (LOG) 

  Y3 軸：コレクタ電流 IcollectorB (LOG) 

  Y4 軸：ベース電流 IbaseB (LOG) 

  Y5 軸：電流増幅率 hfe_A (LINEAR) 

  Y6 軸：電流増幅率 hfe_B (LINEAR) 

  Y7 軸：電流増幅率の差分 Delta_hfe (LINEAR) 
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7.6 G-Plot ConstVce Mismatch[3]: ガンメル特性のミスマッチ評価、Vce=一定、
3 端子 (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－ベース電圧特性、ベース電流－ベース電圧特性を測定する。電

流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BaseA: デバイス A ベース端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  BaseB: デバイス B ベース端子に接続する SMU (同期掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorA: デバイス A コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorB: デバイス B コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorrMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorA 

  コレクタ電流 IcollectorB 

  ベース電流 IbaseA 

  ベース電流 IbaseB 

 

[User Function] 

  hfe_A=IcollectorA/IbaseA 



7 MixedSignal 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 7-12 

  hfe_B=IcollectorB/IbaseB 

  Delta_hfe=(hfe_A-hfe_B)/hfe_A*100 

  Delta_Icollector=(IcollectorA-IcollectorB)/IcollectorA*100 

  Vbe=VbaseA 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース－エミッタ間電圧 Vbe (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorA (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 IbaseA (LOG) 

  Y3 軸：コレクタ電流 IcollectorB (LOG) 

  Y4 軸：ベース電流 IbaseB (LOG) 

  Y5 軸：電流増幅率 hfe_A (LINEAR) 

  Y6 軸：電流増幅率 hfe_B (LINEAR) 

  Y7 軸：電流増幅率の差分 Delta_hfe (LINEAR) 
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7.7 G-Plot Vbc=0V Mismatch: ガンメル特性のミスマッチ評価、Vbc=0V 
(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－エミッタ電圧特性、ベース電流－エミッタ電圧特性を測定する。電

流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  BaseA: デバイス A ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  BaseB: デバイス B ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorA: デバイス A コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorB: デバイス B コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vc: コレクタ電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorA 

  コレクタ電流 IcollectorB 

  ベース電流 IbaseA 

  ベース電流 IbaseB 
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[User Function] 

  hfe_A=IcollectorA/IbaseA 

  hfe_B=IcollectorB/IbaseB 

  Delta_hfe=(hfe_A-hfe_B)/hfe_A*100 

  Delta_Icollector=(IcollectorA-IcollectorB)/IcollectorA*100 

  Vbe=-Vemitter 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース－エミッタ間電圧 Vbe (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorA (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 IbaseA (LOG) 

  Y3 軸：コレクタ電流 IcollectorB (LOG) 

  Y4 軸：ベース電流 IbaseB (LOG) 

  Y5 軸：電流増幅率 hfe_A (LINEAR) 

  Y6 軸：電流増幅率 hfe_B (LINEAR) 

  Y7 軸：電流増幅率の差分 Delta_hfe (LINEAR) 
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7.8 G-Plot Vbc=0V Mismatch[3]: ガンメル特性のミスマッチ評価、Vbc=0V、3 端
子 (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－エミッタ電圧特性、ベース電流－エミッタ電圧特性を測定する。電

流増幅率(hfe)を抽出し、ガンメル特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  BaseA: デバイス A ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  BaseB: デバイス B ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorA: デバイス A コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  CollectorB: デバイス B コレクタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vb: ベース電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorA 

  コレクタ電流 IcollectorB 

  ベース電流 IbaseA 

  ベース電流 IbaseB 

 

[User Function] 

  hfe_A=IcollectorA/IbaseA 
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  hfe_B=IcollectorB/IbaseB 

  Delta_hf=(hfe_A-hfe_B)/hfe_A*100 

  Delta_Icollector=(IcollectorA-IcollectorB)/IcollectorA*100 

  Vbe=-Vemitter 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ベース－エミッタ間電圧 Vbe (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorA (LOG) 

  Y2 軸：ベース電流 IbaseA (LOG) 

  Y3 軸：コレクタ電流 IcollectorB (LOG) 

  Y4 軸：ベース電流 IbaseB (LOG) 

  Y5 軸：電流増幅率 hfe_A (LINEAR) 

  Y6 軸：電流増幅率 hfe_B (LINEAR) 

  Y7 軸：電流増幅率の差分 Delta_hfe (LINEAR) 
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7.9 Ic-Vc Ib Mismatch: Ic-Vce 特性のミスマッチ評価、Ib 掃引 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧（Ic-Ice）特性を測定する。デバイス A の測定実行後、

デバイス B の測定を実行します。測定終了後、コレクタ電流の差分を次式で計算し、グラフにプロットします。 

  Delta_Ic=(Icollector_A-Icollector_B)/Icollector_A*100 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  CollectorA: デバイス A コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  CollectorB: デバイス B コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  BaseA: デバイス A ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  BaseB: デバイス B ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[デバイス A: 測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorA 
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[デバイス A: User Function] 

  hfe_A=IcollectorA/IbaseA 

 

[デバイス A: X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 VcollectorA (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorA (LINEAR) 

 

[デバイス B: 測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorB 

 

[デバイス B: User Function] 

  hfe_B=IcollectorB/IbaseB 

 

[デバイス B: X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 VcollectorB (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorB (LINEAR) 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：コレクタ－エミッタ間電圧 Vce (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector_A (LINEAR) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector_B (LINEAR) 

  Y3 軸：コレクタ電流の差分 Delta_Ic (LINEAR) 
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7.10 Ic-Vc Ib Mismatch[3]: Ic-Vce 特性のミスマッチ評価、Ib 掃引、3 端子 
(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧（Ic-Ice）特性を測定する。デバイス A の測定実行後、

デバイス B の測定を実行します。測定終了後、コレクタ電流の差分を次式で計算し、グラフにプロットします。 

  Delta_Ic=(Icollector_A-Icollector_B)/Icollector_A*100 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  CollectorA: デバイス A コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  CollectorB: デバイス B コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  BaseA: デバイス A ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  BaseB: デバイス B ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

  IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

  IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

  IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

  VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[デバイス A: 測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorA 

 

[デバイス A: User Function] 

  hfe_A=IcollectorA/IbaseA 
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[デバイス A: X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 VcollectorA (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorA (LINEAR) 

 

[デバイス B: 測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorB 

 

[デバイス B: User Function] 

  hfe_B=IcollectorB/IbaseB 

 

[デバイス B: X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 VcollectorB (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorB (LINEAR) 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：コレクタ－エミッタ間電圧 Vce (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector_A (LINEAR) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector_B (LINEAR) 

  Y3 軸：コレクタ電流の差分 Delta_Ic (LINEAR) 
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7.11 Ic-Vc Vb Mismatch: Ic-Vce 特性のミスマッチ評価、Vb 掃引 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧（Ic-Ice）特性を測定する。デバイス A の測定実行後、

デバイス B の測定を実行します。測定終了後、コレクタ電流の差分を次式で計算し、グラフにプロットします。 

  Delta_Ic=(Icollector_A-Icollector_B)/Icollector_A*100 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  CollectorA: デバイス A コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  CollectorB: デバイス B コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  BaseA: デバイス A ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  BaseB: デバイス B ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[デバイス A: 測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorA 

  ベース電流 IbaseA 
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[デバイス A: User Function] 

  hfe_A=IcollectorA/IbaseA 

 

[デバイス A: X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 VcollectorA (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorA (LINEAR) 

 

[デバイス B: 測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorB 

  ベース電流 IbaseB 

 

[デバイス B: User Function] 

  hfe_B=IcollectorB/IbaseB 

 

[デバイス B: X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 VcollectorB (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorB (LINEAR) 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：コレクタ－エミッタ間電圧 Vce (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector_A (LINEAR) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector_B (LINEAR) 

  Y3 軸：コレクタ電流の差分 Delta_Ic (LINEAR) 
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7.12 Ic-Vc Vb Mismatch[3]: Ic-Vce 特性のミスマッチ評価、Vb 掃引、3 端子 
(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  バイポーラ・トランジスタのコレクタ電流－コレクタ電圧（Ic-Ice）特性を測定する。デバイス A の測定実行後、

デバイス B の測定を実行します。測定終了後、コレクタ電流の差分を次式で計算し、グラフにプロットします。 

  Delta_Ic=(Icollector_A-Icollector_B)/Icollector_A*100 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度 

  IcMax: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  CollectorA: デバイス A コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  CollectorB: デバイス B コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

  VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

  BaseA: デバイス A ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  BaseB: デバイス B ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[デバイス A: 測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorA 

  ベース電流 IbaseA 

 

[デバイス A: User Function] 
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  hfe_A=IcollectorA/IbaseA 

 

[デバイス A: X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 VcollectorA (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorA (LINEAR) 

 

[デバイス B: 測定パラメータ] 

  コレクタ電流 IcollectorB 

  ベース電流 IbaseB 

 

[デバイス B: User Function] 

  hfe_B=IcollectorB/IbaseB 

 

[デバイス B: X-Y プロット] 

  X 軸：コレクタ電圧 VcollectorB (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcollectorB (LINEAR) 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：コレクタ－エミッタ間電圧 Vce (LINEAR) 

  Y1 軸：コレクタ電流 Icollector_A (LINEAR) 

  Y2 軸：コレクタ電流 Icollector_B (LINEAR) 

  Y3 軸：コレクタ電流の差分 Delta_Ic (LINEAR) 
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7.13 Id-Vd Mismatch: Id-Vd 特性のミスマッチ評価 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  2 つの MOSFET のドレイン電流－ドレイン電圧特性(Id-Vg 特性)を測定し、特性差(ミスマッチ)を表示する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  DrainA: デバイス A ドレイン端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  DrainB: デバイス B ドレイン端子に接続する SMU（同期掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  デバイス A ドレイン電流 IdrainA 

  デバイス B ドレイン電流 IdrainB 

  基板電流 Isubs 

  ソース電流 Isource 
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[User Function] 

  ドレイン・コンダクタンス gds_A=diff(IdrainA,VdrainA) 

  ドレイン・コンダクタンス gds_B=diff(IdrainB,VdrainB) 

  ドレイン抵抗 Rds_A=1/gds_A 

  ドレイン抵抗 Rds_B=1/gds_B 

  Delta_Ids=(IdrainA-IdrainB)/IdrainA*100 

  Delta_gds=(gds_A-gds_B)/gds_A*100 

  Delta_Rds=(Rds_A-Rds_B)/Rds_A*100 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ドレイン電圧 VdrainA (LINEAR) 

  Y1 軸：デバイス A ドレイン電流 IdrainA (LINEAR) 

  Y2 軸：デバイス B ドレイン電流 IdrainB (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流の差分 Delta_Ids (LINEAR) 

 

[List Display] 

  デバイス A ドレイン電圧 VdrainA 

  ゲート電圧 Vgate 

  デバイス A ドレイン電流 IdrainA 

  デバイス B ドレイン電流 IdrainB 

  ドレイン電流の差分 Delta_Ids 

  基板電流 Isubs 

  ソース電流 Isource 
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7.14 Id-Vd Mismatch[3]: Id-Vd 特性のミスマッチ評価、3 端子 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  2 つの MOSFET のドレイン電流－ドレイン電圧特性(Id-Vg 特性)を測定し、特性差(ミスマッチ)を表示する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  DrainA: デバイス A ドレイン端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  DrainB: デバイス B ドレイン端子に接続する SMU（同期掃引、電圧出力） 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  デバイス A ドレイン電流 IdrainA 

  デバイス B ドレイン電流 IdrainB 

 

[User Function] 

  ドレイン・コンダクタンス gds_A=diff(IdrainA,VdrainA) 

  ドレイン・コンダクタンス gds_B=diff(IdrainB,VdrainB) 

  ドレイン抵抗 Rds_A=1/gds_A 
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  ドレイン抵抗 Rds_B=1/gds_B 

  Delta_Ids=(IdrainA-IdrainB)/IdrainA*100 

  Delta_gds=(gds_A-gds_B)/gds_A*100 

  Delta_Rds=(Rds_A-Rds_B)/Rds_A*100 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ドレイン電圧 VdrainA (LINEAR) 

  Y1 軸：デバイス A ドレイン電流 IdrainA (LINEAR) 

  Y2 軸：デバイス B ドレイン電流 IdrainB (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流の差分 Delta_Ids (LINEAR) 

 

[List Display] 

  デバイス A ドレイン電圧 VdrainA 

  ゲート電圧 Vgate 

  デバイス A ドレイン電流 IdrainA 

  デバイス B ドレイン電流 IdrainB 

  ドレイン電流の差分 Delta_Ids 
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7.15 Id-Vg Mismatch: Id-Vg 特性のミスマッチ評価 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  2 つの MOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性(Id-Vg 特性)を測定し、特性差(ミスマッチ)を表示する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  DrainA: デバイス A ドレイン端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  DrainB: デバイス B ドレイン端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: サブストレートに印加する掃引スタート電圧 

  VsubsStop: サブストレートに印加する掃引ストップ電圧 

  VsubsStep: サブストレートに印加する掃引ステップ電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  デバイス A ドレイン電流 IdrainA 

  デバイス B ドレイン電流 IdrainB 

  ゲート電流 Igate 



7 MixedSignal 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 7-30 

  基板電流 Isubs 

 

[User Function] 

  gm_A=diff(IdrainA,Vgate) 

  gm_B=diff(IdrainB,Vgate) 

  Delta_Id=(IdrainA-IdrainB)/IdrainA*100 

  Delta_gm=(gm_A-gm_B)/gm_A*100 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：デバイス A ドレイン電流 IdrainA (LINEAR) 

  Y2 軸：デバイス B ドレイン電流 IdrainB (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流の差分 Delta_Id (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  デバイス A ドレイン電圧 VdrainA 

  デバイス A ドレイン電流 IdrainA 

  デバイス B ドレイン電流 IdrainB 

  ドレイン電流の差分 Delta_Id 

  ゲート電流 Igate 

  基板電流 Isubs 
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7.16 Id-Vg Mismatch[3]: Id-Vg 特性のミスマッチ評価、3 端子 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  2 つの MOSFET のドレイン電流－ドレイン電圧特性(Id-Vg 特性)を測定し、特性差(ミスマッチ)を表示する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  DrainA: デバイス A ドレイン端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  DrainB: デバイス B ドレイン端子に接続する SMU（同期掃引、電圧出力） 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  デバイス A ドレイン電流 IdrainA 

  デバイス B ドレイン電流 IdrainB 

 

[User Function] 

  ドレイン・コンダクタンス gds_A=diff(IdrainA,VdrainA) 

  ドレイン・コンダクタンス gds_B=diff(IdrainB,VdrainB) 

  ドレイン抵抗 Rds_A=1/gds_A 

  ドレイン抵抗 Rds_B=1/gds_B 

  Delta_Ids=(IdrainA-IdrainB)/IdrainA*100 

  Delta_gds=(gds_A-gds_B)/gds_A*100 
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  Delta_Rds=(Rds_A-Rds_B)/Rds_A*100 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ドレイン電圧 VdrainA (LINEAR) 

  Y1 軸：デバイス A ドレイン電流 IdrainA (LINEAR) 

  Y2 軸：デバイス B ドレイン電流 IdrainB (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流の差分 Delta_Ids (LINEAR) 

 

[List Display] 

  デバイス A ドレイン電圧 VdrainA 

  ゲート電圧 Vgate 

  デバイス A ドレイン電流 IdrainA 

  デバイス B ドレイン電流 IdrainB 

  ドレイン電流の差分 Delta_Ids 
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7.17 MIM CV Mismatch: MIM 容量の C-V 特性ミスマッチ評価 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  MIM 容量（C-V 特性）を測定する。デバイス A の測定実行後、デバイス B の測定を実行します。デバイス

間の特性差分を次式で計算し、グラフにプロットします。 

  DeltaCp=(CpBList-CpAList)/CpAList*100  並列容量 

  DeltaCs=(CsBList-CsAList)/CsAList*100  直列容量 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MIM キャパシタ、2 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  L: デバイス長 

  W: デバイス幅 

  Temp: 温度 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Port1: デバイスに接続する CMU（CV 掃引測定） 

  V1Start: DC バイアス出力 スタート電圧 

  V1Stop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  V1Step: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  デバイス A または B を特定するために、実際の変数名には最後に A または B がついています。 
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  PI=3.141592653589 

  Dval=Gval/(2*PI*FREQ*Cpval) 

  Rpval=1/Gval 

  Csval=(1+Dval^2)*Cpval 

  Xval=-1/(2*PI*FREQ*Csval) 

  Rsval=Dval*abs(Xval) 

  Zval=sqrt(Rsval^2+Xval^2) 

  Thetaval=atan(Xval/Rsval) 

 

[X-Y Graph] 

  デバイス A または B を特定するために、実際の変数名には最後に A または B がついています。 

  X 軸：DC バイアス Vport1 (LINEAR) 

  Y1 軸：MIM 容量（並列容量）Cpval (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス Gval (LINEAR) 

 

[List Display] 

  デバイス A または B を特定するために、実際の変数名には最後に A または B がついています。 

  DC バイアス Vport1 

  並列容量 Cpval 

  コンダクタンス Gval 

  直列容量 Csval 

  直列抵抗 Rsval 

  並列抵抗 Rpval 

  損失係数 Dval 

  リアクタンス Xval 

  インピーダンス Zval 

  位相角 Thetaval 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：DC バイアス Vport1List (LINEAR) 

  Y1 軸：MIM 容量（並列容量）CpAList (LINEAR) 

  Y2 軸：MIM 容量（並列容量）CpBList (LINEAR) 

  Y3 軸：MIM 容量の差分 DeltaCp (LINEAR) 
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7.18 MOS Varactor CV Mismatch: MOS バラクタ容量の CV 特性ミスマッチ評価 
(A.01.11) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  MOS バラクタ容量（C-Vg 特性）を測定する。デバイス A の測定実行後、デバイス B の測定を実行します。

デバイス間の特性差分を次式で計算し、グラフにプロットします。 

  DeltaCp=(CpBList-CpAList)/CpAList*100  並列容量 

  DeltaCs=(CsBList-CsAList)/CsAList*100  直列容量 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子、2 個 

  ゲート端子に CMU Low、他 3 端子に CMU High を接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

   

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Gate: ゲート端子に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VgsStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VgsStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VgsStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 
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[User Function] 

  デバイス A または B を特定するために、実際の変数名には最後に A または B がついています。 

  PI=3.141592653589 

  Dval=Gval/(2*PI*FREQ*Cpval) 

  Rpval=1/Gval 

  Csval=(1+Dval^2)*Cpval 

  Xval=-1/(2*PI*FREQ*Csval) 

  Rsval=Dval*abs(Xval) 

  Zval=sqrt(Rsval^2+Xval^2) 

  Thetaval=atan(Xval/Rsval) 

  Vgateval=-Vsubs 

 

[X-Y Graph] 

  デバイス A または B を特定するために、実際の変数名には最後に A または B がついています。 

  X 軸：ゲート電圧 Vgateval (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cpval (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス Gval (LINEAR) 

 

[List Display] 

  デバイス A または B を特定するために、実際の変数名には最後に A または B がついています。 

  ゲート電圧 Vgateval 

  並列容量 Cpval 

  コンダクタンス Gval 

  直列容量 Csval 

  直列抵抗 Rsval 

  並列抵抗 Rpval 

  損失係数 Dval 

  リアクタンス Xval 

  インピーダンス Zval 

  位相角 Thetaval 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VgList (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）CpAList (LINEAR) 

  Y2 軸：ゲート容量（並列容量）CpBList (LINEAR) 

  Y3 軸：ゲート容量の差分 DeltaCp (LINEAR) 
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7.19 Poly-R Mismatch: 抵抗素子の R-I 特性のミスマッチ評価、ケルビン接続 
(A.01.11) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  2 つの抵抗素子の入力電流に対する抵抗特性(R-I 特性)を測定し、その特性差(ミスマッチ)をグラフにプロ

ットする。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗、2 端子、2 個 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: デバイス A High 側に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  Port2: デバイス B High 側に接続する SMU（同期掃引、電流出力） 

  I1Start: Port1/Port2 に印加する掃引スタート電流 

  I1Stop: Port1/Port2 に印加する掃引ストップ電流 

  I1Step: Port1/Port2 に印加する掃引ステップ電流 

  V1Limit: 最大電圧 

  Port3: デバイス A と B の Low 側に接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: デバイス A High 側電圧を測定する SMU（定電流出力） 

  VM2: デバイス A Low 側電圧を測定する SMU（定電流出力） 

  VM3: デバイス B High 側電圧を測定する SMU（定電流出力） 

  VM4: デバイス B Low 側電圧を測定する SMU（定電流出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  V3: Port3 出力電圧 

  IM1: VM1 出力電流 

  IM2: VM2 出力電流 

  IM3: VM3 出力電流 

  IM4: VM4 出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  デバイス A への入力電流 Iport1 

  デバイス B への入力電流 Iport2 

  デバイス A の端子電圧 Vvm1、Vvm2 

  デバイス B の端子電圧 Vvm3、Vvm4 
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[User Function] 

  DeltaV_A = Vvm1-Vvm2 

  DeltaV_B = Vvm3-Vvm4 

  R_A = DeltaV_A / Iport1 

  R_B = DeltaV_B / Iport2 

  Rsheet_A = R_A / (W/L) 

  Rsheet_B = R_B / (W/L) 

  Delta_R = (R_A - R_B) / R_A * 100 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: デバイス A への入力電流 Iport1 (LINEAR) 

  Y1 軸: デバイス A の抵抗値 R_A (LINEAR) 

  Y2 軸: デバイス B の抵抗値 R_B (LINEAR) 

  Y3 軸: デバイス A、B 間の抵抗変化率 Delta_R (LINEAR) 

  Y4 軸: デバイス A の端子間電圧 DeltaV_A (LINEAR) 

  Y5 軸: デバイス B の端子間電圧 DeltaV_B (LINEAR) 
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1. CNT Differential R[AC]:  CNT 微分 R-V 特性 (A.01.20) 

2. CNT Gate Leak:  CNT FET Ig-Vg 特性 (A.01.20) 

3. CNT Gate Leak [1HL]:  CNT FET Ig-Vg 特性 (A.06.10) 

4. CNT Id-Time： CNT FET の Id-Time 特性 (A.01.20) 

5. CNT Id-Vd:  CNT FET の Id-Vd 特性 (A.01.20) 

6. CNT Id-Vd [2HL]:  CNT FET の Id-Vd 特性 (A.06.10) 

7. CNT Id-Vg:  CNT FET の Id-Vg 特性 (A.01.20) 

8. CNT Id_Vg [2HL]:  CNT FET の Id-Vg 特性 (A.06.10) 

9. CNT Id-Vg-Time:  CNT FET Id-Vg-Time 特性 (A.01.20) 

10. CNT Id-Vg-time [2HL]: CNT FET Id-Vg-Time 特性 (A.06.10) 

11. CNT IV Sweep:  CNT I-V 特性 (A.01.20) 

12. CNT IV Sweep [1HL]:  CNT I-V 特性 (A.06.10) 

13. CNT R-I Kelvin 2SMU:  CNT R-I 特性、ケルビン接続 (A.01.20) 

14. CNT R-V Kelvin 2SMU:  CNT R-V 特性、ケルビン接続 (A.01.20) 

15. CNT Vth gmMax:  CNT FET 線形領域 Vth (A.01.20) 

16. CNT Vth gmMax [2HL]:  CNT FET 線形領域 Vth (A.06.10) 
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8.1 CNT Differential R[AC]: CNT 微分 R-V 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  CNT 2 端子デバイスのコンダクタンスを測定し、微分 R-V 特性（微分抵抗－電圧特性）をプロットする。こ

のテスト定義では、コンダクタンスの逆数として抵抗値を算出する。また、測定信号レベルを Peak to Peak 値

で指定する（通常は実効値で指定）。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、2 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Device Parameters] 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 被測定デバイスに接続する CMU（CV 掃引測定） 

  V1Start: 掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 掃引出力 ステップ電圧 

  FREQ: 測定周波数 

  Meas_Vpp: 測定信号レベル（振幅の Peak to Peak 値） 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  R_Min: Y 軸(抵抗値)最小値 

  R_Max: Y 軸(抵抗値)最大値 

 

[測定パラメータ] 

  コンダクタンス G 
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[User Function] 

  微分抵抗 R=1/G 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: Port1 入力電圧 Vport1(LINEAR) 

  Y1 軸: 微分抵抗 R (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Port1 入力電圧 Vport1 

  微分抵抗 R 

  コンダクタンス G 
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8.2 CNT Gate Leak: CNT FET Ig-Vg 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  CNT FET のゲート電流－ゲート電圧特性（Ig-Vg 特性）を測定する。 

  スタート値とストップ値の二値だけを出力する一次掃引 SMU を用いて Vg 印加前後の Ig を測定し、ストップ

値を変化させながら、これを繰り返すことで Ig-Vg 特性を抽出する。 

 

[被測定デバイス] 

  Carbon Nano Tube FET キャパシタ、2 端子 

  バックゲートとサイドゲートに SMU を接続し、ソースとドレインをオープンにすること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BackGate: バックゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  SideGate: サイドゲート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VbgStart: バックゲート端子に印加するパルス・ピークのスタート値（掃引スタート）電圧 

  VbgStop: バックゲート端子に印加するパルス・ピークのストップ値（掃引ストップ）電圧 

  VbgStep: バックゲート端子に印加するパルス・ピークのステップ値（掃引ステップ）電圧 

  VbgLow: パルス・ベース電圧（一次掃引のスタート値） 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vsg: サイドゲート端子電圧 

  IbgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  BackGateMinRng: バックゲート電流測定最小レンジ 

  SideGateMinRng: サイドゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  バックゲート電流：Ibackgate 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：バックゲート電圧 Vbackgate (LINEAR) 

  Y1 軸：バックゲート電流 Ibackgate (LOG) 

 

[List Display] 

  Vbackgate: バックゲート電圧 

  Ibackgate: バックゲート電流 
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[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：バックゲート電圧 V_backgate (LINEAR) 

  Y1 軸：バックゲート電流 I_backgate (LOG) 

  Y2 軸: パルス・ベース電圧印加時のバックゲート電流 I_backgate@LowVbg(LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  V_backgate: バックゲート電圧 

  I_backgate: バックゲート電流 

  I_backgate@LowVbg: パルス・ベース電圧印加時のバックゲート電流 
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8.3 CNT Gate Leak [1HL]: CNT FET Ig-Vg 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  CNT FET のゲート電流－ゲート電圧特性（Ig-Vg 特性）を測定する。 

  スタート値とストップ値の二値だけを出力する一次掃引 SMU を用いて Vg 印加前後の Ig を測定し、ストップ

値を変化させながら、これを繰り返すことで Ig-Vg 特性を抽出する。 

 

[被測定デバイス] 

  Carbon Nano Tube FET キャパシタ、2 端子 

  バックゲートとサイドゲートに SMU を接続し、ソースとドレインをオープンにすること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BackGate: バックゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbgStart: バックゲート端子に印加するパルス・ピークのスタート値（掃引スタート）電圧 

  VbgStop: バックゲート端子に印加するパルス・ピークのストップ値（掃引ストップ）電圧 

  VbgStep: バックゲート端子に印加するパルス・ピークのステップ値（掃引ステップ）電圧 

  VbgLow: パルス・ベース電圧（一次掃引のスタート値） 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IbgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  BackGateMinRng: バックゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  バックゲート電流：Ibackgate 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：バックゲート電圧 Vbackgate (LINEAR) 

  Y1 軸：バックゲート電流 Ibackgate (LOG) 

 

[List Display] 

  Vbackgate: バックゲート電圧 

  Ibackgate: バックゲート電流 
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[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：バックゲート電圧 V_backgate (LINEAR) 

  Y1 軸：バックゲート電流 I_backgate (LOG) 

  Y2 軸: パルス・ベース電圧印加時のバックゲート電流 I_backgate@LowVbg(LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  V_backgate: バックゲート電圧 

  I_backgate: バックゲート電流 

  I_backgate@LowVbg: パルス・ベース電圧印加時のバックゲート電流 

 

[Test Output: Parameters] 

  V_backgate: バックゲート電圧 

  I_backgate: バックゲート電流 

  I_backgate@LowVbg: パルス・ベース電圧印加時のバックゲート電流 
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8.4 CNT Id-Time：CNT FET の Id-Time 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  CNT FET 基本特性である Id-Vd 特性(ゲート電圧に対するドレイン電流評価)の経時変化の評価をする。 

  ゲート電極をセンサーとして使用し、ゲート電極への DNA、抗体の吸着を Ids の変化として捉える。 

  0～T1 および T1～T2 の経時変化を評価する。 

 

[被測定デバイス]  

  CNT FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  BackGate: バックゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  SideGate: サイドゲート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VbgStart: バックゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbgStop: バックゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbgStep: バックゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vsg: サイドゲート電圧。 

  Vs: ソース電圧 

  IntegTime: 積分時間 

  T1Stop: T1 ストップ時間 

  T1Step: T1 ステップ時間 

  T2Stop: T2 ストップ時間 

  T2Step: T2 ステップ時間 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 
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[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

  時間 ACC_TIME 

 

  ACC_TIME は、T1Step もしくは T2Step の時間に実際の測定にかかった時間を合計し、表示します。 

     ACC_TIME = ACC_TIME + T1Step もしくは T2Step + Id-Vd 測定時間 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 
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8.5 CNT Id-Vd: CNT FET の Id-Vd 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  CNT(Carbon Nano Tube) FET のドレイン電流－ドレイン電圧特性(Id-Vd 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレインに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレインに印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレインに印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレインに印加する掃引ステップ電圧 

  BackGate: バックゲートに接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbgStart: バックゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VbgStop: バックゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VbgStep: バックゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  SideGate: サイドゲートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vsg: サイドゲート電圧 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 
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8.6 CNT Id-Vd [2HL]: CNT FET の Id-Vd 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  CNT(Carbon Nano Tube) FET のドレイン電流－ドレイン電圧特性(Id-Vd 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレインに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレインに印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレインに印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレインに印加する掃引ステップ電圧 

  BackGate: バックゲートに接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbgStart: バックゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VbgStop: バックゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VbgStep: バックゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 
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8.7 CNT Id-Vg: CNT FET の Id-Vg 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  CNT(Carbon Nano Tube) FET のドレイン電流－ゲート電圧特性(Id-Vg 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BackGate: バックゲートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbgStart: バックゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VbgStop: バックゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VbgStep: バックゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  Drain: ドレインに接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレインに印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレインに印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレインに印加する掃引ステップ電圧 

  SideGate: サイドゲートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vsg: サイドゲート電圧 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：バックゲート電圧 Vbackgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 
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8.8 CNT Id_Vg [2HL]: CNT FET の Id-Vg 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  CNT(Carbon Nano Tube) FET のドレイン電流－ゲート電圧特性(Id-Vg 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BackGate: バックゲートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbgStart: バックゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VbgStop: バックゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VbgStep: バックゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  Drain: ドレインに接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレインに印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレインに印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレインに印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：バックゲート電圧 Vbackgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 
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8.9 CNT Id-Vg-Time: CNT FET Id-Vg-Time 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  CNT FET の Id-Vg 特性の測定を、指定された時間間隔で、指定された時間が経過するまで繰り返し行う。

このテスト定義は、ゲート電極をセンサーとして使用し、ゲート電極への DNA、抗体の吸着を Ids の変化とし

て捉える。特性の時間変化の評価に使用する。 

 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレインに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレインに印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレインに印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレインに印加する掃引ステップ電圧 

  BackGate: バックゲートに接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbgStart: バックゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VbgStop: バックゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VbgStep: バックゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  SideGate: サイドゲートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsg: サイドゲート電圧 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

  T1Stop: T1 ストップ時間 

  T1Step: T1 ステップ時間 

  T2Stop: T2 ストップ時間 

  T2Step: T2 ステップ時間 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IbgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 
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[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

  時間 ACC_TIME 

 

  ACC_TIME は、T1Step もしくは T2Step の時間に実際の測定にかかった時間を合計し、表示します。 

  ACC_TIME = ACC_TIME + T1Step もしくは T2Step + Id-Vg 測定時間 

 

[User Function] 

  ACC_TIME: 経過時間 

  MaxTS: タイムスタンプの最大値 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：バックゲート電圧 Vbackgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Vbackgate: バックゲート電圧 

  Idrain: ドレイン電流 

  Vsidegate: サイドゲート電圧 

  ACC_TIME: 経過時間 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  CNT Id_Vg を参照のこと。 
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8.10 CNT Id-Vg-time [2HL]: CNT FET Id-Vg-Time 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  CNT FET の Id-Vg 特性の測定を、指定された時間間隔で、指定された時間が経過するまで繰り返し行う。

このテスト定義は、ゲート電極をセンサーとして使用し、ゲート電極への DNA、抗体の吸着を Ids の変化とし

て捉える。特性の時間変化の評価に使用する。 

 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレインに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレインに印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレインに印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレインに印加する掃引ステップ電圧 

  BackGate: バックゲートに接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VbgStart: バックゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VbgStop: バックゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VbgStep: バックゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  T1Stop: T1 ストップ時間 

  T1Step: T1 ステップ時間 

  T2Stop: T2 ストップ時間 

  T2Step: T2 ステップ時間 

 

[Extended Test Parameters] 

  IbgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

 

 

 

 

 



8 NanoTech 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 8-18 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

  時間 ACC_TIME 

 

  ACC_TIME は、T1Step もしくは T2Step の時間に実際の測定にかかった時間を合計し、表示します。 

  ACC_TIME = ACC_TIME + T1Step もしくは T2Step + Id-Vg 測定時間 

 

[User Function] 

  ACC_TIME: 経過時間 

  MaxTS: タイムスタンプの最大値 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：バックゲート電圧 Vbackgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Vbackgate: バックゲート電圧 

  Idrain: ドレイン電流 

  ACC_TIME: 経過時間 

 

[テストセットアップの詳細設定] 

  CNT Id_Vg を参照のこと。 
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8.11 CNT IV Sweep: CNT I-V 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  CNT 2 端子デバイスの I-V 特性（電流－電圧特性）を測定する。 

  このテスト定義では、掃引方向を Single と Double から選択可能。また、デバイス保護を目的として、掃引ス

タート/ストップ値が 0 V でない場合には、0 V からスタート値あるいはストップ値から 0 V までの掃引出力を

行う。 

 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 被測定デバイスに接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  Port2: 被測定デバイスに接続する SMU（定電圧出力） 

  V1Start: 掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 掃引出力 ステップ電圧 

  SweepDirection: スイープ方向の指定 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  V2: Port2 の電圧 

  Y_Min: Y 軸最小値 

  Y_Max: Y 軸最大値 

  R_Max: Y 軸抵抗最大値 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  Iport1: Port1 の電流 

 

[User Function] 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vport1-Vport2 

  抵抗 R=DeltaV/Iport1 
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[X-Y プロット] 

  X 軸: 電圧 Vport1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 測定電流 Iport1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

 

[List Display] 

  電圧： Vport1 

  測定電流：Iport1 

  抵抗値: R 
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8.12 CNT IV Sweep [1HL]: CNT I-V 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  CNT 2 端子デバイスの I-V 特性（電流－電圧特性）を測定する。 

  このテスト定義では、掃引方向を Single と Double から選択可能。また、デバイス保護を目的として、掃引ス

タート/ストップ値が 0 V でない場合には、0 V からスタート値あるいはストップ値から 0 V までの掃引出力を

行う。 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 被測定デバイスに接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  V1Start: 掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 掃引出力 ステップ電圧 

  SweepDirection: スイープ方向の指定 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  Y_Min: Y 軸最小値 

  Y_Max: Y 軸最大値 

  R_Max: Y 軸抵抗最大値 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  Iport1: Port1 の電流 

[User Function] 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vport1 

  抵抗 R=DeltaV/Iport1 

[X-Y プロット] 

  X 軸: 電圧 Vport1 または DeltaV (LINEAR) 

  Y1 軸: 測定電流 Iport1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

[List Display] 

  電圧： Vport1 

  測定電流：Iport1 

  抵抗値: R 
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8.13 CNT R-I Kelvin 2SMU: CNT R-I 特性、ケルビン接続 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]  

  CNT 2 端子デバイスの電気抵抗を測定し、R-I 特性（抵抗－電流特性）をプロットする。このテスト定義は、

デバイスの端子間で電流印加と電圧測定を行い抵抗値を算出する。SMU とデバイスの接続にはケルビン接

続を用いる。 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  V2: Port2 の電圧 

  R_Max: Y 軸(抵抗値)最大値 

[測定パラメータ] 

  Vport1: Port1 の電圧 

[User Function] 

  円周率 PI=3.141592653589 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vport1-Vport2 

  抵抗 R=DeltaV/Iport1 

  シート抵抗 Rsheet=R*((PI*D)/L) 

[X-Y プロット] 

  X 軸: 電流 Iport1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: 測定電圧 DeltaV (LINEAR) 

[List Display] 

  Iport1: 入力電流 

  R: 抵抗値 

  DeltaV: 抵抗端子電圧 

  Rsheet: シート抵抗 
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8.14 CNT R-V Kelvin 2SMU: CNT R-V 特性、ケルビン接続 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]  

  CNT 2 端子デバイスの電気抵抗を測定し、R-V 特性（抵抗－電圧特性）をプロットする。このテスト定義は、

デバイスの端子間で電圧印加と電流測定を行い抵抗値を算出する。SMU とデバイスの接続にはケルビン接

続を用いる。 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  V1Start: 掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 掃引出力 ステップ電圧 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 の電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

  R_Max: Y 軸(抵抗値)最大値 

[測定パラメータ] 

  Iport1: Port1 の電流 

[User Function] 

  円周率 PI=3.141592653589 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vport1-Vport2 

  抵抗 R=DeltaV/Iport1 

  シート抵抗 Rsheet=R*((PI*D)/L) 

[X-Y プロット] 

  X 軸: 電圧 DeltaV (LINEAR) 

  Y1 軸: 測定電流 Iport1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

[List Display] 

  DeltaV: 入力電圧 

  Iport1: 測定電流 

  R：抵抗値 

  Rsheet: シート抵抗 



8 NanoTech 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 8-24 

8.15 CNT Vth gmMax: CNT FET 線形領域 Vth (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  CNT FET の Id-Vg 特性を測定し、線形領域データから線形外挿法により、しきい値電圧(Vth)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BackGate: バックゲートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbgStart: バックゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VbgStop: バックゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VbgStep: バックゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレインに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧。100mV 程度の低電圧が望ましい 

  SideGate: サイドゲートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vsg: サイドゲート電圧 

  Vs: ソース電圧 

  IbgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  gm_Min: Y 軸相互コンダクタンス最小値 

  gm_Max: Y 軸相互コンダクタンス最大値 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vbackgate) 
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[Analysis Function] 

  gmMax=max(gm) 

  Von=@L1X（Line1 の X 切片） 

  Vth=Von-(Vd*Polarity/2) 

 

  Vth は次式から求める。 

  Vth=Vg(gmMax)-Id(gmMax)/gmMax 

  Vd/2 は理論式における Vd の２次の項を補正するため。 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：バックゲート電圧 Vbackgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

  Vbackgate: バックゲート電圧  

  Vsource: ソース電圧 

  Vdrain: ドレイン電圧 

  Vsidegate: サイドゲート電圧 

  Idrain: ドレイン電流 

  gm: 相互コンダクタンス 

 

[Parameter 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 
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8.16 CNT Vth gmMax [2HL]: CNT FET 線形領域 Vth (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  CNT FET の Id-Vg 特性を測定し、線形領域データから線形外挿法により、しきい値電圧(Vth)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  Carbon Nano Tube FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Forward（SMU は設定値を出力）または Reverse（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: CNT 長 

  D: CNT 径 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  BackGate: バックゲートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VbgStart: バックゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VbgStop: バックゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VbgStep: バックゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレインに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧。100mV 程度の低電圧が望ましい 

 

[Extended Test Parameters] 

  IbgLimit: バックゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  gm_Min: Y 軸相互コンダクタンス最小値 

  gm_Max: Y 軸相互コンダクタンス最大値 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vbackgate) 
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[Analysis Function] 

  gmMax=max(gm) 

  Von=@L1X（Line1 の X 切片） 

  Vth=Von-Vd/2 

 

  Vth は次式から求める。 

  Vth=Vg(gmMax)-Id(gmMax)/gmMax 

  Vd/2 は理論式における Vd の２次の項を補正するため。 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：バックゲート電圧 Vbackgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

  Vbackgate: バックゲート電圧  

  Vdrain: ドレイン電圧 

  Idrain: ドレイン電流 

  gm: 相互コンダクタンス 

 

[Parameter 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 
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1. 2-terminal dual IV sweep:   2-terminal dual IV sweep (A.05.03.2013.0124_2013.01.28.1) 

2. 2-terminal dual Vsweep [1HL]: 2-terminal dual Vsweep [1HL] (A.06.10) 
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9.1 2-terminal dual IV sweep (A.05.03.2013.0124_2013.01.28.1) 
 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

 Measures the voltage vs. current characteristics of 2-terminal device by sweeping as follows.  

 Vstart =(with Vstep1)=> Vstop1 =(with Vstep1)=> Vstart =(with Vstep2) => Vstop2=(with Vstep2) => 

Vstart 

 

[Device Under Test] 

 2-terminal device 

 

[Device Parameters] 

 Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

 Port1: SMU for terminal1, sweep voltage output 

 Port2: SMU/GNDU for terminal2, 0 V output 

 Vstart: Sweep start voltage 

 Vstop1: Sweep stop1 voltage 

 Vstep1: Sweep step1 voltage 

 Vstop2: Sweep stop2 voltage 

 Vstep2: Sweep step2 voltage 

 IntegTime: Integration time 

 HoldTime: Hold time 

 DelayTime: Delay time 

 Compliance: Port1 current compliance 

 

[Extended Test Parameters] 

 N/A 

 

[Measurement Parameters] 

 Port1 measurement current I1 

 

[User Function] 

 N/A 

 

[Analysis Function] 

 N/A 

 

[X-Y Plot] 

 X axis: V1: Port1 output voltage(LINEAR) 

 Y1 axis: I1: Port1 measurement current (LINEAR) 

 

[List Display] 

 V1: Port1 output voltage 
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 I1: Port1 measurement current 

 

[Parameters Display Area] 

 N/A 

 

[Auto Analysis] 

 N/A 

 

[Note] 

 This measurement merges two double I/V sweep classic tests. 

 Vstart voltage holes between each tests by Bias Hold function. 
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9.2 2-terminal dual Vsweep [1HL] (A.06.10) 
 
[Supported Analyzer] 

  B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[Description] 

 Measures the voltage vs. current characteristics of 2-terminal device by sweeping as follows.  

 Vstart =(with Vstep1)=&gt; Vstop1 =(with Vstep1)=&gt; Vstart =(with Vstep2) =&gt; Vstop2=(with Vstep2) 

=&gt; Vstart 

 

[Device Under Test] 

 2-terminal device 

 

[Device Parameters] 

 Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

 Port1: SMU for terminal1, sweep voltage output 

 Vstart: Sweep start voltage 

 Vstop1: Sweep stop1 voltage 

 Vstep1: Sweep step1 voltage 

 Vstop2: Sweep stop2 voltage 

 Vstep2: Sweep step2 voltage 

 IntegTime: Integration time 

 HoldTime: Hold time 

 DelayTime: Delay time 

 Compliance: Port1 current compliance 

 MinRange: Minimum range for the port1 current measurement 

 

[Extended Test Parameters] 

 N/A 

 

[Measurement Parameters] 

 Port1 measurement current I1 

 

[User Function] 

 N/A 

 

[Analysis Function] 

 N/A 

 

[X-Y Plot] 

 X axis: V1: Port1 output voltage(LINEAR) 

 Y1 axis: I1: Port1 measurement current (LINEAR) 

 

 

 

[List Display] 
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 V1: Port1 output voltage 

 I1: Port1 measurement current 

 

[Parameters Display Area] 

 N/A 

 

[Auto Analysis] 

 N/A 

 

[Note] 

 This measurement merges two double I/V sweep classic tests. 

 Vstart voltage holes between each tests by Bias Hold function. 
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1. BVdss[3] PwrDevice:  ソース－ドレイン間降伏電圧 (A.01.20) 

2. BVgso[3] PwrDevice:  ゲート－ソース間降伏電圧 (A.01.20) 

3. Id-Vd pulse[3] PwrDevice:  Id-Vd 特性(3 端子)、SMU パルス使用 (A.01.20) 

4. Id-Vd[3] PwrDevice:  Id-Vd 特性(3 端子) (A.01.20) 

5. Id-Vg pulse[3] PwrDevice:  Id-Vg 特性(3 端子)、SMU パルス使用 (A.01.20) 

6. Id-Vg[3] PwrDevice:  Id-Vg 特性(3 端子) (A.01.20) 

7. Vth Const Id[3] PwrDevice:  定電流 Vth (A.01.20) 

8. Vth gmMax[3] PwrDevice:  線形領域 Vth (A.01.20) 
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10.1 BVdss[3] PwrDevice: ソース－ドレイン間降伏電圧 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  パワーMOSFET のソース－ドレイン間降伏電圧を測定する。FET がオンする方向にドレイン電圧を掃引し

ていき、デバイスの降伏（ブレークダウン）をモニタする。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Is@BVdss: ブレークダウンとみなすソース電流 

  Drain: ドレインに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレインに印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレインに印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレインに印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vg: ゲート電圧 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

 BaseOffsetV: 基準オフセット電圧(Base Offset Voltage) 

 

  各端子には BaseOffsetV 値が加算された電圧が印加される。 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

  ソース電流 Isource 

 

  ソース端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Is@BVdss×1.1 に設定される。 

 

[User Function] 
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  IsourcePerWg=Isource/Wg:   単位ゲート幅あたりに換算したソース電流  

  IdrainPerWg=Idrain/Wg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 

 

[Analysis Function] 

   BVdss=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Isource=Is@BVdss における Y2 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

  Y2 軸：ソース電流 Isource (LOG) 

 

[List Display] 

 ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 ソース電流 Isource 

 ゲート電流 Igate 

  ゲート電圧 Vgate 

 ソース電圧 Vsource 

 

[Parameter 表示エリア] 

  ソース－ドレイン間降伏電圧 BVdss 
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10.2 BVgso[3] PwrDevice: ゲート－ソース間降伏電圧 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  パワーMOSFET のゲート－ソース間降伏電圧(ドレイン端子開放時)を測定する。FET がオフする方向にゲ

ート電圧を掃引していき、デバイスの降伏（ブレークダウン）をモニタする。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Is@BVgso: ブレークダウンとみなすソース電流 

  Gate: ゲートに接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲートに印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲートに印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲートに印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソースに接続する SMU (定電圧出力） 

 BaseOffsetV: 基準オフセット電圧(Base Offset Voltage) 

 

  各端子には BaseOffsetV 値が加算された電圧が印加される。 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  SourceMinRng: ソース電流測定最小レンジ 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ソース電流 Isource 

  ゲート電流 Igate 

 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Is@BVgso×1.1 に設定される。 

 

[User Function] 

 IgatePerGateArea=Igate/Lg/Wg： 単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流  

 

[Analysis Function] 
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  BVgso=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Isource=Is@BVgso における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ソース電流 Isource (LOG) 

  Y2 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧 Vgate 

  ソース電流 Isource 

 ゲート電流 Igate 

 ソース電圧 Vsource 

 

[Parameter 表示エリア] 

  ゲート－ソース間降伏電圧 BVgso 
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10.3 Id-Vd pulse[3] PwrDevice: Id-Vd 特性(3 端子)、SMU パルス使用 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  パワーMOSFET のドレイン電流－ドレイン電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 BaseOffsetV: 基準オフセット電圧(Base Offset Voltage) 

 

  各端子には BaseOffsetV 値が加算された電圧が印加される。 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  BaseValue: パルス・ベース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

 IdrainPerWg=Idrain/Wg： 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 ソース電圧 Vsource 

 ゲート電圧 Vgate 

 単位ゲート幅あたりのドレイン電流 IdrainPerWg 
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10.4 Id-Vd[3] PwrDevice: Id-Vd 特性(3 端子) (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  パワーMOSFET のドレイン電流－ドレイン電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 BaseOffsetV: 基準オフセット電圧(Base Offset Voltage) 

 

  各端子には BaseOffsetV 値が加算された電圧が印加される。 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

 IdrainPerWg=Idrain/Wg： 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 

 

[X-Y プロット] 
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  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

  ゲート電圧 Vgate 

 ソース電圧 Vsource 

 単位ゲート幅あたりのドレイン電流 IdrainPerWg 
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10.5 Id-Vg pulse[3] PwrDevice: Id-Vg 特性(3 端子)、SMU パルス使用 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  パワーMOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseWidth: パルス幅 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 BaseOffsetV: 基準オフセット電圧(Base Offset Voltage) 

 

  各端子には BaseOffsetV 値が加算された電圧が印加される。 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  BaseValue: パルス・ベース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 
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  gm=diff(Idrain,Vgate): gm: 相互コンダクタンス  

  gmPerWg=diff(IdrainPerWg,Vgate): 単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス  

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧 Vgate 

  ソース電圧 Vsource 

  ドレイン電圧 Vdrain 

  ドレイン電流 Idrain 

  相互コンダクタンス gm 

  単位ゲート幅あたりのドレイン電流 IdrainPerWg 

  単位ゲート幅あたりの相互コンダクタンス gmPerWg 
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10.6 Id-Vg[3] PwrDevice: Id-Vg 特性(3 端子) (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  パワーMOSFET のドレイン電流－ゲート電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 BaseOffsetV: 基準オフセット電圧(Base Offset Voltage) 

 

  各端子には BaseOffsetV 値が加算された電圧が印加される。 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg=Idrain/Wg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 

  gm=diff(Idrain,Vgate): gm: 相互コンダクタンス  

  gmPerWg=diff(IdrainPerWg,Vgate): 単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス  
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[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧 Vgate 

  ソース電圧 Vsource 

 ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 相互コンダクタンス gm 

  単位ゲート幅あたりのドレイン電流 IdrainPerWg 

  単位ゲート幅あたりの相互コンダクタンス gmPerWg 
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10.7 Vth Const Id[3] PwrDevice: 定電流 Vth (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  パワーMOSFET の Id-Vg 特性を測定し、定電流法によってしきい値電圧(Vth)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 BaseOffsetV: 基準オフセット電圧(Base Offset Voltage) 

 

  各端子には BaseOffsetV 値が加算された電圧が印加される。 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[Analysis Function] 

  Vth=@L1X（Line1 の X 切片） 



10 PwrDevice 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 10-16 

 

[Auto Analysis] 

 Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧 Vgate  

 ドレイン電流 Idrain 

 ソース電圧 Vsource 

  ドレイン電圧 Vdrain 

 相互コンダクタンス gm 

 

[Parameter 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 



10 PwrDevice 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 10-17 

10.8 Vth gmMax[3] PwrDevice: 線形領域 Vth (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  パワーMOSFET Id-Vg 特性の線形領域データから線形外挿法により、しきい値電圧(Vth)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧。100 mV 程度の低電圧が望ましい。 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 BaseOffsetV: 基準オフセット電圧(Base Offset Voltage) 

 

  各端子には BaseOffsetV 値が加算された電圧が印加される。 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  gm_Min: グラフスケール gm 値の最小値設定 

  gm_Max: グラフスケール gm 値の最大値設定 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[Analysis Function] 
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  gmMax=max(gm) 

  Von=@L1X（Line1 の X 切片） 

  Vth=Von-Vd/2 

 

  Vth は次式から求める。 

  Vth=Vg(gmMax)-Id(gmMax)/gmMax 

  Vd/2 は理論式における Vd の二次の項を補正するため。 

 

[Auto Analysis] 

   Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 ゲート電圧 Vgate  

 ソース電圧 Vsource 

 ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 相互コンダクタンス gm 

 

[Parameter 表示エリア] 

  しきい値電圧 Vth 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 
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1. BJT EB RevStress 3devices: 

   エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、4 端子、3 デバイス 

  (A.01.20) 

2. BJT EB RevStress 3devices[3]:  

  エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、3 端子、3 デバイス 

  (A.01.20) 

3. BJT EB RevStress:  エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、4 端子 (A.01.20) 

4. BJT EB RevStress2:  エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、4 端子 (A.03.10) 

5. BJT EB RevStress[3]: エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、3 端子 (A.01.20) 

6. BJT EB RevStress2[3]: エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、3 端子 (A.03.10) 

7. BTI 3devices:  Bias Temperature Instability 試験、4 端子、3 デバイス (A.01.20) 

8. BTI 3devices[3]:  Bias Temperature Instability 試験、3 端子、3 デバイス (A.01.20) 

9. BTI:  Bias Temperature Instability 試験、4 端子 (A.01.20) 

10. BTI2:  Bias Temperature Instability 試験、4 端子 (A.03.10) 

11. BTI[3]:  Bias Temperature Instability 試験、3 端子 (A.01.20) 

12. BTI2[3]:  Bias Temperature Instability 試験、3 端子 (A.03.10) 

13. Charge Pumping:  チャージポンピング法による界面準位の評価 (A.01.20) 

14. Charge Pumping2:  チャージポンピング法による界面準位の評価 (A.03.10) 

15. EM Istress:  EM 試験、電流ストレス、4SMU (A.01.20) 

16. EM Istress2:  EM 試験、電流ストレス、4SMU (A.03.10) 

17. EM Istress[2]:  EM 試験、電流ストレス、2SMU (A.01.20) 

18. EM Istress2[2]:  EM 試験、電流ストレス、2SMU (A.03.10) 

19. EM Istress[6]:  EM 試験、電流ストレス、6SMU (A.01.20) 

20. EM Istress2[6]:  EM 試験、電流ストレス、6SMU (A.03.10) 

21. EM Vstress:  EM 試験、電圧ストレス、4SMU (A.01.20) 

22. EM Vstress2:  EM 試験、電圧ストレス、4SMU (A.03.10) 

23. EM Vstress[2]:  EM 試験、電圧ストレス、2SMU (A.01.20) 

24. EM Vstress2[2]:  EM 試験、電圧ストレス、2SMU (A.03.10) 

25. EM Vstress[6]:  EM 試験、電圧ストレス、6SMU (A.01.20) 

26. EM Vstress2[6]:  EM 試験、電圧ストレス、6SMU (A.03.10) 

27. HCI 3devices:  ホットキャリア注入試験、4 端子、3 デバイス (A.01.20) 

28. HCI:  ホットキャリア注入試験、4 端子 (A.01.20) 

29. HCI2:  ホットキャリア注入試験、4 端子 (A.03.10) 

30. J-Ramp:  絶縁膜評価、電流ストレス (A.01.20) 

31. TDDB Istress 3devices:  TDDB 試験、電流ストレス、3 デバイス対応 (A.01.20) 

32. TDDB Istress2 3devices:  TDDB 試験、電流ストレス、3 デバイス対応 (A.03.10) 

33. TDDB Istress:  TDDB 試験、電流ストレス (A.01.20) 

34. TDDB Istress2:  TDDB 試験、電流ストレス (A.03.10) 

35. TDDB Vstress 3devices:  TDDB 試験、電圧ストレス、3 デバイス対応 (A.01.20) 

36. TDDB Vstress2 3devices:  TDDB 試験、電圧ストレス、3 デバイス対応 (A.03.10) 

37. TDDB Vstress:  TDDB 試験、電圧ストレス (A.01.20) 

38. TDDB Vstress2:  TDDB 試験、電圧ストレス (A.03.10) 

39. Timing On-the-fly NBTI タイミング オン・ザ・フライ NBTI 試験 (A.03.11) 

40. Timing On-the-fly NBTI –Mch 

 Negative Bias Temperature Instability Test (A.05.03) 

41. TZDB:  酸化膜の TZDB 試験 (A.01.20) 

42. V-Ramp:  絶縁膜評価、電圧ストレス (A.01.20) 
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11.1 BJT EB RevStress 3devices: エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試
験、4 端子、3 デバイス (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

 

[概要] 

  バイポーラ・トランジスタのエミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験を行い、累積ストレス時間－コレ

クタ電流／ベース電流／電流増幅率特性をプロットする。1 度の実行で 3 デバイスを測定可能。試験は次の

ように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ、4 端子、3 デバイス 

 

[必要なアクセサリ] 

  Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス 1 ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  B2200A/B2201A と B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の Tr#Base/Tr#Collector/Tr#Emitter/Tr#Subs フィールド(#は 1 から 3 の整数)に正しく設定すること。 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度(deg C) 

  IcMax: コレクタ電流最大値 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  Tr#Base: 各デバイスの Base に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Collector: 各デバイスの Collector に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Emitter: 各デバイスの Emitter に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Subs: 各デバイスの Subs に対する SWM Pin Assign の設定 

  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [Sampling_Stress で使用する TestParameter] 

  TotalStrsTime: 総ストレス時間 

  Tr#StrsEmitter: 各デバイスのエミッタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 
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  StrsBase: ベース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  StrsCollector: コレクタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  StrsSubs: 基板端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Tr#VeStrs: 各デバイスのエミッタ端子に印加するストレス電圧 

  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [IvSweep_hfe で使用する TestParameter] 

  MeasCollector: コレクタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasBase: ベース端子に接続する SMU(電圧出力） 

  MeasEmitter: エミッタ端子に接続する SMU(一次掃引、定電圧出力） 

  MeasSubs: 基板端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Ic@hfe: hfe を決定するコレクタ電流 

  Vc: コレクタ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [Sampling_Stress で使用する TestParameter] 

  VbStrs: ベース端子に印加するストレス電圧 

  VcStrs: コレクタ端子に印加するストレス電圧 

  VsubsStrs: 基板端子に印加するストレス電圧 

  IeStrsLimit: エミッタ電流コンプライアンス 

 

  [IvSweep_hfe で使用する TestParameter] 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Ve: エミッタ電圧 

  Vsubs: 基板電圧 

  hfe_Min: グラフスケール hfe 最小値の設定 

  hfe_Max: グラフスケール hfe 最大値の設定 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng1: デバイス 1 のベース電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng2: デバイス 2 のベース電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng3: デバイス 3 のベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng1: デバイス 1 のコレクタ電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng2: デバイス 2 のコレクタ電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng3: デバイス 3 のコレクタ電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で使用する UserFunction] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_hfe で使用する UserFunction] 

  電流増幅率 hfe=Icollector/Ibase 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_hfe で使用する Analysis Function] 
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  Ib@Ic=@L1Y （Line1 の X 切片） 

  hfe@Ic=@L2Y3 （Line3 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_hfe で使用する Auto Analysis] 

  Line1：Icollector=Ic@hfe における Y1 データを通る水平線 

  Line2: Icollector=Ic@hfe における Y3 データを通る水平線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: デバイス 1 のコレクタ電流 Dev1_IcList (LINEAR) 

  Y2 軸: デバイス 2 のコレクタ電流 Dev2_IcList (LINEAR) 

  Y3 軸: デバイス 3 のコレクタ電流 Dev3_IcList (LINEAR) 

  Y4 軸: デバイス 1 の collector=Ic@hfe における Y3 累積データ Dev1_hfe@IcList (LINEAR) 

  Y5 軸: デバイス 2 の collector=Ic@hfe における Y3 累積データ Dev2_hfe@IcList (LINEAR) 

  Y6 軸: デバイス 3 の collector=Ic@hfe における Y3 累積データ Dev3_hfe@IcList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  TimeList: 累積ストレス時間 

  Dev1_IcList: デバイス 1 のコレクタ電流 

  Dev2_IcList: デバイス 2 のコレクタ電流 

  Dev3_IcList: デバイス 3 のコレクタ電流 

  Dev1_hfe@IcList: デバイス 1 の Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ 

  Dev2_hfe@IcList: デバイス 2 の Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ 

  Dev3_hfe@IcList: デバイス 3 の Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ 

  Dev1_Ib@IcList: デバイス 1 の Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ 

  Dev2_Ib@IcList: デバイス 2 の Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ 

  Dev3_Ib@IcList: デバイス 3 の Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ 
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11.2 BJT EB RevStress 3devices[3]: エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス
試験、3 端子、3 デバイス (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  バイポーラ・トランジスタのエミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験を行い、累積ストレス時間－コレ

クタ電流／ベース電流／電流増幅率特性をプロットする。1 度の実行で 3 デバイスを測定可能。試験は次の

ように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ、3 端子、3 デバイス 

 

[必要なアクセサリ] 

  Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス 1 ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  B2200A/B2201A と B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の Tr#Base/Tr#Collector/Tr#Emitter フィールド(#は 1 から 3 の整数)に正しく設定すること。 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度(deg C) 

  IcMax: コレクタ電流最大値 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  Tr#Base: 各デバイスの Base に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Collector: 各デバイスの Collector に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Emitter: 各デバイスの Emitter に対する SWM Pin Assign の設定 

  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [Sampling_Stress で使用する TestParameter] 

  TotalStrsTime: 総ストレス時間 

  Tr#StrsEmitter: 各デバイスのエミッタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  StrsBase: ベース端子に接続する SMU(定電圧出力） 
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  StrsCollector: コレクタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Tr#VeStrs: 各デバイスのエミッタ端子に印加するストレス電圧 

  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [IvSweep_hfe で使用する TestParameter] 

  MeasCollector: コレクタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasBase: ベース端子に接続する SMU(電圧出力） 

  MeasEmitter: エミッタ端子に接続する SMU(一次掃引、定電圧出力） 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Ic@hfe: hfe を決定するコレクタ電流 

  Vc: コレクタ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [Sampling_Stress で使用する TestParameter] 

  VbStrs: ベース端子に印加するストレス電圧 

  VcStrs: コレクタ端子に印加するストレス電圧 

  IeStrsLimit: エミッタ電流コンプライアンス 

 

  [IvSweep_hfe で使用する TestParameter] 

  Ve: エミッタ電圧 

  hfe_Min: グラフスケール hfe 最小値の設定 

  hfe_Max: グラフスケール hfe 最大値の設定 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng1: デバイス 1 のベース電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng2: デバイス 2 のベース電流測定最小レンジ 

  BaseMinRng3: デバイス 3 のベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng1: デバイス 1 のコレクタ電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng2: デバイス 2 のコレクタ電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng3: デバイス 3 のコレクタ電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で使用する UserFunction] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_hfe で使用する UserFunction] 

  電流増幅率 hfe=Icollector/Ibase 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_hfe で使用する Analysis Function] 

  Ib@Ic=@L1Y （Line1 の X 切片） 

  hfe@Ic=@L2Y3 （Line3 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_hfe で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@hfe における Y1 データを通る水平線 
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  Line2: Icollector=Ic@hfe における Y3 データを通る水平線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: デバイス 1 のコレクタ電流 Dev1_IcList (LINEAR) 

  Y2 軸: デバイス 2 のコレクタ電流 Dev2_IcList (LINEAR) 

  Y3 軸: デバイス 3 のコレクタ電流 Dev3_IcList (LINEAR) 

  Y4 軸: デバイス 1 の collector=Ic@hfe における Y3 累積データ Dev1_hfe@IcList (LINEAR) 

  Y5 軸: デバイス 2 の collector=Ic@hfe における Y3 累積データ Dev2_hfe@IcList (LINEA) 

  Y6 軸: デバイス 3 の collector=Ic@hfe における Y3 累積データ Dev3_hfe@IcList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  TimeList: 累積ストレス時間 

  Dev1_IcList: デバイス 1 のコレクタ電流 

  Dev2_IcList: デバイス 2 のコレクタ電流 

  Dev3_IcList: デバイス 3 のコレクタ電流 

  Dev1_hfe@IcList: デバイス 1 の Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ 

  Dev2_hfe@IcList: デバイス 2 の Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ 

  Dev3_hfe@IcList: デバイス 3 の Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ 

  Dev1_Ib@IcList: デバイス 1 の Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ 

  Dev2_Ib@IcList: デバイス 2 の Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ 

  Dev3_Ib@IcList: デバイス 3 の Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ 
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11.3 BJT EB RevStress: エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、4 端子 
(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  バイポーラ・トランジスタのエミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験を行い、累積ストレス時間－コレ

クタ電流／ベース電流／電流増幅率特性をプロットする。 

  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度(deg C) 

  IcMax: コレクタ電流最大値 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Base: ベース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  Subs: 基板端子に接続する SMU(定電圧出力） 

 

  [Sampling_Stress で利用する TestParameter] 

  VeStress: エミッタ端子に印加するストレス電圧 

 

  [IvSweep_hfe で利用する TestParameter] 

  Ic@hfe: hfe を決定するコレクタ電流 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

  Vsubs: 基板電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [Sampling_Stress で利用する Extended Test Parameters] 
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  IeStressLimit: エミッタ電流コンプライアンス 

  VbStress: ベース端子に印加するストレス電圧 

  VcStress: コレクタ端子に印加するストレス電圧 

  VsubsStress: 基板端子に印加するストレス電圧 

 

  [IvSweep_hfe で利用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  Ve: エミッタ電圧 

  hfe_Min: グラフスケール hfe 最小値の設定 

  hfe_Max: グラフスケール hfe 最大値の設定 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で利用する User Function] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_hfe で利用する User Function] 

  電流増幅率 hfe=Icollector/Ibase 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_hfe で利用する Analysis Function] 

  Ib@Ic=@L1Y （Line1 の X 切片） 

  hfe@Ic=@L2Y3 （Line3 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_hfe で利用する Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@hfe における Y1 データを通る水平線 

  Line2: Icollector=Ic@hfe における Y3 データを通る水平線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: コレクタ電流 IcList (LOG) 

  Y2 軸: Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ Ib@IcList(LOG) 

  Y3 軸: Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ Ihfe@IcList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  コレクタ電流 IcList 

  Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ Ib@IcList 

  Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ hfe@IcList 
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11.4 BJT EB RevStress2: エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、4 端
子 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  バイポーラ・トランジスタのエミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験を行い、累積ストレス時間－コレ

クタ電流／ベース電流／電流増幅率特性をプロットする。 

  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、4 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度(deg C) 

  IcMax: コレクタ電流最大値 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Base: ベース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  Subs: 基板端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasTiming: デバイスパラメータを測定するタイミング 

  hfeStopRate: 測定を停止する Hfe 変化率 

 

  [Sampling_Stress で利用する TestParameter] 

  VeStress: エミッタ端子に印加するストレス電圧 

  VbStress: ベース端子に印加するストレス電圧 

  VcStress: コレクタ端子に印加するストレス電圧 

  VsubsStress: サブストレート端子に印加するストレス電圧 

  IeStressLimit: エミッタ電流コンプライアンス 

 

  [IvSweep_hfe で利用する TestParameter] 

  Ic@hfe: hfe を決定するコレクタ電流 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 
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  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

  [IvSweep_hfe で利用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  Ve: エミッタ電圧 

  Vsubs: 基板電圧 

  hfe_Min: グラフスケール hfe 最小値の設定 

  hfe_Max: グラフスケール hfe 最大値の設定 

 

[測定パラメータ] 

  [Sampling_Stress の測定パラメータ] 

  エミッタ電流 Iemitter 

 

  [IvSweep_hfe の測定パラメータ] 

  ベース電流 Ibase 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  [IvSweep_hfe で利用する User Function] 

  電流増幅率 hfe=Icollector/Ibase 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_hfe で利用する Analysis Function] 

  Ib@Ic=@L1Y （Line1 の X 切片） 

  hfe@Ic=@L2Y3 （Line3 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_hfe で利用する Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@hfe における Y1 データを通る水平線 

  Line2: Icollector=Ic@hfe における Y3 データを通る水平線 

 

[X-Y Graph] 

  [Sampling_Stress の X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 StressTime (LINEAR) 

  Y1 軸: エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

 

  [IvSweep_hfe の X-Y Graph] 

  X 軸: ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸: ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y3 軸: 電流増幅率 hfe (LINEAR) 
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[List Display] 

  [Sampling_Stress の List Display] 

  ストレス時間 StressTime 

  経過時間 Time 

  エミッタ電圧 Vemitter 

  エミッタ電流 Iemitter 

 ベース電流 Ibase 

 

  [IvSweep_hfe の List Display] 

  エミッタ電圧 Vemitter 

 ベース電圧 Vbase 

 コレクタ電圧 Vcollector 

  ベース電流 Ibase 

  コレクタ電流 Icollector 

  電流増幅率 hfe 

 

[Parameters] 

  [IvSweep_hfe で利用する Parameter 表示エリア] 

  Ic@hfe における Ib Ib@Ic 

  Ic@hfe における hfe hfe@Ic 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcList (LINEAR) 

  Y2 軸：Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ  Ib@IcList (LOG) 

  Y3 軸：Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ Ihfe@IcList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  コレクタ電流 IcList 

 Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ Ib@IcList 

  Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ hfe@IcList 
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11.5 BJT EB RevStress[3]: エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、3 端
子 (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  バイポーラ・トランジスタのエミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験を行い、累積ストレス時間－コレ

クタ電流／ベース電流／電流増幅率特性をプロットする。 

  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度(deg C) 

  IcMax: コレクタ電流最大値 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Base: ベース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

 

 [Sampling_Stress で利用する TestParameter] 

  VeStress: エミッタ端子に印加するストレス電圧 

 

 [IvSweep_hfe で利用する TestParameter] 

  Ic@hfe: hfe を決定するコレクタ電流 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vc: コレクタ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [Sampling_Stress で利用する Extended Test Parameters] 

  IeStressLimit: エミッタ電流コンプライアンス 

  VbStress: ベース端子に印加するストレス電圧 
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  VcStress: コレクタ端子に印加するストレス電圧 

 

  [IvSweep_hfe で利用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  hfe_Min: グラフスケール hfe 最小値の設定 

  hfe_Max: グラフスケール hfe 最大値の設定 

  Ve: エミッタ電圧 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で利用する User Function] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_hfe で利用する User Function] 

  hfe=Icollector/Ibase 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_hfe で利用する Analysis Function] 

  Ib@Ic=@L1Y （Line1 の X 切片） 

  hfe@Ic=@L2Y3 （Line3 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_hfe で利用する Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@hfe における Y1 データを通る水平線 

  Line2: Icollector=Ic@hfe における Y3 データを通る水平線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: コレクタ電流 IcList (LOG) 

  Y2 軸: Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ Ib@IcList(LOG) 

  Y3 軸: Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ Ihfe@IcList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  コレクタ電流 IcList 

  Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ Ib@IcList 

  Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ hfe@IcList 
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11.6 BJT EB RevStress2[3]: エミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験、3
端子 (A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  バイポーラ・トランジスタのエミッタ－ベース接合 逆バイアス ストレス試験を行い、累積ストレス時間－コレ

クタ電流／ベース電流／電流増幅率特性をプロットする。 

  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  バイポーラ・トランジスタ、3 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Le: エミッタ長 

  We: エミッタ幅 

  Temp: 温度(deg C) 

  IcMax: コレクタ電流最大値 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Collector: コレクタ端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Base: ベース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Emitter: エミッタ端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasTiming: デバイスパラメータを測定するタイミング 

  hfeStopRate: 測定を停止する Hfe 変化率 

 

 [Sampling_Stress で利用する TestParameter] 

  VeStress: エミッタ端子に印加するストレス電圧 

  VbStress: ベース端子に印加するストレス電圧 

  VcStress: コレクタ端子に印加するストレス電圧 

  IeStressLimit: エミッタ電流コンプライアンス 

 

 [IvSweep_hfe で利用する TestParameter] 

  Ic@hfe: hfe を決定するコレクタ電流 

  VbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電圧 

  VbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vc: コレクタ電圧 
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[Extended Test Parameters] 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

  [IvSweep_hfe で利用する Extended Test Parameters]  

  Ve: エミッタ電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  BaseMinRng: ベース電流測定最小レンジ 

  CollectorMinRng: コレクタ電流測定最小レンジ 

  hfe_Min: グラフスケール hfe 最小値の設定 

  hfe_Max: グラフスケール hfe 最大値の設定 

 

[測定パラメータ] 

  [Sampling_Stress の測定パラメータ] 

  エミッタ電流 Iemitter 

 

  [IvSweep_hfe の測定パラメータ] 

  ベース電流 Ibase 

  コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

  [IvSweep_hfe で利用する User Function] 

  hfe=Icollector/Ibase 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_hfe で利用する Analysis Function] 

  Ib@Ic=@L1Y （Line1 の X 切片） 

  hfe@Ic=@L2Y3 （Line3 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_hfe で利用する Auto Analysis] 

  Line1: Icollector=Ic@hfe における Y1 データを通る水平線 

  Line2: Icollector=Ic@hfe における Y3 データを通る水平線 

 

[X-Y Graph] 

  [Sampling_Stress の X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 StressTime (LINEAR) 

  Y1 軸: エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

 

  [IvSweep_hfe の X-Y Graph] 

  X 軸: ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

  Y1 軸: ベース電流 Ibase (LOG) 

  Y2 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

  Y3 軸: 電流増幅率 hfe (LINEAR) 

 

[List Display] 

  [Sampling_Stress の List Display] 

  ストレス時間 StressTime 
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  経過時間 Time 

  エミッタ電圧 Vemitter 

  エミッタ電流 Iemitter 

 ベース電流 Ibase 

 

  [IvSweep_hfe の List Display] 

  エミッタ電圧 Vemitter 

 ベース電圧 Vbase 

 コレクタ電圧 Vcollector 

  ベース電流 Ibase 

  コレクタ電流 Icollector 

  電流増幅率 hfe 

 

[Parameters] 

  [IvSweep_hfe で利用する Parameter 表示エリア] 

  Ic@hfe における Ib Ib@Ic 

  Ic@hfe における hfe hfe@Ic 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：コレクタ電流 IcList (LINEAR) 

  Y2 軸：Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ  Ib@IcList (LOG) 

  Y3 軸：Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ Ihfe@IcList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  コレクタ電流 IcList 

 Icollector=Ic@hfe における Y1 累積データ Ib@IcList 

  Icollector=Ic@hfe における Y3 累積データ hfe@IcList 
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11.7 BTI 3devices: Bias Temperature Instability 試験、4 端子、3 デバイス 
(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET の Bias Temperature Instability を行い、累積ストレス時間－しきい値電圧／ドレイン電流特性を

プロットする。1 度の実行で 3 デバイスを測定可能。試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子、3 デバイス 

 

[必要なアクセサリ] 

  Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス 1 ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  B2200A/B2201A と B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の Tr#Gate/Tr#Drain/Tr#Source/Tr#Subs フィールド(#は 1 から 3 の整数)に正しく設定すること。 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  Tr#Gate: Gate 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Drain Drain 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Source Source 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Subs: Subs 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [Sampling_Stress で使用する TestParameter] 

  TotalStrsTime: 総ストレス時間 

  Tr#StrsGate: 各デバイスのゲート端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  StrsSource: 各デバイスのゲート端子に接続する SMU(定電圧出力）(drain/subs short) 

  Tr#VgStrs: 各デバイスのゲート端子ストレス電圧 
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  VsStrs: ソース端子ストレス電圧 

  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  MeasGate: 基本特性取得用のゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasDrain: 基本特性取得用のドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSource: 基本特性取得用のソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流（単位面積当たり） 

  VgStart1: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop1: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep1: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd1: ドレイン端子電圧（一定値） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  MeasGate: 基本特性取得用のゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasDrain: 基本特性取得用のドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSource: 基本特性取得用のソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  VgStart2: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop2: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep2: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd2: ドレイン電圧 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  MeasGate: 基本特性取得用のゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasDrain: 基本特性取得用のドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSource: 基本特性取得用のソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Vg3: ゲート端子電圧 

  Vd3: ドレイン端子電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

  gmMax_Min: グラフスケール gmMax 最小値の設定 
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  gmMax_Max: グラフスケール gmMax 最大値の設定 

  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [Sampling_Ids で使用する Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で使用する User Function] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する User Function] 

  相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  相互コンダクタンスの最大値 gmmax=max(gm) 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Analysis Function] 

  Vth@Gm=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmmax における Y1 データを通る接線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: TimeList 経過時間 (LOG) 

  Y1 軸: Device1 の IdsList ドレイン電流 (LOG) 

  Y2 軸: Device2 の IdsList ドレイン電流 (LOG) 

  Y3 軸: Device3 の IdsList ドレイン電流 (LOG) 

  Y4 軸: Device1 の gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値(LINEAR) 

  Y5 軸: Device2 の gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値(LINEAR) 

  Y6 軸: Device3 の gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値(LINEAR) 
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[Test Output: List Display] 

  TimeList: 経過時間 

  Dev1_IdsList: Device1 のドレイン電流 

  Dev2_IdsList: Device2 のドレイン電流 

  Dev3_IdsList: Device3 のドレイン電流 

  Dev1_VthIdList: Device1 の定電流法による Vth 

  Dev2_VthIdList: Device2 の定電流法による Vth 

  Dev3_VthIdList: Device3 の定電流法による Vth 

  Dev1_VthGmList: Device1 の外挿法による Vth 

  Dev2_VthGmList: Device2 の外挿法による Vth 

  Dev3_VthGmList: Device3 の外挿法による Vth 

  Dev1_GmMaxList: Device1 の gmMax 値 

  Dev2_GmMaxList: Device2 の gmMax 値 

  Dev3_GmMaxList: Device3 の gmMax 値 
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11.8 BTI 3devices[3]: Bias Temperature Instability 試験、3 端子、3 デバイス 
(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET の Bias Temperature Instability を行い、累積ストレス時間－しきい値電圧／ドレイン電流特性を

プロットする。1 度の実行で 3 デバイスを測定可能。試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子、3 デバイス 

 

[必要なアクセサリ] 

  Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス 1 ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  B2200A/B2201A と B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の Tr#Gate/Tr#Drain/Tr#Source フィールド(#は 1 から 3 の整数)に正しく設定すること。 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  Tr#Gate: Gate 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Drain Drain 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Source Source 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [Sampling_Stress で使用する TestParameter] 

  TotalStrsTime: 総ストレス時間 

  Tr#StrsGate: 各デバイスのゲート端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  StrsSource: 各デバイスのゲート端子に接続する SMU(定電圧出力）(drain/subs short) 

  Tr#VgStrs: 各デバイスのゲート端子ストレス電圧 

  VsStrs: ソース端子ストレス電圧 
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  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  MeasGate: 基本特性取得用のゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasDrain: 基本特性取得用のドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSource: 基本特性取得用のソース端子に接続する SMU(定電圧出力 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流（単位面積当たり） 

  VgStart1: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop1: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep1: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd1: ドレイン端子電圧（一定値） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  MeasGate: 基本特性取得用のゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasDrain: 基本特性取得用のドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSource: 基本特性取得用のソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  VgStart2: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop2: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep2: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd2: ドレイン電圧 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  MeasGate: 基本特性取得用のゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasDrain: 基本特性取得用のドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSource: 基本特性取得用のソース端子に接続する SMU(定電圧出力 

  Vg3: ゲート端子電圧 

  Vd3: ドレイン端子電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

  gmMax_Min: グラフスケール gmMax 最小値の設定 

  gmMax_Max: グラフスケール gmMax 最大値の設定 
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  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [Sampling_Ids で使用する Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で使用する User Function] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する User Function] 

  ドレイン電流最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する User Function] 

  相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  相互コンダクタンスの最大値 gmmax=max(gm) 

  ドレイン電流最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Analysis Function] 

  Vth@Gm=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmmax における Y1 データを通る接線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸： TimeList 経過時間 (LOG) 

  Y1 軸：Device1 の IdsList ドレイン電流 (LOG) 

  Y2 軸：Device2 の IdsList ドレイン電流 (LOG) 

  Y3 軸：Device3 の IdsList ドレイン電流 (LOG) 

  Y4 軸：Device1 の gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値(LINEAR) 

  Y5 軸：Device2 の gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値(LINEAR) 

  Y6 軸：Device3 の gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値(LINEAR) 
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[Test Output: List Display] 

  TimeList: 経過時間 

  Dev1_IdsList: Device1 のドレイン電流 

  Dev2_IdsList: Device2 のドレイン電流 

  Dev3_IdsList: Device3 のドレイン電流 

  Dev1_VthIdList: Device1 の定電流法による Vth 

  Dev2_VthIdList: Device2 の定電流法による Vth 

  Dev3_VthIdList: Device3 の定電流法による Vth 

  Dev1_VthGmList: Device1 の外挿法による Vth 

  Dev2_VthGmList: Device2 の外挿法による Vth 

  Dev3_VthGmList: Device3 の外挿法による Vth 

  Dev1_GmMaxList: Device1 の gmMax 値 

  Dev2_GmMaxList: Device2 の gmMax 値 

  Dev3_GmMaxList: Device3 の gmMax 値 
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11.9 BTI: Bias Temperature Instability 試験、4 端子 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET の Bias Temperature Instability を行い、累積ストレス時間－しきい値電圧／ドレイン電流特性を

プロットする。 

  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Gate: ゲート端子に接続する接続 SMU(一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: 基板端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStress: ゲート端子ストレス電圧 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流（単位面積当たり） 

  VgStart1: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop1: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep1: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd1: ドレイン端子電圧（一定値） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  VgStart2: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop2: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep2: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd2: ドレイン電圧 
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  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  Vg3: ゲート端子電圧 

  Vd3: ドレイン端子電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [Sampling_Stress で使用する Extended Test Parameters] 

  Vd: ドレイン端子電圧（定電圧） 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  Vsubs: 基板端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  Vsubs: 基板端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  Vsubs: 基板端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

 

  [Sampling_Ids で使用する Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  Vsubs: 基板端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で使用する User Function] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 
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  [IvSweep_gmmax で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

  相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMax=max(gm) 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Analysis Function] 

  Vth@Gm=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmmax における Y1 データを通る接線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: TimeList 経過時間 (LOG) 

  Y1 軸: gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値 (LINEAR) 

  Y2 軸: VthIdList 定電流法による Vth (LINEAR) 

  Y3 軸: VthGmList 外挿法による Vth (LINEAR) 

  Y4 軸: IdsList ドレイン電流 (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  経過時間 TimeList 

  定電流法による Vth VthIdList 

  外挿法による Vth VthGmList 

  ドレイン電流 IdsList 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMaxList 
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11.10 BTI2: Bias Temperature Instability 試験、4 端子 (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET の Bias Temperature Instability を行い、累積ストレス時間－しきい値電圧／ドレイン電流特性を

プロットする。 

  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Gate: ゲート端子に接続する接続 SMU(一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: 基板端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  VgStress: ゲート端子ストレス電圧 

 MeasConstId: 定電流法による測定の実行 Yes/No 

 MeasGmmax: 外挿法による測定の実行 Yes/No 

 MeasIds: ドレイン電流測定の実行 Yes/No 

 MeasTiming: デバイスパラメータを測定するタイミング 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流（単位面積当たり） 

  VgStart1: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop1: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep1: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd1: ドレイン端子電圧（一定値） 

  VthStopRate: 測定を停止する Vth_ConstId 変化率 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  VgStart2: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 
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  VgStop2: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep2: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd2: ドレイン電圧 

  GmStopRate: 測定を停止する Vth_GmMax 変化率 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  Vg3: ゲート端子電圧 

  Vd3: ドレイン端子電圧 

  IdsStopRate: 測定を停止する Ids 変化率 

 

[Extended Test Parameters] 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

  [Sampling_Stress で使用する Extended Test Parameters] 

  Vd: ドレイン端子電圧（定電圧） 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  Vsubs: 基板端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  Vsubs: 基板端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  Vsubs: 基板端子電圧(定電圧） 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

  gmMax_Min: グラフスケール最小値の設定 

  gmMax_Max: グラフスケール最大値の設定 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [Sampling_Ids で使用する Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  Vsubs: 基板端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 
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[測定パラメータ] 

 ［Sampling_Stress の測定パラメータ] 

  ゲート電流 Igate 

 

 [IvSweep_ConstId の測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

 [IvSweep_gmmax の測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

 [Sampling_Ids の測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

  相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMax=max(gm) 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Analysis Function] 

  Vth@Gm=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmmax における Y1 データを通る接線 

 

[X-Y Graph] 

 [Sampling_Stress の X-Y Graph] 

  X 軸：ストレス時間 StressTime (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

 

 [IvSweep_ConstId の X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

 [IvSweep_gmmax の X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 
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  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

 

 [Sampling_Ids の X-Y Graph] 

  X 軸：経過時間 Time (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 [Sampling_Stress の List Display] 

  ストレス時間 StressTime 

  経過時間 Time 

 ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ゲート電流 Igate 

 

 [IvSweep_ConstId の List Display] 

 ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

 [IvSweep_gmmax の List Display] 

 ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 相互コンダクタンス gm 

 

 [Sampling_Ids の List Display] 

  経過時間 Time 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: TimeList 経過時間 (LOG) 

  Y1 軸: gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値 (LINEAR) 

  Y2 軸: VthIdList 定電流法による Vth (LINEAR) 

  Y3 軸: VthGmList 外挿法による Vth (LINEAR) 

  Y4 軸: IdsList ドレイン電流 (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  経過時間 TimeList 

  定電流法による Vth VthIdList 

  外挿法による Vth VthGmList 

  ドレイン電流 IdsList 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMaxList 
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11.11 BTI[3]: Bias Temperature Instability 試験、3 端子 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET の Bias Temperature Instability を行い、累積ストレス時間－しきい値電圧／ドレイン電流特性を

プロットする。 

  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Gate: ゲート端子に接続する接続 SMU(一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  VgStress: ゲート端子ストレス電圧 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流（単位面積当たり） 

  VgStart1: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop1: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep1: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd1: ドレイン端子電圧（一定値） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  VgStart2: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop2: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep2: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd2: ドレイン電圧 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  Vg3: ゲート端子電圧 
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  Vd3: ドレイン端子電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [Sampling_Stress で使用する Extended Test Parameters] 

  Vd: ドレイン端子電圧（定電圧） 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

 

  [Sampling_Ids で使用する Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で使用する User Function] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

  相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMax=max(gm) 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

 



11 Reliability 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 11-36 

  [IvSweep_gmmax で使用する Analysis Function] 

  Vth@Gm=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmmax における Y1 データを通る接線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: TimeList 経過時間 (LOG) 

  Y1 軸: gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値 (LINEAR) 

  Y2 軸: VthIdList 定電流法による Vth (LINEAR) 

  Y3 軸: VthGmList 外挿法による Vth (LINEAR) 

  Y4 軸: IdsList ドレイン電流 (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  経過時間 TimeList 

  定電流法による Vth VthIdList 

  外挿法による Vth VthGmList 

  ドレイン電流 IdsList 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMaxList 
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11.12 BTI2[3]: Bias Temperature Instability 試験、3 端子 (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET の Bias Temperature Instability を行い、累積ストレス時間－しきい値電圧／ドレイン電流特性を

プロットする。 

  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Gate: ゲート端子に接続する接続 SMU(一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  VgStress: ゲート端子ストレス電圧 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 MeasConstId: 定電流法による測定の実行 Yes/No 

 MeasGmmax: 外挿法による測定の実行 Yes/No 

 MeasIds: ドレイン電流測定の実行 Yes/No 

 MeasTiming: デバイスパラメータを測定するタイミング 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流（単位面積当たり） 

  VgStart1: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop1: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep1: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd1: ドレイン端子電圧（一定値） 

  VthStopRate: 測定を停止する Vth_ConstId の変化率 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  VgStart2: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 



11 Reliability 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 11-38 

  VgStop2: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep2: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd2: ドレイン電圧 

  GmStopRate: 測定を停止する Vth_GmMax の変化率 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  Vg3: ゲート端子電圧 

  Vd3: ドレイン端子電圧 

  IdsStopRate: 測定を停止する Ids の変化率 

 

[Extended Test Parameters] 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

  [Sampling_Stress で使用する Extended Test Parameters] 

  Vd: ドレイン端子電圧（定電圧） 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [Sampling_Ids で使用する Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Vs: ソース端子電圧(定電圧） 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

 ［Sampling_Stress の測定パラメータ] 

  ゲート電流 Igate 

 

 [IvSweep_ConstId の測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

 [IvSweep_gmmax の測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

 [Sampling_Ids の測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 
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[User Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

  相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMax=max(gm) 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Analysis Function] 

  Vth@Gm=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmmax における Y1 データを通る接線 

 

[X-Y Graph] 

 [Sampling_Stress の X-Y Graph] 

  X 軸：ストレス時間 StressTime (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

 

 [IvSweep_ConstId の X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

 [IvSweep_gmmax の X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

 

 [Sampling_Ids の X-Y Graph] 

  X 軸：経過時間 Time (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

 [Sampling_Stress の List Display] 

  ストレス時間 StressTime 

  経過時間 Time 

 ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ゲート電流 Igate 



11 Reliability 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 11-40 

 

 [IvSweep_ConstId の List Display] 

 ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

 [IvSweep_gmmax の List Display] 

 ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 相互コンダクタンス gm 

 

 [Sampling_Ids の List Display] 

  経過時間 Time 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: TimeList 経過時間 (LOG) 

  Y1 軸: gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値 (LINEAR) 

  Y2 軸: VthIdList 定電流法による Vth (LINEAR) 

  Y3 軸: VthGmList 外挿法による Vth (LINEAR) 

  Y4 軸: IdsList ドレイン電流 (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  経過時間 TimeList 

  定電流法による Vth VthIdList 

  外挿法による Vth VthGmList 

  ドレイン電流 IdsList 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMaxList 
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11.13 Charge Pumping: チャージポンピング法による界面準位の評価 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  基板電流－ゲート・パルス・ベース電圧特性を測定し、界面準位密度(Nss)を抽出する。テストの実行には 

Keysight 81110A パルスジェネレータが必要。 

 

[テスト定義内で使用するテストセットアップ] 

  ゲート・パルスの印加：ForcePGC 

  基板電流の測定：I/V-t Sampling 

  パルスジェネレータのリセット：ResetPG 

 

[被測定デバイス]  

 MOSFET など、3 端子あるいは 4 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Source: ソースに接続する SMU、定電圧出力 

  Vs: ソース電圧 

  IsLimit: ソース電流コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU、定電圧出力 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[パルスジェネレータ設定用 Test Parameters] 

  PulseLevel: パルスの出力レベル 

  VbaseStart: パルスベース電圧の掃引スタート電圧 

  VbaseStop: パルスベース電圧の掃引ストップ電圧 

  VbaseStep: パルスベース電圧の掃引ステップ電圧 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseDelay: パルス ディレイ 

  DutyCycle: デューティサイクル 

  LeadingTime: 立上がり転移時間 

  TrailingTime: 立下り転移時間 

  PgAdd: パルスジェネレータの GPIB アドレス 
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[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲートに印加するパルスのベース電圧 VbaseList (LINEAR) 

  Y1 軸：基板電流 IcpList (LOG) 

 

[Test Output: Parameters] 

  界面準位密度 Nss 

 

[Nss 計算式] 

  Nss=IcpMax/q*PulsePeriod/Lg/Wg 
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11.14 Charge Pumping2: チャージポンピング法による界面準位の評価 (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  基板電流－ゲート・パルス・ベース電圧特性を測定し、界面準位密度(Nss)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

 MOSFET など、3 端子あるいは 4 端子で引き出された単体素子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1525A SPGU 1 ユニット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Source: ソースに接続する SMU、定電圧出力 

  Subs: サブストレートに接続する SMU、定電圧出力 

  Gate: ゲートに接続する SPGU、パルス出力 

  PulsePeriod: パルス周期 

  PulseDelay: パルス ディレイ 

  DutyCycle: デューティサイクル 

  PulseLevel: パルスの出力レベル 

  LeadingTime: 立上がり転移時間 

  TrailingTime: 立下り転移時間 

  VbaseStart: パルスベース電圧の掃引スタート電圧 

  VbaseStop: パルスベース電圧の掃引ストップ電圧 

  VbaseStep: パルスベース電圧の掃引ステップ電圧 

  Vs: ソース電圧 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  IsLimit: ソース電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

 Isubs: 基板電流 
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[X-Y Graph] 

  X 軸: 経過時間  Time (LINEAR) 

  Y1 軸: 基板電流 Isubs (LOG) 

 

[List Display] 

 経過時間 Time 

 基板電流 Isubs 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲートに印加するパルスのベース電圧 VbaseList (LINEAR) 

  Y1 軸：基板電流 IcpList (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

 ゲートに印加するパルスのベース電圧 VbaseList 

 基板電流 IcpList 

 

[Test Output: Parameters] 

 基板電流最大値 IcpMax 

  界面準位密度 Nss 

 

[Nss 計算式] 

  Nss=IcpMax/q*PulsePeriod/Lg/Wg 
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11.15 EM Istress: EM 試験、電流ストレス、4SMU (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  配線の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

 

[被測定デバイス]  

  配線素子、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 ストレス印加用 SMU 

  Port2: Port2 ストレス印加用 SMU 

  VM1 : Port1 電圧モニタ用 SMU 

  VM2 : Port2 電圧モニタ用 SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  StopConditon: 測定終了条件（配線抵抗の変化率） 

  I1Stress: Port1 のストレス電流 

  IntegTime: 積分時間 

 

[Extended Test Parameter] 

  V2: Port2 印加電圧 

  V1Limit: Port1 の電圧コンプライアンス 

  I2Limit: Port2 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

 

[User Function] 

  IPort1PerArea (A/cm2)  単位面積当りの Port1 電流 

  IPort2PerArea (A/cm2)  単位面積当りの Port2 電流 

  R (ohm)  配線素子の抵抗値 

  DeltaR (%)  抵抗の初期値からのズレ 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: ストレス時間  TimeList (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電圧 Vport1List (LOG) 

  Y2 軸: 配線抵抗値 RList (LINEAR) 

  Y3 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList (LINEAR) 
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11.16 EM Istress2: EM 試験、電流ストレス、4SMU (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  配線の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

 

[被測定デバイス]  

  配線素子、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 ストレス印加用 SMU 

  Port2: Port2 ストレス印加用 SMU 

  VM1 : Port1 電圧モニタ用 SMU 

  VM2 : Port2 電圧モニタ用 SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  FailureConditon: 測定終了条件（配線抵抗の変化率） 

  I1Stress: Port1 のストレス電流 

  V1Limit: Port1 の電圧コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

 

[Extended Test Parameter] 

  V2: Port2 印加電圧 

  I2Limit: Port2 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  R_Max: 抵抗値プロット時の Y 軸最大値 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電流 Iport1 

 

[User Function] 

  DeltaV 配線素子の端子間電圧 

  R 配線素子の抵抗値 

  MaxTime 経過時間の最大値 
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[X-Y Graph] 

  X 軸 : ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸 : 配線素子の端子間電圧 DeltaV (LINEAR) 

  Y2 軸 : 配線素子の抵抗値 R (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ストレス時間 Time 

  配線素子の端子間電圧 DeltaV 

  配線素子の抵抗値 R 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: 配線素子の端子間電圧 DeltaVList (LINEAR) 

  Y2 軸: 配線素子の抵抗値 RList (LINEAR) 

  Y3 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  配線素子の端子間電圧 DeltaVList 

  配線素子の抵抗値 RList 

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

 

[Test Output: Parameters] 

  FailureTime: 故障までの時間 
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11.17 EM Istress[2]: EM 試験、電流ストレス、2SMU (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  配線の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって次のように実現される。 

  1. ストレスを印加する 

  2. データを測定、格納する 

  3. 故障となった時刻(FailureTime)を算出 

 

[被測定デバイス]  

  配線素子、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  D: 配線パターンの長 

  W: 配線パターンの幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  StopConditon: 測定終了条件（配線抵抗の変化率） 

  Port1: Port1 に接続する SMU（定電流出力） 

  Port2: Port2 に接続する SMU（定電圧出力） 

  I1Stress: Port1 のストレス電流 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 の電圧 

  V1Limit: Port1 の電圧コンプライアンス 

  I2Limit: Port2 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  R_Max: Y 軸(抵抗値)最大値 

 

[User Function] 

  配線抵抗値 R=Vport1/Iport1 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList 

  Y1 軸: Port1 電圧 Vport1List 

  Y2 軸: 配線抵抗値 RList 

  Y3 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 
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[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  Port1 電圧 Vport1List 

  配線抵抗値 RList 

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

 

[Test Output: Parameters] 

  FailureTime: 故障までの時間 
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11.18 EM Istress2[2]: EM 試験、電流ストレス、2SMU (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  配線の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって次のように実現される。 

  1. ストレスを印加する 

  2. データを測定、格納する 

  3. 故障となった時刻(FailureTime)を算出 

 

[被測定デバイス]  

  配線素子、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  D: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 に接続する SMU（定電流出力） 

  Port2: Port2 に接続する SMU（定電圧出力） 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  FailureConditon: 測定終了条件（配線抵抗の変化率） 

  I1Stress: Port1 のストレス電流 

  V1Limit: Port1 の電圧コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

 

[Extended Test Parameter] 

  V2: Port2 印加電圧 

  I2Limit: Port2 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  R_Max: 抵抗値プロット時の Y 軸最大値 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電圧 Vport1 

  Port1 電流 Iport1 

 

[User Function] 

  配線素子の抵抗値 R=Vport1/Iport1 

 

 

 



11 Reliability 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 11-51 

[X-Y Graph] 

  X 軸 : ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸 : Port1 電圧 Vport1 (LINEAR) 

  Y2 軸 : 配線素子の抵抗値 R (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ストレス時間 Time 

  Port1 電圧 Vport1 

  配線素子の抵抗値 R 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電圧 Vport1List (LINEAR) 

  Y2 軸: 配線素子の抵抗値 RList (LINEAR) 

  Y3 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  Port1 電圧 Vport1List 

  配線素子の抵抗値 RList 

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

 

[Test Output: Parameters] 

  FailureTime: 故障までの時間 
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11.19 EM Istress[6]: EM 試験、電流ストレス、6SMU (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  Extrusion 配線を伴う配線素子の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロッ

トする。また、Extrusion 配線を流れる電流をモニタする。この試験は、サンプリング測定によって次のように

実現される。 

  1. ストレスを印加する 

  2. データを測定、格納する 

  3. 故障となった時刻(FailureTime)を算出 

 

[被測定デバイス]  

  Extrusion 配線を伴う配線素子、6 端子 

 

[Device Parameters] 

  D: 配線パターンの長さ 

  W: 配線パターンの幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  StopCondition: 測定終了条件 1（配線抵抗の変化率） 

  ExtCondition: 測定終了条件 2（Extrusion 配線への電流） 

  Port1: Port1 に接続する SMU（定電流出力） 

  Port2: Port2 に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port3: Extrusion 配線に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port4: Extrusion 配線に接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: Port1 の電圧をモニタする SMU（定電圧出力） 

  VM2: Port2 の電圧をモニタする SMU（定電圧出力） 

  I1Stress: Port1 のストレス電流 

  V1Limit: Port1 の電圧コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 の電圧 

  V3: Port3 の電圧 

  V4: Port4 の電圧 

  I2Limit: Port2 の電流コンプライアンス 

  I3Limit: Port3 の電流コンプライアンス 

  I4Limit: Port4 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port2MinRng: Port2 電流測定最小レンジ 

  Port3MinRng: Port3 電流測定最小レンジ 

  Port4MinRng: Port4 電流測定最小レンジ 

  R_Max: Y 軸(抵抗値)最大値 
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[User Function] 

  配線間電位差 DeltaV=Vm1-Vm2 

  配線抵抗値 R=DeltaV/Iport2 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList 

  Y1 軸: 配線抵抗値 RList 

  Y2 軸: 初期抵抗値からのズレ DeltaRList  

  Y3 軸: Port3 電流 Iport2List 

  Y4 軸: Port3 電流 Iport3List 

  Y5 軸: Port4 電流 Iport4List  

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  配線抵抗値 RList 

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

  Port2 電流 Iport2List 

  Port3 電流 Iport3List 

  Port4 電流 Iport4List  

 

[Test Output: Parameters] 

  配線の抵抗変化率から求めた故障までの時間 R_FailureTime 

  本配線と Extrusion 配線の短絡現象モニタ結果から求めた故障までの時間 E_FailureTime 
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11.20 EM Istress2[6]: EM 試験、電流ストレス、6SMU (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  Extrusion 配線を伴う配線素子の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロッ

トする。また、Extrusion 配線を流れる電流をモニタする。この試験は、サンプリング測定によって次のように

実現される。 

  1. ストレスを印加する 

  2. データを測定、格納する 

  3. 故障となった時刻(FailureTime)を算出 

 

[被測定デバイス]  

  Extrusion 配線を伴う配線素子、6 端子 

 

[Device Parameters] 

  D: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 に接続する SMU（定電流出力） 

  Port2: Port2 に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port3: Extrusion 配線に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port4: Extrusion 配線に接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: Port1 の電圧をモニタする SMU（定電圧出力） 

  VM2: Port2 の電圧をモニタする SMU（定電圧出力） 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  FailureCondition: 測定終了条件 1（配線抵抗の変化率） 

  ExtCondition: 測定終了条件 2（Extrusion 配線への電流） 

  I1Stress: Port1 のストレス電流 

  IntegTime: 積分時間 

  V1Limit: Port1 の電圧コンプライアンス 

  I3Limit: Port3 の電流コンプライアンス 

  I4Limit: Port4 の電流コンプライアンス 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

 

[Extended Test Parameter] 

  V2: Port2 の電圧 

  V3: Port3 の電圧 

  V4: Port4 の電圧 

  I2Limit: Port2 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port2MinRng: Port2 電流測定最小レンジ 

  Port3MinRng: Port3 電流測定最小レンジ 
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  Port4MinRng: Port4 電流測定最小レンジ 

  R_Max: 抵抗値プロット時の Y 軸最大値 

  StoreOfRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電圧 Vm1 

  Port2 電圧 Vm2 

  Port2 電流 Iport2 

  Port3 電流 Iport3 

  Port4 電流 Iport4 

 

[User Function] 

  配線素子の端子間電圧 DeltaV=Vm1-Vm2 

  配線素子の抵抗値 R=Vport1/Iport2 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸: 配線素子の抵抗値 R (LINEAR) 

  Y2 軸: 配線素子の端子間電圧 DeltaV (LINEAR) 

  Y3 軸: Port3 電流 Iport3 (LOG) 

  Y4 軸: Port4 電流 Iport4 (LOG) 

 

[List Display] 

  ストレス時間 Time 

  配線素子の抵抗値 R 

  配線素子の端子間電圧 DeltaV 

  Port2 電流 Iport2 

  Port3 電流 Iport3 

  Port4 電流 Iport4 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: 配線素子の抵抗値 RList (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList (LINEAR) 

  Y3 軸: Port2 電流 Iport2List (LOG) 

  Y4 軸: Port3 電流 Iport3List (LOG) 

  Y5 軸: Port4 電流 Iport4List (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  配線素子の抵抗値 RList 

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

  Port2 電流 Iport2List 

  Port3 電流 Iport3List 

  Port4 電流 Iport4List 

 

[Test Output: Parameters] 

  配線の抵抗変化率から求めた故障までの時間 R_FailureTime 

  本配線と Extrusion 配線の短絡現象モニタ結果から求めた故障までの時間 E_FailureTime 
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11.21 EM Vstress: EM 試験、電圧ストレス、4SMU (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  配線の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

 

[被測定デバイス] 

  配線素子、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 ストレス印加用 SMU 

  Port2: Port2 ストレス印加用 SMU 

  VM1 : Port1 電圧モニタ用 SMU 

  VM2 : Port2 電圧モニタ用 SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  StopConditon: 測定終了条件（配線抵抗の変化率） 

  V1Stress: Port1 のストレス電圧 

  IntegTime: 積分時間 

 

[Extended Test Parameter] 

  V2: Port2 印加電圧 

  I1Limit: Port1 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  IPort1PerArea (A/cm2)  単位面積当りの Port1 電流 

  IPort2PerArea (A/cm2)  単位面積当りの Port2 電流 

  R (ohm)  配線素子の抵抗値 

  DeltaR (%)  抵抗の初期値からのズレ 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: ストレス時間  TimeList (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1List (LOG) 

  Y2 軸: 配線抵抗値 RList (LINEAR) 

  Y3 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList (LINEAR) 
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11.22 EM Vstress2: EM 試験、電圧ストレス、4SMU (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  配線の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

 

[被測定デバイス] 

  配線素子、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 ストレス印加用 SMU 

  Port2: Port2 ストレス印加用 SMU 

  VM1 : Port1 電圧モニタ用 SMU 

  VM2 : Port2 電圧モニタ用 SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  FailureConditon: 測定終了条件（配線抵抗の変化率） 

  V1Stress: Port1 のストレス電圧 

  I1Limit: Port1 の電流コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

 

[Extended Test Parameter] 

  V2: Port2 印加電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

  R_Max: 抵抗値プロット時の Y 軸最大値  

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電流 Iport1 

  Port2 電流 Iport2 

 

[User Function] 

  IPort1PerArea (A/cm2)  単位面積当りの Port1 電流 

  IPort2PerArea (A/cm2)  単位面積当りの Port2 電流 

  R 配線素子の抵抗値 

  DeltaV 配線素子の端子間電圧 

  MaxTime 経過時間の最大値 
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[X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 配線素子の端子間電圧 DeltaV (LINEAR) 

  Y3 軸: 配線素子の抵抗値 R (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ストレス時間 Time 

  Port1 電流 Iport1 

  配線素子の端子間電圧 DeltaV 

  配線素子の抵抗値 R 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1List (LINEAR) 

  Y2 軸: 配線素子の抵抗値 RList (LINEAR) 

  Y3 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  Port1 電流 Iport1List 

  配線素子の抵抗値 RList 

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

 

[Test Output: Parameters] 

  FailureTime: 故障までの時間 
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11.23 EM Vstress[2]: EM 試験、電圧ストレス、2SMU (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  配線の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって次のように実現される。 

  1. ストレスを印加する 

  2. データを測定、格納する 

  3. 故障となった時刻(FailureTime)を算出 

 

[被測定デバイス]  

  配線素子、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  D: 配線パターンの長 

  W: 配線パターンの幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime:  積分時間 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  StopConditon: 測定終了条件 （配線抵抗の変化率） 

  Port1: Port1 に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port2: Port2 に接続する SMU（定電圧出力） 

  V1Stress: Port1 のストレス電圧 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 の電圧 

  I1Limit: Port1 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

  R_Max: Y 軸(抵抗値)最大値 

[User Function] 

  配線抵抗値 R=Vport1/Iport1 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1List 

  Y2 軸: 配線抵抗値 RList 

  Y3 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  Port1 電流 Iport1List 

  配線抵抗値 RList 

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

[Test Output: Parameters] 

  FailureTime: 故障までの時間 
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11.24 EM Vstress2[2]: EM 試験、電圧ストレス、2SMU (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  配線の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって次のように実現される。 

  1. ストレスを印加する 

  2. データを測定、格納する 

  3. 故障となった時刻(FailureTime)を算出 

 

[被測定デバイス]  

  配線素子、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  D: 配線パターンの長 

  W: 配線パターンの幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port2: Port2 に接続する SMU（定電圧出力） 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  FailureConditon: 測定終了条件（配線抵抗の変化率） 

  V1Stress: Port1 のストレス電圧 

  I1Limit: Port1 の電流コンプライアンス 

  IntegTime:  積分時間 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 の電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

  R_Max: 抵抗値プロット時の Y 軸最大値  

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電流 Iport1 

  Port1 電圧 Vport1 

 

[User Function] 

  配線抵抗値 R=Vport1/Iport1 
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[X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 配線素子の抵抗値 R (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ストレス時間 Time 

  Port1 電流 Iport1 

  配線素子の抵抗値 R 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1List 

  Y2 軸: 配線抵抗値 RList 

  Y3 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  Port1 電流 Iport1List 

  配線抵抗値 RList 

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

 

[Test Output: Parameters] 

  FailureTime: 故障までの時間 
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11.25 EM Vstress[6]: EM 試験、電圧ストレス、6SMU (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  Extrusion 配線を伴う配線素子の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロッ

トする。また、Extrusion 配線を流れる電流をモニタする。この試験は、サンプリング測定によって次のように

実現される。 

  1. ストレスを印加する 

  2. データを測定、格納する 

  3. 故障となった時刻(FailureTime)を算出 

 

[被測定デバイス]  

  Extrusion 配線を伴う配線素子、6 端子 

 

[Device Parameters] 

  D: 配線パターンの長さ 

  W: 配線パターンの幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  StopCondition: 測定終了条件 1（配線抵抗の変化率） 

  ExtCondition: 測定終了条件 2（Extrusion 配線への電流） 

  Port1: Port1 に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port2: Port2 に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port3: Extrusion 配線に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port4: Extrusion 配線に接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: Port1 の電圧をモニタする SMU（定電圧出力） 

  VM2: Port2 の電圧をモニタする SMU（定電圧出力） 

  V1Stress: Port1 のストレス電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 の電圧 

  V3: Port3 の電圧 

  V4: Port4 の電圧 

  IM1: VM1 の出力電流 

  IM2: VM2 の出力電流 

  I1Limit: Port1 の電流コンプライアンス 

  I3Limit: Port3 の電流コンプライアンス 

  I4Limit: Port4 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: Port1 電流測定最小レンジ 

  Port3MinRng: Port3 電流測定最小レンジ 

  Port4MinRng: Port4 電流測定最小レンジ 
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  R_Max: Y 軸(抵抗値)最大値 

 

[User Function] 

  配線間電位差 DeltaV=Vm1-Vm2 

  配線抵抗値 R=DeltaV/Iport1 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：累積ストレス時間 TimeList 

  Y1 軸：配線抵抗値 RList 

  Y2 軸：Port1 電流 Iport1List 

  Y3 軸: Port3 電流 Iport3List 

  Y4 軸: Port4 電流 Iport4List  

  Y5 軸: 初期抵抗値からのズレ DeltaRList  

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  配線抵抗値 RList 

  Port1 電流 Iport1List 

  Port3 電流 Iport3List 

  Port4 電流 Iport4List  

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

 

[Test Output: Parameters] 

  R_FailureTime: 故障までの時間(Resistance) 

  E_FailureTime: 故障までの時間(Extrusion) 
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11.26 EM Vstress2[6]: EM 試験、電圧ストレス、6SMU (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  Extrusion 配線を伴う配線素子の EM(Electromigration)試験を行い、ストレス時間－配線抵抗特性をプロッ

トする。また、Extrusion 配線を流れる電流をモニタする。この試験は、サンプリング測定によって次のように

実現される。 

  1. ストレスを印加する 

  2. データを測定、格納する 

  3. 故障となった時刻(FailureTime)を算出 

 

[被測定デバイス]  

  Extrusion 配線を伴う配線素子、6 端子 

 

[Device Parameters] 

  D: 配線パターンの長さ 

  W: 配線パターンの幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port2: Port2 に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port3: Extrusion 配線に接続する SMU（定電圧出力） 

  Port4: Extrusion 配線に接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: Port1 の電圧をモニタする SMU（定電圧出力） 

  VM2: Port2 の電圧をモニタする SMU（定電圧出力） 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  FailureCondition: 測定終了条件 1（配線抵抗の変化率） 

  ExtCondition: 測定終了条件 2（Extrusion 配線への電流） 

  V1Stress: Port1 のストレス電圧 

  I1Limit: Port1 の電流コンプライアンス 

  I3Limit: Port3 の電流コンプライアンス 

  I4Limit: Port4 の電流コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

 

[Extended Test Parameter] 

  V2: Port2 の電圧 

  V3: Port3 の電圧 

  V4: Port4 の電圧 

  IM1: VM1 の出力電流 

  IM2: VM2 の出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: Port1 電流測定最小レンジ 
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  Port3MinRng: Port3 電流測定最小レンジ 

  Port4MinRng: Port4 電流測定最小レンジ 

  R_Max: 抵抗値プロット時の Y 軸最大値 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電流 Iport1 

  Port3 電流 Iport3 

  Port4 電流 Iport4 

 

[User Function] 

  配線素子の端子間電圧 DeltaV=Vm1-Vm2 

  配線素子の抵抗値 R=Vport1/Iport2 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸: 配線素子の抵抗値 R (LINEAR) 

  Y2 軸: Port1 電流 Iport1 (LINEAR) 

  Y3 軸: Port3 電流 Iport3 (LINEAR) 

  Y4 軸: Port4 電流 Iport4 (LINEAR) 

  Y5 軸: 配線素子の端子間電圧 DeltaV (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ストレス時間 Time 

  配線素子の抵抗値 R 

  Port1 電流 Iport1 

  Port3 電流 Iport3 

  Port4 電流 Iport4 

  配線素子の端子間電圧 DeltaV 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: 累積ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: 配線素子の抵抗値 RList (LINEAR) 

  Y2 軸: Port1 電流 Iport1List (LINEAR) 

  Y3 軸: Port3 電流 Iport3List (LINEAR) 

  Y4 軸: Port4 電流 Iport4List (LINEAR) 

  Y5 軸: 抵抗の初期値からのズレ DeltaRList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  累積ストレス時間 TimeList 

  配線素子の抵抗値 RList 

  Port1 電流 Iport1List 

  Port3 電流 Iport3List 

  Port4 電流 Iport4List 

  抵抗の初期値からのズレ DeltaRList 

 

[Test Output: Parameters] 

  配線の抵抗変化率から求めた故障までの時間 R_FailureTime 

  本配線と Extrusion 配線の短絡現象モニタ結果から求めた故障までの時間 E_FailureTime 
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11.27 HCI 3devices: ホットキャリア注入試験、4 端子、3 デバイス (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET のホットキャリア注入試験を行い、累積ストレス時間－しきい値電圧／ドレイン電流特性をプロット

する。1 度の実行で 3 デバイスを測定可能。試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子、3 デバイス 

 

[必要なアクセサリ] 

  Keysight B2200A 又は B2201A スイッチングマトリックス 1 ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

  B2200A/B2201A と B1500A を測定ケーブルおよび GPIB ケーブルで接続すること。 

  B1500A の SMU チャネルと B2200A/B2201A の入力ポートの接続情報を Configuration ウインドウの

Switching Matrix タブ画面に正しく設定すること。 

  被測定デバイスの各端子が接続される B2200A/B2201A の出力チャネル番号を Test Parameters エリア

の Tr#Gate/Tr#Drain/Tr#Source/Tr#Subs フィールド(#は 1 から 3 の整数)に正しく設定すること。 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  Tr#Gate: Gate 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Drain: Drain 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Source: Source 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  Tr#Subs: Subs 端子に対する SWM Pin Assign の設定 

  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [Sampling_Stress で使用する TestParameter] 

  TotalStrsTime: 総ストレス時間 

  Tr#StrsGate: 各デバイスのゲート端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Tr#StrsDrain: 各デバイスのドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  StrsSource: 各デバイスのソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  StrsSubs: 各デバイスの基板端子に接続する SMU(定電圧出力） 
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  Tr#VgStrs: 各デバイスのゲート端子ストレス電圧 

  Tr#VdStrs: 各デバイスのドレイン端子ストレス電圧 

  VsubsStrs: 各デバイスの基板端子ストレス電圧 

  VsStrs: 各デバイスのソース端子ストレス電圧 

  #は 1 から 3 の整数。 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  MeasGate: 基本特性取得用のゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasDrain: 基本特性取得用のドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSource: 基本特性取得用のソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSubs: 基本特性取得用の基板端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流（単位面積当たり） 

  VgStart1: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop1: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep1: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd1: ドレイン端子電圧 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  MeasGate: 基本特性取得用のゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasDrain: 基本特性取得用のドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSource: 基本特性取得用のソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSubs: 基本特性取得用の基板端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  VgStart2: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop2: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep2: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd2: ドレイン電圧 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  MeasGate: 基本特性取得用のゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力） 

  MeasDrain: 基本特性取得用のドレイン端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSource: 基本特性取得用のソース端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  MeasSubs: 基本特性取得用の基板端子に接続する SMU(定電圧出力） 

  Vg3: ゲート端子電圧 

  Vd3: ドレイン端子電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vsubs: 基板端子電圧 

  Vs: ソース端子電圧 

  IgLimit: 各デバイスのゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: 各デバイスのドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 
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  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vsubs: 基板端子電圧 

  Vs: ソース端子電圧 

  IgLimit: 各デバイスのゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: 各デバイスのドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  gmMax_Min: グラフスケール gmMax 最小値の設定 

  gmMax_Max: グラフスケール gmMax 最大値の設定 

  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  Vsubs: 基板端子電圧 

  Vs: ソース端子電圧 

  IgLimit: 各デバイスのゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: 各デバイスのドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  DrainMinRng1: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng2: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

  DrainMinRng3: デバイス 1 のドレイン電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で使用する User Function] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain))  (初期測定のみ) 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain))  (初期測定のみ) 

  相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMax=max(gm) 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Analysis Function] 

  Vth@Gm=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmmax における Y1 データを通る接線 
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[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: TimeList 経過時間 (LOG) 

  Y1 軸: Device1 の IdsList ドレイン電流 (LOG) 

  Y2 軸: Device2 の IdsList ドレイン電流 (LOG) 

  Y3 軸: Device3 の IdsList ドレイン電流 (LOG) 

  Y4 軸: Device1 の gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値(LINEAR) 

  Y5 軸: Device2 の gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値(LINEAR) 

  Y6 軸: Device3 の gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値(LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  TimeList: 経過時間 

  Dev1_IdsList: Device1 のドレイン電流 

  Dev2_IdsList: Device2 のドレイン電流 

  Dev3_IdsList: Device3 のドレイン電流 

  Dev1_VthIdList: Device1 の定電流法による Vth 

  Dev2_VthIdList: Device2 の定電流法による Vth 

  Dev3_VthIdList: Device3 の定電流法による Vth 

  Dev1_VthGmList: Device1 の外挿法による Vth 

  Dev2_VthGmList: Device2 の外挿法による Vth 

  Dev3_VthGmList: Device3 の外挿法による Vth 

  Dev1_gmMaxList: Device1 の gmMax 値 

  Dev2_gmMaxList: Device2 の gmMax 値 

  Dev3_gmMaxList: Device3 の gmMax 値 
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11.28 HCI: ホットキャリア注入試験、4 端子 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET のホットキャリア注入試験を行い、累積ストレス時間－しきい値電圧／ドレイン電流特性をプロット

する。  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: 基板端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  VgStress: ゲート端子ストレス電圧 

  VdStress: ドレイン端子ストレス電圧 

  VsubsStress: 基板端子ストレス電圧 

  Vsubs: 基板端子電圧 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流（単位面積当たり） 

  VgStart1: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop1: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep1: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd1: ドレイン端子電圧（一定値） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  VgStart2: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop2: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep2: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd2: ドレイン電圧 
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  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  Vg3: ゲート端子電圧 

  Vd3: ドレイン端子電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vs: ソース端子電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vs: ソース端子電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

  gmMax_Min: グラフスケール gmMax 最小値の設定 

  gmMax_Max: グラフスケール gmMax 最大値の設定 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  Vs: ソース端子電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  [Sampling_Stress で使用する UserFunction] 

  経過時間の最大値 MaxTime=max(Time) 

  ストレス時間 StressTime=AccTime+Time 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) (初期測定のみ) 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) (初期測定のみ) 

  相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMax=max(gm) 

 

[Analysis Function] 
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  [IvSweep_ConstId で使用する Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X （Line1 の X 切片） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Analysis Function] 

  Vth@Gm=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmmax における Y1 データを通る接線 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: TimeList 経過時間 (LOG) 

  Y1 軸: gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値 (LINEAR) 

  Y2 軸: VthIdList 定電流法による Vth (LINEAR) 

  Y3 軸: VthGmList 外挿法による Vth (LINEAR) 

  Y4 軸: IdsList ドレイン電流 (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  経過時間 TimeList 

  定電流法による Vth VthIdList 

  外挿法による Vth VthGmList 

  ドレイン電流 IdsList 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMaxList 
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11.29 HCI2: ホットキャリア注入試験、4 端子 (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET のホットキャリア注入試験を行い、累積ストレス時間－しきい値電圧／ドレイン電流特性をプロット

する。  試験は次のように実行される。 

  1. 初期基本特性を測定する 

  2. ストレスを印加する 

  3. 基本特性を測定する 

  4. データを格納する 

  5. TotalStressTime になるまで 2 から 4 を繰り返す 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[DeviceParameter] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[TestParameter] 

  IntegTime: 積分時間（SHORT, MEDIUM, LONG) 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Subs: 基板端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

  VgStress: ゲート端子ストレス電圧 

  VdStress: ドレイン端子ストレス電圧 

  VsubsStress: 基板端子ストレス電圧 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 MeasConstId: 定電流法による測定の実行 Yes/No 

 MeasGmmax: 外挿法による測定の実行 Yes/No 

 MeasIds: ドレイン電流測定の実行 Yes/No 

 MeasTiming: デバイスパラメータを測定するタイミング 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Test Parameters] 

  Id@Vth: Vth を決定するドレイン電流（単位面積当たり） 

  VgStart1: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop1: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep1: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd1: ドレイン端子電圧（一定値） 

  VthStopRate: 測定を中止する Vth_ConstId の変化率 
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  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  VgStart2: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop2: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep2: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Vd2: ドレイン電圧 

  GmStopRate: 測定を中止する Vth_GmMax の変化率 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  Vg3: ゲート端子電圧 

  Vd3: ドレイン端子電圧 

  IdsStopRate: 測定を中止する Ids の変化率 

 

[Extended Test Parameters] 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

  [IvSweep_ConstId で使用する Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vs: ソース端子電圧 

  Vsubs: 基板端子電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Vs: ソース端子電圧 

  Vsubs: 基板端子電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  Vth_Min: グラフスケール Vth 最小値の設定 

  Vth_Max: グラフスケール Vth 最大値の設定 

  gmMax_Min: グラフスケール gmMax 最小値の設定 

  gmMax_Max: グラフスケール gmMax 最大値の設定 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

  [Sampling_Ids で使用する Test Parameters] 

  Vs: ソース端子電圧 

  Vsubs: 基板端子電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: 基板電流コンプライアンス 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

 ［Sampling_Stress の測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

 [IvSweep_ConstId の測定パラメータ] 
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  ドレイン電流 Idrain 

 

 [IvSweep_gmmax の測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

 [Sampling_Ids の測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する User Function] 

  ドレイン電流の最大値 IdMax=max(abs(Idrain)) （初期測定のみ） 

  相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMax=max(gm) 

 

[Analysis Function] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Analysis Function] 

  Vth@Id=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Analysis Function] 

  Vth@Gm=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[Auto Analysis] 

  [IvSweep_ConstId で使用する Auto Analysis] 

  Line1: Idrain=Id@Vth における Y1 データを通る垂直線 

 

  [IvSweep_gmmax で使用する Auto Analysis] 

  Line1: gm=gmmax における Y1 データを通る接線 

 

[X-Y Graph] 

 [Sampling_Stress の X-Y Graph] 

  X 軸：ストレス時間 StressTime (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

 [IvSweep_ConstId の X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

 [IvSweep_gmmax の X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

 

 [Sampling_Ids の X-Y Graph] 

  X 軸：経過時間 Time (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 
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[List Display] 

 [Sampling_Stress の List Display] 

  ストレス時間 StressTime 

  経過時間 Time 

 ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

 [IvSweep_ConstId の List Display] 

 ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 

 [IvSweep_gmmax の List Display] 

 ゲート電圧 Vgate  

  ドレイン電圧 Vdrain 

 ドレイン電流 Idrain 

 相互コンダクタンス gm 

 

 [Sampling_Ids の List Display] 

  経過時間 Time 

 ドレイン電流 Idrain 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: TimeList 経過時間 (LOG) 

  Y1 軸: gmMaxList 相互コンダクタンスの最大値 (LINEAR) 

  Y2 軸: VthIdList 定電流法による Vth (LINEAR) 

  Y3 軸: VthGmList 外挿法による Vth (LINEAR) 

  Y4 軸: IdsList ドレイン電流 (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  経過時間 TimeList 

  定電流法による Vth VthIdList 

  外挿法による Vth VthGmList 

  ドレイン電流 IdsList 

  相互コンダクタンスの最大値 gmMaxList 
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11.30 J-Ramp: 絶縁膜評価、電流ストレス (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および酸化膜にストレス電流を印加しながら時間－電流／電圧特性を測定し、寿命を抽出す

る。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS キャパシタ、酸化膜、絶縁膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  TimeMax: X 軸の最大値 

  Gate: ゲートに接続する SMU、一次掃引、電流出力 

  IgStart: 掃引スタート電流 

  IgStop: 掃引ストップ電流 

  VgLimit: ゲート電圧コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU、定電圧出力 

[Extended Test Parameters] 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

[User Function] 

  IgatePerArea=Igate/Lg/Wg 

  IsubsPerArea=Isubs/Lg/Wg 

  Qbdi=integ(Igate,Time)/Lg/Wg 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：タイムスタンプ TimeList (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 IgateList (LOG) 

  Y2 軸：ゲート電圧 VgateList (LINEAR) 

[Test Output: List Display] 

  タイムスタンプ TimeList 

  ゲート電流 IgateList 

  ゲート電圧 VgateList 

[Test Output: Parameters] 

  ブレークダウン電圧 Vbd 

  デバイス破壊までの時間 Tbd 

  デバイス破壊までの電荷量 Qbd 
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11.31 TDDB Istress 3devices: TDDB 試験、電流ストレス、3 デバイス対応 
(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および層間絶縁膜の TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時

間－電圧特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。3 デバイスの接続に対応。 

 

[被測定デバイス]  

  MOS キャパシタ、層間絶縁膜、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 に接続する SMU 

  Port2: Port2 に接続する SMU 

  Port3: Port3 に接続する SMU 

  Port4: Port4 に接続する SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  StopConditon: デバイス破壊とみなす端子電圧 

  I1Stress: Port1 のストレス電流 

  I2Stress: Port2 のストレス電流 

  I3Stress: Port3 のストレス電流 

  NoOfSamples: サンプリング数 

  IntegTime: 積分時間 

 

[Extended Test Parameter] 

  V4: Port4 印加電圧 

  V1Limit: Port1/Port2/Port3 の電圧コンプライアンス 

  I4Limit: Port4 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port4MinRng: ポート 4 電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  IPort1PerArea=Iport1/L/W 

  IPort2PerArea=Iport2/L/W 

  IPort3PerArea=Iport3/L/W 

  IPort4PerArea=Iport4/L/W 

 

[Test Output: X-Y Graph] 
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  X 軸：ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：Port1 端子電圧 Vport1List (LOG) 

  Y2 軸: Port2 端子電圧 Vport2List (LOG) 

  Y3 軸: Port3 端子電圧 Vport3List (LOG) 

 

[Test Output: Parameters] 

  デバイス 1 の破壊電圧 Vbd1 

  デバイス 2 の破壊電圧 Vbd2 

  デバイス 3 の破壊電圧 Vbd3 

  デバイス 1 の破壊までの時間 Tbd1 

  デバイス 2 の破壊までの時間 Tbd2 

  デバイス 3 の破壊までの時間 Tbd3 

  デバイス 1 の破壊までの電荷量 Qbd1 

  デバイス 2 の破壊までの電荷量 Qbd2 

  デバイス 3 の破壊までの電荷量 Qbd3 
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11.32 TDDB Istress2 3devices: TDDB 試験、電流ストレス、3 デバイス対応 
(A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および層間絶縁膜の TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時

間－電圧特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。3 デバイスの接続に対応。 

 

[被測定デバイス]  

  MOS キャパシタ、層間絶縁膜、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 に接続する SMU 

  Port2: Port2 に接続する SMU 

  Port3: Port3 に接続する SMU 

  Port4: Port4 に接続する SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  I1Stress: Port1 のストレス電流 

  I2Stress: Port2 のストレス電流 

  I3Stress: Port3 のストレス電流 

  IntegTime: 積分時間 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

  FailureCondition: 測定終了条件 

 

[Extended Test Parameter] 

  V4: Port4 印加電圧 

  V1Limit: Port1/Port2/Port3 の電圧コンプライアンス 

  I4Limit: Port4 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port4MinRng: ポート 4 電流測定最小レンジ 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電圧 Vport1 

  Port2 電圧 Vport2 

  Port3 電圧 Vport3 
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[User Function] 

  IPort1PerArea=Iport1/L/W 

  IPort2PerArea=Iport2/L/W 

  IPort3PerArea=Iport3/L/W 

  IPort4PerArea=Iport4/L/W 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸: Port1 端子電圧 Vport1 (LOG) 

  Y2 軸: Port2 端子電圧 Vport2 (LOG) 

  Y3 軸: Port3 端子電圧 Vport3 (LOG) 

 

[List Display] 

  ストレス時間 Time 

  Port1 端子電圧 Vport1 

  Port2 端子電圧 Vport2 

  Port3 端子電圧 Vport3 

  Port1 電流 Iport1 

  Port2 電流 Iport2 

  Port3 電流 Iport3 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: Port1 端子電圧 Vport1List (LOG) 

  Y2 軸: Port2 端子電圧 Vport2List (LOG) 

  Y3 軸: Port3 端子電圧 Vport3List (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  ストレス時間 TimeList 

  Port1 端子電圧 Vport1List 

  Port2 端子電圧 Vport2List 

  Port3 端子電圧 Vport3List 

 

[Test Output: Parameters] 

  デバイス 1 の破壊電圧 Vbd1 

  デバイス 2 の破壊電圧 Vbd2 

  デバイス 3 の破壊電圧 Vbd3 

  デバイス 1 の破壊までの時間 Tbd1 

  デバイス 2 の破壊までの時間 Tbd2 

  デバイス 3 の破壊までの時間 Tbd3 

  デバイス 1 の破壊までの電荷量 Qbd1 

  デバイス 2 の破壊までの電荷量 Qbd2 

  デバイス 3 の破壊までの電荷量 Qbd3 
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11.33 TDDB Istress: TDDB 試験、電流ストレス (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および層間絶縁膜の TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時

間－電圧特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS キャパシタ、層間絶縁膜、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: Port1 端子長 

  W: Port1 端子幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalStressTime: 総ストレス時間。10～10000 秒。 

  NoOfSamples: サンプリング数 

  Port1: Port1 端子に接続する SMU 

  I1Stress: Port1 端子に印加するストレス電流 

  Port2: Port2 端子に接続する SMU 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 印加電圧 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  I2Limit: Port2 電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port2MinRng: ポート 2 電流測定最小レンジ 

[User Function] 

  I1PerArea=Iport1/L/W 

  I2PerArea=Iport2/L/W 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：Port1 端子電圧 Vport1List (LINEAR) 

[Test Output: List Display] 

  ストレス時間 TimeList 

  Port1 端子電圧 Vport1List 

[Test Output: Parameters] 

  ブレークダウン電圧 Vbd 

  デバイス破壊までの時間 Tbd 

  デバイス破壊までの電荷量 Qbd 

[Qbd 計算式] 

  Qbd=I1Stress*Tbd/L/W 
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11.34 TDDB Istress2: TDDB 試験、電流ストレス (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および層間絶縁膜の TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時

間－電圧特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS キャパシタ、層間絶縁膜、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: Port1 端子長 

  W: Port1 端子幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 端子に接続する SMU 

  Port2: Port2 端子に接続する SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間。10～10000 秒。 

  I1Stress: Port1 端子に印加するストレス電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  I2Limit: Port2 電流コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

  FailureCondition: 測定終了条件 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 印加電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port2MinRng: ポート 2 電流測定最小レンジ 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電圧 Vport1 

 

[User Function] 

  I1PerArea=Iport1/L/W 

  I2PerArea=Iport2/L/W 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸: Port1 端子電圧 Vport1 (LINEAR) 
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[List Display] 

  ストレス時間 Time 

  Port1 端子電圧 Vport1 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: Port1 端子電圧 Vport1List (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  ストレス時間 TimeList 

  Port1 端子電圧 Vport1List 

 

[Test Output: Parameters] 

  ブレークダウン電圧 Vbd 

  デバイス破壊までの時間 Tbd 

  デバイス破壊までの電荷量 Qbd 

 

[Qbd 計算式] 

  Qbd=I1Stress*Tbd/L/W 
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11.35 TDDB Vstress 3devices: TDDB 試験、電圧ストレス、3 デバイス対応 
(A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および層間絶縁膜の TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時

間－電流特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。3 デバイスの接続に対応。 

 

[被測定デバイス]  

  MOS キャパシタ、層間絶縁膜、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 に接続する SMU 

  Port2: Port2 に接続する SMU 

  Port3: Port3 に接続する SMU 

  Port4: Port4 に接続する SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  StopConditon: デバイス破壊とみなす端子電流 

  V1Stress: Port1 のストレス電圧 

  V2Stress: Port2 のストレス電圧 

  V3Stress: Port3 のストレス電圧 

  NoOfSamples: サンプリング数 

  IntegTime: 積分時間 

 

[Extended Test Parameter] 

  V4: Port4 印加電圧 

  I1Limit: Port1/Port2/Port3 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

  Port2MinRng: ポート 2 電流測定最小レンジ 

  Port3MinRng: ポート 3 電流測定最小レンジ 

  Port4MinRng: ポート 4 電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  IPort1PerArea=Iport1/L/W 

  IPort2PerArea=Iport2/L/W 

  IPort3PerArea=Iport3/L/W 

  IPort4PerArea=Iport4/L/W 
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  Qbd1val=integ(Iport1,Time)/L/W 

  Qbd2val=integ(Iport2,Time)/L/W 

  Qbd3val=integ(Iport3,Time)/L/W 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：Port1 端子電流 Iport1List (LOG) 

  Y2 軸: Port2 端子電流 Iport2List (LOG) 

  Y3 軸: Port3 端子電流 Iport3List (LOG) 

 

[Test Output: Parameters] 

  デバイス 1 の破壊までの時間 Tbd1 

  デバイス 2 の破壊までの時間 Tbd2 

  デバイス 3 の破壊までの時間 Tbd3 

  デバイス 1 の破壊までの電荷量 Qbd1 

  デバイス 2 の破壊までの電荷量 Qbd2 

  デバイス 3 の破壊までの電荷量 Qbd3 
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11.36 TDDB Vstress2 3devices: TDDB 試験、電圧ストレス、3 デバイス対応 
(A.03.10) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および層間絶縁膜の TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時

間－電流特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。3 デバイスの接続に対応。 

 

[被測定デバイス]  

  MOS キャパシタ、層間絶縁膜、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: パターンの長さ 

  W: パターンの幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 に接続する SMU 

  Port2: Port2 に接続する SMU 

  Port3: Port3 に接続する SMU 

  Port4: Port4 に接続する SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間 

  FailureConditon: 測定終了条件 

  V1Stress: Port1 のストレス電圧 

  V2Stress: Port2 のストレス電圧 

  V3Stress: Port3 のストレス電圧 

  IntegTime: 積分時間 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

 

[Extended Test Parameter] 

  V4: Port4 印加電圧 

  I1Limit: Port1/Port2/Port3 の電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

  Port2MinRng: ポート 2 電流測定最小レンジ 

  Port3MinRng: ポート 3 電流測定最小レンジ 

  Port4MinRng: ポート 4 電流測定最小レンジ 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電流 Iport1 

  Port2 電流 Iport2 
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  Port3 電流 Iport3 

  Port4 電流 Iport4 

 

[User Function] 

  IPort1PerArea=Iport1/L/W 

  IPort2PerArea=Iport2/L/W 

  IPort3PerArea=Iport3/L/W 

  Qbd1val=integ(Iport1,Time)/L/W 

  Qbd2val=integ(Iport2,Time)/L/W 

  Qbd3val=integ(Iport3,Time)/L/W 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1 (LOG) 

  Y2 軸: Port2 電流 Iport2 (LOG) 

  Y3 軸: Port3 電流 Iport3 (LOG) 

  Y4 軸: Port4 電流 Iport4 (LOG) 

 

[List Display] 

  ストレス時間 TimeList 

  Port1 電流 Iport1 

  Port2 電流 Iport2 

  Port3 電流 Iport3 

  Port4 電流 Iport4 

  Port1 電圧 Vport1 

  Port2 電圧 Vport2 

  Port3 電圧 Vport3 

  Port4 電圧 Vport4 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1List (LOG) 

  Y2 軸: Port2 電流 Iport2List (LOG) 

  Y3 軸: Port3 電流 Iport3List (LOG) 

[Test Output: List Display] 

  ストレス時間 TimeList 

  Port1 電流 Iport1List 

  Port2 電流 Iport2List 

  Port3 電流 Iport3List 

  デバイス 1 の破壊までの電荷量 Qbd1List 

  デバイス 2 の破壊までの電荷量 Qbd2List 

  デバイス 3 の破壊までの電荷量 Qbd3List 

[Test Output: Parameters] 

  デバイス 1 の破壊までの時間 Tbd1 

  デバイス 2 の破壊までの時間 Tbd2 

  デバイス 3 の破壊までの時間 Tbd3 

  デバイス 1 の破壊までの電荷量 Qbd1 

  デバイス 2 の破壊までの電荷量 Qbd2 

  デバイス 3 の破壊までの電荷量 Qbd3 
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11.37 TDDB Vstress: TDDB 試験、電圧ストレス (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および層間絶縁膜の TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時

間－電流特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS キャパシタ、層間絶縁膜、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: Port1 端子長 

  W: Port1 端子幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  TotalStressTime: 総ストレス時間。10～10000 秒。 

  StopCondition: デバイス破壊とみなす Port1 端子電流 

  NoOfSamples: サンプリング数 

  Port1: Port1 端子に接続する SMU 

  V1Stress: Port1 端子に印加するストレス電圧 

  Port2: Port2 端子に接続する SMU 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 印加電圧 

  I1Limit: 電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

[User Function] 

  IPort1PerArea=Iport1/L/W 

  IPort2PerArea=Iport2/L/W 

  Qbdval=integ(Iport1,Time)/L/W 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸：Port1 端子電流 Iport1List (LOG) 

[Test Output: List Display] 

  ストレス時間 TimeList 

  Port1 端子電流 Iport1List 

  デバイス破壊までの電荷量 QbdList 

[Test Output: Parameters] 

  デバイス破壊までの時間 Tbd 

  デバイス破壊までの電荷量 Qbd 
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11.38 TDDB Vstress2: TDDB 試験、電圧ストレス (A.03.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および層間絶縁膜の TDDB(Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時

間－電流特性をプロットする。 

  この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS キャパシタ、層間絶縁膜、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: Port1 端子長 

  W: Port1 端子幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Port1: Port1 端子に接続する SMU 

  Port2: Port2 端子に接続する SMU 

  TotalStressTime: 総ストレス時間。10～10000 秒。 

  FailureCondition: 測定終了条件 

  V1Stress: Port1 端子に印加するストレス電圧 

  IntegTime: 積分時間 

  PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

  Interval: サンプリング間隔 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 印加電圧 

  I1Limit: 電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

  StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 電流 Iport1 

 

[User Function] 

  IPort1PerArea=Iport1/L/W 

  IPort2PerArea=Iport2/L/W 

  Qbdval=integ(Iport1,Time)/L/W 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1 (LOG) 
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[List Display] 

  ストレス時間 Time 

  Port1 電流 Iport1 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸: ストレス時間 TimeList (LOG) 

  Y1 軸: Port1 電流 Iport1List (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  ストレス時間 TimeList 

  Port1 電流 Iport1List 

  デバイス破壊までの電荷量 QbdList 

 

[Test Output: Parameters] 

  デバイス破壊までの時間 Tbd 

  デバイス破壊までの電荷量 Qbd 
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11.39 Timing On-the-fly NBTI 試験 (A.03.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要] 

  MOSFET のタイミング オン・ザ・フライ NBTI (Negative Bias Temperature Instability)試験 を行い、累積スト

レス時間－ドレイン電流特性をプロットする。ストレスの合間に行う Id のサンプリング測定結果もプロット表示

される。試験は次のように実行される。 

 

  1. ドレイン電流を測定(Sampling_Ids を使用、IdsList に保管)。 

  2. ストレスは Stress Time List テーブルに基づいて印加される。 

     ストレス印加タイミングの遅延時間は、Stress_T_adj パラメータで約 100 ms 程度に修正可能。 

  3. ストレス印加後、ステップ 1 を実行。 

  4. 指定した TotalStressTime (10 s～10000 s) を超えるまで、2 および 3 を繰り返す。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch または Pch 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

サンプリング測定： ストレス印加後に Id 特性評価をサンプリング測定で行う。 

  Sampling Time Parameters: Id 特性評価時のサンプリング時間パラメータをセットする。 

  - SamplingInterval : Id 特性測定状態のサンプリング時間を指定する。 

  - SamplingNumber : サンプリング測定時の測定サンプル数を指定する。 

  - NegativeHoldTime : Id 特性測定に入る前のストレス印加状態でのサンプリング時間を指定する。 

  - サンプリング時の Id パラメータ測定は、Vg, Vd, Vsubs, Vs で指定する。 

 

ストレス印加：NBTI 劣化の為に指定時間のストレスを加える。 

  - TotalStressTime: ストレスを印加する最大時間を指定する。 

  - ストレス印加時のパラメータは、VgStress, VdStress, VsubStress, VsStress で指定する。 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit : Gate SMU の電流コンプライアンスを設定 

  IdLimit : Drain SMU の電流コンプライアンスを設定 

  IsubLimit : Bulk SMU の電流コンプライアンスを設定 

 NBTI_PlotTime: NBTI 劣化特性を表示する際に使用するデータのサンプリング時間 

  RecordSamplingData : ON はサンプリング測定データを保存、OFF は保存しない。 

  YaxStress : ストレス印加時のグラフ表示の Y 軸の最大値を指定する。 

  YaxIdMin : Id サンプリング測定時の Y 軸の最大値を指定する。 

  YaxStressMin: ストレス印加時のグラフ表示の Y 軸の最小値を指定する。 

  HSADC_AvN : HSADC のアベレージング数を設定します。 追加のサンプリングが 45 us 間隔で実行され、

平均されたデータが戻ります。 
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[Device_ID_Override] 

このパラメータを Y にすると、Results エリアの DEVICE ID の表示が、「new_device_id@測定時間」の様に表

示されます。 

 

[Sampling Timing adjustment] 

 - SamplingDelay: Sampling 測定開始タイミングの表示(Parameter 表示の Stress_time_at_ で表示される値)

がオシロスコープで実測したタイミングと同じになるように調節するパラメータ。 

  注）デフォルトの 50 ms から変更する必要は、ほとんどの場合ありません。 

 - Stress_T_adj: ストレス印加終了時間の修正用の時間（マイナス値）。ストレス開始時間の表示が設定した

ストレス時間と同じになるように調整する。  

  注）デフォルトの値は、B1500A 本体の EasyEXPERT の使用で RecordSamplingData=ON の状態にあわせ

ています。 

  

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸： 累積ストレス時間またはサンプリング時間 

  Y 軸： Id 
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11.40 Timing On-the-fly NBTI-Mch (A.05.03.2013.0124_2007.02.28.1) 
NBTI: Negative Bias Temperature Instability Test 

 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

  This test examines the MOSFET Negative Bias Temperature Instability of Multi-drain device.  The output 

is a plot of the drain current versus cumulative stress time.  The time sampling characteristics of drain 

current is plotted between the stress cycles. 

  Test is performed as follows. 

 

  Step1. Measures multiple drain currents (measures using “Sampling_Ids” classic test and the results are 

stored in “IdxsList”.  x=1~4) 

  Step2. The stress is applied based on the Stress_Time_List parameter table. 

         The stress time can be adjusted with roughly a few 100ms accuracy by properly adjusting the 

"Stress_T_adj" parameter. 

  Step3. Measurements of the Id in the step 1 is repeated. 

  Step4. Perform measurements by repeating step2 and step3 till the cumulative stress time exceeds the 

"TotalStressTime". 

         TotalStressTime can be set from 10 sec to 10,000 sec. 

 

[Limitation] 

- EasyEXPERT version A.02.10 or later is required to execute this application test definition. 

- The minimum sampling interval is 100us + (20us x #of additional Drain SMUs) if used more than one SMU 

is used for Id measurements. 

 

[Reference] 

  Multi-Channel Parallel Timing-on-the-fly NBTI Characterization Using Keysight B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5989-6526EN.pdf 

 

[Device Under test]  

 - MOSFET, 4 terminals or Commonn gate, common Source and common subs with independent 4 Drain 

device. 

 - The drain measurements acn be selected from one of (1) for single Dr SMU ch. or (2) simultaneou 4 ch. 

drain NBTI measurements. （Specify with "N0_of_Drain_Ch" parameter） 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch or Pch  

  Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Sampling measurements: Perform Id sampling measurements after applying negative bias stress.  

  Sampling Time Parameters: Set sampling time parameters for Id characterization. 

  - SamplingInterval: Set sampling time interval for Id characterizes.  

  - SamplingNumber: Set sampling number for sampling measurements. 
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  - NegativeHoldTime: Set sampling time under the negative bias stress before starting the id sampling 

characterization.  

  - Id sampling characterization is made using the following parameters: 

    o Vg, Vd, Vsubs, Vs 

 

Negative Bias Stress: Apply a specified stress for NBTI degradation test.  

  - TotalStressTime: Specify the maximum negative bias stress time  

  - The following parameters are applied in the stress condition. 

    o VgStress, VdStress, VsubStress, VsStress 

 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit : Set Current compliance of Gate SMU. 

  IdLimit: Set Current compliance of Drain SMU. 

  Note:Is compliance is set by the smaller value from "IdLimt x No_of_Drain"_Ch or "100 mA". 

  IsubLimit: Set Current compliance of Bulk SMU. 

  NBTI_PlotTime: Sampling time of the data used for NBTI degradation plot. 

  RecordSamplingData: On saves the Id sampling data and OFF does not save the data. 

  YaxStress: Set Y axis maximum of the graph display under the stress condition. 

  YaxIdMin: Set Y axis maximum under the Id sampling measurements. 

  YaxStressMin: Set Y axis minimum of the graph display under the stress condition. 

  No_of_Drain_Ch : 1 or 4ch for drain SMU can be selectable. 

 

[Device_ID_Override] 

"DEVICE ID" diaplay in the Results area is made as "New_Device_Id"@"Measured time" if this parameter is 

set to "Y". 

 

 

[Sampling Timing adjustment] 

  - SamplingDelay: Adjust this parameter so as the start timing of the sampling measurement observed in 

the oscilloscope becomes the same as the sampling start display (is "stress_time_at" in the Parameter 

display).   

   Note: Recommend to use the default 200 ms. 

 - Stress_T_adj: Time (negative) for adjusting the stress time accuracy which depends on the measurement 

setup or a PC speed used for Desktop EasyEXPERT. 

   Note: Stress_T_adj parameter is adjustes so as as the "Stree_time_at_" display in the Sampling_Ids graph 

becomes closer to the end value of the previos stress time.  Default value is tuned for the use on the 

B1500A EasyEXPERT and the "RecordSamplingData=ON" condition. 

 

[Test Output: X-Y plot] 

  X axis: Cumulative stress time or sampling time 

  Y-axis: Id 
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11.41 TZDB: 酸化膜の TZDB 試験 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  酸化膜の TDDB(Time Zero Dielectric Breakdown)試験を行い、電流－電圧特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS キャパシタ、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲートに接続する SMU、一次掃引、電圧出力 

  VgStart: 掃引スタート電圧 

  VgStop: 掃引ストップ電圧 

  VgStep: 掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU、定電圧出力 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  IgatePerArea=Igate/L/W 

  IsubsPerArea=Isubs/L/W 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

  Y2 軸：単位面積あたりに換算したゲート電流 IgatePerArea (LOG) 
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11.42 V-Ramp: 絶縁膜評価、電圧ストレス (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  ゲート絶縁膜および酸化膜にストレス電圧を印加しながら時間－電流／電圧特性を測定し、寿命を抽出す

る。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS キャパシタ、酸化膜、絶縁膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  TimeMax: X 軸の最大値 

  Gate: ゲートに接続する SMU、一次掃引、電圧出力 

  VgStart: 掃引スタート電圧 

  VgStop: 掃引ストップ電圧 

  VgStep: 掃引ステップ電圧 

  Ibd: デバイス破壊とみなすゲート電流 

  Subs: サブストレートに接続する SMU、定電圧出力 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[User Function] 

  IgatePerArea=Igate/Lg/Wg 

  IsubsPerArea=Isubs/Lg/Wg 

  Qbdi=integ(Igate,Time)/Lg/Wg 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：タイムスタンプ TimeList (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 IgateList (LOG) 

  Y2 軸：ゲート電圧 VgateList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  タイムスタンプ TimeList 
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  ゲート電流 IgateList 

  ゲート電圧 VgateList 

  デバイス破壊までの電荷量 QbdList 

 

[Test Output: Parameters] 

  ブレークダウン電圧 Vbd 

  デバイス破壊までの電荷量 Qbd 

  デバイス破壊までの時間 Tbd 
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1. Vth gmMax and Id: 線形外挿 Vth と定電流 Vth (A.04.00) 

2. Vth gmMax and Id [2HL]: 線形外挿 Vth と定電流 Vth (A.06.10) 
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12.1 Vth gmMax and Id: 線形外挿 Vth と定電流 Vth (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  MOSFET Id-Vg 特性を測定し、線形外挿法によるしきい値電圧(Vth)と定電流法によるしきい値電圧

(Vth@Id)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Id@Vth: 定電流法による Vth を決定するドレイン電流 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU (定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IsubsLimit: サブストレート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[Analysis Function] 
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  gmMax=max(gm) 

  Von=@L1X（Line1 の X 切片） 

  Vth=Von-Vd/2 

  Vth@Id=@MX (マーカの X 座標) 

 

  Vth は次式から求める。 

  Vth=Vg(gmMax)-Id(gmMax)/gmMax 

  Vd/2 は理論式における Vd の 2 次の項を補正するため。 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  線形外挿法によるしきい値電圧 Vth 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 

  定電流法によるしきい値電圧 Vth@Id 

 

[Auto Analysis] (Vth_gmmax and Id テスト定義内部に設定) 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 

 

[Auto Analysis] (Vth_gmmax and Id テスト定義の後に設定) 

  Marker: Idrain=Id@Vth*Polarity を示すデータ点 
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12.2 Vth gmMax and Id [2HL]: 線形外挿 Vth と定電流 Vth (A.06.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOSFET Id-Vg 特性を測定し、線形外挿法によるしきい値電圧(Vth)と定電流法によるしきい値電圧

(Vth@Id)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Id@Vth: 定電流法による Vth を決定するドレイン電流 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

  Vd: ドレイン電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gm=diff(Idrain,Vgate) 

 

[Analysis Function] 

  gmMax=max(gm) 

  Von=@L1X（Line1 の X 切片） 

  Vth=Von-Vd/2 

  Vth@Id=@MX (マーカの X 座標) 
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  Vth は次式から求める。 

  Vth=Vg(gmMax)-Id(gmMax)/gmMax 

  Vd/2 は理論式における Vd の 2 次の項を補正するため。 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

  Y3 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  線形外挿法によるしきい値電圧 Vth 

  相互コンダクタンス最大値 gmMax 

  定電流法によるしきい値電圧 Vth@Id 

 

[Auto Analysis] (Vth_gmmax and Id テストセットアップ内部に設定) 

  Line1: gm=gmMax における Y1 データを通る接線 

 

[Auto Analysis] (Vth_gmmax and Id テストセットアップの後に設定) 

  Marker: Idrain=Id@Vth*Polarity を示すデータ点 
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1. Solar Cell Cp-AC Level:  Solar Cell Cp-Vac characteristics (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

2. Solar Cell Cp-Freq Log:  Solar Cell Cp-f characteristics (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

3. Solar Cell Cp-V:  Cp-V characteristics of Solar Cell (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

4. Solar Cell DLCP:  Solar Cell drive-level capacitance profiling (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

5. Solar Cell IV:  Solar Cell IV characteristics (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

6. Solar Cell IV [1HL]:  Solar Cell IV characteristics (A.06.10) 

7. Solar Cell IV Fwd:  Solar Cell forward bias characteristics (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

8. Solar Cell IV Fwd [1HL]:  Solar Cell forward bias characteristics (A.06.10) 

9. Solar Cell IV Rev:  Solar Cell reverse bias characteristics (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

10. Solar Cell IV Rev [1HL]:  Solar Cell reverse bias characteristics (A.06.10) 

11. Solar Cell Nc-W: Nc-W characteristics of Solar Cell (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

12. Solar Cell Nyquist Plot:  Solar Cell Nyquist Plot (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 
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13.1 Solar Cell Cp-AC Level: Solar Cell Cp-Vac characteristics 
(A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description]   

  Measures the anode-cathode capacitance (Cp) of the solar cell with sweeping the signal level (Vac), and 

plots the Cp-Vac characteristics. 

  DC bias output is fixed at Vdc.  Vac is swept for the peak-to-peak voltage Vpp to change from VppStart 

to VppStop in VppStep steps. The maximum and minimum value of the applied voltage should be kept Vdc, 

Vdc-Vpp respectively. The CMU performs spot measurement of the parallel capacitance (Cp) and 

conductance (G) at each signal level. 

 

[Reference] 

  IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells Using the B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4428EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Required Modules and Accessories] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 unit 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Area: Area of the solar cell 

  Es: Relative permittivity of semiconductor  

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  VppStart: Peak-to-peak voltage (Vpp) start value 

  VppStop: Vpp stop value 

  VppStep: Vpp step value 

  FREQ: Measurement frequency 

  Anode: CMU connected between Anode and Cathode (CV spot measurement) 

  Vdc: Anode-Cathode voltage, constant voltage output 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  CpMin: Minimum value of Cp axis for X-Y graph 

  CpMax: Maximum value of Cp axis for X-Y graph 

  GMin: Minimum value of G axis for X-Y graph 

  GMax: Maximum value of G axis for X-Y graph 

 

[Measurement Parameters] 
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  Parallel capacitance cp 

  Conductance g 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  d=g/(2*PI*FREQ*cp) 

  rp=1/g 

  Vpp=OscLevel*2*sqrt(2) 

  vc=Vc 

 

[Analysis Function] 

 

 

[X-Y Graph] 

  X axis: Peak-to-peak voltage Vpp (LINEAR) 

  Y1 axis: Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) cp (LINEAR) 

  Y2 axis: Conductance g (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Peak-to-peak voltage Vpp 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) cp 

  Conductance g 

 

[Parameters Display Area] 

 

 

[Auto Analysis] 

 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X axis: Peak-to-peak voltage VPP (LINEAR) 

  Y1 axis: Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) Cp (LINEAR) 

  Y2 axis: Conductance G (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  Peak-to-peak voltage VPP 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance Cp 

  Conductance G 

  Dissipation factor D 

  Parallel resistance Rp 

  Actual DC bias voltage VC 

 

[Test Output: Parameters Display Area] 

  Intercept of Cp-Vac characteristics C0 

  Slope of Cp-Vac characteristics C1 

  Drive-level density Ndl 

  Depletion width W 
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13.2 Solar Cell Cp-Freq Log: Solar Cell Cp-f characteristics 
(A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

  Measures Solar Cell's characteristics of anode-to-cathode capacitance (Cp, linear) vs frequency (f, log). 

The measurement frequency is 10 points per decade. 

 

[Reference] 

  IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells Using the B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4428EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Required Modules and Accessories] 

  1 unit of Keysight B1520A MFCMU  

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  Anode: CMU connected between Anode and Cathode 

  FreqStart: Sweep start frequency 

  NoOfDecade: Number of decades for data collection 

  OscLevel: Measurement signal level 

  Vdc: Anode-Cathode voltage, constant voltage output 

 

[Extended Test Parameters] 

  Hold_time: Hold time 

  Delay_time: Delay time 

  Cp_Min: Minimum value of Cp axis for X-Y graph 

  Cp_Max: Maximum value of Cp axis for X-Y graph 

  G_Min: Minimum value of G for axis for X-Y graph 

  G_Max: Maximum value of G axis for X-Y graph 

 

[Measurement Parameters] 

  Parallel capacitance Cp 

  Conductance G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*Freq*Cp) 

  Rp=1/G 
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  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*Freq*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

 

[Analysis Function] 

 

 

[X-Y Graph] 

  X axis: Frequency Freq (LOG) 

  Y1 axis: Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) Cp (LINEAR) 

  Y2 axis: Conductance G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Frequency Freq 

  Bias voltage Vanode 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) Cp 

  Conductance G 

  Parallel resistance Rp 

  Dissipation factor D 

  Impedance Z 

  Phase Theta 

 

[Parameters Display Area] 

 

 

[Auto Analysis] 

 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X axis: Frequency FreqList (LOG) 

  Y1 axis: Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) CpList (LINEAR) 

  Y2 axis: Conductance GList (LINEAR) 

  Y3 axis: Impedance ZList (LOG) 

  Y4 axis: Phase ThetaList (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  Frequency FreqList 

  Bias voltage VcList 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) CpList 

  Conductance GList 

  Parallel resistance RpList 

  Dissipation factor DList 

  Impedance ZList 

  Phase ThetaList 

 

[Test Output: Parameters Display Area] 
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13.3 Solar Cell Cp-V: Cp-V characteristics of Solar Cell 
(A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description]   

  Measures the capacitance (Cp) of the solar cell with sweeping the bias voltage, and plots the Cp-Vdc 

characteristics. 

 

[Reference] 

  IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells Using the B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4428EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Required Modules and Accesories] 

  1 unit of Keysight B1520A MFCMU 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Area: Area of the solar cell 

  Es: Relative permittivity of semiconductor  

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  FREQ: Measurement frequency 

  OscLevel: Measurement signal level 

  Anode: CMU connected between Anode and Cathode (CV sweep measurement) 

  VdcStart: DC bias start voltage 

  VdcStop: DC bias stop voltage 

  VdcStep: DC bias step voltage 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  CpMin: Minimum value of Cp axis for X-Y graph 

  CpMax: Maximum value of Cp axis for X-Y graph 

  GMin: Minimum value of G axis for X-Y graph 

  GMax: Maximum value of G axis for X-Y graph 

  NMin: Minimum value of N axis for X-Y graph 

  NMax: Maxmum value of N axis for X-Y graph 

 

[Measurement Parameters] 

  Parallel capacitance Cp 

  Conductance G 
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[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  E0=8.854188E-14 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Vdc=Vanode 

  Cp_2=1/(Cp^2) 

  diff_Cp_2=diff(Cp_2,Vdc) 

  N=-2/(q*Es*E0*(Area^2)*diff_Cp_2) 

  W=Es*(E0)*Area/Cp/10^2 

 

[Analysis Function] 

 

 

[X-Y Graph] 

  X axis: Anode-Cathode voltage Vdc (LINEAR) 

  Y1 axis: Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) Cp (LINEAR) 

  Y2 axis: Inverted value of the squared Cp (LINEAR) 

  Y3 axis: Conductance G (LINEAR) 

  Y4 axis: Carrier density N (LOG) 

  Y5 axis: Depletion width W (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Anode-Cathode voltage Vdc 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) Cp 

  Conductance G 

  Parallel resistance Rp 

  Dissipation factor D 

  Carrier density N 

  Depletion width W 

  

[Parameters Display Area] 

 

 

[Auto Analysis] 
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13.4 Solar Cell DLCP: Solar Cell drive-level capacitance profiling 
(A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description]   

  Measures the anode-cathode capacitance (Cp)-DC bias output(Vdc) characteristics of the solar cell with 

sweeping the signal level (Vac), and plots the drive-level density (Ndl) - the depletion width (W) 

characteristics. 

  Vdc is changed from VdcStart to VdcStop in VdcStep steps. Vac is swept for the peak-to-peak voltage 

Vpp to change from VppStart to VppStop in VppStep steps. The maximum and minimum value of the 

applied voltage should be kept Vdc, Vdc-Vpp respectively. The CMU performs Vdc sweep measurement of 

the parallel capacitance (Cp) and conductance (G) at each signal level. 

 

[Reference] 

  IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells Using the B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4428EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Required Modules and Accessories] 

  1 unit of Keysight B1520A MFCMU  

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Area: Area of the solar cell 

  Es: Relative permittivity of semiconductor  

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  VppStart: Peak-to-peak voltage (Vpp) start value 

  VppStop: Vpp stop voltage 

  VppStep: Vpp step voltage 

  FREQ: Measurement frequency 

  Anode: CMU connected between Anode and Cathode (CV spot measurement) 

  VdcStart: DC bias voltage (Vdc) start voltage 

  VdcStop: Vdc stop voltage 

  Vdcstep: Vdc step voltage 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  CpMin: Minimum value of Cp axis for X-Y graph 

  CpMax: Maximum value of Cp axis for X-Y graph 

  GMin: Minimum value of G axis for X-Y graph 
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  GMax: Maximum value of G axis for X-Y graph 

  NdlMin: Minimum value of Ndl axis for X-Y graph 

  NdlMax: Maximum value of Ndl axis for X-Y graph 

  WMin: Minimum value of W axis for X-Y graph 

  WMax: Maximum value of W axis for X-Y graph 

 

[Measurement Parameters] 

  Parallel capacitance cp 

  Conductance g 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  d=g/(2*PI*FREQ*cp) 

  rp=1/g 

  Vpp=OscLevel*2*sqrt(2) 

 

[Analysis Function] 

 

[X-Y Graph] 

  X axis: DC bias voltage Vosc(LINEAR) 

  Y1 axis: Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) cp (LINEAR) 

  Y2 axis: Conductance g (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Peak-to-peak voltage Vpp 

  DC bias voltage Vosc 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) cp 

  Conductance g 

 

[Parameters Display Area] 

 

[Auto Analysis] 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X axis: Depletion width W(LINEAR) 

  Y1 axis: Drive-level density Ndl (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  Drive-level density Ndl 

  Depletion width W 

  Intercept of Cp-Vac characteristics C0 

  Slope of Cp-Vac characteristics C1 

  Peak-to-peak voltage VPP 

  DC bias voltage setting VDC 

  Actual DC bias voltage VDCACT 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance Cp 

  Conductance G 

 

[Test Output: Parameters Display Area] 
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13.5 Solar Cell IV: Solar Cell IV characteristics (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 
 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

  Measures anode voltage vs anode current characteristics of the solar cell. 

 

[Reference] 

  IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells Using the B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4428EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar cell 

 

[Required Modules and Accessories] 

  1 unit among the followings 

    Keysight B1510A HPSMU 

    Keysight B1511A MPSMU 

    Keysight B1517A HRSMU 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Icomp: Current compliance 

  Area: Area of solar cell 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  Anode: SMU connected to Anode terminal, primary sweep voltage output 

  VanodeStart: Sweep start voltage for Anode terminal 

  VanodeStop: Sweep stop voltage for Anode terminal 

  VanodeStep: Sweep step voltage for Anode terminal 

  Cathode: SMU or GNDU connected to Cathode terminal, constant voltage output (0V) 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  AnodeMinRng: Minimum range for the anode current measurement 

 

[Measurement Parameters] 

  Ianode: Anode current of the solar cell 

 

[User Function] 

  Power=-1*Ianode*Vanode 

  Isolar=-1*Ianode 

  Jsolar=-1*Ianode/Area 

  Vsolar=Vanode 
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[Analysis Function] 

 

 

[X-Y Graph]     

  X axis: Anode voltage of the solar cell Vsolar (LINEAR) 

  Y1 axis: Anode current of the solar cell Isolar (LINEAR) 

  Y2 axis: Power of the solar cell Power (LINEAR) 

  Y3 axis: Anode current density of the solar cell Jsolar (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Anode voltage of the solar cell Vsolar 

  Anode current of the solar cell Isolar 

  Power of the solar cell Power 

  Anode current density of the solar cell Jsolar 

 

[Parameters Display Area] 

 

 

[Auto Analysis] 
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13.6 Solar Cell IV [1HL]: Solar Cell IV characteristics (A.06.10) 
 
[Supported Analyzer] 

  B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[Description] 

  Measures anode voltage vs anode current characteristics of the solar cell. 

 

[Reference] 

  IV Characterizations of Solar Cells Using the B2900 Series of SMUs 

  http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6660EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar cell 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Icomp: Current compliance 

  Area: Area of solar cell 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  Anode: High connected to Anode terminal, primary sweep voltage output 

  VanodeStart: Sweep start voltage for Anode terminal 

  VanodeStop: Sweep stop voltage for Anode terminal 

  VanodeStep: Sweep step voltage for Anode terminal 

  Cathode: Low connected to Cathode terminal, constant voltage output (0V) 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  AnodeMinRng: Minimum range for the anode current measurement 

 

[Measurement Parameters] 

  Ianode: Anode current of the solar cell 

 

[User Function] 

  Power=-1*Ianode*Vanode 

  Isolar=-1*Ianode 

  Jsolar=-1*Ianode/Area 

  Vsolar=Vanode 

 

[Analysis Function] 

 

 

[X-Y Graph]     

  X axis: Anode voltage of the solar cell Vsolar (LINEAR) 
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  Y1 axis: Anode current of the solar cell Isolar (LINEAR) 

  Y2 axis: Power of the solar cell Power (LINEAR) 

  Y3 axis: Anode current density of the solar cell Jsolar (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Anode voltage of the solar cell Vsolar 

  Anode current of the solar cell Isolar 

  Power of the solar cell Power 

  Anode current density of the solar cell Jsolar 

 

[Parameters Display Area] 

 

 

[Auto Analysis] 
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13.7 Solar Cell IV Fwd: Solar Cell forward bias characteristics 
(A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

  Measures the forward bias anode voltage vs anode current characteristics of the solar cell. 

 

[Reference] 

  IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells Using the B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4428EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Required Modules and Accessories] 

  1 unit among the followings 

    Keysight B1510A HPSMU 

    Keysight B1511A MPSMU 

    Keysight B1517A HRSMU 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Icomp: Current compliance 

  Area: Area of solar cell 

  E: Input light irradiance 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  Anode: SMU connected to Anode terminal, primary sweep voltage output 

  VanodeStart: Sweep start voltage for Anode terminal 

  VanodeStop: Sweep stop voltage for Anode terminal 

  VanodeStep: Sweep step voltage for Anode terminal 

  Cathode: SMU or GNDU connected to Cathode terminal, constant voltage output (0V) 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  AnodeMinRng: Minimum range for the anode current measurement 

 

[Measurement Parameters] 

  Ianode: Anode current of the solar cell 

 

[User Function] 

  Power=-1*Ianode*Vanode 

  Isolar=-1*Ianode 



13 Sollar Cell 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 13-16 

  Vsolar=Vanode 

  Jsolar=-1*Ianode/Area 

  Idiff=diff(Isolar,Vsolar) 

 

[Analysis Function] 

  Pmax=max(Power) 

  Vmax=@MX 

  Imax=@MY 

  Isc=at(Isolar,1,1) 

  Jsc=at(Jsolar,1,1) 

  Voc=@L2X 

  FF=(@MX*@MY)/(at(Isolar,1,1)*@L2X) 

  CE=(@MX*@MY)/(Area*E)*100 

  Rsh=-1/at(Idiff,1,1) 

  Rs=-1/@L2G 

 

  FF(Fill Factor) and CE(Conversion Efficiency) are given by the following formulas. 

  FF=Pmax/(Isc*Voc) 

  CE=Pmax/Area*E 

 

[X-Y Graph]     

  X axis: Anode voltage of the solar cell Vsolar (LINEAR) 

  Y1 axis: Anode current of the solar cell Isolar (LINEAR) 

  Y2 axis: Power of the solar cell Power (LINEAR) 

  Y3 axis: Anode current density of the solar cell Jsolar (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Anode voltage of the solar cell Vsolar 

  Anode current of the solar cell Isolar 

  Power of the solar cell Power 

  Anode current density of the solar cell Jsolar 

 

[Parameters Display Area] 

  Maximum power output of the cell Pmax 

  Voltage at Pmax Vmax 

  Current at Pmax Imax 

  Short-circuit current Isc 

  Short-circuit current density Jsc 

  Open-circuit voltage Voc 

  Fill factor FF 

  Conversion efficiency of the cell CE 

  Shunt resistance of the cell Rsh 

  Series resistance of the cell Rs 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Tangent line for Y1 at Power=Pmax 

  Line2: Tangent line for Y1 at Isolar=0 
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13.8 Solar Cell IV Fwd [1HL]: Solar Cell forward bias characteristics (A.06.10) 
 
[Supported Analyzer] 

  B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[Description] 

  Measures the forward bias anode voltage vs anode current characteristics of the solar cell. 

 

[Reference] 

  IV Characterizations of Solar Cells Using the B2900 Series of SMUs 

  http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6660EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Icomp: Current compliance 

  Area: Area of solar cell 

  E: Input light irradiance 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  Anode: High connected to Anode terminal, primary sweep voltage output 

  VanodeStart: Sweep start voltage for Anode terminal 

  VanodeStop: Sweep stop voltage for Anode terminal 

  VanodeStep: Sweep step voltage for Anode terminal 

  Cathode: Low connected to Cathode terminal, constant voltage output (0V) 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  AnodeMinRng: Minimum range for the anode current measurement 

 

[Measurement Parameters] 

  Ianode: Anode current of the solar cell 

 

[User Function] 

  Power=-1*Ianode*Vanode 

  Isolar=-1*Ianode 

  Vsolar=Vanode 

  Jsolar=-1*Ianode/Area 

  Idiff=diff(Isolar,Vsolar) 

 

[Analysis Function] 

  Pmax=max(Power) 

  Vmax=@MX 
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  Imax=@MY 

  Isc=at(Isolar,1,1) 

  Jsc=at(Jsolar,1,1) 

  Voc=@L2X 

  FF=(@MX*@MY)/(at(Isolar,1,1)*@L2X) 

  CE=(@MX*@MY)/(Area*E)*100 

  Rsh=-1/at(Idiff,1,1) 

  Rs=-1/@L2G 

 

  FF(Fill Factor) and CE(Conversion Efficiency) are given by the following formulas. 

  FF=Pmax/(Isc*Voc) 

  CE=Pmax/Area*E 

 

[X-Y Graph]     

  X axis: Anode voltage of the solar cell Vsolar (LINEAR) 

  Y1 axis: Anode current of the solar cell Isolar (LINEAR) 

  Y2 axis: Power of the solar cell Power (LINEAR) 

  Y3 axis: Anode current density of the solar cell Jsolar (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Anode voltage of the solar cell Vsolar 

  Anode current of the solar cell Isolar 

  Power of the solar cell Power 

  Anode current density of the solar cell Jsolar 

 

[Parameters Display Area] 

  Maximum power output of the cell Pmax 

  Voltage at Pmax Vmax 

  Current at Pmax Imax 

  Short-circuit current Isc 

  Short-circuit current density Jsc 

  Open-circuit voltage Voc 

  Fill factor FF 

  Conversion efficiency of the cell CE 

  Shunt resistance of the cell Rsh 

  Series resistance of the cell Rs 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Tangent line for Y1 at Power=Pmax 

  Line2: Tangent line for Y1 at Isolar=0 



13 Sollar Cell 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 13-19 

13.9 Solar Cell IV Rev: Solar Cell reverse bias characteristics 
(A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

  Measures the reverse bias anode voltage vs anode current characteristics of the solar cell. 

 

[Reference] 

  IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells Using the B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4428EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Required Modules and Accessories] 

  1 unit among the followings 

    Keysight B1510A HPSMU 

    Keysight B1511A MPSMU 

    Keysight B1517A HRSMU 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Icomp: Current compliance 

  Area: Area of Solar Cell 

  V_rsh: Voltatge to estimate Rsh from the slope of IV characteristics 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  Anode: SMU connected to Anode terminal, primary sweep voltage output 

  VanodeStart: Sweep start voltage for Anode terminal 

  VanodeStop: Sweep stop voltage for Anode terminal 

  VanodeStep: Sweep step voltage for Anode terminal 

  Cathode: SMU or GNDU connected to Cathode terminal, constant voltage output (0V) 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  AnodeMinRng: Minimum range for the anode current measurement 

 

[Measurement Parameters] 

  Ianode: Anode current of the solar cell  

 

[User Function] 

  Isolar=-1*Ianode 

  Jsolar=-1*Ianode/Area 
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  Vsolar=Vanode 

 

[Analysis Function] 

  Rsh=-1/@L1G 

 

[X-Y Graph] 

  X axis: Anode voltage of the solar cell Vsolar (LINEAR) 

  Y1 axis: Anode current of the solar cell Isolar (LINEAR) 

  Y2 axis: Anode current density of the solar cell Jsolar (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Anode voltage of the solar cell Vsolar 

  Anode current of the solar cell Isolar 

  Anode current density of the solar cell Jsolar 

 

[Parameters Display Area] 

  Shunt Resistance of the cell Rsh 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Tangent line for Y1 at Vsolar=V_rsh 
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13.10 Solar Cell IV Rev [1HL]:  Solar Cell reverse bias characteristics (A.06.10) 
 

[Supported Analyzer] 

  B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[Description] 

  Measures the reverse bias anode voltage vs anode current characteristics of the solar cell. 

 

[Reference] 

  IV Characterizations of Solar Cells Using the B2900 Series of SMUs 

  http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6660EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Icomp: Current compliance 

  Area: Area of Solar Cell 

  V_rsh: Voltatge to estimate Rsh from the slope of IV characteristics 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  Anode: High connected to Anode terminal, primary sweep voltage output 

  VanodeStart: Sweep start voltage for Anode terminal 

  VanodeStop: Sweep stop voltage for Anode terminal 

  VanodeStep: Sweep step voltage for Anode terminal 

  Cathode: Low connected to Cathode terminal, constant voltage output (0V) 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  AnodeMinRng: Minimum range for the anode current measurement 

 

[Measurement Parameters] 

  Ianode: Anode current of the solar cell  

 

[User Function] 

  Isolar=-1*Ianode 

  Jsolar=-1*Ianode/Area 

  Vsolar=Vanode 

 

[Analysis Function] 

  Rsh=-1/@L1G 

 

[X-Y Graph] 

  X axis: Anode voltage of the solar cell Vsolar (LINEAR) 
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  Y1 axis: Anode current of the solar cell Isolar (LINEAR) 

  Y2 axis: Anode current density of the solar cell Jsolar (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Anode voltage of the solar cell Vsolar 

  Anode current of the solar cell Isolar 

  Anode current density of the solar cell Jsolar 

 

[Parameters Display Area] 

  Shunt Resistance of the cell Rsh 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Tangent line for Y1 at Vsolar=V_rsh 



13 Sollar Cell 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 13-23 

13.11 Solar Cell Nc-W: Nc-W characteristics of Solar Cell 
(A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description]   

  Measures the capacitance (Cp) of the solar cell with sweeping the bias voltage, and plots the carrier 

density (Nc) - the depletion width (W) characteristics. 

 

[Reference] 

  IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells Using the B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4428EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Required Modules and Accesories] 

  1 unit of Keysight B1520A MFCMU 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

  Area: Area of the solar cell 

  Es: Relative permittivity of semiconductor  

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  FREQ: Measurement frequency 

  OscLevel: Measurement signal level 

  Anode: CMU connected between Anode and Cathode (CV sweep measurement) 

  VdcStart: DC bias start voltage 

  VdcStop: DC bias stop voltage 

  VdcStep: DC bias step voltage 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: Hold time 

  DelayTime: Delay time 

  NMin: Minimum value of N axis for X-Y graph 

  NMax: Maxmum value of N axis for X-Y graph 

  WMin: Minimum value of W axis for X-Y graph 

  WMax: Maximum value of W axis for X-Y graph 

  CpMin: Minimum value of Cp axis for X-Y graph 

  CpMax: Maximum value of Cp axis for X-Y graph 

 

[Measurement Parameters] 

  Parallel capacitance Cp 

  Conductance G 
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[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  E0=8.854188E-14 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Vdc=Vanode 

  Cp_2=1/(Cp^2) 

  diff_Cp_2=diff(Cp_2,Vdc) 

  N=-2/(q*Es*E0*(Area^2)*diff_Cp_2) 

  W=Es*(E0)*Area/Cp/10^2 

 

[Analysis Function] 

 

 

[X-Y Graph] 

  X axis: Depletion width W (LINEAR) 

  Y1 axis: Carrier density N (LINEAR) 

  Y2 axis: Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) Cp (LINEAR) 

  Y3 axis: Inverted value of the squared Cp (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Depletion width W 

  Carrier density N 

  Anode-Cathode voltage Vdc 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) Cp 

  Conductance G 

  Parallel resistance Rp 

  Dissipation factor D 

  

[Parameter Display Area] 

 

 

[Auto Analysis] 
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13.12 Solar Cell Nyquist Plot: Solar Cell Nyquist Plot 
(A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

  Measures Solar Cell's characteristics of anode-to-cathode capacitance (Cp, linear) vs frequency (f, log) 

and makes Nyquist plot. The measurement frequency is 10 points per decade. 

 

[Reference] 

  IV and CV Characterizations of Solar/Photovoltaic Cells Using the B1500A 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-4428EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  Solar Cell 

 

[Required Modules and Accessories] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 unit 

 

[Device Parameters] 

  Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: Integration time 

  Anode: CMU connected between Anode and Cathode 

  FreqStart: Sweep start frequency 

  NoOfDecade: Number of decades for data collection 

  OscLevel: Measurement signal level 

  Vdc: Anode-Cathode voltage, constant voltage output 

 

[Extended Test Parameters] 

  Hold_time: Hold time 

  Delay_time: Delay time 

  Z1_Max: Maximum value of Z1 axis for X-Y graph 

  Z2_Max: Maximum value of Z2 axis for X-Y graph 

 

[Measurement Parameters] 

  Parallel capacitance Cp 

  Conductance G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Z1=G/(G^2+(2*PI*Freq*Cp)^2) 

  Z2=(2*PI*Freq*Cp)/(G^2+(2*PI*Freq*Cp)^2) 
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[Analysis Function] 

 

 

[X-Y Graph] 

  X axis: Frequency Freq (LOG) 

  Y1 axis: Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) Cp (LINEAR) 

  Y2 axis: Conductance G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Frequency Freq 

  Bias voltage Vanode 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) Cp 

  Conductance G 

  Parallel resistance Rp 

  Dissipation factor D 

  Real part of the impedance Z1 

  Imaginary part of the impedance Z2 

 

[Parameters Display Area] 

 

 

[Auto Analysis] 

 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X axis: Real part of the impedance Z1List (LINEAR) 

  Y1 axis: Imaginary part of the impedance Z2List (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  Frequency FreqList 

  Bias voltage VcList 

  Anode-Cathode capacitance (parallel capacitance) CpList 

  Conductance GList 

  Parallel resistance RpList 

  Dissipation factor DList 

  Real part of the impedance Z1List 

  Imaginary part of the impedance Z2List 

 

[Test Output: Parameters Display Area] 
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1. SPGU_PLSDIV: SPGU PLSDIV (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

2. SPGU PLSDIV Id-Vd: SPGU PLSDIV Id-Vd (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 

3. SPGU PLSDIV Id-Vg: SPGU PLSDIV Id-Vg (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 
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14.1 SPGU PLSDIV (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 
 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

  Performs the SPGU output setup and the measurement setup. 

  Click the Single button to perform the SPGU output and measurement. 

 

[Reference] 

  Easy High Power Pulsed IV Measurement Using the Keysight B1500A's HV-SPGU Module 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3786EN.pdf 

 

[Test Parameters] 

  Period: Pulse period (*Adjust the time using Period_adj) 

  Period_adj: The time for compensating the period setting (*1) 

 

(*1) SPGU PLDIV is realized by repeating a single pulse, thus the actual period is 'Period' plus overhead to 

repeat a single pulse. Period_adj is the overhead value for compensating the actual period. You have to 

monitor the actual waveform by an oscilloscope to tune it. The default value is tuned for B1500A A.05.02 

on Windows 7. 

 

[SPGU1 and SPGU2] 

  SPGU: SPGU channel to use 

    SPGU1: Primary sweep 

    SPGU2: Secondary sweep 

  Delay: Pulse delay time 

  Width: Pulse width 

  Transition: Pulse transition (leading, trailing) time 

  Start: Start voltage 

  Stop: Stop voltage 

  Step: Step voltage 

  Base: Pulse base voltage 

 

[Meas] 

  MeasCh: Measurement SPGU channel 

  MeasDelay: Delay till start of measurement 

  MeasInterval: Measuring interval 

  NumOfAverage: Measurement repetitions 

  MeasAdjust: Status of measurement adjustment function 

  MeasMaxCurrent: Measurement Maximum Current (*2) 

  OverCurrentStopCondition: Less or Greater_Or_Equal (*2) 

 

(*2) When maximum current force ability of SPGU is exceeded, SPGU output will be disconnected 

automatically. In order to avoid disconnection, if 'Less' is set to 'OverCurrentStopCondition', over current is 

judged by a predicted current value before reaching the meas max current.  
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[SMU1 and SMU2] 

  SMU: SMU channel 

  Voltage: SMU output voltage 

  Icomp: SMU current compliance value 

 

[Extended Test Parameters] 

  LogLevel: Disable (0) or Enable (>=1) 

  LogFile: Absolute path name of the log file 

  LoopMax: Maximum loop count of measurement adjustment 

  LimitAbs: Limit when target voltage = 0 of measurement adjustment 

  LimitRate: Limit when target voltage != 0 of measurement adjustment 

  Damper: Damper coefficient of measurement adjustment 

  VbOption1: Select the SPGU1 base voltage will be Base1 or Peak1. (*3) 

  VbOption2: Select the SPGU2 base voltage will be Base2 or Peak2. (*3) 

 

(*3) If you select 'Peak' for VbOption, the pulse base voltage is same as Peak, and the output waveform 

will be kind of pseudo-DC bias. 
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14.2 SPGU PLSDIV Id-Vd (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 
 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

  Measures the drain current vs drain voltage characteristics of MOSFET with pulsed gate and drain 

voltage using SPGU. 

 

[Reference] 

  Easy High Power Pulsed IV Measurement Using the Keysight B1500A's HV-SPGU Module 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3786EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  MOSFET 

 

[Device Parameters] 

  Lg: Gate length 

  Wg: Gate width 

  Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

  Period: Pulse period 

  Period_adj: The time for compensating the period setting (*1) 

 

(*1) SPGU PLDIV is realized by repeating a single pulse, thus the actual period is 'Period' plus overhead to 

repeat a single pulse. Period_adj is the overhead value for compensating the actual period. You have to 

monitor the actual waveform by an oscilloscope to tune it. The default value is tuned for B1500A A.05.02 

on Windows 7. 

 

  Gate: Gate terminal definition 

  VgStart: Gate start voltage 

  VgStop: Gate stop voltage 

  VgStep: Gate step voltage 

  VgBase: Gate pulse base voltage 

  GateDelay: Gate pulse delay time 

  GateWidth: Gate pulse width 

  GateTransition: Gate pulse transition (leading, trailing) time 

 

  Drain: Drain terminal definition 

  VdStart: Drain start voltage 

  VdStop: Drain stop voltage 

  VdStep: Drain step voltage 

  VdBase: Drain pulse base voltage 

  IdLimit: Current limitation for drain terminal 

  DrainDelay: Drain pulse delay time 

  DrainWidth: Drain pulse width 
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  DrainTransition: Drain pulse transition (leading, trailing) time 

 

  MeasDelay: Delay till start of measurement 

  MeasInterval: Measuring interval 

  NumOfAverage: Measurement repetitions 

 

[Extended Test Parameters] 

  LogLevel: Disable (0) or Enable (>=1) 

  LogFile: Absolute path name of the log file 

  LoopMax: Maximum loop count of measurement adjustment 

  LimitAbs: Limit when target voltage = 0 of measurement adjustment 

  LimitRate: Limit when target voltage != 0 of measurement adjustment 

  Damper: Damper coefficient of measurement adjustment 

  VgBaseOption: Select the gate base voltage will be VgBase or VgPeak (*2) 

  VdBaseOption: Select the drain base voltage will be VdBase or VdPeak (*2) 

 

(*2) If you select 'VxPeak' for VxBaseOption, the pulse base voltage is same as Peak, and the output 

waveform will be kind of pseudo-DC bias. 
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14.3 SPGU PLSDIV Id-Vg (A.05.03.2013.0124_2013.02.27.1) 
 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

  Measures the drain current vs gate voltage characteristics of MOSFET with pulsed gate and drain voltage 

using SPGU. 

 

[Reference] 

  Easy High Power Pulsed IV Measurement Using the Keysight B1500A's HV-SPGU Module 

  http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-3786EN.pdf 

 

[Device Under Test] 

  MOSFET 

 

[Device Parameters] 

  Lg: Gate length 

  Wg: Gate width 

  Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

  Period: Pulse period 

  Period_adj: The time for compensating the period setting (*1) 

 

(*1) SPGU PLDIV is realized by repeating a single pulse, thus the actual period is 'Period' plus overhead to 

repeat a single pulse. Period_adj is the overhead value for compensating the actual period. You have to 

monitor the actual waveform by an oscilloscope to tune it. The default value is tuned for B1500A A.05.02 

on Windows 7. 

 

  Gate: Gate terminal definition 

  VgStart: Gate start voltage 

  VgStop: Gate stop voltage 

  VgStep: Gate step voltage 

  VgBase: Gate pulse base voltage 

  GateDelay: Gate pulse delay time 

  GateWidth: Gate pulse width 

  GateTransition: Gate pulse transition (leading, trailing) time 

 

  Drain: Drain terminal definition 

  Vd: Drain bias 

  IdLimit: Current limitation for drain terminal 

  DrainDelay: Drain pulse delay time 

  DrainWidth: Drain pulse width 

  DrainTransition: Drain pulse transition (leading, trailing) time 

 

  MeasDelay: Delay till start of measurement 
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  MeasInterval: Measuring interval 

  NumOfAverage: Measurement repetitions 

 

[Extended Test Parameters] 

  LogLevel: Disable (0) or Enable (>=1) 

  LogFile: Absolute path name of the log file 

  LoopMax: Maximum loop count of measurement adjustment 

  LimitAbs: Limit when target voltage = 0 of measurement adjustment 

  LimitRate: Limit when target voltage != 0 of measurement adjustment 

  Damper: Damper coefficient of measurement adjustment 

  VgBaseOption: Select the gate base voltage will be VgBase or VgPeak (*2) 

  VdBaseOption: Select the drain base voltage will be VdBase or VdPeak (*2) 

 

(*2) If you select 'VxPeak' for VxBaseOption, the pulse base voltage is same as Peak, and the output 

waveform will be kind of pseudo-DC bias. 
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1. BVgb ThinOx:  MOS 容量 ゲート電流－ゲート電圧特性 (A.01.20) 

2. BVgb ThinOx [1HL]:  MOS 容量 ゲート電流－ゲート電圧特性 (A.06.10) 

3. BVgb:  MOS 容量 ゲート－基板間降伏電圧 (A.01.20) 

4. BVgb [1HL]:  MOS 容量 ゲート－基板間降伏電圧 (A.06.10) 

5. Cgb-Freq[2] Log:  Cgb-f 特性、2 端子 (A.01.20) 

6. Cgb-Vg 2Freq:  MOS 容量のゲート－基板間容量(Cgb)特性、2 周波法 (A.01.11) 

7. Cgb-Vg[2]:  MOS 容量のゲート－基板間容量(Cgb)特性 (A.01.11) 

8. Cj-Freq Log:  Cj-f 特性、接合素子 (A.01.20) 

9. Cj-V:  接合素子の接合容量 Cj-V 特性 (A.01.11) 

10. Diode BVAndCj-V ASU:  ダイオードの接合容量特性と耐圧特性、ASU 使用 (A.01.20) 

11. Diode BVAndCj-V SCUU:  ダイオードの接合容量特性と耐圧特性、SCUU 使用 (A.01.20) 

12. Ig-Vg Iforce:  MOS 容量 Ig-Vg 特性、電流掃引 (A.01.20) 

13. Ig-Vg Iforce [1HL]: MOS 容量 Ig-Vg 特性、電流掃引 (A.06.10) 

14. Ig-Vg Vforce:  MOS 容量 Ig-Vg 特性、電圧掃引 (A.01.20) 

15. Ig-Vg Vforce [1HL]:  MOS 容量 Ig-Vg 特性、電圧掃引 (A.06.10) 

16. Interconnect CouplingCap:  同層配線間容量 (A.01.11) 

17. Interconnect OverlapCap:  配線層間膜容量 (A.01.11) 

18. Junction BV:  接合素子の降伏電圧 (A.01.20) 

19. Junction BV [1HL]:  接合素子の降伏電圧 (A.06.10) 

20. Junction DcParam:  接合素子の DC パラメータ(Is,N,Rs) (A.01.20) 

21. Junction DcParam [1HL]:  接合素子の DC パラメータ(Is,N,Rs) (A.06.10) 

22. Junction IV Fwd:  ダイオードの順方向特性 (A.01.20) 

23. Junction IV Fwd [1HL]:  ダイオードの順方向特性 (A.06.10) 

24. Junction IV Rev:  ダイオードの逆方向特性 (A.01.20) 

25. Junction IV Rev [1HL]:  ダイオードの逆方向特性 (A.06.10) 

26. QSCV[2] C-Vg, Ig-Vg 特性（2 端子） (A.03.00) 

27. QSCV C Offset Meas オフセット容量測定 (A.03.00) 

28. Rdiff-I Kelvin:  拡散抵抗素子の R-I 特性、ケルビン接続 (A.01.11) 

29. Rdiff-I:  拡散抵抗素子の R-I 特性 (A.01.11) 

30. Rdiff-I [2HL]:  拡散抵抗素子の R-I 特性 (A.06.10) 

31. Rdiff-V Kelvin:  拡散抵抗素子の R-V 特性、ケルビン接続 (A.01.20) 

32. Rdiff-V:  拡散抵抗素子の R-V 特性 (A.01.20) 

33. Rdiff-V [2HL]:  拡散抵抗素子の R-V 特性 (A.06.10) 

34. R-I DVM:  微小抵抗測定、電流印加、3458A 使用 (A.01.20) 

35. R-I Kelvin:  抵抗の R-I 特性、ケルビン接続 (A.01.11) 

36. R-I Kelvin [2HL]:  抵抗の R-I 特性、ケルビン接続 (A.06.10) 

37. R-I:  抵抗の R-I 特性 (A.01.11) 

38. R-I [1HL]:  抵抗の R-I 特性 (A.06.10) 

39. R-V DVM:  微小抵抗測定、電圧印加、3458A 使用 (A.01.20) 

40. R-V Kelvin:  抵抗の R-V 特性、ケルビン接続 (A.01.20) 

41. R-V Kelvin [2HL]:  抵抗の R-V 特性、ケルビン接続 (A.06.10) 

42. R-V:  抵抗の R-V 特性 (A.01.20) 

43. R-V [1HL]:  抵抗の R-V 特性 (A.06.10) 

44. VanDerPauw Square:  ファンデアポウ パターンのシート抵抗 (A.01.11) 

45. VanDerPauw Square [2HL]:  ファンデアポウ パターンのシート抵抗 (A.06.10) 

46. Van Der Pau NonUniform: Application Test Library to measure resistance by Van Der Pau  

 NonUniform Method (A.06.10) 
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15.1 BVgb ThinOx: MOS 容量 ゲート電流－ゲート電圧特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  極薄ゲート絶縁膜を有する MOS 容量のゲート電流－ゲート電圧特性（Ig-Vg 特性）を抽出する。一次掃引

源を使用した擬似的な電圧パルスをゲート端子に印加して、パルス・ベースとパルス・ピークの両方でゲート

電流を測定します。この測定を ABS(VgStop-VgStart)/VgStep 回だけ繰り返すことによって Ig-Vg 特性を抽

出します。パルス・ベース電圧は一次掃引源のスタート値であり、VgLow パラメータで設定します。パルス・ピ

ーク電圧は一次掃引源のストップ値であり、Vg に対応します。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS 容量（MOS キャパシタ） 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: パルス・ピークのスタート値 

  VgStop: パルス・ピークのストップ値 

  VgStep: パルス・ピークのステップ値 

  VgLow: パルス・ベース電圧（一次掃引のスタート値） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

 

  VgStart、VgStop、VgStep は、一次掃引ストップ値の計算に使用されます。 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ゲート電流 Igate 

  基板電流 Isubs 

 

[User Function] 

  単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 IgatePerArea=Igate/Lg/Wg 

  単位ゲート面積あたりに換算した基板電流 IsubsPerArea=Isubs/Lg/Wg 
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[測定実行後の変数計算] 

  Buffer=getVectorData("Vgate") 

  V_gate=storeAt(Vgate,I,1,at(Buffer,2,1)) 

  Buffer=getVectorData("Igate") 

  I_gate=storeAt(Igate,I,1,at(Buffer,2,1)) 

  I_gate@LowVg=storeAt(Igate,I,1,at(Buffer,1,1)) 

  Val=at(Buffer,1,1) 

  Val=Val/Lg/Wg*1E-12 

  I_gate@LowVgPerArea=storeAt(I_gate@LowVgPerArea,I,1,Val) 

  Buffer=getVectorData("IgatePerArea") 

  I_gatePerArea=storeAt(I_gatePerArea,I,1,at(Buffer,1,1)) 

  I=I+1 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 V_gate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 I_gate (LOG) 

  Y2 軸：パルス・ベース電圧印加時のゲート電流 I_gate@LowVg (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 V_gate 

  ゲート電流 I_gate 

  パルス・ベース電圧印加時のゲート電流 I_gate@LowVg 

  単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 I_gatePerArea 

  単位ゲート面積あたりに換算した I_gate@LowVg I_gate@LowVgPerArea 
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15.2 BVgb ThinOx [1HL]: MOS 容量 ゲート電流－ゲート電圧特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  極薄ゲート絶縁膜を有する MOS 容量のゲート電流－ゲート電圧特性（Ig-Vg 特性）を抽出する。一次掃引

源を使用した擬似的な電圧パルスをゲート端子に印加して、パルス・ベースとパルス・ピークの両方でゲート

電流を測定します。この測定を ABS(VgStop-VgStart)/VgStep 回だけ繰り返すことによって Ig-Vg 特性を抽

出します。パルス・ベース電圧は一次掃引源のスタート値であり、VgLow パラメータで設定します。パルス・ピ

ーク電圧は一次掃引源のストップ値であり、Vg に対応します。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS 容量（MOS キャパシタ） 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: パルス・ピークのスタート値 

  VgStop: パルス・ピークのストップ値 

  VgStep: パルス・ピークのステップ値 

  VgLow: パルス・ベース電圧（一次掃引のスタート値） 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

 

  VgStart、VgStop、VgStep は、一次掃引ストップ値の計算に使用されます。 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

  単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 IgatePerArea=Igate/Lg/Wg 
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[測定実行後の変数計算] 

  Buffer=getVectorData("Vgate") 

  V_gate=storeAt(Vgate,I,1,at(Buffer,2,1)) 

  Buffer=getVectorData("Igate") 

  I_gate=storeAt(Igate,I,1,at(Buffer,2,1)) 

  I_gate@LowVg=storeAt(Igate,I,1,at(Buffer,1,1)) 

  Val=at(Buffer,1,1) 

  Val=Val/Lg/Wg*1E-12 

  I_gate@LowVgPerArea=storeAt(I_gate@LowVgPerArea,I,1,Val) 

  Buffer=getVectorData("IgatePerArea") 

  I_gatePerArea=storeAt(I_gatePerArea,I,1,at(Buffer,1,1)) 

  I=I+1 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 V_gate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 I_gate (LOG) 

  Y2 軸：パルス・ベース電圧印加時のゲート電流 I_gate@LowVg (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 V_gate 

  ゲート電流 I_gate 

  パルス・ベース電圧印加時のゲート電流 I_gate@LowVg 

  単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 I_gatePerArea 

  単位ゲート面積あたりに換算した I_gate@LowVg I_gate@LowVgPerArea 
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15.3 BVgb: MOS 容量 ゲート－基板間降伏電圧 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  MOS 容量のゲート－基板間の降伏電圧 BVgb を測定する。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS 容量（MOS キャパシタ） 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ig@BVgb: ブレークダウンとみなすゲート電流 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ゲート電流 Igate 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ig@BVgb×1.1 に設定されます。 

[User Function] 

  単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 Igate_Area=Igate/Lg/Wg 

[Analysis Function] 

  ゲート－基板間降伏電圧 BVgb=@L1X（Line1 の X 切片） 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

  Y2 軸：単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 Igate_Area (LOG) 

[Parameters 表示エリア] 

  ゲート－基板間降伏電圧 BVgb 

[Auto Analysis] 

  Line1: Igate=Ig@Vgb における Y1 データを通る垂直線 
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15.4 BVgb [1HL]: MOS 容量 ゲート－基板間降伏電圧 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  MOS 容量のゲート－基板間の降伏電圧 BVgb を測定する。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS 容量（MOS キャパシタ） 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ig@BVgb: ブレークダウンとみなすゲート電流 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  ゲート電流 Igate 

  各端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ig@BVgb×1.1 に設定されます。 

 

[User Function] 

  単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 Igate_Area=Igate/Lg/Wg 

 

[Analysis Function] 

  ゲート－基板間降伏電圧 BVgb=@L1X（Line1 の X 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

  Y2 軸：単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 Igate_Area (LOG) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  ゲート－基板間降伏電圧 BVgb 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Igate=Ig@Vgb における Y1 データを通る垂直線 
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15.5 Cgb-Freq[2] Log: Cgb-f 特性、2 端子 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  MOS キャパシタのゲート－基板間容量(Cgb、リニア)－周波数(f、ログ)特性を測定する。測定周波数は 1

ディケード当り 10 点。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  MOS キャパシタ、2 端子 

  サブストレートに CMU High、ゲートに CMU Low を接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: 極性（Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FreqStart: 掃引スタート周波数(LOG スイープ） 

  NoOfDecade: データを取得するディケード数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Gate: ゲート端子に接続する CMU 

  Vgs: ゲート端子に印加する電圧（定電圧） 

 

[Extended Test Parameters] 

  G_Min: グラフの相互コンダクタンス min 値 

  G_Max：グラフの相互コンダクタンス max 値 

  Cp_Min：グラフのキャパシタンス min 値 

  Cp_Max：グラフのキャパシタンス max 値 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 
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  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  円周率 PI=3.141592653589 

  周波数 Frequency=Freq 

  損失係数 D=G/(2*PI*Freq*Cp) 

  並列抵抗 Rp=1/G 

  直列容量 Cs=(1+D^2)*Cp 

  リアクタンス X=-1/(2*PI*Freq*Cs) 

  直列抵抗 Rs=D*abs(X) 

  インピーダンス Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  位相角 Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：周波数 Freq (LOG) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  周波数 Freq 

  ゲート容量（並列容量) Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  基板電圧 Vsubs 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：周波数リスト FreqList(LOG) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）リスト CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンスリスト GList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  周波数 FreqList 

  ゲート容量（並列容量) CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 

  基板電圧 VsubsList 
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15.6 Cgb-Vg 2Freq: MOS 容量のゲート－基板間容量(Cgb)特性、2 周波法 
(A.01.11) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  2 周波法を用いてゲート－基板間容量(Cgb)を測定し、Cgb-Vg 特性をプロットする。 

  DC バイアス出力は -VgbStart から -VgbStop の範囲を、-VgbStep 間隔で行われます。 

  異なる周波数(f1, f2)で測定された容量(C1, C2)と損失係数(D1, D2)から次式を用いてゲート容量値 Cgb を

計算し、グラフにプロットする。 

 

  Cgb = [f1^2*C1*(1+D1^2)-f2^2*C2*(1+D2^2)]/[f2^2-f1^2] 

 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

  

[被測定デバイス]  

  MOS 容量（キャパシタ） 

  ゲートに CMU Low、基板に CMU High を接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  FREQ1: 第 1 測定周波数 

  FREQ2: 第 2 測定周波数 

  Gate: ゲート－基板間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VgbStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VgbStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VgbStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 
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[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  損失係数 D 

 

[User Function] 

  Vgb=-Vsubs 

 

[Display Setup: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgb (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：損失係数 D (LINEAR) 

 

[Display Setup: List Display] 

  測定周波数 Freq 

  ゲート電圧 Vgb 

  ゲート容量（並列容量） Cp 

  損失係数 D 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 VGB (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cgb (LINEAR) 

  Y2 軸：ゲート容量（並列容量）Cp_FREQ1 (LINEAR) 

  Y3 軸：ゲート容量（並列容量）Cp_FREQ2 (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  ゲート電圧 VGB 

  ゲート容量（並列容量）Cgb 

  ゲート容量（並列容量）Cp_FREQ1 

  ゲート容量（並列容量）Cp_FREQ2 

  損失係数 D_FREQ1 

  損失係数 D_FREQ1 
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15.7 Cgb-Vg[2]: MOS 容量のゲート－基板間容量(Cgb)特性 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  ゲート－基板間容量(Cgb)を測定し、Cgb-Vg 特性をプロットする。 

  DC バイアス出力は -VgbStart から -VgbStop の範囲を、-VgbStep 間隔で行われます。 

 

[被測定デバイス]  

  MOS 容量（キャパシタ） 

  ゲートに CMU Low、基板に CMU High を接続すること。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Gate: ゲート－基板間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VgbStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VgbStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VgbStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 



15 Structure 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 15-14 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Vgate=-Vsubs 

  CpPerArea=Cp/Lg/Wg 

  CpPerWg=Cp/Wg 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  ゲート容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  単位ゲート面積あたりに換算した容量値 CpPerArea 

  単位ゲート幅あたりに換算した容量値 CpPerWg 
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15.8 Cj-Freq Log: Cj-f 特性、接合素子 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  接合素子の接合容量(Cj、リニア)－周波数(f、ログ)特性を測定する。測定周波数は 1 ディケード当り 10 点。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  接合素子（ダイオード）、2 端子 

  アノードに CMU High、カソードに CMU Low を接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FreqStart: 掃引スタート周波数(LOG スイープ） 

  NoOfDecade: データを取得するディケード数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Anode: アノード-カソード間に接続する CMU 

  Vanode: アノード印加電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  G_Min: グラフの相互コンダクタンス min 値 

  G_Max：グラフの相互コンダクタンス max 値 

  Cp_Min：グラフのキャパシタンス min 値 

  Cp_Max：グラフのキャパシタンス max 値 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 
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[User Function] 

  円周率 PI=3.141592653589 

  周波数 Frequency=Freq 

  損失係数 D=G/(2*PI*Freq*Cp) 

  並列抵抗 Rp=1/G 

  直列容量 Cs=(1+D^2)*Cp 

  リアクタンス X=-1/(2*PI*Freq*Cs) 

  直列抵抗 Rs=D*abs(X) 

  インピーダンス Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  位相角 Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：周波数 Freq (LOG) 

  Y1 軸：接合容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  周波数 Freq 

  アノード電圧 Vanode 

  接合容量（並列容量) Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：周波数リスト FreqList(LOG) 

  Y1 軸：ゲート容量（並列容量）リスト CpList (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンスリスト GList (LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  周波数 FreqList 

  アノード電圧 VaList 

  ゲート容量（並列容量) CpList 

  コンダクタンス GList 

  直列容量 CsList 

  直列抵抗 RsList 

  並列抵抗 RpList 

  損失係数 DList 

  リアクタンス XList 

  インピーダンス ZList 

  位相角 ThetaList 
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15.9 Cj-V: 接合素子の接合容量 Cj-V 特性 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  接合素子の接合容量(Cj)を測定し、Cj-V 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  接合素子、ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  Anode: アノード－カソード間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  VacStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VacStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VacStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 
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  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  Vgate=-Vsubs 

  CpPerArea=Cp/L/W 

  CpPerWg=Cp/W 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：接合容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  アノード電圧 Vanode 

  接合容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  単位面積あたりに換算した容量値 CpPerArea 

  単位幅あたりに換算した容量値 CpPerWg 
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15.10 Diode BVAndCj-V ASU: ダイオードの接合容量特性と耐圧特性、ASU 使
用 (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  逆方向バイアス印加に対する接合容量特性と耐圧特性を測定する。MFCMU 1 モジュール、HRSMU/ASU 

2 セット使用。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  ダイオード 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  MFCMU 1 モジュール、HRSMU/ASU 2 セット。 

  ASU#1 接続条件：Output 端子：アノード、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：MFCMU High 

  ASU#2 接続条件：Output 端子：カソード、SMU 端子：HRSMU、AUX 端子：MFCMU Low 

  2 つの ASU の CMU Return 端子間をワイヤで接続すること。 

  Configuration ウインドウ ASU タブ ASU I/O Path の設定: AUX 

 

[Device Parameters] 

  L: ダイオード長 

  W: ダイオード幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

 

[Test Parameters: 接合容量特性] 

  AnodeAC: アノード端子に接続する CMU 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  VBiasStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VBiasStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VBiasStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Test Parameters: 耐圧特性] 

  AnodeDC: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 



15 Structure 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 15-20 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Ianode@BV: ブレークダウンとみなすアノード電流 

  CathodeDC: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[接合容量特性：測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[接合容量特性：X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 (LINEAR) 

  Y1 軸：接合容量 Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[接合容量特性：List Display] 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  単位接合面積換算容量 Cp_S 

 

[接合容量特性：Parameters 表示エリア] 

  ゼロバイアス容量値 Cj0 

 

[耐圧特性：測定パラメータ] 

  アノード電流 

  アノード端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ianode@BV×1.1 に設定されます。 

 

[耐圧特性：User Function] 

  単位接合面積換算電流 Ianode_S 

 

[耐圧特性：X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 (LOG) 

 

[耐圧特性：Parameters 表示エリア] 

  ゼロバイアス容量値 Cj0 

  接合降伏電圧 BV 
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15.11 Diode BVAndCj-V SCUU: ダイオードの接合容量特性と耐圧特性、SCUU
使用 (A.01.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  逆方向バイアス印加に対する接合容量特性と耐圧特性の測定。MFCMU 1 モジュール、SMU 2 モジュール、

SCUU/GSWU 1 セット使用。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

  ダイオード 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  MFCMU 1 モジュール、SMU 2 モジュール、SCUU/GSWU 1 セット。 

  SCUU 接続条件：Output1 端子：アノード、Output2 端子：カソード。 

  容量測定 High 側 DUT インタフェースのガード、Low 側のガード、GSWU をワイヤで接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  L: ダイオード長 

  W: ダイオード幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

 

[Test Parameters: 接合容量特性] 

  AnodeAC: アノード端子に接続する CMU 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  VBiasStart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  VBiasStop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  VBiasStep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Test Parameters: 耐圧特性] 

  AnodeDC: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 
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  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Ianode@BV: ブレークダウン時のアノード電流 

  CathodeDC: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[接合容量特性：測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[接合容量特性：X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 (LINEAR) 

  Y1 軸：接合容量 Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[接合容量特性：List Display] 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  単位接合面積換算容量 Cp_S 

 

[接合容量特性：Parameters 表示エリア] 

  ゼロバイアス容量値 Cj0 

 

[耐圧特性：測定パラメータ] 

  アノード電流 

  アノード端子に接続される SMU の電流コンプライアンスは、Ianode@BV×1.1 に設定されます。 

 

[耐圧特性：User Function] 

  単位接合面積換算電流 Ianode_S 

 

[耐圧特性：X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 (LOG) 

 

[耐圧特性：Parameters 表示エリア] 

  ゼロバイアス容量値 Cj0 

  接合降伏電圧 BV 
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15.12 Ig-Vg Iforce: MOS 容量 Ig-Vg 特性、電流掃引 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  MOS 容量 ゲート絶縁膜のゲート電圧－ゲート電流特性（Ig-Vg 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS 容量（MOS キャパシタ） 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  IgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電流 

  IgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電流 

  VgLimit: ゲート電圧コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ゲート電圧 Vgate 

  基板電流 Isubs 

 

[User Function] 

  IgatePerArea: 単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 IgatePerArea=Igate/Lg/Wg 

  IsubsPerArea: 単位ゲート面積あたりに換算した基板電流 IsubsPerArea=Isubs/Lg/Wg 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

  Y1 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 
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15.13 Ig-Vg Iforce [1HL]: MOS 容量 Ig-Vg 特性、電流掃引 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  MOS 容量 ゲート絶縁膜のゲート電圧－ゲート電流特性（Ig-Vg 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS 容量（MOS キャパシタ） 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  IgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電流 

  IgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電流 

  VgLimit: ゲート電圧コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  ゲート電圧 Vgate 

 

[User Function] 

  IgatePerArea: 単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 IgatePerArea=Igate/Lg/Wg 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

  Y1 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 
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15.14 Ig-Vg Vforce: MOS 容量 Ig-Vg 特性、電圧掃引 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  MOS 容量 ゲート絶縁膜のゲート電圧－ゲート電流特性（Ig-Vg 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS 容量（MOS キャパシタ） 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（定電圧出力） 

  Vsubs: サブストレート電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

  SubsMinRng: 基板電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ゲート電流 Igate 

  基板電流 Isubs 

 

[User Function] 

  IgatePerArea: 単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 IgatePerArea=Igate/Lg/Wg 

  IsubsPerArea: 単位ゲート面積あたりに換算した基板電流 IsubsPerArea=Isubs/Lg/Wg 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  ゲート電流 Igate 

  基板電流 Isubs 
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15.15 Ig-Vg Vforce [1HL]: MOS 容量 Ig-Vg 特性、電圧掃引 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  MOS 容量 ゲート絶縁膜のゲート電圧－ゲート電流特性（Ig-Vg 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス] 

  MOS 容量（MOS キャパシタ） 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  GateMinRng: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

  IgatePerArea: 単位ゲート面積あたりに換算したゲート電流 IgatePerArea=Igate/Lg/Wg 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

  Y1 軸：ゲート電流 Igate (LOG) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  ゲート電流 Igate 
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15.16 Interconnect CouplingCap: 同層配線間容量 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  同層配線間容量を測定し、C-V 特性をプロットする。 

 

[被測定デバイス] 

  同じ配線層に存在する 2 つの配線間に生成される同層配線間容量 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[Device Parameters] 

  L: メタル長 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  MetalA: MetalA-MetalB 間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  Vstart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  Vstop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  Vstep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 
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  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

  CsPerLength=Cs/L 

  CpPerLength=Cp/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：DC バイアス VmetalA (LINEAR) 

  Y1 軸：同層配線間容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：損失係数 D (LINEAR) 

  Y3 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  測定周波数 Freq 

  DC バイアス VmetalA 

  同層配線間容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 

  単位長さあたりに換算した Cs 値 CsPerLength 

  単位長さあたりに換算した Cp 値 CpPerLength 
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15.17 Interconnect OverlapCap: 配線層間膜容量 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  配線層間膜容量を測定し、C-V 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定

を実行する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリ

ックし、Advanced Options for CMU Calibrationウインドウの Frequencyに全測定周波数を設定し

てください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 

M、3 M、3.2 M、3.5 M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス] 

  2 つの配線層によって生成される配線層間膜容量 

 

[Device Parameters] 

  L: メタル長 

  W: メタル幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  FREQ: 測定周波数 

  OscLevel: 測定信号レベル 

  MetalA: MetalA-MetalB 間に接続する CMU（CV 掃引測定） 

  Vstart: DC バイアス出力 スタート電圧 

  Vstop: DC バイアス出力 ストップ電圧 

  Vstep: DC バイアス出力 ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  並列容量 Cp 

  コンダクタンス G 

 

[User Function] 

  PI=3.141592653589 

  D=G/(2*PI*FREQ*Cp) 

  Rp=1/G 

  Cs=(1+D^2)*Cp 



15 Structure 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 15-30 

  X=-1/(2*PI*FREQ*Cs) 

  Rs=D*abs(X) 

  Z=sqrt(Rs^2+X^2) 

  Theta=atan(X/Rs) 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：DC バイアス VmetalA (LINEAR) 

  Y1 軸：配線層間膜容量（並列容量）Cp (LINEAR) 

  Y2 軸：損失係数 D (LINEAR) 

  Y3 軸：コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

  測定周波数 Freq 

  DC バイアス VmetalA 

  配線層間膜容量（並列容量） Cp 

  コンダクタンス G 

  直列容量 Cs 

  直列抵抗 Rs 

  並列抵抗 Rp 

  損失係数 D 

  リアクタンス X 

  インピーダンス Z 

  位相角 Theta 
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15.18 Junction BV: 接合素子の降伏電圧 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  接合素子の逆方向バイアス特性を測定し、接合降伏電圧を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  接合素子、ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ianode@BV: ブレークダウンとみなすアノード電流 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Cathode: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vcathode: カソード電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 Ianode 

  カソード電流 Icathode 

 

[User Function] 

  IanodePerArea=Ianode/L/W 

  IcathodePerArea=Icathode/L/W 

 

[Analysis Function] 

  BV=@L1X (Line1 の X 切片) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LINEAR) 

  Y2 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 

  Y3 軸：カソード電流 Icathode (LINEAR) 
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  Y4 軸：カソード電流 Icathode (LOG) 

 

[List Display] 

  アノード電圧 Vanode 

  アノード電流 Ianode 

  単位接合面積あたりに換算したアノード電流 IanodePerArea 

  カソード電流 Icathode 

  単位接合面積あたりに換算したカソード電流 IcathodePerArea 

 

[Parameters 表示エリア] 

  接合降伏電圧 BV 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Ianode=Ianode@BV における Y1 データを通る垂直線 
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15.19 Junction BV [1HL]: 接合素子の降伏電圧 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]   

  接合素子の逆方向バイアス特性を測定し、接合降伏電圧を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  接合素子、ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Ianode@BV: ブレークダウンとみなすアノード電流 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 Ianode 

 

[User Function] 

  IanodePerArea=Ianode/L/W 

 

[Analysis Function] 

  BV=@L1X (Line1 の X 切片) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LINEAR) 

  Y2 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 

 

[List Display] 

  アノード電圧 Vanode 

  アノード電流 Ianode 

  単位接合面積あたりに換算したアノード電流 IanodePerArea 
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[Parameters 表示エリア] 

  接合降伏電圧 BV 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Ianode=Ianode@BV における Y1 データを通る垂直線 
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15.20 Junction DcParam: 接合素子の DC パラメータ(Is,N,Rs) (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  接合素子の順方向アノード電圧－アノード電流特性を測定し、スロープの最小値(N_Min)、逆方向飽和電流

の最小値(IsMin、IsMin2)、直列抵抗(Rs)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  接合素子、ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Cathode: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vcathode: カソード電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電圧測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 Ianode 

  カソード電流 Icathode 

 

[User Function] 

  IanodePerArea=Ianode/L/W 

  IcathodePerArea=Icathode/L/W 

  Vt=k*(Temp+273.15)/q 

  N=1/Vt/(diff(log(Ianode),Vanode)) 

  N_Min=min(N) 

  Slope=diff(lgt(Ianode),Vanode) 

  Is=lgt(Ianode)-Slope*Vanode 

  IsMin=min(Is) 

  SmplNum=abs((VanodeStop-VanodeStart)/VanodeStep)+1 

  I_Rs=at(Ianode,SmplNum,1) 
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  deltaV_Rs=VanodeStop-N_Min*Vt*log(I_Rs/IsMin) 

  Rs=deltaV_Rs/I_Rs 

 

[Analysis Function] 

  IsMin2=@L1Y（Line1 の Y 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 

  Y2 軸：アノード電流 Ianode (LINEAR) 

  Y3 軸：スロープ N (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  スロープの最小値 N_Min 

  逆方向飽和電流の最小値 IsMin 

  逆方向飽和電流の最小値 IsMin2 

  直列抵抗 Rs 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Slope=max(Slope)における Y1 データを通る接線 
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15.21 Junction DcParam [1HL]: 接合素子の DC パラメータ(Is,N,Rs) (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  接合素子の順方向アノード電圧－アノード電流特性を測定し、スロープの最小値(N_Min)、逆方向飽和電流

の最小値(IsMin、IsMin2)、直列抵抗(Rs)を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

  接合素子、ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電圧測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 Ianode 

 

[User Function] 

  IanodePerArea=Ianode/L/W 

  Vt=k*(Temp+273.15)/q 

  N=1/Vt/(diff(log(Ianode),Vanode)) 

  N_Min=min(N) 

  Slope=diff(lgt(Ianode),Vanode) 

  Is=lgt(Ianode)-Slope*Vanode 

  IsMin=min(Is) 

  SmplNum=abs((VanodeStop-VanodeStart)/VanodeStep)+1 

  I_Rs=at(Ianode,SmplNum,1) 

  deltaV_Rs=VanodeStop-N_Min*Vt*log(I_Rs/IsMin) 

  Rs=deltaV_Rs/I_Rs 
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[Analysis Function] 

  IsMin2=@L1Y（Line1 の Y 切片） 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 

  Y2 軸：アノード電流 Ianode (LINEAR) 

  Y3 軸：スロープ N (LINEAR) 

 

[Parameters 表示エリア] 

  スロープの最小値 N_Min 

  逆方向飽和電流の最小値 IsMin 

  逆方向飽和電流の最小値 IsMin2 

  直列抵抗 Rs 

 

[Auto Analysis] 

  Line1: Slope=max(Slope)における Y1 データを通る接線 
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15.22 Junction IV Fwd: ダイオードの順方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  順方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  接合素子、ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Cathode: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vcathode: カソード電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 Ianode 

  カソード電流 Icathode 

 

[User Function] 

  IanodePerArea=Ianode/L/W 

  IcathodePerArea=Icathode/L/W 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LINEAR) 

  Y2 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 



15 Structure 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 15-40 

15.23 Junction IV Fwd [1HL]: ダイオードの順方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要] 

  順方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  接合素子、ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

  Imax: 電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 Ianode 

 

[User Function] 

  IanodePerArea=Ianode/L/W 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LINEAR) 

  Y2 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 
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15.24 Junction IV Rev: ダイオードの逆方向特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  逆方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  接合素子、ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IanodeLimit: アノード電流コンプライアンス 

  Cathode: カソード端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vcathode: カソード電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 Ianode 

  カソード電流 Icathode 

 

[User Function] 

  IanodePerArea=Ianode/L/W 

  IcathodePerArea=Icathode/L/W 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 

  Y2 軸：カソード電流 Icathode (LOG) 
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15.25 Junction IV Rev [1HL]: ダイオードの逆方向特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

  

[概要]  

  逆方向バイアスによるアノード電圧－電流特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  接合素子、ダイオード 

 

[Device Parameters] 

  L: 接合長 

  W: 接合幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VanodeStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

  VanodeStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VanodeStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IanodeLimit: アノード電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  AnodeMinRng: アノード電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  アノード電流 Ianode 

 

[User Function] 

  IanodePerArea=Ianode/L/W 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸：アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

  Y1 軸：アノード電流 Ianode (LOG) 
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15.26 QSCV[2]: C-Vg, Ig,-Vg 特性（2 端子） (A.03.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、B1505A 

 

[概要]   

  MOS キャパシタンスの酸化膜容量を quasi-static CV 法により測定し、C-V 特性をプロットする。 

  オフセット容量補正後の測定データを得るには、本アプリケーション・テストを実行する前に、QSCV C 

Offset Meas テストを実行してください。 

 

[被測定デバイス]  

  MOS キャパシタンス、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×（-1）の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU、一次掃引（QS-CV）、電圧出力 

  Subs: サブストレート端子に接続する SMU、定電圧出力 

  IMeasSMU: 電流および容量を測定する SMU、ゲート端子またはサブストレート端子に接続 

  Vstart: 掃引スタート電圧 

  Vstop: 掃引ストップ電圧 

  Vstep: 掃引ステップ電圧 

  QSCVMeasV: QSCV 測定電圧 

  I_Comp: 電流コンプライアンス値 

  LeakCompen: リーク電流補正の ON/OFF 

  MeasRange: QSCV 測定の電流測定レンジ（固定レンジ） 

  Integ_C: 容量測定時の積分時間 

  Integ_L: リーク電流測定時の積分時間 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  IOffsetCancel: QSCV スマート動作の有効／無効 

  IOffsetSink: QSCV スマート動作を行う SMU、IMeasSMU を接続する端子に接続 

 

QSCV スマート動作は、リーク電流の大きい QSCV 測定に有効です。IOffsetSink に設定された SMU は、オ

フセット電流による測定誤差を抑えるために、電流印加動作を行います。 

 

[Extended Test Parameters] 

  StepDelay: ステップディレイ時間 

  OutputRange: 電圧出力のレンジング・タイプ 

  SwpMode: 掃引モード 

  VCompSinkSMU: QSCV スマート動作用 SMU の電圧コンプライアンス 

  Cmin: グラフの容量 min 値 

  Cmax: グラフの容量 max 値 
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  IgMin: グラフのリーク電流 min 値 

  IgMax: グラフのリーク電流 max 値 

 

[測定パラメータ] 

  容量 C 

  リーク電流 IgLeak 

 

 [X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vg (LINEAR) 

  Y1 軸：容量 C (LINEAR) 

  Y2 軸：リーク電流 Ig (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vg 

  容量 C 

  リーク電流 Ig 
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15.27 QSCV C Offset Meas: オフセット容量測定 (A.03.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、B1505A 

  

[概要]   

測定端子を開放した状態で quasi-static CV 測定を行うことで、ケーブルや DUT I/F に存在するオフセット容

量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

 MOS キャパシタンス、2 端子 

 

[Device Parameters] 

 Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×（-1）の値を出力） 

 Lg: ゲート長 

 Wg: ゲート幅 

 Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

 IMeasSMU: 電流および容量を測定する SMU（ゲート端子またはサブストレート端子に接続） 

 MeasRange: QSCV 電流測定レンジ（固定レンジ） 

 Integ_C: 容量測定時の積分時間 

 Integ_L: リーク電流測定時の積分時間 

 HoldTime: ホールド時間 

 DelayTime: ディレイ時間 

 

[Extended Test Parameters] 

 StepDelay: ステップディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

 容量 C 

 

[List Display] 

 容量 C 
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15.28 Rdiff-I Kelvin: 拡散抵抗素子の R-I 特性、ケルビン接続 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  拡散抵抗素子の入力電流に対する抵抗特性(R-I 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  拡散抵抗素子、3 端子 

  抵抗の一端には Port1 と VM1 のモジュールを、もう一端には Port2 と VM2 のモジュールを接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Ntype（SMU は設定値を出力）または Ptype（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 一次掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 一次掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 一次掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: 二次掃引出力 スタート電圧 

  VsubsStop: 二次掃引出力 ストップ電圧 

  VsubsStep: 二次掃引出力 ステップ電圧 

  IsubsLimit: Subs 電流コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

  VM2: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  IM1: VM1 出力電流 

  IM2: VM2 出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電圧 V1 

  VM1 測定電圧 Vm1 

  VM2 測定電圧 Vm2 

 

[User Function] 
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  抵抗端子電圧 DeltaV=Vm1-Vm2 

  抵抗 R=DeltaV/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電流 I1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗端子電圧 DeltaV (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Port1 出力電流 I1 

  Port1 測定電圧 V1  

  Subs 出力電圧 Vsubs 

  抵抗端子電圧 DeltaV 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.29 Rdiff-I: 拡散抵抗素子の R-I 特性 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  拡散抵抗素子の入力電流に対する抵抗特性(R-I 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  拡散抵抗素子、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Ntype（SMU は設定値を出力）または Ptype（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 一次掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 一次掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 一次掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: 二次掃引出力 スタート電圧 

  VsubsStop: 二次掃引出力 ストップ電圧 

  VsubsStep: 二次掃引出力 ステップ電圧 

  IsubsLimit: Subs 電流コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電圧 V1 

[User Function] 

  抵抗 R=V1/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電流 I1 (LINEAR) 

  Y1 軸: Port1 測定電圧 V1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

[List Display] 

  Port1 出力電流 I1 

  Port1 測定電圧 V1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.30 Rdiff-I [2HL]: 拡散抵抗素子の R-I 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  拡散抵抗素子の入力電流に対する抵抗特性(R-I 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  拡散抵抗素子、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Ntype（SMU は設定値を出力）または Ptype（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 一次掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 一次掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 一次掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: 二次掃引出力 スタート電圧 

  VsubsStop: 二次掃引出力 ストップ電圧 

  VsubsStep: 二次掃引出力 ステップ電圧 

  IsubsLimit: Subs 電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電圧 V1 

 

[User Function] 

  抵抗 R=V1/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電流 I1 (LINEAR) 

  Y1 軸: Port1 測定電圧 V1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗 R (LINEAR) 
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[List Display] 

  Port1 出力電流 I1 

  Port1 測定電圧 V1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.31 Rdiff-V Kelvin: 拡散抵抗素子の R-V 特性、ケルビン接続 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  拡散抵抗素子の入力電圧に対する抵抗特性(R-V 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  拡散抵抗素子、3 端子 

  抵抗の一端には Port1 と VM1 のモジュールを、もう一端には Port2 と VM2 のモジュールを接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Ntype（SMU は設定値を出力）または Ptype（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  V1Start: 一次掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 一次掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 一次掃引出力 ステップ電圧 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: 二次掃引出力 スタート電圧 

  VsubsStop: 二次掃引出力 ストップ電圧 

  VsubsStep: 二次掃引出力 ステップ電圧 

  IsubsLimit: Subs 電流コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

  VM2: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  IM1: VM1 出力電流 

  IM2: VM2 出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電流 I1 

  VM1 測定電圧 Vm1 

  VM2 測定電圧 Vm2 
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[User Function] 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vm1-Vm2 

  抵抗 R=DeltaV/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電圧 V1 (LINEAR) 

  Y1 軸: Port1 測定電流 I1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Port1 出力電圧 V1 

  抵抗端子電圧 DeltaV 

  Port1 測定電流 I1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.32 Rdiff-V: 拡散抵抗素子の R-V 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  拡散抵抗素子の入力電圧に対する抵抗特性(R-V 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  拡散抵抗素子、3 端子 

[Device Parameters] 

  Polarity: Ntype（SMU は設定値を出力）または Ptype（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  V1Start: 一次掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 一次掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 一次掃引出力 ステップ電圧 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: 二次掃引出力 スタート電圧 

  VsubsStop: 二次掃引出力 ストップ電圧 

  VsubsStep: 二次掃引出力 ステップ電圧 

  IsubsLimit: Subs 電流コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電流 I1 

[User Function] 

  抵抗 R=V1/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電圧 V1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: Port1 測定電流 I1 (LINEAR) 

[List Display] 

  Port1 出力電圧 V1 

  Port1 測定電流 I1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.33 Rdiff-V [2HL]: 拡散抵抗素子の R-V 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  拡散抵抗素子の入力電圧に対する抵抗特性(R-V 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  拡散抵抗素子、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Ntype（SMU は設定値を出力）または Ptype（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  V1Start: 一次掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 一次掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 一次掃引出力 ステップ電圧 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  Subs: サブストレートに接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VsubsStart: 二次掃引出力 スタート電圧 

  VsubsStop: 二次掃引出力 ストップ電圧 

  VsubsStep: 二次掃引出力 ステップ電圧 

  IsubsLimit: Subs 電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電流 I1 

 

[User Function] 

  抵抗 R=V1/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電圧 V1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: Port1 測定電流 I1 (LINEAR) 

 



15 Structure 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 15-55 

[List Display] 

  Port1 出力電圧 V1 

  Port1 測定電流 I1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.34 R-I DVM: 微小抵抗測定、電流印加、3458A 使用 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  2 端子デバイスの微小抵抗を測定する。SMU で電流印加、DVM (3458A)で端子間電圧測定を実施する。

抵抗値は電流出力値と端子間電圧測定値から計算によって求める。このテスト定義は、熱起電力の排除を

目的として、電流印加方向を切り替えて再測定を実施し、平均化した抵抗値をテスト結果として出力する。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗素子、2 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 3458A ディジタル・マルチメータ １ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

[必要なテスト定義] 

  Measure Diff-V 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（電流出力） 

  I1: 印加電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

  GPIB_Adr: DVM の GP-IB アドレス 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  PortMinRng: ポート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  [１回目(Vpos)の測定パラメータ] 

  Vport1: Port1 の電圧 

 

  [2 回目(Vneg)の測定パラメータ] 

  Vport1: Port1 の電圧 
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[X-Y Graph] 

  [1 回目(Vpos)の X-Y Graph] 

  印加電圧 Iport1 

  測定電流 Vport1 

 

  [2 回目(Vpos)の X-Y Graph] 

  印加電圧 Iport1 

  測定電流 Vport1 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：印加電流 IsmuList(LINEAR) 

  Y1 軸：DVM 測定結果電圧 VdvmList (LINEAR) 

  Y2 軸：抵抗値 RList(LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  IsmuList: 印加電流 

  VdvmList: DVM 測定電圧 

  RList   : 抵抗値 

 

[Test Output: Parameters] 

  Rav: 2 回測定の抵抗平均値 
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15.35 R-I Kelvin: 抵抗の R-I 特性、ケルビン接続 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]  

  抵抗の入力電流に対する抵抗特性（R-I 特性）を測定する。 

[被測定デバイス]  

  抵抗、2 端子 

  抵抗の一端には Port1 と VM1 のモジュールを、もう一端には Port2 と VM2 のモジュールを接続すること。 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

  VM2: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  IM1: VM1 出力電流 

  IM2: VM2 出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電圧 V1 

  VM1 測定電圧 Vm1 

  VM2 測定電圧 Vm2 

[User Function] 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vm1-Vm2 

  抵抗 R=DeltaV/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電流 I1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗端子電圧 DeltaV (LINEAR) 

[List Display] 

  Port1 出力電流 I1 

  Port1 測定電圧 V1 

  抵抗 R 

  抵抗端子電圧 DeltaV 
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15.36 R-I Kelvin [2HL]: 抵抗の R-I 特性、ケルビン接続 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]  

  抵抗の入力電流に対する抵抗特性（R-I 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗、2 端子 

  抵抗の一端には Port1 と VM1 のモジュールを、もう一端には Port1 と VM1 のモジュールの Low 側を接続

すること。 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  VM1: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  IM1: VM1 出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電圧 V1 

  VM1 測定電圧 Vm1 

 

[User Function] 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vm1 

  抵抗 R=DeltaV/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電流 I1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗端子電圧 DeltaV (LINEAR) 
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[List Display] 

  Port1 出力電流 I1 

  Port1 測定電圧 V1 

  抵抗 R 

  抵抗端子電圧 DeltaV 
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15.37 R-I: 抵抗の R-I 特性 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]  

  抵抗の入力電流に対する抵抗特性（R-I 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電圧 V1 

 

[User Function] 

  抵抗 R=V1/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電流 I1 (LINEAR) 

  Y1 軸: Port1 測定電圧 V1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Port1 出力電流 I1 

  Port1 測定電圧 V1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.38 R-I [1HL]: 抵抗の R-I 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]  

  抵抗の入力電流に対する抵抗特性（R-I 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電圧 V1 

 

[User Function] 

  抵抗 R=V1/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電流 I1 (LINEAR) 

  Y1 軸: Port1 測定電圧 V1 (LINEAR) 

  Y2 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Port1 出力電流 I1 

  Port1 測定電圧 V1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.39 R-V DVM: 微小抵抗測定、電圧印加、3458A 使用 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要] 

  2 端子デバイスの微小抵抗を測定する。SMU で電圧印加・電流測定、DVM (3458A)で端子間電圧測定を

実施する。抵抗値は電流測定値と端子間電圧測定値から計算によって求める。このテスト定義は、熱起電

力の排除を目的として、電圧印加方向を切り替えて再測定を実施し、平均化した抵抗値をテスト結果として

出力する。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗素子、2 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 3458A ディジタル・マルチメータ １ユニット 

  GP-IB ケーブル 

 

[必要なテスト定義] 

  Measure Diff-V 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度(deg C) 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（電圧出力） 

  V1: 印加電圧 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

  GPIB-Adr: DVM の GP-IB アドレス 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: 出力電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  PortMinRng: ポート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  [1 回目(Vpos)の測定パラメータ] 

  Iport1： 測定電流 

 

  [2 回目(Vneg)の測定パラメータ] 

  Iport1： 測定電流 
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[List Display] 

  [1 回目(Vpos)の List Display] 

  印加電圧 Vport1 

  測定電流 Iport1 

 

  [2 回目(Vpos)の XList Display] 

  印加電圧 Vport1 

  測定電流 Iport1 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  X 軸：DVM 測定結果電圧 VdvmList (LINEAR) 

  Y1 軸：測定電流 IsmuList (LINEAR) 

  Y2 軸：抵抗値 RList(LINEAR) 

 

[Test Output: List Display] 

  VdvmList: DVM 測定電圧 

  IsmuList: 測定電流 

  RList   : 抵抗値 

 

[Test Output: Parameters] 

  2 回測定の抵抗平均値: Rav 
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15.40 R-V Kelvin: 抵抗の R-V 特性、ケルビン接続 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[概要]   

  抵抗の入力電圧に対する抵抗特性（R-V 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗、2 端子 

  抵抗の一端には Port1 と VM1 のモジュールを、もう一端には Port2 と VM2 のモジュールを接続すること。 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  V1Start: 掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 掃引出力 ステップ電圧 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

  VM2: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  IM1: VM1 出力電流 

  IM2: VM2 出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電流 I1 

  VM1 測定電圧 Vm1 

  VM2 測定電圧 Vm2 

 

[User Function] 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vm1-Vm2 

  抵抗 R=DeltaV/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 
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  X 軸: Port1 出力電圧 V1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: Port1 測定電流 I1 (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Port1 出力電圧 V1 

  抵抗端子電圧 DeltaV 

  Port1 測定電流 I1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 



15 Structure 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 15-67 

15.41 R-V Kelvin [2HL]: 抵抗の R-V 特性、ケルビン接続 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  抵抗の入力電圧に対する抵抗特性（R-V 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗、2 端子 

  抵抗の一端には Port1 と VM1 のモジュールを、もう一端には Port1 と VM1 のモジュールの Low 側を接続

すること。 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  V1Start: 掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 掃引出力 ステップ電圧 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  VM1: 抵抗に接続する SMU（定電流出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  IM1: VM1 出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電流 I1 

  VM1 測定電圧 Vm1 

 

[User Function] 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vm1 

  抵抗 R=DeltaV/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電圧 V1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: Port1 測定電流 I1 (LINEAR) 
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[List Display] 

  Port1 出力電圧 V1 

  抵抗端子電圧 DeltaV 

  Port1 測定電流 I1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.42 R-V: 抵抗の R-V 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5262A、E5263A、E5270B 

  

[概要]   

  抵抗の入力電圧に対する抵抗特性（R-V 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  V1Start: 掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 掃引出力 ステップ電圧 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

  Port2: 抵抗に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電流 I1 

 

[User Function] 

  抵抗 R=V1/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電圧 V1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: Port1 測定電流 I1 (LINEAR) 

[List Display] 

  Port1 出力電圧 V1 

  Port1 測定電流 I1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.43 R-V [1HL]: 抵抗の R-V 特性 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[概要]   

  抵抗の入力電圧に対する抵抗特性（R-V 特性）を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  抵抗、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  L: 抵抗長 

  W: 抵抗幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: 抵抗に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  V1Start: 掃引出力 スタート電圧 

  V1Stop: 掃引出力 ストップ電圧 

  V1Step: 掃引出力 ステップ電圧 

  I1Limit: Port1 電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  Port1MinRng: ポート 1 電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  Port1 測定電流 I1 

 

[User Function] 

  抵抗 R=V1/I1 

  シート抵抗 Rsheet=R*W/L 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電圧 V1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗 R (LINEAR) 

  Y2 軸: Port1 測定電流 I1 (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Port1 出力電圧 V1 

  Port1 測定電流 I1 

  抵抗 R 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.44 VanDerPauw Square: ファンデアポウ パターンのシート抵抗 (A.01.11) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、E5260A、E5270B 

  

[用途]   

  正方形のファンデアポウ パターンを用いてシート抵抗を測定し、シート抵抗－入力電流特性を表示する。 

 

[被測定デバイス]  

  ファンデアポウ パターン、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: パターンに接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  Port2: パターンに接続する SMU（定電圧出力） 

  VM1: パターンに接続する SMU（定電流出力） 

  VM2: パターンに接続する SMU（定電流出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  V2: Port2 出力電圧 

  IM1: VM1 出力電流 

  IM2: VM2 出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  VM1 測定電圧 Vm1 

  VM2 測定電圧 Vm2 

 

[User Function] 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vm1-Vm2 

  シート抵抗 Rsheet=(3.141592/log(2))*(DeltaV/I1) 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電流 I1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗端子電圧 DeltaV (LINEAR) 

  Y2 軸: シート抵抗 Rsheet (LINEAR) 

[List Display] 

  Port1 出力電流 I1 

  抵抗端子電圧 DeltaV 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.45 VanDerPauw Square [2HL]: ファンデアポウ パターンのシート抵抗 
(A.06.10) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B2901A, B2902A, B2911A, B2912A, B2901B, B2902B, B2901BL, B2911B, B2912B, B2910BL 

 

[用途]   

  正方形のファンデアポウ パターンを用いてシート抵抗を測定し、シート抵抗－入力電流特性を表示する。 

 

[被測定デバイス]  

  ファンデアポウ パターン、4 端子 

 

[Device Parameters] 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Port1: パターンに接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

  I1Start: 掃引出力 スタート電流 

  I1Stop: 掃引出力 ストップ電流 

  I1Step: 掃引出力 ステップ電流 

  V1Limit: Port1 電圧コンプライアンス 

  VM1: パターンに接続する SMU（定電流出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  IM1: VM1 出力電流 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  VM1 測定電圧 Vm1 

 

[User Function] 

  抵抗端子電圧 DeltaV=Vm1 

  シート抵抗 Rsheet=(3.141592/log(2))*(DeltaV/I1) 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: Port1 出力電流 I1 (LINEAR) 

  Y1 軸: 抵抗端子電圧 DeltaV (LINEAR) 

  Y2 軸: シート抵抗 Rsheet (LINEAR) 

 

[List Display] 

  Port1 出力電流 I1 

  抵抗端子電圧 DeltaV 

  シート抵抗 Rsheet 
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15.46 Van Der Pau NonUniform: Application Test Library to measure resistance 
by Van Der Pau NonUniform Method (A.06.10) 

 
[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Measures the non-uniformed sheet resistance using the Van Der Pau method 

 

[Device Under Test] 

4 terminals non-uniformed sheet resistance 

 

[Required Modules and Accessories] 

4 SMUs are required from MPSMU, HPSMU or HRSMU 

 

[Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

SMU1: SMU connected Terminal 1 to pattern, constant voltage output and sweep 

SMU2: SMU connected Terminal 2 to pattern, constant voltage output and sweep 

SMU3: SMU connected Terminal 3 to pattern, constant voltage output and sweep 

SMU4: SMU connected Terminal 4 to pattern, constant voltage output and sweep 

ForceI: Applied current 

IntegPLC: PLC value for integration time 

Hold: Hold time 

 

[Extended Test Parameters] 

VmeasI: Output current of SMU to measure voltage 

Vcomp: Compliance value 

DispIntResult: Show display result during each measurement results 

 

[Measurement Parameters] 

R21_34 : I1,I2,V3,V4 

R12_43 : I1,I2,V3,V4 

R43_12 : V1,V2,I3,I4 

R34_21 : V1,V2,I3,I4 

R32_41 : V1,I2,I3,V4 

R23_14 : V1,I2,I3,V4 

R14_23 : I1,V2,V3,V4 

R41_32 : I1,V2,V3,I4 

 

[User Function] 

R21_34 = V34 / I21, I21 = I2, V34 = V3 - V4 

R12_43 = V43 / I12, I12 = I1, V43 = V4 - V3 

R43_12 = V12 / I43, I43 = I4, V12 = V1 - V2 

R34_21 = V21 / I34, I34 = I3, V21 = V2 - V1 

R32_41 = V41 / I32, I32 = I3, V41 = V4 - V1 
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R23_14 = V14 / I23, I23 = I2, V14 = V1 - V4 

R14_23 = V23 / I14, I14 = I1, V23 = V2 - V3 

R41_32 = V32 / I41, I41 = I4, V32 = V3 - V2 

Ra = (R2134 + R1243 + R4312 + R3421) / 4 

Rb = (R3241 + R2314 + R1423 + R4132) / 4 

 

[X-Y Graph] 

--- 

 

[List Display] 

--- 

 

[Parameters Display Area] 

R2134: The vertical direction R measurement 

R1243: The vertical direction R measurement 

R4312: The vertical direction R measurement 

R3421: The vertical direction R measurement 

R1423: The horizontal direction R measurement 

R4132: The horizontal direction R measurement 

R2314: The horizontal direction R measurement 

R3241: The horizontal direction R measurement 

Ra: Average of the vertical direction R measurement 

Rb: Average of the horizontal direction R measurement 

Rs: Calculated sheet resistance by the Newton-Raphson method. 

 

[Auto Analysis] 

--- 

 

[Note] 

Call Van der pauw NonUniform Child Calc_cs in the Test Contents. 

RsInit = Ra 

Conv = 0.001 

Rs = Van der pauw NonUniform Child Calc_cs (Ra,Rb,RsInit,Conv) 
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1. TFT Id-Vd:  TFT の Id-Vd 特性 (A.01.20) 

2. TFT Id-Vg:  TFT の Id-Vg 特性 (A.01.20) 
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16.1 TFT Id-Vd: TFT の Id-Vd 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A, E5260A, E5262A, E5263A, E5270B 

  

[概要]   

  TFT のドレイン電流－ドレイン電圧特性(Id-Vd 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  Thin Film Transistor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  gds: 出力コンダクタンス gds=diff(Idrain,Vdrain) 

  Rds: 出力抵抗 Rds=1/gds 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 
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[List Display] 

  ドレイン電圧 Vdrain 

  ゲート電圧 Vgate 

  ドレイン電流 Idrain 

  出力コンダクタンス gds 

  出力抵抗 Rds 
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16.2 TFT Id-Vg: TFT の Id-Vg 特性 (A.01.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A, E5260A, E5262A, E5263A, E5270B 

  

[概要]   

  TFT のドレイン電流－ゲート電圧特性(Id-Vg 特性)を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  Thin Film Transistor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

  Lg: ゲート長 

  Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

  IdMax: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  IntegTime: 積分時間 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU（二次掃引、電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Source: ソース端子に接続する SMU（定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

  Vs: ソース電圧 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

  DrainMinRng: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

  IdrainPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg=Idrain/Wg 

  gm: 相互コンダクタンス gm=diff(Idrain,Vgate) 

  gmPerWg: 単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg=diff(IdrainPerWg,Vgate) 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸：ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 
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  Y1 軸：ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

  Y2 軸：ドレイン電流 Idrain (LOG) 

  Y3 軸：相互コンダクタンス gm (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vgate 

  ドレイン電圧 Vdrain 

  ドレイン電流 Idrain 

  相互コンダクタンス gm 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdrainPerWg 

  単位ゲート幅あたりに換算した相互コンダクタンス gmPerWg 
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1. ForcePG1:  PG Output1 (A.01.20) 

2. ForcePG2:  PG Output2 (A.01.20) 

3. ForcePG2P:  PG Output1/Output2 パルス出力 (A.01.20) 

4. ForcePG12:  PG Output1/Output2 パルス出力 (A.01.20) 

5. ForcePG:  PG OutputX パルス出力 (A.01.20) 

6. ForcePGC:  PG Output1 パルス連続出力 (A.01.20) 

7. Measure Diff-V:  3458A による端子間電圧測定 (A.01.20) 

8. QSCV C Offset Meas オフセット容量測定 (A.03.00) 

9. ResetPG:  PG リセット (A.01.20) 

10. Subsite move:  次のサブサイトのプロービング (A.02.00) 

11. CVSweep4284_a: 4284A/E4980A による C-V 測定 (A.03.10) 

12. CV Curve Parameter Calculator: 

 Calculates CMOS transistor parameters from capacitance versus voltage 

 sweeps. (A.01.02) 

13. TSet_T2420: Allows you to remotely control a Thermonics T-2420 precision  

 temperature forcing system. (A.06.00) 
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17.1 ForcePG1: PG Output1 (A.01.20) 
 

[概要]   

  パルスジェネレータ(Keysight 81110A) Output1 出力の設定と出力開始。 

 

[入力パラメータ] 

  Address: パルスジェネレータ(Keysight 81110A) の GPIB アドレス 

  Period1: Output1 パルス周期 [s] 

  Delay1: Output1 ディレイ時間 [s] 

  Dcyc1: Output1 デューティ・サイクル [%] 

  Level1: Output1 パルス・レベル [V] 

  Base1: Output1 ベース・レベル [V] 

  TrigCount: 出力パルス数 (1～65536) 
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17.2 ForcePG2: PG Output2 (A.01.20) 
 

[概要]   

  パルスジェネレータ(Keysight 81110A) Output2 出力の設定と出力開始。 

 

[入力パラメータ] 

  Address: パルスジェネレータ(Keysight 81110A) の GPIB アドレス 

  Period2: Output2 パルス周期 [s] 

  Delay2: Output2 ディレイ時間 [s] 

  Dcyc2: Output2 デューティ・サイクル [%] 

  Level2: Output2 パルス・レベル [V] 

  Base2: Output2 ベース・レベル [V] 

  TrigCount: 出力パルス数 (1～65536) 
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17.3 ForcePG2P: PG Output1/Output2 パルス出力 (A.01.20) 
 

[概要] 

  パルスジェネレータ(Keysight 81110A) Output1 および Output2 を用いてパルス出力を開始する。立上が

り・立下り遷移時間の設定可能。 

  指定数のパルス出力が完了する前にパルス出力を停止するには ResetPG を実行すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 

  GPIB ケーブル 

 

[Test Parameters] 

  Address: Keysight 81110A パルス・ジェネレータの GPIB アドレス 

  Period1: ポート 1 のパルスの周期 [s] 

  Delay1: ポート 1 のパルスのディレイ時間 [s] 

  Width1: ポート 1 のパルス幅 [s] 

  LeadTime1: ポート 1 のパルス・リーディング・エッジの遷移時間 [s] 

  TrailTime1: ポート 1 のパルス・トレーリング・エッジの遷移時間 [s] 

  Level1: ポート 1 のパルスのハイ・レベル [V] 

  Base1: ポート 1 のパルスのロー・レベル [V] 

  ExtImp1: ポート 1 の負荷インピーダンス [ohm] 

  Period2: ポート 2 のパルスの周期 [s] 

  Delay2: ポート 2 のパルスのディレイ時間 [s] 

  Width2: ポート 2 のパルス幅 [s] 

  LeadTime2: ポート 2 のパルス・リーディング・エッジの遷移時間 [s] 

  TrailTime2: ポート 2 のパルス・トレーリング・エッジの遷移時間 [s] 

  Level2: ポート 2 のパルスのハイ・レベル [V] 

  Base2: ポート 2 のパルスのロー・レベル [V] 

  ExtImp2: ポート 2 の負荷インピーダンス [ohm] 

  NoOfPulse12: 出力パルス数 
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17.4 ForcePG12: PG Output1/Output2 パルス出力 (A.01.20) 
 

[概要]   

パルスジェネレータ(Keysight 81110A) Output1 および Output2 を用いてパルス出力を開始する。立上が

り・立下り遷移時間の設定可能。 

  指定数のパルス出力が完了する前にパルス出力を停止するには ResetPG を実行すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 

  GPIB ケーブル 

 

[入力パラメータ] 

  Address: パルスジェネレータ(Keysight 81110A) の GPIB アドレス 

  Period1: Output1 パルス周期 [s] 

  Delay1: Output1 ディレイ時間 [s] 

  Dcyc1: Output1 デューティ・サイクル [%] 

  LeadTime1: Output1 立上がり時間 [s] 

  TrailTime1: Output1 立下がり時間 [s] 

  Level1: Output1 パルス・レベル [V] 

  Base1: Output1 ベース・レベル [V] 

  ExtImp1: Output1 出力インピーダンス [ohm] 

  NoOfPulse12: 出力パルス数 (1～65536)。 

  Period2: Output2 パルス周期 [s] 

  Delay2: Output2 ディレイ時間 [s] 

  Dcyc2: Output2 デューティ・サイクル [%] 

  LeadTime2: Output2 立上がり時間 [s] 

  TrailTime2: Output2 立下がり時間 [s] 

  Level2: Output2 パルス・レベル [V] 

  Base2: Output2 ベース・レベル [V] 

  ExtImp2: Output2 出力インピーダンス [ohm] 
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17.5 ForcePG: PG OutputX パルス出力 (A.01.20) 
 

[概要] 

  パルスジェネレータ(Keysight 81110A) Output1 または Output2 を用いてパルス出力を開始する。立上が

り・立下り遷移時間の設定可能。 

  指定数のパルス出力が完了する前にパルス出力を停止するには ResetPG を実行すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 

  GPIB ケーブル 

 

[Test Parameters] 

  Address: Keysight 81110A パルス・ジェネレータの GPIB アドレス 

  SelectPort: パルス出力ポート 

  Period: パルスの周期 [s] 

  Delay: パルスのディレイ時間 [s] 

  Width: パルス幅 [s] 

  LeadTime: パルス・リーディング・エッジの遷移時間 [s] 

  TrailTime: パルス・トレーリング・エッジの遷移時間 [s] 

  Level: パルスのハイ・レベル [V] 

  Base: パルスのロー・レベル [V] 

  ExtImp: 負荷インピーダンス [ohm] 

  NoOfPulse: 出力パルス数 
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17.6 ForcePGC: PG Output1 パルス連続出力 (A.01.20) 
 

[概要] 

  パルスジェネレータ(Keysight 81110A) Output1 を用いてパルス連続出力を開始する。立上がり・立下り遷

移時間の設定可能。 

  パルス出力を停止するには ResetPG を実行すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 

  GPIB ケーブル 

 

[Test Parameters] 

  Address: Keysight 81110A パルス・ジェネレータの GPIB アドレス 

  Period1: パルスの周期 [s] 

  Delay1: パルスのディレイ時間 [s] 

  Dcyc1: デューティ・サイクル [%] 

  LeadTime1: パルス・リーディング・エッジの遷移時間 [s] 

  TrailTime1: パルス・トレーリング・エッジの遷移時間 [s] 

  Level1: パルスのハイ・レベル [V] 

  Base1: パルスのロー・レベル [V] 

  ExtImp1: 負荷インピーダンス [ohm] 
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17.7 Measure Diff-V: 3458A による端子間電圧測定 (A.01.20) 
 

[概要] 

  Keysight 3458A ディジタル・マルチメータを用いて測定端子間の電圧測定を実行する。 

  測定データは DVM_Val 変数に格納される。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 3458A ディジタル・マルチメータ 

  GPIB ケーブル 

 

[入力パラメータ] 

  Adrs: Keysight 3458A マルチメータの GPIB アドレス 

 

[Test Output: Analaysis Parameters] 

  DVM_Val: 電圧測定データ [V] 
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17.8 QSCV C Offset Meas: オフセット容量測定 (A.03.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A、B1505A 

  

[概要]   

  測定端子を開放した状態で quasi-static CV 測定を行うことで、ケーブルや DUT I/F に存在するオフセット

容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOS キャパシタンス、2 端子 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×（-1）の値を出力） 

  Lg: ゲート長 

 Wg: ゲート幅 

  Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

  IMeasSMU: 電流および容量を測定する SMU（ゲート端子またはサブストレート端子に接続） 

  MeasRange: QSCV 電流測定レンジ（固定レンジ） 

  Integ_C: 容量測定時の積分時間 

  Integ_L: リーク電流測定時の積分時間 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[Extended Test Parameters] 

  StepDelay: ステップディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  容量 C 

 

[List Display] 

  容量 C 
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17.9 ResetPG: PG リセット (A.01.20) 
 

[概要]   

  パルスジェネレータ(Keysight 81110A)のリセットを行う。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 81110A パルス・ジェネレータ(2 出力、PGU1 と PGU2) 

  GPIB ケーブル 

 

[Test Parameters] 

  Address: Keysight 81110A パルス・ジェネレータの GPIB アドレス 
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17.10 Subsite move: 次のサブサイトのプロービング (A.02.00) 
 

[概要]   

  ウェーハ・プローバのチャックを次のサブサイトに移動します。 

  また、プローバからデバイス ID を読み取り、テスト・レコードの Device 

  ID に設定します。 

 

[サポートされるプローバ] 

  標準で Cascade Microtech、SUSS MicroTec、ベクターセミコンの 

  プローバ・ドライバに対応していますが、CustomProber 入力フィー 

  ルドにパス名を指定することにより、標準以外のプローバ・ドラ 

  イバを使用することも可能です。 

 

[Test Parameters] 

  ProberType: プローバの機種 

  CustomProber: 標準以外のプローバ・ドライバのコマンドパス名 

 

  CustomProber 入力フィールドに空白以外の文字列が指定されてい 

  ると、ProberType 入力フィールドの設定値は無視されます。 
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17.11 CVSweep4284_a: 4284A/E4980A による C-V 測定 (A.03.10) 
 

[概要] 

  Keysight 4284A または E4980A LCR メータを使用して容量-DC バイアス電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  キャパシタ、2 端子 

  精度の高い容量測定を行うには、測定器の High 側をデバイスの Low 側に、測定器の Low 側をデバイス

の High 側に接続してください。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight 4284A プレシジョン LCR メータ または Keysight E4980A プレシジョン LCR メータ 

  GPIB ケーブル 

 

[Test Parameters] 

  Address: LCR メータの GPIB アドレス 

  Osc_Level: 測定信号レベル 

  Frequency: 測定信号周波数 

  Integ_Time: 積分時間 

  Vstart: 掃引スタート電圧 

  Vstop: 掃引ストップ電圧 

  Sweep_Pts: 測定ポイント数 

  Cmax: 測定容量値をプロットするグラフ軸の最大値 

 

[Extended Test Parameters] 

  Delay_Time: ディレイ時間 

  Hold_Time: ホールド時間 

  Real_Time_Display: 測定実行時におけるグラフ表示の更新機能 

 

[測定パラメータ] 

  容量 Cdata 

  損失係数 Dispersion 

 

[X-Y Graph] 

  X 軸: バイアス電圧 Vsweep (LINEAR) 

  Y1 軸: 並列容量 Cdata (LINEAR) 

  Y2 軸: 損失係数 Dispersion (LINEAR) 

 

[List Display] 

  バイアス電圧 Vsweep 

  並列容量 Cdata 

  損失係数 Dispersion 
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17.12 CV Curve Parameter Calculator: Calculates CMOS transistor parameters 
from capacitance versus voltage sweeps. (A.01.02) 

 

[Description] 

   Device parameters (Nsub, Cfb, Vfb, etc.) for an NMOS or PMOS transistor are calculated from the 

inputted CV curve using standard equations. 

 

[Device Measured] 

   No measurement performed; this application test does analysis only.  This application test is designed to 

be used inside of another application test.  Within the umbrella application test you can make the CV 

measurement using either a classic test C-V Sweep or another application test.  In fact, you do not need 

to use the B1500A MFCMU to make the CV measurement; you can also generate the CV curve with the 

SMUs using the QSCV function or with an external C-meter (such as a 4284A, E4980A or 4294A) that is 

being controlled by an application test. 

 

[Device Parameters] 

   Area: Area of the transistor gate (cm^2) 

   TempC: Ambient temperature (degrees Celsius) 

   Pm: Work function of the gate material (Volts) 

   Device: Device type (NMOS=-1, PMOS=1) 

 

[Test Parameters] 

   Vsweep: Vector containing a minimum of 3 and a maximum of 1001 points representing the voltage 

applied to the transistor gate 

   Cmeas: Vector containing a minimum of 3 and a maximum of 1001 points representing the measured 

gate-to-substrate capacitance 

 

[Extended Test Parameters}: 

   Autoscale: Variable to control auto scaling of the display (0=Off, 1=On) 

 

[Measurement Parameters] 

  None 

 

[User Function] 

  None 

 

[X-Y Plot] 

  X axis: Applied gate voltage (LINEAR) 

  Y1 axis: Measured gate-to-substrate capacitance (LINEAR) 

 

[List Display] 

   Vsweep: Applied gate voltage (Volts) 

   Cmeas: Measured gate-to-substrate capacitance (Farads) 

 

[Parameter Display] 

   Cox (Farads) 

   Cmin (Farads) 
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   tox (Angstroms) 

   ni (1/cm^3) 

   Nsub (1/cm^3) 

   Pfermi (Volts) 

   Cfb (Farads) 

   Vfb (Volts) 

   Qsslq (1/cm^3) 

   Qb (Coulomb/cm^2) 

   Vth (Volts) 

 

Note #1: Qsslq is "Qss over q".  This is the only compact way to represent this variable within 

EasyEXPERT. 

 

Note #2: Sample QSCV and HFCV measurement data for a device is included with this application test.  

Clicking on the input box for "Cmeas" will make softkey entries for these two data sets appear.  The other 

default parameters for this application test are correct for this data. 
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17.13 TSet_T2420: Allows you to remotely control a Thermonics T-2420 
precision temperature forcing system.  (A.06.00) 

 

[Description] 

This application test does no measurement.  It only sets the Thermonics to a specified temperature. You 

can save multiple instances of this application test with different temperature settings into a “My 

Favorites” setup.  Using Quick Test Mode you can then call this application test to set a temperature, run 

multiple tests at that temperature, and then set the next temperature and repeat this process. 

 

[Device Measured] 

No measurement performed; this application test only sets a temperature. 

 

[Device Parameters] 

None 

 

[Test Parameters] 

Temp: Desired device measurement temperature. 

Tlimit: Acceptable temperature range around the desired temperature within which the measurement can 

start. 

Address: GPIB address of the Thermonics test temperature system. 

Ambient_Temp: Temperature value to use as the ambient temperature. 

Ambient_Limit: Acceptable temperature range around the ambient temperature.  Any temperatures above 

or below the Ambient_Temp by the Ambient_Limit value are considered to be “ambient.” 

 

[Extended Test Parameters] 

Channel: Thermocouple channel on the N1265A to be used for temperature measurement. 

 

[Measurement Parameters] 

None 

 

[User Function] 

None 

 

[X-Y Plot] 

None 

 

[List Display] 

None 

 

[Parameter Display] 

None 
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1. Fast BTI (ACstress Id-Sampling):  Bias Temperature Instability 試験、WGFMU使用 (A.03.20) 

2. Fast BTI (DCstress Id-Sampling):  Bias Temperature Instability 試験、WGFMU使用 (A.03.20) 

3. Fast BTI (ACstress Id-Vg):   Bias Temperature Instability 試験、WGFMU使用 (A.03.20) 

4. Fast BTI (DCstress Id-Vg):   Bias Temperature Instability 試験、WGFMU使用 (A.03.20) 

5. TRANSIV DC IdVd:   Id-Vd 特性、RSU使用 (A.03.20) 

6. TRANSIV DC IdVg:   Id-Vg 特性、RSU使用 (A.03.20) 

7. WGFMU Pattern Editor:  WGFMU Pattern Editor (A.03.20) 
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18.1 Fast BTI (ACstress Id-Sampling): Bias Temperature Instability 試験、
WGFMU使用 (A.03.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  ACストレスを用いた MOSFET の Bias Temperature Instability 測定を行い、累積ストレス時間－ドレイン電

流特性をプロットする。試験は、Accumlated_Stress_Time に与えられた累積ストレス時間において、次の動作

を繰り返すことで実行される。 

  1. ACストレスの印加 

  2. ドレイン電流のサンプリング測定 

 

[被測定デバイス] 

  MOSFET、3（もしくは 4）端子。 

  ドレインおよびゲートを RSUを介して WGFMUチャネルに接続すること。 

  ソース（およびサブストレート）を WGFMUグランド(ドレインおよびゲートの RSU Output端子の外側導体）に

接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1530A WGFMU 1ユニット 

  Keysight B1531A RSU 2セット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（設定値を出力）または Pch（設定値×-1を出力）。 

  Temp: 温度 (deg C) 

  L: ゲート長 

  W: ゲート幅 

 

[Test Parameters] 

  GateCh: ゲート端子に接続する WGFMUチャネル 

  DrainCh: ドレイン端子に接続する WGFMUチャネル 

  IdMeasRange: ドレイン電流測定レンジ（Id測定実行時） 

  IdStressRange: ドレイン電流測定レンジ（ストレス印加時） 

  RangeChangeHold: ストレスから測定への状態遷移時の待ち時間 

 

  レンジ切り替えの影響を避けるためには、RangeChangeHold を設定します。 

 

  [Stress Setup] 

  VgStress: ゲート端子に印加する ACストレスのピーク電圧 

  VgStressBase: ゲート端子に印加する ACストレスのベース電圧 

  VdStress: ドレイン端子に印加する ACストレスのピーク電圧 

  VdStressBase: ドレイン端子に印加する ACストレスのベース電圧 

  StressFreq: ACストレスの周波数 

  StressEdge: ACストレスのパルス立上がり、立下り時間 

  StressDuty: ACストレスのデューティ比 

  Accumlated_Stress_Time: 積算ストレス時間 
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  積算ストレス時間の設定は Define vector data ダイアログ・ボックスで行います。第 1 カラムの上から順に、

積算ストレス時間を入力します。Define vector dataダイアログ・ボックスを開くには Accumlated_Stress_Time

フィールド内の左ボタンをクリックします。ダイアログ・ボックスの *ボタンをクリックすると設定フィールドを増

やすことができます。 

 

  [Meas Setup] 

  VgMeas: Id 測定のゲート電圧 

  VdMeas: Id 測定のドレイン電圧 

  MeasDelay: 測定電圧への遷移開始から測定開始までのディレイ時間 

  MeasInterval: サンプリング測定実行時のサンプリング間隔 

  MeasPoints: サンプリング測定 1回当りの測定点数 

  IntegTime: 1測定点当たりの積分時間 

  TransEdge: ストレス電圧－測定電圧間の電圧変更時間。ゲート、ドレインに共通。 

  SeqDelay: デバイス・ディレイ時間 

  Lin_Log: Linear（リニア・サンプリング）、Log10（1ディケード当り 10点のログ・サンプリング）、Log25（1ディ

ケード当り 25点のログ・サンプリング） 

  PointToPlot: 測定結果データのプロットに用いるドレイン電流測定データを特定するためのインデックス 

 

  デバイス・ディレイ時間は、ストレス－測定間の状態遷移時にゲート、ドレインに同時に高い電圧が印加さ

れることを防ぐために設定します。必要な設定値は被測定デバイス、TransEdgeなどの設定値によって異な

ります。 

 

  PointToPlotには 1から MeasPoints の整数が有効です。PointToPlot=1は、第 1点目のデータを特定しま

す。 

 

  [Device_ID_Setup] 

  Device_ID_Override: Y（New_Device_ID 値を Device IDに設定する）または N（設定しない） 

  New_Device_ID: デバイス ID 

 

  [Pattern_Validate_Setup] 

  PatternValidateFile: WGFMU出力波形確認用ファイルの名前（絶対パス） 

 

[Extended Test Parameters] 

  VgForceRange: ゲート電圧出力レンジ 

  VdForceRange: ドレイン電圧出力レンジ 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  Id-AccumlatedStressTime: ドレイン電流－累積ストレス時間特性 
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18.2 Fast BTI (DCstress Id-Sampling): Bias Temperature Instability 試験、
WGFMU使用 (A.03.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  DCストレスを用いた MOSFET の Bias Temperature Instability 測定を行い、累積ストレス時間－ドレイン電

流特性をプロットする。試験は、Accumlated_Stress_Time に与えられた累積ストレス時間において、次の動作

を繰り返すことで実行される。 

  1. DCストレスの印加 

  2. ドレイン電流のサンプリング測定 

 

[被測定デバイス] 

  MOSFET、3（もしくは 4）端子。 

  ドレインおよびゲートを RSUを介して WGFMUチャネルに接続すること。 

  ソース（およびサブストレート）を WGFMUグランド(ドレインおよびゲートの RSU Output端子の外側導体）に

接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1530A WGFMU 1ユニット 

  Keysight B1531A RSU 2セット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（設定値を出力）または Pch（設定値×-1を出力）。 

  Temp: 温度 (deg C) 

  L: ゲート長 

  W: ゲート幅 

 

[Test Parameters] 

  GateCh: ゲート端子に接続する WGFMUチャネル 

  DrainCh: ドレイン端子に接続する WGFMUチャネル 

  IdMeasRange: ドレイン電流測定レンジ（Id測定実行時） 

  IdStressRange: ドレイン電流測定レンジ（ストレス印加時） 

  RangeChangeHold: ストレスから測定への状態遷移時の待ち時間 

 

  レンジ切り替えの影響を避けるためには、RangeChangeHold を設定します。 

 

  [Stress Setup] 

  VgStress: ゲート端子に印加するストレス電圧 

  VdStress: ドレイン端子に印加するストレス電圧 

  Accumlated_Stress_Time: 積算ストレス時間 

 

  積算ストレス時間の設定は Define vector data ダイアログ・ボックスで行います。第 1 カラムの上から順に、

積算ストレス時間を入力します。Define vector dataダイアログ・ボックスを開くには Accumlated_Stress_Time

フィールド内の左ボタンをクリックします。ダイアログ・ボックスの *ボタンをクリックすると設定フィールドを増

やすことができます。 
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  [Meas Setup] 

  VgMeas: Id 測定のゲート電圧 

  VdMeas: Id 測定のドレイン電圧 

  MeasDelay: 測定電圧への遷移開始から測定開始までのディレイ時間 

  MeasInterval: サンプリング測定実行時のサンプリング間隔 

  MeasPoints: サンプリング測定 1回当りの測定点数 

  IntegTime: 1測定点当たりの積分時間 

  TransEdge: ストレス電圧－測定電圧間の電圧変更時間。ゲート、ドレインに共通。 

  SeqDelay: デバイス・ディレイ時間 

  Lin_Log: Linear（リニア・サンプリング）、Log10（1ディケード当り 10点のログ・サンプリング）、Log25（1ディ

ケード当り 25点のログ・サンプリング） 

  PointToPlot: 測定結果データのプロットに用いるドレイン電流測定データを特定するためのインデックス 

 

  デバイス・ディレイ時間は、ストレス－測定間の状態遷移時にゲート、ドレインに同時に高い電圧が印加さ

れることを防ぐために設定します。必要な設定値は被測定デバイス、TransEdgeなどの設定値によって異な

ります。 

 

  PointToPlotには 1から MeasPoints の整数が有効です。PointToPlot=1は、第 1点目のデータを特定しま

す。 

 

  [Device_ID_Setup] 

  Device_ID_Override: Y（New_Device_ID 値を Device IDに設定する）または N（設定しない） 

  New_Device_ID: デバイス ID 

 

[Extended Test Parameters] 

  VgForceRange: ゲート電圧出力レンジ 

  VdForceRange: ドレイン電圧出力レンジ 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  Id-AccumlatedStressTime: ドレイン電流－累積ストレス時間特性 
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18.3 Fast BTI (ACstress Id-Vg): Bias Temperature Instability 試験、WGFMU使
用 (A.03.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  ACストレスを用いた MOSFET の Bias Temperature Instability 測定を行い、累積ストレス時間－Vth特性

をプロットする。試験は、Accumlated_Stress_Time に与えられた累積ストレス時間において、次の動作を繰り

返すことで実行される。 

  1. ACストレスの印加 

  2. Id-Vg特性の測定 

 

[被測定デバイス] 

  MOSFET、3（もしくは 4）端子。 

  ドレインおよびゲートを RSUを介して WGFMUチャネルに接続すること。 

  ソース（およびサブストレート）を WGFMUグランド(ドレインおよびゲートの RSU Output端子の外側導体）に

接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1530A WGFMU 1ユニット 

  Keysight B1531A RSU 2セット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（設定値を出力）または Pch（設定値×-1を出力）。 

  Temp: 温度 (deg C) 

  L: ゲート長 

  W: ゲート幅 

  Id_at_Vth: Vthを決定するドレイン電流 

 

[Test Parameters] 

  GateCh: ゲート端子に接続する WGFMUチャネル 

  DrainCh: ドレイン端子に接続する WGFMUチャネル 

  IdMeasRange: ドレイン電流測定レンジ（Id-Vg 測定実行時） 

  IdStressRange: ドレイン電流測定レンジ（ストレス印加時） 

  RangeChangeHold: ストレスから測定への状態遷移時の待ち時間 

 

  レンジ切り替えの影響を避けるためには、RangeChangeHold を設定します。 

 

  [Stress Setup] 

  VgStress: ゲート端子に印加する ACストレスのピーク電圧 

  VgStressBase: ゲート端子に印加する ACストレスのベース電圧 

  VdStress: ドレイン端子に印加する ACストレスのピーク電圧 

  VdStressBase: ドレイン端子に印加する ACストレスのベース電圧 

  StressFreq: ACストレスの周波数 

  StressEdge: ACストレスのパルス立上がり、立下り時間 

  StressDuty: ACストレスのデューティ比 
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  Accumlated_Stress_Time: 積算ストレス時間 

 

  積算ストレス時間の設定は Define vector data ダイアログ・ボックスで行います。第 1 カラムの上から順に、

積算ストレス時間を入力します。Define vector dataダイアログ・ボックスを開くには Accumlated_Stress_Time

フィールド内の左ボタンをクリックします。ダイアログ・ボックスの *ボタンをクリックすると設定フィールドを増

やすことができます。 

 

  [Meas Setup] 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  StepNum: 1 掃引当りの測定点数（掃引ステップ数） 

  StepRise: ステップ電圧変更時間（ランプ掃引には無効） 

  Sweep: Step（ステップ掃引）または Ramp（ランプ掃引） 

  Slope: Single (VgStart->VgStop) または Dual (VgStart->VgStop->VgStart) 

  VdMeas: Id-Vg測定実行時のドレイン電圧 

  SeqDelay: デバイス・ディレイ時間 

  TransEdge: ストレス電圧－測定電圧間の電圧変更時間。ゲート、ドレインに共通。 

  IntegTime: 1測定点当たりの積分時間 

  StepDelay: ステップ・ディレイ時間 

  Hold: ホールド時間 

 

  デバイス・ディレイ時間は、ストレス－測定間の状態遷移時にゲート、ドレインに同時に高い電圧が印加さ

れることを防ぐために設定します。必要な設定値は被測定デバイス、TransEdgeなどの設定値によって異な

ります。 

 

  ステップ・ディレイ時間は、ステップ出力開始からステップ測定開始までの時間として定義されます。 

 

  ホールド時間は、測定電圧出力開始から掃引動作開始までの電圧保持時間として定義されます。Dual 

Slopeの場合は順方向と逆方向の両方の掃引開始時にホールド時間がとられます。 

 

  [Device_ID_Setup] 

  Device_ID_Override: Y（New_Device_ID 値を Device IDに設定する）または N（設定しない） 

  New_Device_ID: デバイス ID 

 

  [Pattern_Validate_Setup] 

  PatternValidateFile: WGFMU出力波形確認用ファイルの名前（絶対パス） 

 

[Extended Test Parameters] 

  VgForceRange: ゲート電圧出力レンジ 

  VdForceRange: ドレイン電圧出力レンジ 

  StepMargin: ステップ測定終了から次のステップ出力開始までの時間（ランプ掃引には無効） 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  Id-t: ドレイン電流－時間特性 

  Id-Vg: ドレイン電流－ゲート電圧特性 

  Vth-AccumlatedStressTime: しきい値電圧－累積ストレス時間特性 
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18.4 Fast BTI (DCstress Id-Vg): Bias Temperature Instability 試験、WGFMU使
用 (A.03.20) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  DCストレスを用いた MOSFET の Bias Temperature Instability 測定を行い、累積ストレス時間－Vth特性

をプロットする。 

  試験は、Accumlated_Stress_Timeに与えられた累積ストレス時間において、次の動作を繰り返すことで実

行される。 

  1. DCストレスの印加 

  2. Id-Vg特性の測定 

 

[被測定デバイス] 

  MOSFET、3（もしくは 4）端子。 

  ドレインおよびゲートを RSUを介して WGFMUチャネルに接続すること。 

  ソース（およびサブストレート）を WGFMUグランド(ドレインおよびゲートの RSU Output端子の外側導体）に

接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1530A WGFMU 1ユニット 

  Keysight B1531A RSU 2セット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（設定値を出力）または Pch（設定値×-1を出力）。 

  Temp: 温度 (deg C) 

  L: ゲート長 

  W: ゲート幅 

  Id_at_Vth: Vthを決定するドレイン電流 

 

[Test Parameters] 

  GateCh: ゲート端子に接続する WGFMUチャネル 

  DrainCh: ドレイン端子に接続する WGFMUチャネル 

  IdMeasRange: ドレイン電流測定レンジ（Id-Vg 測定実行時） 

  IdStressRange: ドレイン電流測定レンジ（ストレス印加時） 

  RangeChangeHold: ストレスから測定への状態遷移時の待ち時間 

 

  レンジ切り替えの影響を避けるためには、RangeChangeHold を設定します。 

 

  [Stress Setup] 

  VgStress: ゲート端子に印加するストレス電圧 

  VdStress: ドレイン端子に印加するストレス電圧 

  Accumlated_Stress_Time: 積算ストレス時間 

 

  積算ストレス時間の設定は Define vector data ダイアログ・ボックスで行います。第 1 カラムの上から順に、

積算ストレス時間を入力します。Define vector dataダイアログ・ボックスを開くには Accumlated_Stress_Time
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フィールド内の左ボタンをクリックします。ダイアログ・ボックスの *ボタンをクリックすると設定フィールドを増

やすことができます。 

 

  [Meas Setup] 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  StepNum: 1 掃引当りの測定点数（掃引ステップ数） 

  StepRise: ステップ電圧変更時間（ランプ掃引には無効） 

  Sweep: Step（ステップ掃引）または Ramp（ランプ掃引） 

  Slope: Single (VgStart->VgStop) または Dual (VgStart->VgStop->VgStart) 

  VdMeas: Id-Vg測定実行時のドレイン電圧 

  SeqDelay: デバイス・ディレイ時間 

  TransEdge: ストレス電圧－測定電圧間の電圧変更時間。ゲート、ドレインに共通。 

  IntegTime: 1測定点当たりの積分時間 

  StepDelay: ステップ・ディレイ時間 

  Hold: ホールド時間 

 

  デバイス・ディレイ時間は、ストレス－測定間の状態遷移時にゲート、ドレインに同時に高い電圧が印加さ

れることを防ぐために設定します。必要な設定値は被測定デバイス、TransEdgeなどの設定値によって異な

ります。 

 

  ステップ・ディレイ時間は、ステップ出力開始からステップ測定開始までの時間として定義されます。 

 

  ホールド時間は、測定電圧出力開始から掃引動作開始までの電圧保持時間として定義されます。Dual 

Slopeの場合は順方向と逆方向の両方の掃引開始時にホールド時間がとられます。 

 

  [Device_ID_Setup] 

  Device_ID_Override: Y（New_Device_ID 値を Device IDに設定する）または N（設定しない） 

  New_Device_ID: デバイス ID 

 

[Extended Test Parameters] 

  VgForceRange: ゲート電圧出力レンジ 

  VdForceRange: ドレイン電圧出力レンジ 

  StepMargin: ステップ測定終了から次のステップ出力開始までの時間（ランプ掃引には無効） 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

  Id-t: ドレイン電流－時間特性 

  Id-Vg: ドレイン電流－ゲート電圧特性 

  Vth-AccumlatedStressTime: しきい値電圧－累積ストレス時間特性 
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18.5 TRANSIV DC IdVd: Id-Vd特性、RSU使用 (A.03.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  MOSFETのドレイン電流－ドレイン電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス] 

  MOSFET、3（もしくは 4）端子。 

  ドレインおよびゲートは RSUを介して SMUに接続すること。 

  ソース（およびサブストレート）を WGFMUグランド(ドレインおよびゲートの RSU Output端子の外側導体）に

接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1530A WGFMU 1ユニット 

  Keysight B1531A RSU 2セット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMUは設定値を出力）または Pch（SMUは設定値×-1を出力）． 

  L: ゲート長 

  W: ゲート幅 

  Temp: 温度 (deg C) 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引，電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引，電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Id 

 

[User Function] 

  IdPerW: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdPerW=Id/Wg 
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[X-Yプロット] 

  X軸: ゲート電圧 Vd (LINEAR) 

  Y1軸: ドレイン電流 Id (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vg 

  ドレイン電圧 Vd 

  ドレイン電流 Id 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdPerWg 
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18.6 TRANSIV DC IdVg: Id-Vg特性、RSU使用 (A.03.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要]   

  MOSFETのドレイン電流－ゲート電圧特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

  MOSFET、3（もしくは 4）端子。 

  ドレインおよびゲートは RSUを介して SMUに接続すること。 

  ソース（およびサブストレート）を WGFMUグランド(ドレインおよびゲートの RSU Output端子の外側導体）に

接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

  Keysight B1530A WGFMU 1ユニット 

  Keysight B1531A RSU 2セット 

 

[Device Parameters] 

  Polarity: Nch（SMUは設定値を出力）または Pch（SMUは設定値×-1を出力）。 

  L: ゲート長 

  W: ゲート幅 

  Temp: 温度 (deg C) 

  IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Test Parameters] 

  Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引，電圧出力） 

  VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

  VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

  Drain: ドレイン端子に接続する SMU (二次掃引，電圧出力） 

  VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

  VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

  VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

  IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

  IntegTime: 積分時間 

  HoldTime: ホールド時間 

  DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

  ドレイン電流 Id 

 

[User Function] 

  IdPerW: 単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdPerW=Id/Wg 
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[X-Yプロット] 

  X軸: ゲート電圧 Vg (LINEAR) 

  Y1軸: ドレイン電流 Id (LINEAR) 

 

[List Display] 

  ゲート電圧 Vg 

  ドレイン電圧 Vd 

  ドレイン電流 Id 

  単位ゲート幅あたりに換算したドレイン電流 IdPerWg 
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18.7 WGFMU Pattern Editor (A.03.20) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1500A 

  

[概要] 

  WGFMUチャネルの出力条件、測定条件の設定を行う。 

  Execution Modeを Run Vectorに設定し、Singleボタンをクリックすることで出力・測定が実行される。 

 

[Test Parameters] 

  ExecutionMode: 実行モード 

    Run Vector（波形出力・測定の実行） 

    Pattern Validation（波形・測定ポイントの設定表示、デバック用） 

 

  [WGFMU1 と WGFMU2] 

  Enable: Enable（チャネル使用）または Disable（使用しない） 

  Channel: 使用する WGFMUチャンネル 

  OperationMode: 動作モード 

    PG Vmeas（PGモード、電圧測定） 

    Fast IV Imeas（Fast IVモード、電流測定） 

    Fast IV Vmeas（Fast IVモード、電圧測定） 

  VForceRange: 電圧出力レンジ 

    Auto、3V、5V、-10V to 0V、または 0V to 10V 

  InitMeasRange: 測定レンジ 

    電流測定の場合: 1uA、10uA、100uA、1mA、または 10mA 

    電圧測定の場合: 5V または 10V 

 

  [Pattern] 

  RepeatCount: 波形データ、測定イベント・データの繰り返し回数 

  WaveformCh1: Channel1の波形データ 

  WaveformCh2: Channel2の波形データ 

  MeasurementEvent: 測定イベント・データ 

 

  波形データ、測定イベント・データの設定は Define vector data ダイアログ・ボックスで行います。Define 

vector dataダイアログ・ボックスを開くには、各フィールド内の左ボタンをクリックします。ダイアログ・ボックス

の *ボタンをクリックすると行を増やすことができます。 

 

  波形データ: 

    第 1カラム: 時間（絶対値） 

    第 2カラム: 出力電圧値 

 

  測定イベント・データ: 

    第 1カラム: サンプリング測定開始時間（絶対値） 

    第 2カラム: 1サンプリング測定当りの測定点数 

    第 3カラム: サンプリング間隔 

    第 4カラム: 1点測定当りのアベレージング時間 

    第 5カラム: Ch1レンジ・イベント 
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    第 6カラム: Ch2レンジ・イベント 

 

  第 5、6カラムには、通常 0 を設定します。電流測定の場合には 1 から 5 の値を設定することで、レンジ・

イベントが有効となります。これによって、サンプリング測定開始時に電流測定レンジが指定された値に変更

されます。 

  1: 1uA、2: 10uA、3: 100uA、4: 1mA、5: 10mA  

 

  測定イベントを設定しないで、レンジ・イベントだけを設定するには、第 2カラムに 0 を入力し、第 5、6カラ

ムの設定を行います。 

 

  安定した測定結果を得るために、電流測定レンジの変更が伴う場合、サンプリング測定開始時間には、レ

ンジ変更後、約 100マイクロ秒以降となる値を設定してください。 

 

  [Output_to_File_for_PatternValidation] Run Vectorモードでは無効 

  Output_Enable: Enable または Disable 

    Enable（波形・測定設定データを Output_Filename に指定するファイルに出力する） 

    Disable（出力しない） 

  Output_Filename: 波形・測定設定データの出力ファイルの絶対パス名 

 

  [DataDisplay_for_RunVector] Pattern Validation モードでは無効 

  DataDisplay_PatternValidation: PatternValidation データ表示モード 

    Disable（測定実行中に PatternValidationデータを表示しない） 

    Enable_Waveform（測定実行中に Waveform を表示する） 

    Enable_Waveform_MeasTiming（測定実行中に Waveform と MeasTiming を表示する） 

  DataDisplay_Mode: Data Displayウインドウ 表示モード 

    x(time)_y(meas): X 軸に時間、Y軸に測定データ 

    x(meas1)_y(meas2): X軸に Ch1測定データ、Y軸に Ch2測定データ 

 

[Extended Test Parameters] 

  LogToFile: Enable または Disable 

    Enable（エラーや警告メッセージをログする） 

    Disable（ログしない） 

  LogFile: ログ・ファイルの絶対パス名 

  WarningLevel: 警告レベル 

    Off: 警告レポートなし 

    Severe: シビアな警告をレポート 

    Normal: 通常の警告をレポート 

    Information: 情報をレポート 

  IForceRange1: サンプリング測定開始時の電流出力レンジ 

    1uA、10uA、100uA、1mA、または 10mA 

    レンジ・イベントで電流レンジが変更されるまで有効。 

  Result_Update_Interval_s: 測定結果の更新間隔。2秒から 100秒。 
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1. WGFMU DCIV: WGFMU DCIV (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 

2. WGFMU Id-Vd (DC): WGFMU Id-Vd (DC) (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 

3. WGFMU Id-Vd pulse: WGFMU Id-Vd pulse (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 

4. WGFMU Id-Vg (DC): WGFMU Id-Vg (DC) (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 

5. WGFMU Id-Vg pulse: WGFMU Id-Vg pulse (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 

6. WGFMU PLSDIV: WGFMU PLSDIV (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 
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19.1 WGFMU DCIV (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 
 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

 Ch1 and Ch2 measures current or voltage with Ch1 sweeping dc output, and Ch2 constant output 

 

[Test Parameters] 

 

 [Ch1 and Ch2] 

 ChX: WGFMU channel to use  

 ChXOperationMode: Operation mode 

    PG Vmeas (PG mode, voltage measurement) 

    Fast IV Imeas (Fast IV mode, current measurement) 

    Fast IV Vmeas (Fast IV mode, voltage measurement) 

 ChXVForceRange: Voltage output range 

    Auto, 3V, 5V, -10V to 0V, or 0V to 10V 

 ChXMeasRange: Measurement range 

    For current measurement: 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, or 10mA 

    For voltage measurement: 5V or 10V  Ch1VStart: Ch1 start voltage 

 Ch1VStart: Sweep start voltage 

 Ch1VStop: Sweep stop voltage 

 Ch1VStep: Sweep step voltage 

 Ch2VConst: Constant voltage 

 

 RiseTime: Rise time of each step 

 Hold: Hold time 

 MeasDelay: Measurement delay time 

 AveragingTime: Measurement averaging time 

 

 For detailed timing information, please scroll down to the bottom of Test Parameters window. 

 

[Extended Test Parameters] 

 DataDisplay_PatternValidation : PatternValidation data display mode (Not effective for Pattern Validation 

mode) 

    Disable (does not display PatternValidation data during measurement) 

    Enable_Waveform_MeasTiming (displays Waveform and MeasTiming during measurement) 

 

 ExecutionMode: Execution mode 

    Run Vector: Performs the waveform output and measurement 

    Pattern Validation: Displays the waveform and measurement setup, for debugging 
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19.2 WGFMU Id-Vd (DC) (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 
 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

 Measures the drain current vs drain voltage characteristics of MOSFET using WGFMU 

 

[Device Under Test] 

 MOSFET 

 

[Device Parameters] 

 Lg: Gate Length 

 Wg: Gate Width 

 Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

 Period: Pulse period 

 

 Drain: WGFMU connected to Drain, primary sweep voltage output 

 VdStart: Sweep start voltage for Drain  

 VdStop: Sweep stop voltage for Drain 

 VdStep: Sweep step voltage for Drain 

  

 Gate: WGFMU connected to Gate, secondary sweep voltage output 

 VgStart: Sweep start voltage for Gate  

 VgStop: Sweep stop voltage for Gate 

 VgStep: Sweep step voltage for Gate 

  

 MeasRange: Measurement range for drain current 

 RiseTime: Rise time of each step 

 Hold: Hold time 

 MeasDelay: Measurement delay time 

 AveragingTime: Measurement averaging time 

 

[Extended Test Parameters] 

 DataDisplay_PatternValidation : PatternValidation data display mode (Not effective for Pattern Validation 

mode) 

    Disable (does not display PatternValidation data during measurement) 

    Enable_Waveform_MeasTiming (displays Waveform and MeasTiming during measurement) 

 

 ExecutionMode: Execution mode 

    Run Vector: Performs the waveform output and measurement 

    Pattern Validation: Displays the waveform and measurement 

 

[Measurement Parameters] 

 Id: Drain current 
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[X-Y Plot] 

 X axis: Vd, Drain voltage (LINEAR) 

 Y1 axis: Id, Drain current (LINEAR) 

 

[List Display] 

 Vd, Drain voltage 

 Id, Drain current 

 Vg, gate voltage 
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19.3 WGFMU Id-Vd pulse (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 
  

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

 Measures the drain current vs drain voltage characteristics of MOSFET using WGFMU pulse 

 

[Device Under Test] 

 MOSFET 

 

[Device Parameters] 

 Lg: Gate Length 

 Wg: Gate Width 

 Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

 Period: Pulse period 

 

 Drain: WGFMU connected to Drain, primary sweep voltage output 

 VdStart: Sweep start voltage of pulse top for Drain  

 VdStop: Sweep stop voltage of pulse top for Drain 

 VdStep: Sweep step voltage of pulse top for Drain 

 VdPulseBase: Pulse base voltage for Drain 

 VdPulseDelay: Pulse delay for Drain 

 VdPulseRiseTime: Pulse rise time for Drain 

 VdPulseWidth: Pulse width for Drain 

 VdPulseFallTime: Pulse fall time for Drain 

 

 Gate: WGFMU connected to Gate, secondary sweep voltage output 

 VgStart: Sweep start voltage of pulse top for Gate  

 VgStop: Sweep stop voltage of pulse top for Gate 

 VgStep: Sweep step voltage of pulse top for Gate 

 VgPulseBase: Pulse base voltage for Gate 

 VgPulseDelay: Pulse delay for Gate 

 VgPulseRiseTime: Pulse rise time for Gate 

 VgPulseWidth: Pulse width for Gate 

 VgPulseFallTime: Pulse fall time for Gate 

 

 MeasRange: Measurement range for drain current 

 Hold: Hold Time 

 MeasDelay: Measurement delay time 

 AveragingTime: Measurement averaging time 

 

[Extended Test Parameters] 

 DataDisplay_PatternValidation : PatternValidation data display mode (Not effective for Pattern Validation 

mode) 
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    Disable (does not display PatternValidation data during measurement) 

    Enable_Waveform_MeasTiming (displays Waveform and MeasTiming during measurement) 

 

 ExecutionMode: Execution mode 

    Run Vector: Performs the waveform output and measurement 

    Pattern Validation: Displays the waveform and measurement 

 

[Measurement Parameters] 

 Id: Drain current 

 

[X-Y Plot] 

 X axis: Vd, Drain voltage (LINEAR) 

 Y1 axis: Id, Drain current (LINEAR) 

 

[List Display] 

 Vd, Drain voltage 

 Id, Drain current 

 Vg, gate voltage 
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19.4 WGFMU Id-Vg (DC) (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 
  

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

 Measures the drain current vs gate voltage characteristics of MOSFET using WGFMU 

 

[Device Under Test] 

 MOSFET 

 

[Device Parameters] 

 Lg: Gate Length 

 Wg: Gate Width 

 Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

 Period: Pulse period 

 

 Drain: WGFMU connected to Drain, secondary sweep voltage output 

 VdStart: Sweep start voltage for Drain  

 VdStop: Sweep stop voltage for Drain 

 VdStep: Sweep step voltage for Drain 

  

 Gate: WGFMU connected to Gate, primary sweep voltage output 

 VgStart: Sweep start voltage for Gate  

 VgStop: Sweep stop voltage for Gate 

 VgStep: Sweep step voltage for Gate 

  

 MeasRange: Measurement range for drain current 

 RiseTime: Rise time of each step 

 Hold: Hold time 

 MeasDelay: Measurement delay time 

 AveragingTime: Measurement averaging time 

 

[Extended Test Parameters] 

 DataDisplay_PatternValidation : PatternValidation data display mode (Not effective for Pattern Validation 

mode) 

    Disable (does not display PatternValidation data during measurement) 

    Enable_Waveform_MeasTiming (displays Waveform and MeasTiming during measurement) 

 

 ExecutionMode: Execution mode 

    Run Vector: Performs the waveform output and measurement 

    Pattern Validation: Displays the waveform and measurement 

 

[Measurement Parameters] 

 Id: Drain current 
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[X-Y Plot] 

 X axis: Vg, Gate voltage (LINEAR) 

 Y1 axis: Id, Drain current (LINEAR) 

 

[List Display] 

 Vg, gate voltage 

 Id, Drain current 

 Vd, Drain voltage 
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19.5 WGFMU Id-Vg pulse (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 
  

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

 Measures the drain current vs gate voltage characteristics of MOSFET using WGFMU pulse 

 

[Device Under Test] 

 MOSFET 

 

[Device Parameters] 

 Lg: Gate Length 

 Wg: Gate Width 

 Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

 Period: Pulse period 

 

 Drain: WGFMU connected to Drain, secondary sweep voltage output 

 VdStart: Sweep start voltage of pulse top for Drain  

 VdStop: Sweep stop voltage of pulse top for Drain 

 VdStep: Sweep step voltage of pulse top for Drain 

 VdPulseBase: Pulse base voltage for Drain 

 VdPulseDelay: Pulse delay for Drain 

 VdPulseRiseTime: Pulse rise time for Drain 

 VdPulseWidth: Pulse width for Drain 

 VdPulseFallTime: Pulse fall time for Drain 

 

 Gate: WGFMU connected to Gate, primary sweep voltage output 

 VgStart: Sweep start voltage of pulse top for Gate  

 VgStop: Sweep stop voltage of pulse top for Gate 

 VgStep: Sweep step voltage of pulse top for Gate 

 VgPulseBase: Pulse base voltage for Gate 

 VgPulseDelay: Pulse delay for Gate 

 VgPulseRiseTime: Pulse rise time for Gate 

 VgPulseWidth: Pulse width for Gate 

 VgPulseFallTime: Pulse fall time for Gate 

 

 MeasRange: Measurement range for drain current 

 Hold: Hold Time 

 MeasDelay: Measurement delay time 

 AveragingTime: Measurement averaging time 

 

[Extended Test Parameters] 

 DataDisplay_PatternValidation : PatternValidation data display mode (Not effective for Pattern Validation 

mode) 
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    Disable (does not display PatternValidation data during measurement) 

    Enable_Waveform_MeasTiming (displays Waveform and MeasTiming during measurement) 

 

 ExecutionMode: Execution mode 

    Run Vector: Performs the waveform output and measurement 

    Pattern Validation: Displays the waveform and measurement 

 

[Measurement Parameters] 

 Id: Drain current 

 

[X-Y Plot] 

 X axis: Vg, Gate voltage (LINEAR) 

 Y1 axis: Id, Drain current (LINEAR) 

 

[List Display] 

 Vg, gate voltage 

 Id, Drain current 

 Vd, Drain voltage 
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19.6 WGFMU PLSDIV (A.05.03.2013.0124_2013.03.26.1) 
 

[Supported Analyzer] 

  B1500A 

 

[Description] 

 Ch1 and Ch2 measures current or voltage with Ch1 sweeping pulsed output, and Ch2 constant output 

 

[Test Parameters] 

 PulsePeriod: Pulse period 

 

 [Ch1 and Ch2] 

 ChX: WGFMU channel to use  

 ChXOperationMode: Operation mode 

    PG Vmeas (PG mode, voltage measurement) 

    Fast IV Imeas (Fast IV mode, current measurement) 

    Fast IV Vmeas (Fast IV mode, voltage measurement) 

 ChXVForceRange: Voltage output range 

    Auto, 3V, 5V, -10V to 0V, or 0V to 10V 

 ChXMeasRange: Measurement range 

    For current measurement: 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, or 10mA 

    For voltage measurement: 5V or 10V  Ch1VStart: Ch1 start voltage 

 ChXPulseBase: Pulse base voltage 

 ChXPulseDelay: Pulse Delay 

 ChXPulseRiseTime: Pulse Rise Time 

 ChXPulseWidth: Pulse width 

 ChXPulseFallTime: Pulse Fall Time 

 Ch1VStart: Sweep start voltage of pulse top 

 Ch1VStop: Sweep stop voltage of pulse top 

 Ch1VStep: Sweep step voltage of pulse top 

 Ch2VConst: Constant voltage of pulse top 

 

 Hold: Hold time 

 MeasDelay: Measurement delay time 

 AveragingTime: Measurement averaging time 

 

 For detailed timing information, please scroll down to the bottom of Test Parameters window. 

 

[Extended Test Parameters] 

 DataDisplay_PatternValidation : PatternValidation data display mode (Not effective for Pattern Validation 

mode) 

    Disable (does not display PatternValidation data during measurement) 

    Enable_Waveform_MeasTiming (displays Waveform and MeasTiming during measurement) 

 

 ExecutionMode: Execution mode 

    Run Vector: Performs the waveform output and measurement 

    Pattern Validation: Displays the waveform and measurement setup, for debugging 
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1. Diode Current Collapse IV-t Sampling:  GaN Diode 電流コラプス特性（N1267A 使用） (A.05.02) 

2. Diode Current Collapse Signal Monitor:  GaN Diode 電流コラプス特性（N1267A 使用） (A.05.03) 
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20.1 Diode Current Collapse IV-t Sampling: GaN Diode 電流コラプス特性
（N1267A 使用） (A.05.02) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A 

  

[概要] 

GaN Diode の電流コラプス特性を測定する。 

N1267A を用いてオフ状態後のオン電流・電圧・抵抗のサンプリング測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

GaN Diode、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

RAxisMin: Y 軸(R)最小値 

RAxisMax: Y 軸(R)最大値 

VAxisMin: Y 軸(V)最小値 

VAxisMax: Y 軸(V)最大値 

IAxisMin: Y 軸(I)最小値 

IAxisMax: Y 軸(I)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

GNDU: N1267A GNDU 入力に接続する GNDU 

HVSMU: N1267A HVSMU 入力に接続する HVSMU 

HCSMU: N1267A HCSMU入力に接続する HCSMU 

SwitchControl: N1267A Switch Control に接続する MCSMU 

Substrate: サブストレートに接続する SMU/GNDU 

VOff: オフ状態のカソード端子に印加する電圧 

VOn: オン状態のカソード端子に印加する電圧（オン電流に応じた N1267A 内部での電圧降下あり） 

IOnLimit: オン状態の電流コンプライアンス 

OffStressTime: オフ状態でのストレス時間 

SamplingInterval: サンプリング時間間隔 

NumberOfSamples: サンプリング点数 

 

[Extended Test Parameters] 

SamplingMode: リニア／ログ・サンプリング選択 

SamplingStartTime: サンプリング開始時間 

MaxPlottingTime: グラフ X 軸の最大プロット時間 

MeasurementTime: 1 サンプルにおける実測定時間（SamplingInterval が 2ms 以上の場合に有効） 

IOffLimit: オフ状態のドレイン電流コンプライアンス（AUTO: 8mA for VOff up to 1500V, 4mA for VOff above 

3kV） 

VerboseDataStore: 埋め込まれた classic test setup のデータ保存選択 

 

[測定データ] 

Time: オン状態時間 
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V_HCSMU: HCSMU測定電圧 

I_HCSMU: HCSMU 測定電流 

V_HVSMU: HVSMU測定電圧 

I_HVSMU: HVSMU測定電流 

V_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電圧 

I_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電流 

 

[User Function] 

V: 電圧 (= V_HVSMU) 

I: 電流 (= I_HCSMU + I_HVSMU) 

R: 抵抗 (= V / I) 

Ta: 温度 (= Temp) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: Time 

Y1 軸: R 

Y2 軸: V 

Y3 軸: I 

 

[List Display] 

Time 

R 

V 

I 

V_HCSMU 

I_HCSMU 

V_HVSMU 

I_HVSMU 

V_SwitchControl 

I_SwitchControl 

 

[Parameter 表示エリア] 

Ta 
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20.2 Diode Current Collapse Signal Monitor: GaN Diode 電流コラプス特性
（N1267A 使用） (A.05.03) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A 

  

[概要]   

GaN Diode の電流コラプス特性を測定する。 

N1267A を用いてオフ状態後のオン電流・電圧・抵抗のパルス測定と信号モニタを行う。 

 

[被測定デバイス]  

GaN Diode、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

RAxisMin: Y 軸(R)最小値 

RAxisMax: Y 軸(R)最大値 

VAxisMin: Y 軸(V)最小値 

VAxisMax: Y 軸(V)最大値 

IAxisMin: Y 軸(I)最小値 

IAxisMax: Y 軸(I)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

GNDU: N1267A GNDU 入力に接続する GNDU 

HVSMU: N1267A HVSMU 入力に接続する HVSMU 

HCSMU: N1267A HCSMU入力に接続する HCSMU 

SwitchControl: N1267A Switch Control に接続する MCSMU 

Substrate: サブストレートに接続する SMU/GNDU 

VOff: オフ状態のカソード端子に印加する電圧 

VOn: オン状態のカソード端子に印加する電圧（オン電流に応じた N1267A 内部での電圧降下あり） 

IOnLimit: オン状態の電流コンプライアンス 

OffStressTime: オフ状態でのストレス時間 

OnTime: オン状態の時間 

 

[Extended Test Parameters] 

MonitorStartTime: 信号モニタ開始時間 

MonitorDuration: 信号モニタ期間 

IOffLimit: オフ状態の電流コンプライアンス（AUTO: 8mA for VOff up to 1500V, 4mA for VOff above 3kV） 

VOnHoldTime: DUT オンの前に予め HCSMUが VOnを出力するホールド時間 

TimeAxisScale: X 軸（時間）プロット・スケール選択 

VerboseDataStore: 埋め込まれた classic test setup のデータ保存選択 

 

[測定データ] 

Time: オン状態時間 

V_HCSMU: HCSMU測定電圧 

I_HCSMU: HCSMU 測定電流 
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V: HVSMU測定電圧 

I_HVSMU: HVSMU測定電流 

Vsw: Switch Control MCSMU 測定電圧 

I_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電流 

 

[User Function] 

I: ドレイン電流 (= I_HCSMU + I_HVSMU) 

R: ドレイン・ソース間抵抗 (= V / I) 

Ta: 温度 (= Temp) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: Time 

Y1 軸: R 

Y2 軸: V 

Y3 軸: I 

Y4 軸: Vsw 

 

[List Display] 

Time 

R 

V 

I 

Vsw 

V_HCSMU 

I_HCSMU 

I_HVSMU 

I_SwitchControl 

 

[Parameter 表示エリア] 

Ta 
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1. FET Current Collapse IV-t Sampling (I Force): 

 GaN FET 電流コラプス特性（N1267A 使用） (A.05.02) 

2. FET Current Collapse IV-t Sampling: 

  GaN FET 電流コラプス特性（N1267A 使用） (A.05.02) 

3. FET Current Collapse Signal Monitor (I Force): 

 GaN FET 電流コラプス特性（N1267A 使用） (A.05.03) 

4. FET Current Collapse Signal Monitor: 

  GaN FET 電流コラプス特性（N1267A 使用） (A.05.03) 

5. Id-Vds Current Collapse: 

   GaN FET 電流コラプス特性（N1267A 使用） (A.05.02) 
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21.1 FET Current Collapse IV-t Sampling (I Force): GaN FET 電流コラプス特性
（N1267A 使用） (A.05.02) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A 

  

[概要]   

GaN FET の電流コラプス特性を測定する。 

N1267A を用いてオフ状態後のオン電流・電圧・抵抗のサンプリング測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

GaN FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

RdsAxisMin: Y 軸(Rds)最小値 

RdsAxisMax: Y 軸(Rds)最大値 

VdsAxisMin: Y 軸(Vds)最小値 

VdsAxisMax: Y 軸(Vds)最大値 

IdAxisMin: Y 軸(Id)最小値 

IdAxisMax: Y 軸(Id)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

GNDU: N1267A GNDU 入力に接続する GNDU 

HVSMU: N1267A HVSMU入力に接続する HVSMU 

HCSMU: N1267A HCSMU入力に接続する HCSMU 

SwitchControl: N1267A Switch Control に接続する MCSMU 

Gate: ゲート端子に接続する MCSMU/HCSMU 

Substrate: サブストレートに接続する SMU/GNDU 

VgOff: ゲート・オフ電圧 

VgOn: ゲート・オン電圧 

VdOff: オフ状態のドレイン端子に印加する電圧 

VdOnLimit: オン状態のドレイン電圧コンプライアンス（オン電流に応じた N1267A内部での電圧降下あり） 

IdOn: オン状態のドレイン電流 

OffStressTime: オフ状態でのストレス時間 

SamplingInterval: サンプリング時間間隔 

NumberOfSamples: サンプリング点数 

 

[Extended Test Parameters] 

SamplingMode: リニア／ログ・サンプリング選択 

SamplingStartTime: サンプリング開始時間 

MaxPlottingTime: グラフ X軸の最大プロット時間 

MeasurementTime: 1 サンプルにおける実測定時間（SamplingInterval が 2ms 以上の場合に有効） 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

IdOffLimit: オフ状態のドレイン電流コンプライアンス（AUTO: 8mA for VdOff up to 1500V, 4mA for VdOff 

above 3kV） 
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DischargingSwitchControl: N1267A 内蔵スイッチによるディスチャージ選択（オン電流が IdOffLimit を下回る

場合に使用） 

VerboseDataStore: 埋め込まれた classic test setup のデータ保存選択 

 

[測定データ] 

Time: オン状態時間 

V_HCSMU: HCSMU測定電圧 

I_HCSMU: HCSMU 測定電流 

V_HVSMU: HVSMU測定電圧 

I_HVSMU: HVSMU測定電流 

V_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電圧 

I_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電流 

V_Gate: ゲート電圧 

I_Gate: ゲート電流 

 

[User Function] 

Vds: ドレイン・ソース間電圧 (= V_HVSMU) 

Id: ドレイン電流 (= I_HCSMU + I_HVSMU) 

Rds: ドレイン・ソース間抵抗 (= Vds / Id) 

Vgs: ゲート・ソース間電圧 (= V_Gate) 

Ig: ゲート電流 (= I_Gate) 

Ta: 温度 (= Temp) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: Time 

Y1 軸: Rds 

Y2 軸: Vds 

Y3 軸: Id 

 

[List Display] 

Time 

Rds 

Vds 

Id 

Vgs 

Ig 

V_HCSMU 

I_HCSMU 

V_HVSMU 

I_HVSMU 

V_SwitchControl 

I_SwitchControl 

 

[Parameter 表示エリア] 

Ta 
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21.2 FET Current Collapse IV-t Sampling: GaN FET 電流コラプス特性（N1267A
使用） (A.05.02) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A 

  

[概要]   

GaN FET の電流コラプス特性を測定する。 

N1267A を用いてオフ状態後のオン電流・電圧・抵抗のサンプリング測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

GaN FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

RdsAxisMin: Y 軸(Rds)最小値 

RdsAxisMax: Y 軸(Rds)最大値 

VdsAxisMin: Y 軸(Vds)最小値 

VdsAxisMax: Y 軸(Vds)最大値 

IdAxisMin: Y 軸(Id)最小値 

IdAxisMax: Y 軸(Id)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

GNDU: N1267A GNDU 入力に接続する GNDU 

HVSMU: N1267A HVSMU入力に接続する HVSMU 

HCSMU: N1267A HCSMU入力に接続する HCSMU 

SwitchControl: N1267A Switch Control に接続する MCSMU 

Gate: ゲート端子に接続する MCSMU/HCSMU 

Substrate: サブストレートに接続する SMU/GNDU 

VgOff: ゲート・オフ電圧 

VgOn: ゲート・オン電圧 

VdOff: オフ状態のドレイン端子に印加する電圧 

VdOn: オン状態のドレイン端子に印加する電圧（オン電流に応じた N1267A内部での電圧降下あり） 

IdOnLimit: オン状態のドレイン電流コンプライアンス 

OffStressTime: オフ状態でのストレス時間 

SamplingInterval: サンプリング時間間隔 

NumberOfSamples: サンプリング点数 

 

[Extended Test Parameters] 

SamplingMode: リニア／ログ・サンプリング選択 

SamplingStartTime: サンプリング開始時間 

MaxPlottingTime: グラフ X軸の最大プロット時間 

MeasurementTime: 1 サンプルにおける実測定時間（SamplingInterval が 2ms 以上の場合に有効） 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

IdOffLimit: オフ状態のドレイン電流コンプライアンス（AUTO: 8mA for VdOff up to 1500V, 4mA for VdOff 

above 3kV） 
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DischargingSwitchControl: N1267A 内蔵スイッチによるディスチャージ選択（オン電流が IdOffLimit を下回る

場合に使用） 

VerboseDataStore: 埋め込まれた classic test setup のデータ保存選択 

 

[測定データ] 

Time: オン状態時間 

V_HCSMU: HCSMU測定電圧 

I_HCSMU: HCSMU 測定電流 

V_HVSMU: HVSMU測定電圧 

I_HVSMU: HVSMU測定電流 

V_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電圧 

I_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電流 

V_Gate: ゲート電圧 

I_Gate: ゲート電流 

 

[User Function] 

Vds: ドレイン・ソース間電圧 (= V_HVSMU) 

Id: ドレイン電流 (= I_HCSMU + I_HVSMU) 

Rds: ドレイン・ソース間抵抗 (= Vds / Id) 

Vgs: ゲート・ソース間電圧 (= V_Gate) 

Ig: ゲート電流 (= I_Gate) 

Ta: 温度 (= Temp) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: Time 

Y1 軸: Rds 

Y2 軸: Vds 

Y3 軸: Id 

 

[List Display] 

Time 

Rds 

Vds 

Id 

Vgs 

Ig 

V_HCSMU 

I_HCSMU 

V_HVSMU 

I_HVSMU 

V_SwitchControl 

I_SwitchControl 

 

[Parameter 表示エリア] 

Ta 
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21.3 FET Current Collapse Signal Monitor (I Force): GaN FET 電流コラプス特性
（N1267A 使用） (A.05.03) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A 

  

[概要]   

GaN FET の電流コラプス特性を測定する。 

N1267A を用いてオフ状態後のオン電流・電圧・抵抗のパルス測定と信号モニタを行う。 

 

[被測定デバイス]  

GaN FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

RdsAxisMin: Y 軸(Rds)最小値 

RdsAxisMax: Y 軸(Rds)最大値 

VdsAxisMin: Y 軸(Vds)最小値 

VdsAxisMax: Y 軸(Vds)最大値 

IdAxisMin: Y 軸(Id)最小値 

IdAxisMax: Y 軸(Id)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

GNDU: N1267A GNDU 入力に接続する GNDU 

HVSMU: N1267A HVSMU入力に接続する HVSMU 

HCSMU: N1267A HCSMU入力に接続する HCSMU 

SwitchControl: N1267A Switch Control に接続する MCSMU 

Gate: ゲート端子に接続する MCSMU/HCSMU 

Substrate: サブストレートに接続する SMU/GNDU 

VgOff: ゲート・オフ電圧 

VgOn: ゲート・オン電圧 

VdOff: オフ状態のドレイン端子に印加する電圧 

VdOnLimit: オン状態のドレイン電圧コンプライアンス（オン電流に応じた N1267A内部での電圧降下あり） 

IdOn: オン状態のドレイン電流 

OffStressTime: オフ状態でのストレス時間 

OnTime: オン状態の時間 

 

[Extended Test Parameters] 

MonitorStartTime: 信号モニタ開始時間 

MonitorDuration: 信号モニタ期間 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

IdOffLimit: オフ状態のドレイン電流コンプライアンス（AUTO: 8mA for VdOff up to 1500V, 4mA for VdOff 

above 3kV） 

DischargingSwitchControl: N1267A 内蔵スイッチによるディスチャージ選択（オン電流が IdOffLimit を下回る

場合に使用） 
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DischargingWaitTime: N1267A 内蔵スイッチによるディスチャージ開始後ゲート・オン電圧出力までの待ち時

間（DischargingSwitchControl が Onの場合に有効） 

VOnHoldTime: DUT オンの前に予め HCSMUが VOnを出力するホールド時間 

TimeAxisScale: X 軸（時間）プロット・スケール選択 

VerboseDataStore: 埋め込まれた classic test setup のデータ保存選択 

 

[測定データ] 

Time: オン状態時間 

V_HCSMU: HCSMU測定電圧 

I_HCSMU: HCSMU 測定電流 

Vds: HVSMU測定電圧 

I_HVSMU: HVSMU測定電流 

V_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電圧 

I_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電流 

Vgs: ゲート電圧 

Ig: ゲート電流 

 

[User Function] 

Id: ドレイン電流 (= I_HCSMU + I_HVSMU) 

Rds: ドレイン・ソース間抵抗 (= Vds / Id) 

Ta: 温度 (= Temp) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: Time 

Y1 軸: Rds 

Y2 軸: Vds 

Y3 軸: Id 

Y4 軸: Vgs 

 

[List Display] 

Time 

Rds 

Vds 

Id 

Vgs 

Ig 

V_HCSMU 

I_HCSMU 

I_HVSMU 

V_SwitchControl 

I_SwitchControl 

 

[Parameter 表示エリア] 

Ta 
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21.4 FET Current Collapse Signal Monitor: GaN FET 電流コラプス特性（N1267A
使用） (A.05.03) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A 

  

[概要]   

GaN FET の電流コラプス特性を測定する。 

N1267A を用いてオフ状態後のオン電流・電圧・抵抗のパルス測定と信号モニタを行う。 

 

[被測定デバイス]  

GaN FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

RdsAxisMin: Y 軸(Rds)最小値 

RdsAxisMax: Y 軸(Rds)最大値 

VdsAxisMin: Y 軸(Vds)最小値 

VdsAxisMax: Y 軸(Vds)最大値 

IdAxisMin: Y 軸(Id)最小値 

IdAxisMax: Y 軸(Id)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

GNDU: N1267A GNDU 入力に接続する GNDU 

HVSMU: N1267A HVSMU入力に接続する HVSMU 

HCSMU: N1267A HCSMU入力に接続する HCSMU 

SwitchControl: N1267A Switch Control に接続する MCSMU 

Gate: ゲート端子に接続する MCSMU/HCSMU 

Substrate: サブストレートに接続する SMU/GNDU 

VgOff: ゲート・オフ電圧 

VgOn: ゲート・オン電圧 

VdOff: オフ状態のドレイン端子に印加する電圧 

VdOn: オン状態のドレイン端子に印加する電圧（オン電流に応じた N1267A内部での電圧降下あり） 

IdOnLimit: オン状態のドレイン電流コンプライアンス 

OffStressTime: オフ状態でのストレス時間 

OnTime: オン状態の時間 

 

[Extended Test Parameters] 

MonitorStartTime: 信号モニタ開始時間 

MonitorDuration: 信号モニタ期間 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

IdOffLimit: オフ状態のドレイン電流コンプライアンス（AUTO: 8mA for VdOff up to 1500V, 4mA for VdOff 

above 3kV） 

DischargingSwitchControl: N1267A 内蔵スイッチによるディスチャージ選択（オン電流が IdOffLimit を下回る

場合に使用） 
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DischargingWaitTime: N1267A 内蔵スイッチによるディスチャージ開始後ゲート・オン電圧出力までの待ち時

間（DischargingSwitchControl が Onの場合に有効） 

VOnHoldTime: DUT オンの前に予め HCSMUが VOnを出力するホールド時間 

TimeAxisScale: X 軸（時間）プロット・スケール選択 

VerboseDataStore: 埋め込まれた classic test setup のデータ保存選択 

 

[測定データ] 

Time: オン状態時間 

V_HCSMU: HCSMU測定電圧 

I_HCSMU: HCSMU 測定電流 

Vds: HVSMU測定電圧 

I_HVSMU: HVSMU測定電流 

V_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電圧 

I_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電流 

Vgs: ゲート電圧 

Ig: ゲート電流 

 

[User Function] 

Id: ドレイン電流 (= I_HCSMU + I_HVSMU) 

Rds: ドレイン・ソース間抵抗 (= Vds / Id) 

Ta: 温度 (= Temp) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: Time 

Y1 軸: Rds 

Y2 軸: Vds 

Y3 軸: Id 

Y4 軸: Vgs 

 

[List Display] 

Time 

Rds 

Vds 

Id 

Vgs 

Ig 

V_HCSMU 

I_HCSMU 

I_HVSMU 

V_SwitchControl 

I_SwitchControl 

 

[Parameter 表示エリア] 

Ta 
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21.5 Id-Vds Current Collapse: GaN FET 電流コラプス特性（N1267A 使用） 
(A.05.02) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A 

  

[概要]   

GaN FET の電流コラプス特性を測定する。 

N1267A を用いてオフ状態でのストレス印加とオン状態での Id-Vds 測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

GaN FET、4 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

XAxisVdsMin: X 軸（Vds）最小値 

XAxisVdsMax: X 軸（Vds）最大値 

YAxisIdMin: Y 軸（Id）最小値 

YAxisIdMax: Y 軸（Id）最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

GNDU: N1267A GNDU 入力に接続する GNDU 

HVSMU: N1267A HVSMU入力に接続する HVSMU 

HCSMU: N1267A HCSMU入力に接続する HCSMU 

SwitchControl: N1267A Switch Control に接続する MCSMU 

Gate: ゲート端子に接続する MCSMU/HCSMU 

Substrate: サブストレートに接続する SMU/GNDU 

VgOff: ゲート・オフ電圧 

VgOn: ゲート・オン電圧 

VdOff: オフ状態のドレイン端子に印加する電圧 

VdStart: オン状態のドレイン電圧掃引開始値（オン電流に応じた N1267A 内部での電圧降下あり） 

VdStop: オン状態のドレイン電圧掃引終了値（オン電流に応じた N1267A内部での電圧降下あり） 

IdOnLimit: オン状態のドレイン電流コンプライアンス 

OffStressTime: オフ状態でのストレス時間 

StepTime: ドレイン電圧掃引ステップ時間 

NOS: ドレイン電圧掃引ステップ数 

 

[Extended Test Parameters] 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

IdOffLimit: オフ状態のドレイン電流コンプライアンス（AUTO: 8mA for VdOff up to 1500V, 4mA for VdOff 

above 3kV） 

MeasurementTime: ドレイン電圧掃引の各ステップにおける実測定時間 

DischargingSwitchControl: N1267A 内蔵スイッチによるディスチャージ選択（オン電流が IdOffLimit を下回る

場合に使用） 

IdOffMonitor: オフ状態のドレイン電流測定選択 

VerboseDataStore: 埋め込まれた classic test setup のデータ保存選択 
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[測定データ] 

V_HCSMU: HCSMU測定電圧 

I_HCSMU: HCSMU 測定電流 

V_HVSMU: HVSMU測定電圧 

I_HVSMU: HVSMU測定電流 

V_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電圧 

I_SwitchControl: Switch Control MCSMU 測定電流 

V_Gate: ゲート電圧 

I_Gate: ゲート電流 

 

[User Function] 

Vds: ドレイン・ソース間電圧 (= V_HVSMU) 

Id: ドレイン電流 (= I_HCSMU + I_HVSMU) 

Vgs: ゲート・ソース間電圧 (= V_Gate) 

Ig: ゲート電流 (= I_Gate) 

Ta: 温度 (= Temp) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: Vds 

Y1 軸: Id 

 

[List Display] 

Vds 

Id 

Vgs 

Ig 

V_HCSMU 

I_HCSMU 

V_HVSMU 

I_HVSMU 

V_SwitchControl 

I_SwitchControl 

 

[Parameter 表示エリア] 

Ta 
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1. Cce:  IGBT Cce-Vc 特性 (A.04.00)  

2. Cgc:  IGBT Cgc-Vc 特性 (A.04.00) 

3. Cge:  IGBT Cge-Vc 特性 (A.05.50) 

4. Cge-Vge:  IGBT Cge-Vg 特性 (A.05.50) 

5. Ic(off)-Vce:  IGBT Ic(off)-Vce 特性 (A.04.00) 

6. Ic-Vce:  IGBT Ic-Vce 特性、SMU パルス使用 (A.04.00) 

7. Ic-Vge:  IGBT Ic-Vge 特性、SMU パルス使用 (A.04.00) 

8. TDDB Constant V:  Power MOSFET TDDB 試験、定電圧 (A.04.00 

9. Vce(sat):  IGBT Vce(sat)特性、SMU パルス使用 (A.04.00) 

10. Vth Vge(off):  IGBT Vth 測定または Vge(off)測定 (A.04.00) 

11. Ic-Vge for Expanders: Ic-Vge 測定 各種エクスパンダ用 (A.05.01.2012.07.31) 

12. Vce-Vge: IGBT Vce-Vge 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 

13. Cies (N1272A) ゲート・エミッタ間リーク電流測定 (A.06.00) 

14. Coes (N1272A) 出力容量測定 (A.06.00) 

15. Cres (N1272A) 帰還容量測定 (A.06.00) 

16. Cce (N1272A) コレクタ・エミッタ間容量測定 (A.06.00) 

17. Cgc (N1272A) ゲート・コレクタ間容量測定 (A.06.00) 

18. Cge (N1272A) ゲート・エミッタ間容量測定 (A.06.00) 

19. Rg (N1272A) for IGBT ゲート抵抗測定 (A.06.00) 

20. ICES (N1272A) コレクタ・エミッタ間リーク電流測定 (A.06.00) 

21. IGES (N1272A) ゲート・エミッタ間リーク電流測定 (A.06.00) 

22. Cies-Vge (N1272A): Cies-Vge 測定 (A.06.10) 
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22.1 Cce: IGBT Cce-Vc 特性 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

IGBT のコレクタ‐エミッタ間容量を測定し、Cce-Vc 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

コレクタ、エミッタ、ゲートを、高電圧バイアス T の High、Low、AC Guard にそれぞれ接続すること。 

またはテストフィクスチャの MFCMU High、MFCMU Low、AUX サーキットコモンにそれぞれ接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

Keysight N1260A 高電圧バイアス T または Keysight N1259A テストフィクスチャ（オプション N1259A-020

付） 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisCceMin: Y 軸(Cce)最小値 

YAxisCceMax: Y 軸(Cce)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル 

Scale: DC バイアス掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

Collector: 容量測定に使用する CMU 

VcBias: DC バイアス掃引源に使用する SMU 

VcStart: DC バイアス掃引スタート電圧 

VcStop: DC バイアス掃引ストップ電圧 

VcLinearStep: DC バイアス掃引ステップ電圧 (Scale=LINEAR 時に有効） 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 
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DelayTime: ディレイ時間 

IcMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ‐エミッタ間容量 Cce 

コレクタ‐エミッタ間電流 Ice 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ‐エミッタ間容量 Cce (LOG) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LOG) 

Y1 軸: コレクタ‐エミッタ間容量 Cce (LOG) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Cce: コレクタ‐エミッタ間容量 

Ice: コレクタ‐エミッタ間電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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22.2 Cgc: IGBT Cgc-Vc 特性 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

IGBT のコレクタ‐ゲート間容量を測定し、Cgc-Vc 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

コレクタ、ゲート、エミッタを、高電圧バイアス T の High、Low、AC Guard にそれぞれ接続すること。 

またはテストフィクスチャの MFCMU High、MFCMU Low、AUX サーキットコモンにそれぞれ接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

Keysight N1260A 高電圧バイアス T または Keysight N1259A テストフィクスチャ（オプション N1259A-020

付） 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisCgcMin: Y 軸(Cgc)最小値 

YAxisCgcMax: Y 軸(Cgc)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル 

Scale: DC バイアス掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

Collector: 容量測定に使用する CMU 

VcBias: DC バイアス掃引源に使用する SMU 

VcStart: DC バイアス掃引スタート電圧 

VcStop: DC バイアス掃引ストップ電圧 

VcLinearStep: DC バイアス掃引ステップ電圧 (Scale=LINEAR 時に有効） 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 
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DelayTime: ディレイ時間 

IcMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

ゲート‐コレクタ間容量 Cgc 

コレクタ電流 Icollector 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y1 軸: ゲート‐コレクタ間容量 Cgc (LOG) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LOG) 

Y1 軸: ゲート‐コレクタ間容量 Cgc (LOG) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Cgc: ゲート‐コレクタ間容量 

Icollector: コレクタ電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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22.3 Cge: IGBT Cge-Vc 特性 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要]   

IGBT のゲート‐エミッタ間容量を測定し、Cge-Vc 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

Keysight N1260A 高電圧バイアス T または Keysight N1259A テストフィクスチャ（オプション N1259A-020

付） 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisCgeMin: Y 軸(Cge)最小値 

YAxisCgeMax: Y 軸(Cge)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル 

Scale: DC バイアス掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

Gate: 容量測定に使用する CMU 

VcBias: DC バイアス掃引源に使用する SMU 

VcStart: DC バイアス掃引スタート電圧 

VcStop: DC バイアス掃引ストップ電圧 

VcLinearStep: DC バイアス掃引ステップ電圧 (Scale=LINEAR 時に有効） 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IcMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 
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[測定パラメータ] 

ゲート‐エミッタ間容量 Cge 

コレクタ‐エミッタ間電流 Ice 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y1 軸: ゲート‐エミッタ間容量 Cge (LOG) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LOG) 

Y1 軸: ゲート‐エミッタ間容量 Cge (LOG) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Cge: ゲート‐エミッタ間容量 

Ice: コレクタ‐エミッタ間電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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22.4 Cge-Vge: IGBT Cge-Vg 特性 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

IGBT のゲート‐エミッタ間容量を測定し、Cge-Vg 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisCgeMin: Y 軸(Cge)最小値 

YAxisCgeMax: Y 軸(Cge)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル  

Gate: 容量測定に使用する CMU 

VgStart: DC バイアス掃引スタート電圧 

VgStop: DC バイアス掃引ストップ電圧 

VgStep: DC バイアス掃引ステップ電圧 

Vg@Cge0: Cge0 を決定するゲート電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

ゲート‐エミッタ間容量 Cge 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 
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Cge0=@MY（Marker の Y 座標値） 

 

[Auto Analysis] 

Marker: Vgate=Vg@Cge0 における Y 座標値 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: ゲート‐エミッタ間容量 Cge (LINEAR) 

 

[List Display] 

Vgate: ゲート電圧 

Cge: ゲート‐エミッタ間容量 

 

[Parameter 表示エリア] 

ゼロ・バイアス時のゲート‐エミッタ間容量 Cge0 

温度 Ta=Temp 
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22.5 Ic(off)-Vce: IGBT Ic(off)-Vce 特性 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

IGBT の Cutoff 領域でのコレクタ電流‐電圧特性を測定し、コレクタ‐エミッタ間の遮断電流と降伏電圧を抽出

する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

Vc@Ices: Ices を決定するコレクタ電圧 

Ic@BVces: ブレークダウンとみなすコレクタ電流 

VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

Vg: ゲート端子に印加する電圧 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IcZero: Y 軸(Icollector)最小値 

IcMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 

IgMinRange: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電流 Icollector 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

BVces=@MX（Marker の X 座標値） 
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Ices=@L1Y (Line1 の Y1 切片) 

 

[Auto Analysis] 

Marker: Icollector=Ic@BVces における X 座標値 

Line1: Vcollector=Vc@Ices における Y1 データを通る垂直線 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Icollector: コレクタ電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

コレクタ‐エミッタ間降伏電圧 BVces 

コレクタ‐エミッタ間遮断電流 Ices 

温度 Ta=Temp 
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22.6 Ic-Vce: IGBT Ic-Vce 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT のコレクタ電流‐電圧特性を測定する。コレクタ電圧の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

VcLinearStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 (Scale=LINEAR 時に有効) 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Scale: 掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

PcLimit: コレクタ電力コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters]  

PulseBase: パルス・ベース電圧 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

VcLimit: コレクタ電圧コンプライアンス（UHCU/HVMCU/UHVU に有効） 

HoldTime: ホールド時間 

IcZero: Y 軸(Icollector)最小値 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電流 Icollector 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 
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Ta 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LOG) 

Y1 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Icollector: コレクタ電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 
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22.7 Ic-Vge: IGBT Ic-Vge 特性、SMU パルス使用 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT のコレクタ電流‐ゲート電圧特性を測定する。コレクタ電圧の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisgfeMin: Y 軸(gfe)最小値 

YAxisgfeMax: Y 軸(gfe)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

VcPoint: コレクタ電圧の掃引ステップ数 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

PulseBase: パルス・ベース電圧 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電流 Icollector 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

gfe: 順方向伝達コンダクタンス gfe=diff(Icollector,Vgate) 

Ta: 温度 Ta=Temp 
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[Analysis Function] 

gfeMax=max(gfe) 

Vth=@L1X (Line1 の X1 切片) 

 

[Auto Analysis] 

Line1: gfe=gfeMax における Y1 データを通る接線 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: 順方向伝達コンダクタンス gfe (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Icollector: コレクタ電流 

Vgate: ゲート電圧  

Igate: ゲート電流 

gfe: 順方向伝達コンダクタンス 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta 

順方向伝達コンダクタンス最大値 gfeMax 

順方向伝達コンダクタンス最大値の X 軸切片 Vth 
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22.8 TDDB Constant V: Power MOSFET TDDB 試験、定電圧 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET の TDDB (Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時間‐電流特性をプ

ロットする。この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

  

[被測定デバイス]  

MOS キャパシタ、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

TotalStressTime: 総ストレス時間、10 s から 10000 s 

FailureCondition: デバイス破壊とみなすストレス電流 

PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

Interval: サンプリング間隔 

Port1: Port1 端子に接続する SMU (電圧出力） 

VStress: ストレス電圧 

Port2: Port2 端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

ILimit: 電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

MinRange: 電流測定最小レンジ 

StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

IStressZero: Y 軸(IStress)最小値 

 

[測定パラメータ] 

ストレス電流 IStress 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

Qbdval: 単位時間あたりの電荷量 Qbdval=integ(IStress,Time) 

DN: データの個数 DN=dim1Size(Index) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

Y1 軸: ストレス電流 IStress (LOG) 

 

[List Display] 
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ストレス時間 Time 

ストレス電流 IStress 

ストレス電圧 ConstantV 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

X 軸: ストレス時間 TimeList (LOG) 

Y1 軸: ストレス電流 IStressList (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

ストレス時間 TimeList 

ストレス電流 IStressList 

デバイス破壊までの電荷量 QbdList 

 

[Test Output: Parameters] 

デバイス破壊までの時間 Tbd 

デバイス破壊までの電荷量 Qbd 
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22.9 Vce(sat): IGBT Vce(sat)特性、SMU パルス使用 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

IGBT のコレクタ‐エミッタ間飽和電圧特性を測定する。コレクタ電流の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

IcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電流 

IcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電流  

IcLinearStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電流 (Scale=LINEAR 時に有効) 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

Vg: ゲート電圧 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

VcLimit: コレクタ電圧コンプライアンス 

Scale: 掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

 

[Extended Test Parameters] 

PulseBase: パルス・ベース電流 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

VcZero: Y 軸(Vcollector)最小値 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電流 Icollector 

コレクタ電圧 Vcollector 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 
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X 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

Y1 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LOG) 

 

[List Display] 

Icollector: コレクタ電流 

Vcollector: コレクタ電圧 

Igate: ゲート電流 

Vgate: ゲート電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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22.10 Vth Vge(off): IGBT Vth 測定または Vge(off)測定 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

IGBT のコレクタ電流‐ゲート電圧特性を測定し、しきい値電圧またはゲート‐エミッタ間遮断電圧を抽出する。 

  

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU（電圧出力） 

Vc: コレクタ電圧 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ic@Vth_Vgeoff: Vth または Vge(off)を決定するコレクタ電流 

MeasMode: 測定するパラメータ、Vth または Vgeoff 

IntegTime: 積分時間 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IcZero: Y 軸(Icollector)最小値 

IcMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 

IgMinRange: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電流 Icollector 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

MeasMode=Vth の場合: 

Vth=@MX（Marker の X 座標値） 
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MeasMode=Vgeoff の場合: 

Vgeoff=@MX（Marker の X 座標値） 

 

[Auto Analysis] 

Marker: Icollector=Ic@Vth_Vgeoff における X 座標値 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Icollector: コレクタ電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 

MeasMode=Vth の場合: 

 しきい値電圧 Vth 

MeasMode=Vgeoff の場合: 

 遮断電圧 Vgeoff 
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22.11 Ic-Vge 測定 各種エクスパンダ用 (A.05.01.2012.07.31) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

3 端子 IGBT において、Ultra High Current Unit (UHCU)、High Voltage Medium Current Unit （HVMCU）およ

び Ultra High Voltage Unit (UHVU)を使用し、出力抵抗の電圧降下を補正した Ic-Vge 測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

３端子の IGBT 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Y1AxisIcMin: Y1 軸(Ic)最小値 

Y1AxisIcMax: Y1 軸(Ic)最大値 

Y2AxisgfsMin: Y2 軸(gfs)最小値 

Y2AxisgfsMax: Y2 軸(gfs)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ記入欄 

 

Gate: ゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力) 

VgeStart: ゲート掃引スタート電圧 

Vgetop: ゲート掃引ストップ電圧 

Vgetep: ゲート掃引ステップ電圧 

IgLimit: ゲート電流の上限値 

VgeBase:ゲートパルスのベースライン電圧 

VgeWidth: ゲートパルスのパルス幅 

VgeDelay: ゲートパルスの遅延時間 

 

Collector: コレクタ端子に接続する測定モジュール (電圧出力) 

Vce: コレクタ電圧 

IcLimit: コレクタ電流上限値 

VceBase: コレクタパルスのベース電圧 

VceWidth: コレクタパルスのパルス幅 

VceDelay: コレクタパルスの遅延時間 

 

Emitter:エミッタ端子に接続するモジュール（GNDU のみ） 

 

PulsePeriodMode: パルス周期設定モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

 

MeasTime: 測定時間 

PulseAvgCnt:パルスアベレージング数 

 

[Extended Test Parameters] 
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VceLimit: サーチ中のコレクタ電圧上限値 

VSrchOffset: コレクタ電圧をサーチする開始電圧（Vce からのオフセット値） 

VSrchRange: コレクタ電圧をサーチする最少範囲 

VSrcsPoint: コレクタ電圧をサーチするときのステップ数 

VSrcsLimit: コレクタ電圧をサーチするとき出力電圧の上限値 

Debug: Debug Mode の On/Off 

LoopMax: サーチを繰り返す回数の上限値 

StopMode: サーチ掃引の停止モード。 SKIP AT ANY ABNORMAL、STOP AT ANY ABNORMAL または

CONTINUE AT ANY 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電流 IC 

ゲート電圧 VGE 

コレクタ電圧 VDS 

 

[User Function] 

 Gfs=diff(ID,VGE) 

 

[Analysis Function] 

 

[Auto Analysis] 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 VGE (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 IC (LINEAR) 

Y2 軸: 順方向伝達コンダクタンス Gfs (LINEAR) 

 

[List Display] 

VGE: ゲート電圧 

IC: コレクタ電流 

Gfs: 順方向伝達コンダクタンス 

VCE: コレクタ電圧 

SearchStat: サーチ終了時ステータス. 1: Search target is found. -1: Outout voltage over its limit. -2: 

Measured voltage over its limit. -3: Measured current over its limit. - -4: Oscillation or ohter abnormal 

status is detected. -5: Search loop count over its limit. 

 

[Parameter 表示エリア] 
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22.12 Vce-Vge: IGBT Vce-Vge 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT のコレクタ電圧‐ゲート電圧特性を測定する。コレクタ電流の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

IcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電流 

IcStep: コレクタ端子に印加する掃引電流ステップ幅 

IcPoint: コレクタ電流の掃引ステップ数 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

VcLimit: コレクタ電圧コンプライアンス 

PcLimit: コレクタ電力コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

PulseBase: パルス・ベース電流 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

VcStop: 掃引停止コレクタ電圧（UHCU/HVMCU/UHVU に有効） 

HoldTime: ホールド時間 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

VceScale: Vce グラフ・スケール選択 

VceZero: Vce ログ・スケール最小値 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電圧 Vce 

ゲート電流 Ig 

 

[User Function] 
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Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vge (LINEAR) 

Y1 軸: ドレイン電圧 Vce (LINEAR/LOG) 

 

[List Display] 

Ic: コレクタ電流 

Vce: コレクタ電圧 

Vge: ゲート電圧  

Ig: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta   
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22.13 Cies (N1272A): 入力容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT の入力容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT  

 

[Device Parameters] 

CiesMinYAxis: Cies の Y 軸最小値 (F) 

CiesMaxYAxis: Cies の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VCEStart: コレクタ・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VCEStop: コレクタ・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: コレクタ・エミッタ間電圧 VCE (V) 

Y1: 入力容量 Cies (F) 

 

[List Display] 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

Cies: 入力容量 (F) 

G: 入力コンダクタンス (S) 

IC: コレクタ電流 (A) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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22.14 Coes (N1272A): 出力容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT の出力容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT  

 

[Device Parameters] 

CoesMinYAxis: Coes の Y 軸最小値 (F) 

CoesMaxYAxis: Coes の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VCEStart: コレクタ・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VCEStop: コレクタ・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: コレクタ・エミッタ間電圧 VCE (V) 

Y1: 出力容量 Coes (F) 

 

[List Display] 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

Coes: 出力容量 (F) 

G: 出力コンダクタンス (S) 

IC: コレクタ電流 (A) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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22.15 Cres (N1272A): 帰還容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT の帰還容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT  

 

[Device Parameters] 

CresMinYAxis: Cres の Y 軸最小値 (F) 

CresMaxYAxis: Cres の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VCEStart: コレクタ・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VCEStop: コレクタ・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: コレクタ・エミッタ間電圧 VCE (V) 

Y1: 帰還容量 Cres (F) 

 

[List Display] 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

Cres: 帰還容量 (F) 

G: 帰還コンダクタンス (S) 

IC: コレクタ電流 (A) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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22.16 Cce (N1272A): コレクタ・エミッタ間容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT のコレクタ・エミッタ間容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT  

 

[Device Parameters] 

CceMinYAxis: Cce の Y 軸最小値 (F) 

CceMaxYAxis: Cce の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VCEStart: コレクタ・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VCEStop: コレクタ・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: コレクタ・エミッタ間電圧 VCE (V) 

Y1: コレクタ・エミッタ間容量 Cce (F) 

 

[List Display] 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

Cce: コレクタ・エミッタ間容量 (F) 

G: コレクタ・エミッタ間コンダクタンス (S) 

IC: コレクタ電流 (A) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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22.17 Cgc (N1272A): ゲート・コレクタ間容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT のゲート・コレクタ間容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT  

 

[Device Parameters] 

CgcMinYAxis: Cgc の Y 軸最小値 (F) 

CgcMaxYAxis: Cgc の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VCEStart: コレクタ・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VCEStop: コレクタ・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: コレクタ・エミッタ間電圧 VCE (V) 

Y1: ゲート・コレクタ間容量 Cgc (F) 

 

[List Display] 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

Cgc: ゲート・コレクタ間容量 (F) 

G: ゲート・コレクタ間コンダクタンス (S) 

IC: コレクタ電流 (A) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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22.18 Cge (N1272A): ゲート・エミッタ間容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT のゲート・エミッタ間容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT  

 

[Device Parameters] 

CgeMinYAxis: Cge の Y 軸最小値 (F) 

CgeMaxYAxis: Cge の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VCEStart: コレクタ・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VCEStop: コレクタ・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: コレクタ・エミッタ間電圧 VCE (V) 

Y1: ゲート・エミッタ間容量 Cge (F) 

 

[List Display] 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

Cge: ゲート・エミッタ間容量 (F) 

G: ゲート・エミッタ間コンダクタンス (S) 

IC: コレクタ電流 (A) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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22.19 Rg (N1272A) for IGBT: ゲート抵抗測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT のゲート抵抗を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT  

 

[Device Parameters] 

RgMinYAxis: Rg の Y 軸最小値 (ohm) 

RgMaxYAxis: Rg の Y 軸最大値 (ohm) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGEStart: ゲート・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VGEStop: ゲート・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ゲート・エミッタ間電圧 VGE (V) 

Y1: ゲート抵抗 Rg (ohm) 

 

[List Display] 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Rg: ゲート抵抗 (ohm) 

C: ゲート容量 (F) 

IG: ゲート電流 (A) 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

IC: コレクタ電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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22.20 ICES (N1272A): コレクタ・エミッタ間リーク電流測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT のコレクタ・エミッタ間のリーク電流を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT  

 

[Device Parameters] 

ICESMinYAxis: ICES の Y 軸最小値 (A) 

ICESMaxYAxis: ICES の Y 軸最大値 (A) 

ICESYAxisScale: ICES の Y 軸スケール (0: Log, 1: Linear) 

 

[Test Parameters] 

IGLimit: ゲート・リーク電流リミット(コンプライアンス) (A) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

ICLimit: コレクタ・リーク電流リミット(コンプライアンス) (A) 

VCEStart: コレクタ・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VCEStop: コレクタ・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

 

[Extended Test Parameters] 

IGMinRange: ゲート電流測定最小レンジ 

ICMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

DCGuard: DC Guard 出力 (1: Common, 2: HVSMU) 

InCaseOfAbnormalStatus: コンプライアンス到達、発振等により、掃引ステップでの測定が正常に行われなか

った場合の挙動 

 

[X-Y Plot] 

X: コレクタ・エミッタ間電圧 VCE (V) 

Y1: コレクタ電流 IC (A) 

 

[List Display] 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

IC: コレクタ電流 (A) 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 
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22.21 IGES (N1272A): ゲート・エミッタ間リーク電流測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

IGBT のゲート・エミッタ間のリーク電流を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

IGBT  

 

[Device Parameters] 

IGESMinYAxis: IGES の Y 軸最小値 (A) 

IGESMaxYAxis: IGES の Y 軸最大値 (A) 

IGESYAxisScale: IGES の Y 軸スケール (0: Log, 1: Linear) 

 

[Test Parameters] 

IGLimit: ゲート・リーク電流リミット(コンプライアンス) (A) 

VGEStart: ゲート・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VGEStop: ゲート・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

ICLimit: コレクタ・リーク電流リミット(コンプライアンス) (A) 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Extended Test Parameters] 

IGMinRange: ゲート電流測定最小レンジ 

ICMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

DCGuard: DC Guard 出力 (1: Common, 2: HVSMU) 

InCaseOfAbnormalStatus: コンプライアンス到達、発振等により、掃引ステップでの測定が正常に行われなか

った場合の挙動 

 

[X-Y Plot] 

X: ゲート・エミッタ間電圧 VGE (V) 

Y1: ゲート電流 IG (A) 

 

[List Display] 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

IC: コレクタ電流 (A) 
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22.22 Cies-Vge (N1272A) (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[Device Parameters] 

CiesMinYAxis: Cies の Y 軸最小値 (F) 

CiesMaxYAxis: Cies の Y 軸最大値 (F) 

 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGEStart: ゲート・エミッタ間電圧掃引開始値 (V) 

VGEStop: ゲート・エミッタ間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Extended Test Parameters] 

Model: 二素子モデル選択 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ゲート・エミッタ間電圧 VGE (V) 

Y1: 入力容量 Cies (F) 

 

[List Display] 

VGE: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Cies: 入力容量 (F) 

Gies: 入力コンダクタンス 

Rg: ゲート抵抗 (ohm) (Cs-Rs モデルの場合) 

IG: ゲート電流 (A) 

VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

IC: コレクタ電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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1. Residual R:  残留抵抗の R-I 特性、SMU パルス使用 (A.04.00)  
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23.1 Residual R: 残留抵抗の R-I 特性、SMU パルス使用 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

残留抵抗の入力電流に対する抵抗特性（R-I 特性）を測定する。電流の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

Interconnection、2 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

YAxisResidualRMin: Y 軸(ResidualR)最小値 

YAxisResidualRMax: Y 軸(ResidualR)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Port1: Port1 端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

IStart: ポート 1 端子に印加する掃引スタート電流 

IStop: ポート 1 端子に印加する掃引ストップ電流 

ILinearStep: ポート 1 端子に印加する掃引ステップ電流 (Scale=LINEAR 時に有効) 

VLimit: 電圧コンプライアンス 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Port2: Port2 端子に接続する GNDU（定電圧出力）  

Scale: 掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

 

[Extended Test Parameters] 

PulseBase: パルス・ベース電流 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

HoldTime: ホールド時間 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

測定電圧 Vm 

 

[User Function] 

ResidualR: 残留抵抗 ResidualR=Vm/If 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: 印加電流 If (LINEAR) 

Y 軸: 残留抵抗 ResidualR (LINEAR) 
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Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: 印加電流 If (LOG) 

Y 軸: 残留抵抗 ResidualR (LOG) 

 

[List Display] 

印加電流 If 

測定電圧 Vm 

残留抵抗 ResidualR 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 



24 MISCAP



24 MISCAP 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 24-2 

 

1. BV:  MISCAP BV 測定 (A.04.00)  

2. C(MISCAP):  MISCAP の C-V 特性 (A.04.00) 

3. Ileak-V:  MISCAP Ileak-V 特性 (A.04.00) 

4. TDDB Constant V:  Power MOSFET TDDB 試験、定電圧 (A.04.00) 
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24.1 BV: MISCAP BV 測定 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

MISCAP のゲート電流‐電圧特性を測定し、ゲート‐ボディ接合降伏電圧を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

MISCAP、2 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

IgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電流 

IgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電流 

IgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電流 

Body: ボディ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ileak@BV: ブレークダウンとみなすゲート電流 

VgLimit: ゲート電圧コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

VgMinRange: ゲート電圧測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

ゲート電圧 Vgate 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

[Analysis Function] 

BV=@MX（Marker の X 座標値） 

[Auto Analysis] 

Marker: Igate=Ileak@BV における X 座標値 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y 軸: ゲート電流 Igate (LINEAR) 

[List Display] 

ゲート電流 Igate 

ゲート電圧 Vgate 

[Parameter 表示エリア] 

ゲート‐ボディ接合降伏電圧 BV 

温度 Ta=Temp 
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24.2 C(MISCAP): MISCAP の C-V 特性 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

MISCAP のゲート‐ボディ間容量を測定し、C-V 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

MISCAP、2 端子 

ゲート、ボディを CMU Low、CMU High にそれぞれ接続する。 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（CMU は設定値×-1 の値を出力）または Pch（CMU は設定値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisCMin: Y1 軸(C)最小値 

YAxisCMax: Y1 軸(C)最大値 

YAxisGMin: Y2 軸(G)最小値 

YAxisGMax: Y2 軸(G)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル 

Gate: C-V 測定に使用する CMU 

VgStart: DC バイアス掃引スタート電圧 

VgStop: DC バイアス掃引ストップ電圧 

VgStep: DC バイアス掃引ステップ電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

ゲート‐ボディ間容量 C 

コンダクタンス G 

 

[User Function] 
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Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: ゲート‐ボディ間容量 C (LINEAR) 

Y2 軸: コンダクタンス G (LINEAR) 

 

[List Display] 

ゲート電圧 Vgate 

ゲート‐ボディ間容量 C 

コンダクタンス G 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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24.3 Ileak-V: MISCAP Ileak-V 特性 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

MISCAP のゲート‐ボディ間電流特性を測定し、ゲート‐ボディ接合降伏電圧（BV）を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

MISCAP、2 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

Body: ボディ端子に接続する GNDU(定電圧出力） 

Ileak@BV: ブレークダウンとみなすゲート電流 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IgZero: Y 軸(Igate)最小値 

IgMinRange: ゲート電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

ゲート電流 Igate 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

[Analysis Function] 

BV=@MX（Marker の X 座標値） 

[Auto Analysis] 

Marker: Igate=Ileak@BV における X 座標値 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: ゲート電流 Igate (LINEAR) 

Y2 軸: ゲート電流 Igate (LOG) 

[List Display] 

ゲート電圧 Vgate 

ゲート電流 Igate 

[Parameter 表示エリア] 

ゲート‐ボディ接合降伏電圧 BV 

温度 Ta=Temp 
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24.4 TDDB Constant V: Power MOSFET TDDB 試験、定電圧 (A.04.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET の TDDB (Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時間‐電流特性をプ

ロットする。この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

  

[被測定デバイス]  

MOS キャパシタ、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

TotalStressTime: 総ストレス時間、10 s から 10000 s 

FailureCondition: デバイス破壊とみなすストレス電流 

PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

Interval: サンプリング間隔 

Port1: Port1 端子に接続する SMU (電圧出力） 

VStress: ストレス電圧 

Port2: Port2 端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

ILimit: 電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

MinRange: 電流測定最小レンジ 

StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

IStressZero: Y 軸(IStress)最小値 

 

[測定パラメータ] 

ストレス電流 IStress 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

Qbdval: 単位時間あたりの電荷量 Qbdval=integ(IStress,Time) 

DN: データの個数 DN=dim1Size(Index) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

Y1 軸: ストレス電流 IStress (LOG) 

 

[List Display] 
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ストレス時間 Time 

ストレス電流 IStress 

ストレス電圧 ConstantV 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

X 軸: ストレス時間 TimeList (LOG) 

Y1 軸: ストレス電流 IStressList (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

ストレス時間 TimeList 

ストレス電流 IStressList 

デバイス破壊までの電荷量 QbdList 

 

[Test Output: Parameters] 

デバイス破壊までの時間 Tbd 

デバイス破壊までの電荷量 Qbd 
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1. Ic-Vcbo:  Ic-Vcbo 特性 (A.05.00) 

2. Ic-Vce:  Ic-Vce 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 

3. Ic-Vceo:  Ic-Vceo 特性 (A.04.10) 

4. Ic-Vces:  Ic-Vces 特性 (A.04.10) 

5. Ie-Vebo:  Ie-Vebo 特性 (A.04.10) 

6. Vce(sat)-Ic:  Vce(sat)-Ic 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 

7. G-Plot for Expanders: ガンメル・プロット測定 エクスパンダ用 (A.05.03) 

8. Ic-Ib for Expanders: Ic-Ib 測定 エクスパンダ用 Ib 掃引 (A.05.03) 
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25.1 Ic-Vcbo: Ic-Vcbo 特性 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power BJT のコレクタ‐ベース間電流特性を測定し、コレクタ‐ベース接合降伏電圧（BVcbo）を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

Power BJT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

Base: ベース端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ic@BVcbo: ブレークダウンとみなすコレクタ電流 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IcZero: Y 軸(Icollector)最小値 

IcMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

コレクタ電流 Icollector 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

[Analysis Function] 

BVcbo=@MX（Marker の X 座標値） 

[Auto Analysis] 

Marker: Icollector=Ic@BVcbo における X 座標値 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Icollector: コレクタ電流 

[Parameter 表示エリア] 

コレクタ‐ベース接合降伏電圧 BVcbo 

温度 Ta=Temp 
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25.2 Ic-Vce: Ic-Vce 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power BJT のコレクタ電流‐電圧特性を測定する。コレクタ電圧とベース電流の印加に SMU パルスを使用

する。 

 

[被測定デバイス]  

Power BJT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

VcPulseWidth: コレクタ電圧のパルス幅 

IbPulseWidth: ベース電流のパルス幅 

Base: ベース端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

IbStart: ベース端子に印加する掃引スタート電流 

IbStop: ベース端子に印加する掃引ストップ電流 

IbStep: ベース端子に印加する掃引ステップ電流 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

PcLimit: コレクタ電力コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

VcPulseBase: コレクタ端子に印加するパルス・ベース電圧 

IbPulseBase: ベース端子に印加するパルス・ベース電流 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

VcLimit: コレクタ電圧コンプライアンス（UHCU/HVMCU/UHVU に有効） 

HoldTime: ホールド時間 

VcPulseDelayTime: コレクタ電圧のパルス・ディレイ時間 

IbPulseDelayTime: ベース電流のパルス・ディレイ時間 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電圧 Vcollector 
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コレクタ電流 Icollector 

ベース電圧 Vbase 

ベース電流 Ibase 

   

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Icollector: コレクタ電流 

Vbase: ベース電圧 

Ibase: ベース電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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25.3 Ic-Vceo: Ic-Vceo 特性 (A.04.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power BJT のコレクタ‐エミッタ間電流特性を測定し、コレクタ‐エミッタ接合降伏電圧（BVceo）を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

Power BJT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ic@BVceo: ブレークダウンとみなすコレクタ電流 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IcZero: Y 軸(Icollector)最小値 

IcMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 

[測定パラメータ] 

コレクタ電流 Icollector 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

[Analysis Function] 

BVceo=@MX（Marker の X 座標値） 

[Auto Analysis] 

Marker: Icollector=Ic@BVceo における X 座標値 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Icollector: コレクタ電流 

[Parameter 表示エリア] 

コレクタ‐エミッタ接合降伏電圧 BVceo 

温度 Ta=Temp 
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25.4 Ic-Vces: Ic-Vces 特性 (A.04.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power BJT のコレクタ‐エミッタ間電流特性を測定し、コレクタ‐エミッタ接合降伏電圧（BVces）を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

Power BJT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電圧 

VcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

VcStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Base: ベース端子に接続する SMU (定電圧出力） 

Vb: ベース電圧 

Ic@BVces: ブレークダウンとみなすコレクタ電流 

IcLimit: コレクタ電流コンプライアンス 

   

[Extended Test Parameters] 

IbLimit: ベース電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IcZero: Y 軸(Icollector)最小値 

IcMinRange: コレクタ電流測定最小レンジ 

IbMinRange: ベース電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電流 Icollector 

ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

BVces=@MX（Marker の X 座標値） 

 

[Auto Analysis] 
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Marker: Icollector=Ic@BVces における X 座標値 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Icollector: コレクタ電流 

Vbase: ベース電圧  

Ibase: ベース電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

コレクタ‐エミッタ接合降伏電圧 BVces 

温度 Ta=Temp 
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25.5 Ie-Vebo: Ie-Vebo 特性 (A.04.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power BJT のエミッタ‐ベース間電流特性を測定し、ベース‐エミッタ接合降伏電圧（BVebo）を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

Power BJT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Emitter: エミッタ端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VeStart: エミッタ端子に印加する掃引スタート電圧 

VeStop: エミッタ端子に印加する掃引ストップ電圧 

VeStep: エミッタ端子に印加する掃引ステップ電圧 

Base: ベース端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ie@BVebo: ブレークダウンとみなすエミッタ電流 

IeLimit: エミッタ電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

DelayTime: ディレイ時間 

HoldTime: ホールド時間 

IeZero: Y 軸(Iemitter)最小値 

IeMinRange: エミッタ電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

エミッタ電流 Iemitter 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

BVebo=@MX（Marker の X 座標値） 

 

[Auto Analysis] 

Marker: Iemitter=Ie@BVebo における X 座標値 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: エミッタ電圧 Vemitter (LINEAR) 

Y1 軸: エミッタ電流 Iemitter (LINEAR) 
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Y2 軸: エミッタ電流 Iemitter (LOG) 

 

[List Display] 

Vemitter: エミッタ電圧 

Iemitter: エミッタ電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

エミッタ-ベース接合降伏電圧 BVebo 

温度 Ta=Temp 
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25.6 Vce(sat)-Ic: Vce(sat)-Ic 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power BJT のコレクタ‐エミッタ間飽和電圧特性を測定する。コレクタ電流とベース電流印加(同期掃引)に

SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

Power BJT、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Scale: 掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

Collector: コレクタ端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

IcIbRatio: コレクタ電流とベース電流の比 (Ibase=Icollector/IcIbRatio) 

IcStart: コレクタ端子に印加する掃引スタート電流 

IcStop: コレクタ端子に印加する掃引ストップ電流 

IcLinearStep: コレクタ端子に印加する掃引ステップ電流 (Scale=LINEAR 時に有効) 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

IcPulseWidth: コレクタ電流のパルス幅 

IbPulseWidth: ベース電流のパルス幅 

Base: ベース端子に接続する SMU (同期掃引、電流出力） 

Emitter: エミッタ端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

VcLimit: コレクタ電圧コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters]  

IcPulseBase: コレクタ端子に印加するパルス・ベース電流 

IbPulseBase: ベース端子に印加するパルス・ベース電流 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

HoldTime: ホールド時間 

IcPulseDelayTime: コレクタ電流のパルス・ディレイ時間 

IbPulseDelayTime: ベース電流のパルス・ディレイ時間 

VbLimit: ベース電圧コンプライアンス 

VcStop: 掃引停止コレクタ電圧（UHCU/HVMCU/UHVU に有効） 

VcZero: Y 軸(Vcollector)最小値 

VbZero: Y 軸(Vbase)最小値 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電圧 Vcollector 
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コレクタ電流 Icollector 

ベース電圧 Vbase 

ベース電流 Ibase 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: コレクタ電流 Icollector (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LINEAR) 

Y2 軸: ベース電圧 Vbase (LINEAR) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: コレクタ電流 Icollector (LOG) 

Y1 軸: コレクタ電圧 Vcollector (LOG) 

Y2 軸: ベース電圧 Vbase (LOG) 

 

[List Display] 

Vcollector: コレクタ電圧 

Icollector: コレクタ電流 

Vbase: ベース電圧 

Ibase: ベース電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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25.7 G-Plot for Expanders: ガンメル・プロット測定 エクスパンダ用 (A.05.03) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要]   

3 端子パワー・バイポーラ・トランジスタにおいて、Ultra High Current Unit (UHCU)、High Voltage Medium 

Current Unit （HVMCU）および Ultra High Voltage Unit (UHVU)を使用し、出力抵抗の電圧降下を補正したガ

ンメル・プロット測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

３端子のパワー・バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Y1AxisIcMin: Y1 軸(Ic)最小値 

Y1AxisIcMax: Y1 軸(Ic)最大値 

Y2AxishFEMin: Y2 軸(hFE)最小値 

Y2AxishFEMax: Y2 軸(hFE)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ記入欄 

 

Base: ベース端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力) 

VbeStart: ベース掃引スタート電圧 

VbeStop: ベース掃引ストップ電圧 

VbeStep: ベース掃引ステップ電圧 

IbLimit: ベース電流の上限値 

VbeBase:ベースパルスのベースライン電圧 

VbeWidth: ベースパルスのパルス幅 

VbeDelay: ベースパルスの遅延時間 

 

Collector: コレクタ端子に接続する測定モジュール (電圧出力) 

Vce: コレクタ電圧 

IcLimit: コレクタ電流上限値 

VceBase: コレクタパルスのベース電圧 

VceWidth: コレクタパルスのパルス幅 

VceDelay: コレクタパルスの遅延時間 

 

Emitter:エミッタ端子に接続するモジュール（GNDU のみ） 

 

PulsePeriodMode: パルス周期設定モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

 

MeasTime: 測定時間 

PulseAvgCnt:パルスアベレージング数 
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[Extended Test Parameters] 

VceLimit: サーチ中のコレクタ電圧上限値 

VSrchOffset: コレクタ電圧をサーチする開始電圧（Vce からのオフセット値） 

VSrchRange: コレクタ電圧をサーチする最少範囲 

VSrcsPoint: コレクタ電圧をサーチするときのステップ数 

VSrcsLimit: コレクタ電圧をサーチするとき出力電圧の上限値 

Debug: Debug Mode の On/Off 

LoopMax: サーチを繰り返す回数の上限値 

StopMode: サーチ掃引の停止モード。 SKIP AT ANY ABNORMAL、STOP AT ANY ABNORMAL または

CONTINUE AT ANY 

 

[測定パラメータ] 

ベース電圧 VBE 

ベース電流 IB 

コレクタ電圧 VCE 

コレクタ電流 IC 

 

[User Function] 

hFE=IC/IB 

 

[Analysis Function] 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ベース電圧 VBE (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 IC (LINEAR) 

Y2 軸: 直流電流増幅率 hFE (LINEAR) 

 

[List Display] 

VBE: ベース電圧 

IC: コレクタ電流 

hFE: 直流電流増幅率 

VCE: コレクタ電圧 

SearchStat: サーチ終了時ステータス. 1: Search target is found. -1: Outout voltage over its limit. -2: 

Measured voltage over its limit. -3: Measured current over its limit.  -4: Oscillation or ohter abnormal 

status is detected. -5: Search loop count over its limit. 

 

[Parameter 表示エリア] 
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25.8 Ic-Ib for Expanders: Ic-Ib 測定 エクスパンダ用 Ib 掃引特性 (A.05.03) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要]   

3 端子パワー・バイポーラ・トランジスタにおいて、Ultra High Current Unit (UHCU)、High Voltage Medium 

Current Unit （HVMCU）および Ultra High Voltage Unit (UHVU)を使用し、出力抵抗の電圧降下を補正したガ

ンメル・プロット測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

３端子のパワー・バイポーラ・トランジスタ 

 

[Device Parameters] 

Polarity: NPN（SMU は設定値を出力）または PNP（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Y1AxisIcMin: Y1 軸(Ic)最小値 

Y1AxisIcMax: Y1 軸(Ic)最大値 

Y2AxishFEMin: Y2 軸(hFE)最小値 

Y2AxishFEMax: Y2 軸(hFE)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ記入欄 

 

Base: ベース端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力) 

IbStart: ベース掃引スタート電流 

IbStop: ベース掃引ストップ電流 

IbStep: ベース掃引ステップ電流 

VbeLimit: ベース電圧の上限値 

IbBase:ベースパルスのベースライン電圧 

IbWidth: ベースパルスのパルス幅 

IbDelay: ベースパルスの遅延時間 

 

Collector: コレクタ端子に接続する測定モジュール (電圧出力) 

Vce: コレクタ電圧 

IcLimit: コレクタ電流上限値 

VceBase: コレクタパルスのベース電圧 

VceWidth: コレクタパルスのパルス幅 

VceDelay: コレクタパルスの遅延時間 

 

Emitter:エミッタ端子に接続するモジュール（GNDU のみ） 

 

PulsePeriodMode: パルス周期設定モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

 

MeasTime: 測定時間 

PulseAvgCnt:パルスアベレージング数 
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[Extended Test Parameters] 

VceLimit: サーチ中のコレクタ電圧上限値 

VSrchOffset: コレクタ電圧をサーチする開始電圧（Vce からのオフセット値） 

VSrchRange: コレクタ電圧をサーチする最少範囲 

VSrcsPoint: コレクタ電圧をサーチするときのステップ数 

VSrcsLimit: コレクタ電圧をサーチするとき出力電圧の上限値 

Debug: Debug Mode の On/Off 

LoopMax: サーチを繰り返す回数の上限値 

StopMode: サーチ掃引の停止モード。 SKIP AT ANY ABNORMAL、STOP AT ANY ABNORMAL または

CONTINUE AT ANY 

 

[測定パラメータ] 

ベース電圧 VBE 

ベース電流 IB 

コレクタ電圧 VCE 

コレクタ電流 IC 

 

[User Function] 

hFE=IC/IB 

 

[Analysis Function] 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ベース電流 IB (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 IC (LINEAR) 

Y2 軸: 直流電流増幅率 hFE (LINEAR) 

 

[List Display] 

VBE: ベース電圧 

IC: コレクタ電流 

hFE: 直流電流増幅率 

VCE: コレクタ電圧 

SearchStat: サーチ終了時ステータス. 1: Search target is found. -1: Outout voltage over its limit. -2: 

Measured voltage over its limit. -3: Measured current over its limit.  -4: Oscillation or ohter abnormal 

status is detected. -5: Search loop count over its limit. 

 

[Parameter 表示エリア] 
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1. Cj-Vr:  接合素子の接合容量 Cj-Vr 特性 (A.05.50) 

2. If-Vf:  ダイオードの順方向特性、SMU 電圧パルス使用 (A.05.00) 

3. Ir-Vr:  ダイオードの逆方向特性 (A.05.00) 

4. Vf:  ダイオードの順方向特性、SMU 電流パルス使用 (A.05.00) 

5. CT (N1272A) トータル・キャパシタンス測定 (A.06.00) 

6. IR (N1272A) 逆電流/リーク電流測定 (A.06.00) 
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26.1 Cj-Vr: 接合素子の接合容量 Cj-Vr 特性 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

接合素子に逆方向バイアスを印加して接合容量を測定し、Cj-Vr 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

接合素子、ダイオード、2 端子 

カソード、アノードを、高電圧バイアス T の High、Low にそれぞれ接続すること。 

またはテストフィクスチャの MFCMU High、MFCMU Low にそれぞれ接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

Keysight N1260A 高電圧バイアス T または Keysight N1259A テストフィクスチャ（オプション N1259A-020

付） 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

YAxisCjMin: Y1、Y2 軸(Cj)最小値 

YAxisCjMax: Y1、Y2 軸(Cj)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル 

Cathode: 容量測定に使用する CMU 

VrStart: 逆方向バイアス掃引スタート電圧 

VrStop: 逆方向バイアス掃引ストップ電圧 

VrLinearStep: 逆方向バイアス掃引ステップ電圧 (Scale=LINEAR 時に有効) 

IrLimit: 逆方向電流コンプライアンス 

Scale: 逆方向バイアス掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

VrBias: 逆方向 DC バイアス掃引源に使用する SMU 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 
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IrZero: Y3 軸(Ir)最小値 

IrMinRange: 逆方向電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

接合容量 Cj 

逆方向電流 Ir 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: 逆方向バイアス Vr (LINEAR) 

Y1 軸: 接合容量 Cj (LINEAR) 

Y2 軸: 接合容量 Cj (LOG) 

Y3 軸: 逆方向電流 Ir (LOG) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: 逆方向バイアス Vr (LOG) 

Y1 軸: 接合容量 Cj (LINEAR) 

Y2 軸: 接合容量 Cj (LOG) 

Y3 軸: 逆方向電流 Ir (LOG) 

 

[List Display] 

Vr 逆方向バイアス 

Cj 接合容量 

Ir 逆方向電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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26.2 If-Vf: ダイオードの順方向特性、SMU 電圧パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

ダイオードの順方向バイアス電圧‐電流特性を測定する。順方向バイアスの印加に SMU 電圧パルスを使用

する。 

 

[被測定デバイス]  

接合素子、ダイオード、2 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電圧出力） 

VfStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

VfStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

VfLinearStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 (Scale=LINEAR 時に有効) 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU（定電圧出力） 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

IｆLimit: 電流コンプライアンス 

Scale: 掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

 

[Extended Test Parameters] 

PulseBase: パルス・ベース電圧 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

HoldTime: ホールド時間 

IfZero: Y 軸(If)最小値 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

順電流 If 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: 順電圧 Vｆ (LINEAR) 

Y1 軸: 順電流 Iｆ (LINEAR) 

Y2 軸: 順電流 Iｆ (LOG) 
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Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: 順電圧 Vｆ (LOG) 

Y1 軸: 順電流 Iｆ (LINEAR) 

Y2 軸: 順電流 Iｆ (LOG) 

 

[List Display] 

Vf 順電圧 

If 順電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 
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26.3 Ir-Vr: ダイオードの逆方向特性 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

ダイオードの逆方向バイアス電圧‐電流特性を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

接合素子、ダイオード、2 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Anode: アノード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

VrStart: カソード端子に印加する掃引スタート電圧 

VrStop: カソード端子に印加する掃引ストップ電圧 

VrStep: カソード端子に印加する掃引ステップ電圧 

Cathode: カソード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

IrLimit: 電流コンプライアンス 

VrSpec@Ir: 逆電流(Ir@VrSpec)を決定する電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IrZero: Y 軸(Ir)最小値 

IrMinRange: 逆電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

逆電流 Ir 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

Ir@VrSpec=@MY（Marker の Y 座標値） 

 

[Auto Analysis] 

Marker: Vr=VrSpec@Ir 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: 逆電圧 Vr (LINEAR) 

Y1 軸: 逆電流 Ir (LOG) 
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[List Display] 

Vr 逆電圧 

Ir 逆電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

逆方向電流 Ir@VrSpec 

温度 Ta=Temp 
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26.4 Vf: ダイオードの順方向特性、SMU 電流パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

ダイオードの順方向バイアス電圧‐電流特性を測定する。順方向バイアスの印加に SMU 電流パルスを使用

する。 

 

[被測定デバイス]  

接合素子、ダイオード、2 端子 

 

[Device Parameters] 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Anode: アノード端子に接続する SMU（一次掃引、電流出力） 

IfStart: アノード端子に印加する掃引スタート電流  

IfStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電流 

IfStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電流 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU（定電圧出力） 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

IfSpec@Vf: 順方向電圧(Vf@IfSpec)を決定する電流 

VｆLimit: 電圧コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters]  

PulseBase: パルス・ベース電流 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

HoldTime: ホールド時間 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

順電圧 Vf 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

Vf@IfSpec=@MX（Marker の X 座標値） 

 

[Auto Analysis] 

Marker: If=IfSpec@Vf 

 

[X-Y プロット] 
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X 軸: 順電圧 Vf (LINEAR) 

Y1 軸: 順電流 If (LINEAR) 

 

[List Display] 

If 順電流 

Vf 順電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

順方向電圧 Vf@IfSpec 

温度 Ta=Temp 
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26.5 CT (N1272A): トータル・キャパシタンス測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

ダイオードのトータル・キャパシタンスを測定する。 

 

[被測定デバイス]  

接合素子、ダイオード、2 端子 

 

[Device Parameters] 

CTMinYAxis: CT の Y 軸最小値 (F) 

CTMaxYAxis: CT の Y 軸最大値 (F) 

 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VStart: カソード・アノード間電圧掃引開始値 (V) 

VStop: カソード・アノード間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: カソード・アノード間電圧 V (V) 

Y1: トータル・キャパシタンス CT (F) 

 

[List Display] 

V: カソード・アノード間電圧 (V) 

CT トータル・キャパシタンス (F) 

G: コンダクタンス (S) 

I: 逆電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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26.6 IR (N1272A): 逆電流/リーク電流測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

ダイオードの逆電流／リーク電流を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

接合素子、ダイオード、2 端子 

 

[Device Parameters] 

IRMinYAxis: IR の Y 軸最小値 (A) 

IRMaxYAxis: IR の Y 軸最大値 (A) 

IRYAxisScale: IR の Y 軸スケール (0: Log, 1: Linear) 

 

[Test Parameters] 

IRLimit: 逆電流リミット(コンプライアンス) (A) 

VRStart: 逆電圧掃引開始値 (V) 

VRStop: 逆電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

 

[Extended Test Parameters] 

IRMinRange: 逆電流測定最小レンジ 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

DCGuard: DC Guard 出力 (1: Common, 2: HVSMU) 

InCaseOfAbnormalStatus: コンプライアンス到達、発振等により、掃引ステップでの測定が正常に行われなか

った場合の挙動 

 

[X-Y Plot] 

X: 逆電圧 VR (V) 

Y1: 逆電流 IR (A) 

 

[List Display] 

VR: 逆電圧 (V) 

IR 逆電流 (A) 
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1. Cds:   Power MOSFET Cds-Vd 特性 (A.05.50) 

2. Cgd:   Power MOSFET Cgd-Vd 特性 (A.05.50) 

3. Cgs:   Power MOSFET Cgs-Vd 特性 (A.05.50) 

4. Cgs-Vgs:   Power MOSFET Cgs-Vg 特性 (A.05.50) 

5. Id(off)-Vds:   Id(off)-Vds 特性(A.05.00) 

6. Id-Vds:   Id-Vds 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 

7. Id-Vgs:   Id-Vgs 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 

8. Rds-Id:   Rds-Id 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 

9. TDDB Constant V:   Power MOSFET TDDB 試験、定電圧 (A.04.10) 

10. Vth Vgs(off):   Vth 測定または Vgs(off)測定 (A.05.00) 

11. Id-Vgs for Expanders:  Id-Vgs 測定 エクスパンダ用(A.05.01) 

12. Vds-Vgs:   Vds-Vgs 特性、Rds-Vgs 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 

13. Ciss (N1272A):  ゲート・ソース間リーク電流測定 (A.06.00) 

14. Coss (N1272A):  出力容量測定 (A.06.00) 

15. Crss (N1272A):  帰還容量測定 (A.06.00) 

16. Cds (N1272A):  ドレイン・ソース間容量測定 (A.06.00) 

17. Cgd (N1272A):  ゲート・ドレイン間容量測定 (A.06.00) 

18. Cgs (N1272A):  ゲート・ソース間容量測定 (A.06.00) 

19. Rg (N1272A) for PowerMOSFET: ゲート抵抗測定 (A.06.00) 

20. IDSS (N1272A):  ドレイン・ソース間リーク電流測定 (A.06.00) 

21. IGSS (N1272A):  ゲート・ソース間リーク電流測定 (A.06.00) 

22. Ciss-Vgs (N1272A):  Ciss-Vgs 測定 (A.06.10) 
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27.1 Cds: Power MOSFET Cds-Vd 特性 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET のドレイン‐ソース間容量を測定し、Cds-Vd 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

ドレイン、ソース、ゲートを、高電圧バイアス T の High、Low、AC Guard にそれぞれ接続すること。 

またはテストフィクスチャの MFCMU High、MFCMU Low、AUX サーキットコモンにそれぞれ接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

Keysight N1260A 高電圧バイアス T または Keysight N1259A テストフィクスチャ（オプション N1259A-020

付） 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisCdsMin: Y 軸(Cds)最小値 

YAxisCdsMax: Y 軸(Cds)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル 

Scale: DC バイアス掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

Drain: 容量測定に使用する CMU 

VdBias: DC バイアス掃引源に使用する SMU 

VdStart: DC バイアス掃引スタート電圧 

VdStop: DC バイアス掃引ストップ電圧 

VdLinearStep: DC バイアス掃引ステップ電圧（Scale=LINEAR 時に有効） 

IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 
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DelayTime: ディレイ時間 

IdMinRange: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

ドレイン‐ソース間容量 Cds 

ドレイン‐ソース間電流 Ids 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

Y1 軸: ドレイン‐ソース間容量 Cds (LOG) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: ドレイン電圧 Vdrain (LOG) 

Y1 軸: ドレイン‐ソース間容量 Cds (LOG) 

 

[List Display] 

Vdrain: ドレイン電圧 

Cds: ドレイン‐ソース間容量 

Ids: ドレイン‐ソース間電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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27.2 Cgd: Power MOSFET Cgd-Vd 特性 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET のゲート‐ドレイン間容量を測定し、Cgd-Vd 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

ドレイン、ゲート、ソースを、高電圧バイアス T の High、Low、AC Guard にそれぞれ接続すること。 

またはテストフィクスチャの MFCMU High、MFCMU Low、AUX サーキットコモンにそれぞれ接続すること。 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

Keysight N1260A 高電圧バイアス T または Keysight N1259A テストフィクスチャ（オプション N1259A-020

付） 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisCgdMin: Y 軸(Cgd)最小値 

YAxisCgdMax: Y 軸(Cgd)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル 

Scale: DC バイアス掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

Drain: 容量測定に使用する CMU 

VdBias: DC バイアス掃引源に使用する SMU 

VdStart: DC バイアス掃引スタート電圧 

VdStop: DC バイアス掃引ストップ電圧 

VdLinearStep: DC バイアス掃引ステップ電圧（Scale=LINEAR 時に有効） 

IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 
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DelayTime: ディレイ時間 

IdMinRange: ドレイン電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

ゲート‐ドレイン間容量 Cgd 

ドレイン電流 Idrain 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: ゲート電圧 Vdrain (LINEAR) 

Y1 軸: ゲート‐ドレイン間容量 Cgd (LOG) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: ゲート電圧 Vdrain (LOG) 

Y1 軸: ゲート‐ドレイン間容量 Cgd (LOG) 

 

[List Display] 

Vdrain: ドレイン電圧 

Cgd: ゲート‐ドレイン間容量 

Idrain: ドレイン電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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27.3 Cgs: Power MOSFET Cgs-Vd 特性 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET のゲート‐ソース間容量を測定し、Cgs-Vd 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[必要なモジュールとアクセサリ] 

Keysight B1520A MFCMU 1 ユニット 

Keysight N1260A 高電圧バイアス T または Keysight N1259A テストフィクスチャ（オプション N1259A-020

付） 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisCgsMin: Y 軸(Cgs)最小値 

YAxisCgsMax: Y 軸(Cgs)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル 

Scale: DC バイアス掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

Gate: 容量測定に使用する CMU 

VdBias: DC バイアス掃引源に使用する SMU 

VdStart: DC バイアス掃引スタート電圧 

VdStop: DC バイアス掃引ストップ電圧 

VdLinearStep: DC バイアス掃引ステップ電圧（Scale=LINEAR 時に有効） 

IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IdMinRange: ドレイン電流測定最小レンジ 
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[測定パラメータ] 

ゲート‐ソース間容量 Cgs 

ドレイン‐ソース間電流 Ids 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

Y1 軸: ゲート‐ソース間容量 Cgs (LOG) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: ドレイン電圧 Vdrain (LOG) 

Y1 軸: ゲート‐ソース間容量 Cgs (LOG) 

 

[List Display] 

Vdrain: ドレイン電圧 

Cgs: ゲート‐ソース間容量 

Ids: ドレイン‐ソース間電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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27.4 Cgs-Vgs: Power MOSFET Cgs-Vg 特性 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET のゲート‐ソース間容量を測定し、Cgs-Vg 特性をプロットする。 

精度の高い容量測定を行うには、測定を開始する前に、測定周波数と同じ周波数で補正データ測定を実行

する必要があります。 

測定周波数が下記デフォルト周波数に含まれていない場合は、Advanced Options...ボタンをクリックし、

Advanced Options for CMU Calibration ウインドウの Frequency に全測定周波数を設定してください。 

 

デフォルト周波数： 

1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、1.2 M、1.5 M、2 M、2.5 M、2.7 M、3 M、3.2 M、3.5 

M、3.7 M、4 M、4.2 M、4.5 M、5 MHz 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（CMU は設定値を出力）または Pch（CMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisCgsMin: Y 軸(Cgs)最小値 

YAxisCgsMax: Y 軸(Cgs)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Frequency: 測定周波数 

OscLevel: 測定信号レベル  

Gate: 容量測定に使用する CMU 

VgStart: DC バイアス掃引スタート電圧 

VgStop: DC バイアス掃引ストップ電圧 

VgStep: DC バイアス掃引ステップ電圧 

Vg@Cgs0: Cgs0 を決定するゲート電圧 

 

[Extended Test Parameters] 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

 

[測定パラメータ] 

ゲート‐ソース間容量 Cgs 

ゲート‐ソース間コンダクタンス Ggs 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 
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[Analysis Function] 

Cgs0=@MY（Marker の Y 座標値） 

 

[Auto Analysis] 

Marker: Vgate=Vg@Cgs0 における Y 座標値 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: ゲート‐ソース間容量 Cgs (LINEAR) 

 

[List Display] 

Vgate: ゲート電圧 

Cgs: ゲート‐ソース間容量 

Ggs: ゲート‐ソース間コンダクタンス 

 

[Parameter 表示エリア] 

ゼロ・バイアス時のゲート‐ソース間容量 Cgs0 

温度 Ta 
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27.5 Id(off)-Vds: Id(off)-Vds 特性(A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET の Cutoff 領域でのドレイン電流‐電圧特性を測定し、ドレイン‐ソース間降伏電圧および 

遮断電流を抽出する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

Vd@Idss: Idss を決定するドレイン電圧 

Id@BVdss: ブレークダウンとみなすドレイン電流 

VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

VdStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (定電圧出力） 

Vg: ゲート電圧 

Source: ソース端子に接続する GNDU(定電圧出力） 

IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IdZero: Y 軸(Idrain)最小値 

IdMinRange: ドレイン電流測定最小レンジ 

IgMinRange: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

ドレイン電流 Idrain 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

BVdss=@MX（Marker の X 座標値） 
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Idss=@L1Y (Line1 の Y1 切片) 

 

[Auto Analysis] 

Marker: Idrain=Id@BVdss における X 座標値 

Line1: Vdrain=Vd@Idss における Y1 データを通る直線 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

Y1 軸: ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

Y2 軸: ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

Vdrain: ドレイン電圧 

Idrain: ドレイン電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

ドレイン－ソース間降伏電圧 BVdss 

ドレイン－ソース間遮断電流 Idss 

温度 Ta=Temp 
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27.6 Id-Vds: Id-Vds 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET のドレイン電流‐電圧特性を測定する。ドレイン電圧の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力) 

VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

VdLinearStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電圧 (Scale=LINEAR 時に有効) 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力) 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

Source: ソース端子に接続する GNDU (定電圧出力) 

Scale: 掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

PdLimit: ドレイン電力コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

PulseBase: パルス・ベース電圧 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

VdLimit: ドレイン電圧コンプライアンス（UHCU/HVMCU/UHVU に有効） 

HoldTime: ホールド時間 

IdZero: Y 軸(Idrain)最小値 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

ドレイン電流 Idrain 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 
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Ta 温度 Ta=Temp 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: ドレイン電圧 Vdrain (LINEAR) 

Y1 軸: ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: ドレイン電圧 Vdrain (LOG) 

Y1 軸: ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

Vdrain: ドレイン電圧 

Idrain: ドレイン電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 
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27.7 Id-Vgs: Id-Vgs 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET のドレイン電流‐ゲート電圧特性を測定する。ドレイン電圧の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisgfsMiｎ: Y 軸(gfs)最小値 

YAxisgfsMax: Y 軸(gfs)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力) 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Drain: ドレイン端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力) 

VdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電圧 

VdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電圧 

VdPoint: ドレイン電圧の掃引ステップ数 

Source: ソース端子に接続する GNDU (定電圧出力) 

IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

PulseBase: パルス・ベース電圧 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

ドレイン電流 Idrain 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

gfs: 順方向伝達コンダクタンス gfs=diff(Idrain,Vgate) 

Ta: 温度 Ta=Temp 
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[Analysis Function] 

gfsMax=max(gfs) 

Vth=@L1X (Line1 の X1 切片) 

 

[Auto Analysis] 

Line1: gfs=gfsMax における Y2 データを通る接線 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: 順方向伝達コンダクタンス gfs (LINEAR) 

Y2 軸: ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

 

[List Display] 

Vdrain: ドレイン電圧 

Idrain: ドレイン電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

gfs: 順方向伝達コンダクタンス 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 

順方向伝達コンダクタンス最大値 gfsMax 

gfs 最大位置での Id-Vgs 接線の Vgs 軸切片 Vth 
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27.8 Rds-Id: Rds-Id 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET のドレイン‐ソース間抵抗‐電流特性を測定する。ドレイン電流の印加に SMU パルスを使用

する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

YAxisRdsMin: Y 軸(Rds)最小値 

YAxisRdsMax: Y 軸(Rds)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Drain: ドレイン端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

IdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電流 

IdStop: ドレイン端子に印加する掃引ストップ電流 

IdLinearStep: ドレイン端子に印加する掃引ステップ電流 (Scale=LINEAR 時に有効) 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

Scale: 掃引のスケール LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 

Source: ソース端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

VdLimit: ドレイン電圧コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

PulseBase: パルス・ベース電流 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

VdStop: 掃引停止ドレイン電圧（UHCU/HVMCU/UHVU に有効） 

HoldTime: ホールド時間 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

 

[測定パラメータ] 

ドレイン電圧 Vdrain 

ゲート電流 Igate 

ドレイン抵抗 Rds 
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[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

Rds: ドレイン抵抗 Rds=Vdrain/Idrain 

 

[X-Y プロット] 

Scale=LINEAR の場合: 

X 軸: ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

Y1 軸: ドレイン抵抗 Rds (LINEAR) 

 

Scale=LOG10、LOG25、LOG50 の場合: 

X 軸: ドレイン電流 Idrain (LOG) 

Y1 軸: ドレイン抵抗 Rds (LOG) 

 

[List Display] 

Vdrain: ドレイン電圧 

Idrain: ドレイン電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

Rds: ドレイン抵抗 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 
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27.9 TDDB Constant V: Power MOSFET TDDB 試験、定電圧 (A.04.10) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET の TDDB (Time Dependent Dielectric Breakdown)試験を行い、ストレス時間‐電流特性をプ

ロットする。この試験は、サンプリング測定によって実現される。 

  

[被測定デバイス]  

MOS キャパシタ、酸化膜など、2 端子で引き出された単体素子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

IntegTime: 積分時間 

TotalStressTime: 総ストレス時間、10 s から 10000 s 

FailureCondition: デバイス破壊とみなすストレス電流 

PointPerDecade: 1 ディケード当りのサンプリング点数 

Interval: サンプリング間隔 

Port1: Port1 端子に接続する SMU (電圧出力） 

VStress: ストレス電圧 

Port2: Port2 端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters] 

ILimit: 電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

MinRange: 電流測定最小レンジ 

StoringRuntimeData: ストレス印加中の測定データの保存 Yes/No 

IStressZero: Y 軸(IStress)最小値 

 

[測定パラメータ] 

ストレス電流 IStress 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

Qbdval: 単位時間あたりの電荷量 Qbdval=integ(IStress,Time) 

DN: データの個数 DN=dim1Size(Index) 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ストレス時間 Time (LOG) 

Y1 軸: ストレス電流 IStress (LOG) 

 

[List Display] 
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ストレス時間 Time 

ストレス電流 IStress 

ストレス電圧 ConstantV 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 

 

[Test Output: X-Y Graph] 

X 軸: ストレス時間 TimeList (LOG) 

Y1 軸: ストレス電流 IStressList (LOG) 

 

[Test Output: List Display] 

ストレス時間 TimeList 

ストレス電流 IStressList 

デバイス破壊までの電荷量 QbdList 

 

[Test Output: Parameters] 

デバイス破壊までの時間 Tbd 

デバイス破壊までの電荷量 Qbd 
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27.10 Vth Vgs(off): Vth 測定または Vgs(off)測定 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

Power MOSFET のドレイン電流‐ゲート電圧特性を測定し、しきい値電圧またはゲート‐ソース間遮断電圧を

抽出する。 

  

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

Drain: ドレイン端子に接続する SMU (定電圧出力） 

Vd: ドレイン電圧 

Source: ソース端子に接続する GNDU (電圧出力） 

Id@Vth_Vgsoff: Vth または Vgs(off)を決定するドレイン電流 

MeasMode: 測定するパラメータ、Vth または Vgsoff 

IntegTime: 積分時間 

IdLimit: ドレイン電流コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレイ時間 

IdZero: Y 軸(Idrain)最小値 

IdMinRange: ドレイン電流測定最小レンジ 

IgMinRange: ゲート電流測定最小レンジ 

 

[測定パラメータ] 

ドレイン電流 Idrain 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

MeasMode=Vth の場合: 
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Vth=@MX（Marker の X 座標値） 

 

MeasMode=Vgsoff の場合: 

Vgsoff=@MX（Marker の X 座標値） 

 

[Auto Analysis] 

Marker: Idrain=Id@Vth_Vgsoff における X 座標値 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ドレイン電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: ドレイン電流 Idrain (LINEAR) 

Y2 軸: ドレイン電流 Idrain (LOG) 

 

[List Display] 

Vdrain: ドレイン電圧 

Idrain: ドレイン電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta=Temp 

MeasMode=Vth の場合: 

 しきい値電圧 Vth 

MeasMode=Vgsoff の場合: 

 遮断電圧 Vgsoff 
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27.11 Id-Vgs 測定 エクスパンダ用 (A.05.01) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要]   

3 端子 Power MOS-FET において、Ultra High Current Unit (UHCU)、High Voltage Medium Current Unit 

（HVMCU）および Ultra High Voltage Unit (UHVU)を使用し、出力抵抗の電圧降下を補正した Id-Vgs 測定を

行う。 

 

[被測定デバイス]  

３端子の Power MOS-FET 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Y1AxisIdMin: Y1 軸(Id)最小値 

Y1AxisIdMax: Y1 軸(Id)最大値 

Y2AxisgfsMin: Y2 軸(gfs)最小値 

Y2AxisgfsMax: Y2 軸(gfs)最大値 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ記入欄 

 

Gate: ゲート端子に接続する SMU(一次掃引、電圧出力) 

VgsStart: ゲート掃引スタート電圧 

Vgstop: ゲート掃引ストップ電圧 

Vgstep: ゲート掃引ステップ電圧 

IgLimit: ゲート電流の上限値 

VgsBase:ゲートパルスのベースライン電圧 

VgsWidth: ゲートパルスのパルス幅 

VgsDelay: ゲートパルスの遅延時間 

 

Drain: ドレイン端子に接続する測定モジュール (電圧出力) 

Vds: ドレイン電圧 

IdLimit: ドレイン電流上限値 

VdsBase: ドレインパルスのベース電圧 

VdsWidth: ドレインパルスのパルス幅 

VdsDelay: ドレインパルスの遅延時間 

 

Emitter:ソース端子に接続するモジュール（GNDU のみ） 

 

PulsePeriodMode: パルス周期設定モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

 

MeasTime: 測定時間 

PulseAvgCnt:パルスアベレージング数 
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[Extended Test Parameters] 

VdsLimit: サーチ中のドレイン電圧上限値 

VSrchOffset: ドレイン電圧をサーチする開始電圧（Vds からのオフセット値） 

VSrchRange: ドレイン電圧をサーチする最少範囲 

VSrcsPoint: ドレイン電圧をサーチするときのステップ数 

VSrcsLimit: ドレイン電圧をサーチするとき出力電圧の上限値 

Debug: Debug Mode の On/Off 

LoopMax: サーチを繰り返す回数の上限値 

StopMode: サーチ掃引の停止モード。 SKIP AT ANY ABNORMAL、STOP AT ANY ABNORMAL または

CONTINUE AT ANY 

 

[測定パラメータ] 

ドレイン電流 ID 

ゲート電圧 VGS 

ドレイン電圧 VDS 

 

[User Function] 

Gfs=diff(ID,VGS) 

 

[Analysis Function] 

 

[Auto Analysis] 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 VGS (LINEAR) 

Y1 軸: ドレイン電流 ID (LINEAR) 

Y2 軸: 順方向伝達コンダクタンス Gfs (LINEAR) 

 

[List Display] 

VGS: ゲート電圧 

ID: ドレイン電流 

Gfs: 順方向伝達コンダクタンス 

VDS: ドレイン電圧 

SearchStat: サーチ終了時ステータス. 1: Search target is found. -1: Outout voltage over its limit. -2: 

Measured voltage over its limit. -3: Measured current over its limit.  -4: Oscillation or ohter abnormal 

status is detected. -5: Search loop count over its limit. 

 

[Parameter 表示エリア] 
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27.12 Vds-Vgs: Vds-Vgs 特性、Rds-Vgs 特性、SMU パルス使用 (A.05.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET のドレイン電圧‐ゲート電圧特性を測定する。ドレイン電流の印加に SMU パルスを使用する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Drain: ドレイン端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

IdStart: ドレイン端子に印加する掃引スタート電流 

IdStep: ドレイン端子に印加する掃引電流ステップ幅 

IdPoint: ドレイン電流の掃引ステップ数 

Source: ソース端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

VdLimit: ドレイン電圧コンプライアンス 

PdLimit: ドレイン電力コンプライアンス 

 

[Extended Test Parameters] 

PulseBase: パルス・ベース電流 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

VdStop: 掃引停止ドレイン電圧（UHCU/HVMCU/UHVU に有効） 

HoldTime: ホールド時間 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

VdsScale: Vds グラフ・スケール選択 

VdsZero: Vds ログ・スケール最小値 

RdsScale: Rds グラフ・スケール選択 

RdsZero: Rds ログ・スケール最小値 

RdsMax: Rds スケール最大値 

 

[測定パラメータ] 

コレクタ電圧 Vce 
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ゲート電流 Ig 

ドレイン抵抗 Rds 

 

[User Function] 

Ta: 温度 Ta=Temp 

Rds: ドレイン抵抗 Rds=Vds/Id 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電圧 Vgs (LINEAR) 

Y1 軸: ドレイン電圧 Vds (LINEAR/LOG) 

Y2 軸: ドレイン抵抗 Rds (LINEAR/LOG) 

 

[List Display] 

Id: ドレイン電流 

Vds: ドレイン電圧 

Rds: ドレイン抵抗 

Vgs: ゲート電圧  

Ig: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度 Ta 
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27.13 Ciss (N1272A): 入力容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET の入力容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

CissMinYAxis: Ciss の Y 軸最小値 (F) 

CissMaxYAxis: Ciss の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

VDSStart: ドレイン・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VDSStop: ドレイン・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ドレイン・ソース間電圧 VDS (V) 

Y1: 入力容量 Ciss (F) 

 

[List Display] 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

Ciss: 入力容量 (F) 

G: 入力コンダクタンス (S) 

ID: ドレイン電流 (A) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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27.14 Coss (N1272A): 出力容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET の出力容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

CossMinYAxis: Coss の Y 軸最小値 (F) 

CossMaxYAxis: Coss の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

VDSStart: ドレイン・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VDSStop: ドレイン・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ドレイン・ソース間電圧 VDS (V) 

Y1: 出力容量 Coss (F) 

 

[List Display] 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

Coss: 出力容量 (F) 

G: 出力コンダクタンス (S) 

ID: ドレイン電流 (A) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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27.15 Crss (N1272A): 帰還容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET の帰還容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

CrssMinYAxis: Crss の Y 軸最小値 (F) 

CrssMaxYAxis: Crss の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

VDSStart: ドレイン・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VDSStop: ドレイン・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ドレイン・ソース間電圧 VDS (V) 

Y1: 帰還容量 Crss (F) 

 

[List Display] 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

Crss: 帰還容量 (F) 

G: 帰還コンダクタンス (S) 

ID: ドレイン電流 (A) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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27.16 Cds (N1272A): ドレイン・ソース間容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET のドレイン・ソース間容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

CdsMinYAxis: Cds の Y 軸最小値 (F) 

CdsMaxYAxis: Cds の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

VDSStart: ドレイン・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VDSStop: ドレイン・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ドレイン・ソース間電圧 VDS (V) 

Y1: ドレイン・ソース間容量 Cds (F) 

 

[List Display] 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

Cds: ドレイン・ソース間容量 (F) 

G: ドレイン・ソース間コンダクタンス (S) 

ID: ドレイン電流 (A) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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27.17 Cgd (N1272A): ゲート・ドレイン間容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET のゲート・ドレイン間容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

CgdMinYAxis: Cgd の Y 軸最小値 (F) 

CgdMaxYAxis: Cgd の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

VDSStart: ドレイン・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VDSStop: ドレイン・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ドレイン・ソース間電圧 VDS (V) 

Y1: ゲート・ドレイン間容量 Cgd (F) 

 

[List Display] 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

Cgd: ゲート・ドレイン間容量 (F) 

G: ゲート・ドレイン間コンダクタンス (S) 

ID: ドレイン電流 (A) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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27.18 Cgs (N1272A): ゲート・ソース間容量測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET のゲート・ソース間容量を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

CgsMinYAxis: Cgs の Y 軸最小値 (F) 

CgsMaxYAxis: Cgs の Y 軸最大値 (F) 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

VDSStart: ドレイン・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VDSStop: ドレイン・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ドレイン・ソース間電圧 VDS (V) 

Y1: ゲート・ソース間容量 Cgs (F) 

 

[List Display] 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

Cgs: ゲート・ソース間容量 (F) 

G: ゲート・ソース間コンダクタンス (S) 

ID: ドレイン電流 (A) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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27.19 Rg (N1272A) for PowerMOSFET: ゲート抵抗測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET のゲート抵抗を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

RgMinYAxis: Rg の Y 軸最小値 (ohm) 

RgMaxYAxis: Rg の Y 軸最大値 (ohm) 

 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGSStart: ゲート・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VGSStop: ゲート・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

 

[Extended Test Parameters] 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ゲート・ソース間電圧 VGS (V) 

Y1: ゲート抵抗 Rg (ohm) 

 

[List Display] 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

Rg: ゲート抵抗 (ohm) 

C: ゲート容量 (F) 

IG: ゲート電流 (A) 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

ID: ドレイン電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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27.20 IDSS (N1272A): ドレイン・ソース間リーク電流測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET のドレイン・ソース間リーク電流を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

IDSSMinYAxis: IDSS の Y 軸最小値 (A) 

IDSSMaxYAxis: IDSS の Y 軸最大値 (A) 

IDSSYAxisScale: IDSS の Y 軸スケール (0: Log, 1: Linear) 

 

[Test Parameters] 

IGLimit: ゲート・リーク電流リミット(コンプライアンス) (A) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

IDLimit: ドレイン・リーク電流リミット(コンプライアンス) (A) 

VDSStart: ドレイン・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VDSStop: ドレイン・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

 

[Extended Test Parameters] 

IGMinRange: ゲート電流測定最小レンジ 

IDMinRange: ドレイン電流測定最小レンジ 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

DCGuard: DC Guard 出力 (1: Common, 2: HVSMU) 

InCaseOfAbnormalStatus: コンプライアンス到達、発振等により、掃引ステップでの測定が正常に行われなか

った場合の挙動 

 

[X-Y Plot] 

X: ドレイン・ソース間電圧 VDS (V) 

Y1: ドレイン電流 ID (A) 

 

[List Display] 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

ID: ドレイン電流 (A) 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 
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27.21 IGSS (N1272A): ゲート・ソース間リーク電流測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

Power MOSFET のゲート・ソース間リーク電流を測定する。 

 

[被測定デバイス]  

Power MOSFET、3 端子 

 

[Device Parameters] 

IGSSMinYAxis: IGSS の Y 軸最小値 (A) 

IGSSMaxYAxis: IGSS の Y 軸最大値 (A) 

IGSSYAxisScale: IGSS の Y 軸スケール (0: Log, 1: Linear) 

 

[Test Parameters] 

IGLimit: ゲート・リーク電流リミット(コンプライアンス) (A) 

VGSStart: ゲート・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VGSStop: ゲート・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

IDLimit: ドレイン・リーク電流リミット(コンプライアンス) (A) 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Extended Test Parameters] 

IGMinRange: ゲート電流測定最小レンジ 

IDMinRange: ドレイン電流測定最小レンジ 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

DCGuard: DC Guard 出力 (1: Common, 2: HVSMU) 

InCaseOfAbnormalStatus: コンプライアンス到達、発振等により、掃引ステップでの測定が正常に行われなか

った場合の挙動 

 

[X-Y Plot] 

X: ゲート・ソース間電圧 VGS (V) 

Y1: ゲート電流 IG (A) 

 

[List Display] 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

IG: ゲート電流 (A) 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

ID: ドレイン電流 (A) 
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27.22 Ciss-Vgs (N1272A): Ciss-Vgs 測定 (A.06.10) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[Device Parameters] 

CissMinYAxis: Ciss の Y 軸最小値 (F) 

CissMaxYAxis: Ciss の Y 軸最大値 (F) 

 

[Test Parameters] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 

VGSStart: ゲート・ソース間電圧掃引開始値 (V) 

VGSStop: ゲート・ソース間電圧掃引終了値 (V) 

SweepOutput: 掃引出力 

LinearNOS: リニア掃引のステップ数 

 

[Extended Test Parameters] 

Model: 二素子モデル選択 

Hold: 掃引開始ホールド時間 (s) 

Delay: 掃引ステップでの測定開始ディレイ時間 (s) 

ACGuard: AC Guard 出力 (1: Common, 2: Floating) 

OscLevel: 測定信号レベル (V) 

NPLC: 測定時間 (PLC) 

PhaseCompensation: 位相補償 (0: Auto, 2: Adaptive) 

SweepDirection: 掃引方向 

DischargingDelay: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでの放電待ち時間 (s) 

InCaseOfBreakdown: 容量測定に先立つ DUT ブレークダウン・チェックでブレークダウンが確認された場合

の挙動 (0: Skip, 1: Error) 

 

[X-Y Plot] 

X: ゲート・ソース間電圧 VGS (V) 

Y1: 入力容量 Ciss (F) 

 

[List Display] 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

Ciss: 入力容量 (F) 

Giss: 入力コンダクタンス (S) (Cp-G モデルの場合) 

Rg: ゲート抵抗 (ohm) (Cs-Rs モデルの場合) 

IG: ゲート電流 (A) 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

ID: ドレイン電流 (A) 

 

[Parameters Display Area] 

Frequency: 測定周波数 (Hz) 
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1. Qg (High Id + High Vds + JESD24-2): 

  大電流・高電圧ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

2. Qg (R Load High Id + High Vds + JESD24-2): 

  大電流(抵抗負荷使用)・高電圧ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

3. Qg (High Id + JESD24-2): 

   大電流ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

4. Qg (R Load High Id + JESD24-2): 

   大電流(抵抗負荷使用)ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

5. Qg (High Vds + JESD24-2) : 

    高電圧ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

6. Qg (JESD24-2 High Id + JESD24-2 High Vds): 

  ゲートチャージ特性抽出 (A.06.00) 

7. Qg (High Id + High Vds):  大電流・高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 

8. Qg (R Load High Id + High Vds): 

  大電流(抵抗負荷使用)・高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 

9. Qg (High Id):  大電流ゲートチャージ測定 (A.06.00) 

10. Qg (R Load High Id): 大電流(抵抗負荷使用)ゲートチャージ測定 (A.06.00) 

11. Qg (High Vds):   高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 
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28.1 Qg (High Id + High Vds + JESD24-2): 大電流・高電圧ゲートチャージ測定
と特性抽出 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流・高電圧ゲートチャージ測定および特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

  QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

VgsTh: ゲート・ソース間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

VdsOff: オフ電圧 (V) 

IdOn: オン電流 (A) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

IgHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

IgHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

LoadVgsOff: 定電流負荷のゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

LoadVgsOn: 定電流負荷のゲート・ソース間オン電圧 (V) 

LoadIg: 定電流負荷のゲート電流 (A) 

LoadVgs: 定電流負荷のゲート・ソース間電圧 (V) (-30: Auto) 

RgExtHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgExtHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVdsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧遅延時間 (s) 

DelayVgsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

VgsStartOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 VgsJESD24_2 (V) 

Y2 軸: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 VgsHC (V) 

Y3 軸: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 VgsHV (V) 
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[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgsJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 (V) 

VgsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 (V) 

VgsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 (V) 

VdsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧 (V) 

VdsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

VgsPl: plateau 電圧 (V) 

Qgs: ゲート・ソース間チャージ (C) 

Qgd: ゲート・ドレイン間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・ソースしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qgs/(VgsPl-VgsOff) (F) 

C2: (QgOn-Qgs-Qgd)/(VgsOn-VgsPl) (F) 

OpenCHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHC: 大電流ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 

OpenCHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 
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28.2  Qg (R Load High Id + High Vds + JESD24-2): 大電流(抵抗負荷使用)・高
電圧ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流（抵抗負荷使用）・高電圧ゲートチャージ測定およ

び特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

  QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

VgsTh: ゲート・ソース間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

  LoadV: 負荷電圧 (V) (0: Auto) Auto の場合、IdOn で指定されたオン電流となるように調整される 

VdsOff: オフ電圧 (V) 

IdOn: オン電流 (A) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

IgHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

IgHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

RgExtHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgExtHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

VgsStartOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 VgsJESD24_2 (V) 

Y2 軸: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 VgsHC (V) 

Y3 軸: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 VgsHV (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgsJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 (V) 
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VgsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 (V) 

VgsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 (V) 

VdsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧 (V) 

VdsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

VgsPl: plateau 電圧 (V) 

Qgs: ゲート・ソース間チャージ (C) 

Qgd: ゲート・ドレイン間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・ソースしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qgs/(VgsPl-VgsOff) (F) 

C2: (QgOn-Qgs-Qgd)/(VgsOn-VgsPl) (F) 

OpenCHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHC: 大電流ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 

OpenCHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 
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28.3 Qg (High Id + JESD24-2): 大電流ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流ゲートチャージ測定および特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

  QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

VgsTh: ゲート・ソース間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

  VdsOff: オフ電圧 (V) 

IdOn: オン電流 (A) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

LoadVgsOff: 定電流負荷のゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

LoadVgsOn: 定電流負荷のゲート・ソース間オン電圧 (V) 

LoadIg: 定電流負荷のゲート電流 (A) 

LoadVgs: 定電流負荷のゲート・ソース間電圧 (V) (-30: Auto) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffset: ゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffset: ゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVds: ドレイン・ソース間電圧遅延時間 (s) 

DelayVgs: ゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y プロット] 

  X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 VgsJESD24_2 (V) 

Y2 軸: ゲート・ソース間電圧 Vgs (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgsJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 (V) 

Vgs: ゲート・ソース間電圧 (V) 

Vds: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 
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VgsPl: plateau 電圧 (V) 

Qgs: ゲート・ソース間チャージ (C) 

Qgd: ゲート・ドレイン間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・ソースしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qgs/(VgsPl-VgsOff) (F) 

C2: (QgOn-Qgs-Qgd)/(VgsOn-VgsPl) (F) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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28.4 Qg (R Load High Id + JESD24-2): 大電流(抵抗負荷使用)ゲートチャージ測
定と特性抽出 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して抵抗負荷を使用した大電流ゲートチャージ測定および特

性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

VgsTh: ゲート・ソース間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

LoadV: 負荷電圧 (V) (0: Auto) Auto の場合、IdOn で指定されたオン電流となるように調整される 

VdsOff: オフ電圧 (V) 

IdOn: オン電流 (A) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffset: ゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffset: ゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgs: ゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 VgsJESD24_2 (V) 

Y2 軸: ゲート・ソース間電圧 Vgs (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgsJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 (V) 

Vgs: ゲート・ソース間電圧 (V) 

Vds: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

VgsPl: plateau 電圧 (V) 

Qgs: ゲート・ソース間チャージ (C) 
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Qgd: ゲート・ドレイン間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・ソースしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qgs/(VgsPl-VgsOff) (F) 

C2: (QgOn-Qgs-Qgd)/(VgsOn-VgsPl) (F) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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28.5 Qg (High Vds + JESD24-2): 高電圧ゲートチャージ測定と特性抽出 
(A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して高電圧ゲートチャージ測定および特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

VgsTh: ゲート・ソース間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

VdsOff: オフ電圧 (V) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffset: ゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffset: ゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgs: ゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 VgsJESD24_2 (V) 

Y2 軸: ゲート・ソース間電圧 Vgs (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgsJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 (V) 

Vgs: ゲート・ソース間電圧 (V) 

Vds: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

VgsPl: plateau 電圧 (V) 

Qgs: ゲート・ソース間チャージ (C) 

Qgd: ゲート・ドレイン間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・ソースしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 
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S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qgs/(VgsPl-VgsOff) (F) 

C2: (QgOn-Qgs-Qgd)/(VgsOn-VgsPl) (F) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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28.6 Qg (JESD24-2 High Id + JESD24-2 High Vds): ゲートチャージ特性抽出 
(A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

使用しない。 

  

[概要]   

  大電流・高電圧ゲートチャージ測定データから特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

VgsTh: ゲート・ソース間しきい値電圧 (V) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 VgsJESD24_2 (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgsJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

VgsPl: plateau 電圧 (V) 

Qgs: ゲート・ソース間チャージ (C) 

Qgd: ゲート・ドレイン間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・ソースしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qgs/(VgsPl-VgsOff) (F) 

C2: (QgOn-Qgs-Qgd)/(VgsOn-VgsPl) (F) 
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28.7 Qg (High Id + High Vds): 大電流・高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流・高電圧ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

VdsOff: オフ電圧 (V) 

IdOn: オン電流 (A) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

IgHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

IgHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

LoadVgsOff: 定電流負荷のゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

LoadVgsOn: 定電流負荷のゲート・ソース間オン電圧 (V) 

LoadIg: 定電流負荷のゲート電流 (A) 

LoadVgs: 定電流負荷のゲート・ソース間電圧 (V) (-30: Auto) 

RgExtHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgExtHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVdsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧遅延時間 (s) 

DelayVgsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

VgsStartOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 VgsHC (V) 

Y2 軸: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 VgsHV (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 (V) 

VgsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 (V) 
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VdsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧 (V) 

VdsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

QgOnHC: 大電流ゲートチャージ測定でのトータル・ゲートチャージ (C) 

QgOnHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのトータル・ゲートチャージ (C) 

OpenCHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHC: 大電流ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 

OpenCHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 
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28.8 Qg (R Load High Id + High Vds): 大電流(抵抗負荷使用)・高電圧ゲートチャ
ージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流(抵抗負荷使用)・高電圧ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

LoadV: 負荷電圧 (V) (0: Auto) Auto の場合、IdOn で指定されたオン電流となるように調整される 

VdsOff: オフ電圧 (V) 

IdOn: オン電流 (A) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

IgHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

IgHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

RgExtHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgExtHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

VgsStartOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 VgsHC (V) 

Y2 軸: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 VgsHV (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 (V) 

VgsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・ソース間電圧 (V) 

VdsHC: 大電流ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧 (V) 

VdsHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのドレイン・ソース間電圧 (V) 
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[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

QgOnHC: 大電流ゲートチャージ測定でのトータル・ゲートチャージ (C) 

QgOnHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのトータル・ゲートチャージ (C) 

OpenCHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHC: 大電流ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 

OpenCHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm)) 
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28.9 Qg (High Id): 大電流ゲートチャージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要] 

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス] 

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

VdsOff: オフ電圧 (V) 

IdOn: オン電流 (A) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

LoadVgsOff: 定電流負荷のゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

LoadVgsOn: 定電流負荷のゲート・ソース間オン電圧 (V) 

LoadIg: 定電流負荷のゲート電流 (A) 

LoadVgs: 定電流負荷のゲート・ソース間電圧 (V) (-30: Auto) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffset: ゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffset: ゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVds: ドレイン・ソース間電圧遅延時間 (s) 

DelayVgs: ゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: ゲート・ソース間電圧 Vgs (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

Vgs: ゲート・ソース間電圧 (V) 

Vds: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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28.10 Qg (R Load High Id): 大電流(抵抗負荷使用)ゲートチャージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して負荷抵抗を使用した大電流ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET。 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

LoadV: 負荷電圧 (V) (0: Auto) Auto の場合、IdOn で指定されたオン電流となるように調整される 

VdsOff: オフ電圧 (V) 

IdOn: オン電流 (A) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffset: ゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffset: ゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgs: ゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: ゲート・ソース間電圧 Vgs (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

Vgs: ゲート・ソース間電圧 (V) 

Vds: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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28.11 Qg (High Vds): 高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して高電圧ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  パワーMOS FET 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X 軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

VdsOff: オフ電圧 (V) 

VgsOff: ゲート・ソース間オフ電圧 (V) 

VgsOn: ゲート・ソース間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUT ゲート直列抵抗 (ohm) 

VgsStartOffset: ゲート・ソース間開始電圧オフセット (V) 

VgsStopOffset: ゲート・ソース間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgs: ゲート・ソース間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: ゲート・ソース間電圧 Vgs (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

Vgs: ゲート・ソース間電圧 (V) 

Vds: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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1. Qg (High Ic + High Vce + JESD24-2):  

 大電流・高電圧ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

2. Qg (R Load High Ic + High Vce + JESD24-2):  

                                        大電流(抵抗負荷使用)・高電圧ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

3. Qg (High Ic + JESD24-2): 大電流ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

4. Qg (R Load High Ic + JESD24-2): 

 大電流(抵抗負荷使用)ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

5. Qg (High Vce + JESD24-2): 高電圧ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 

6. Qg (JESD24-2 High Ic + JESD24-2 High Vce):  

                     ゲートチャージ特性抽出 (A.06.00) 

7. Qg (High Ic + High Vce): 大電流・高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 

8. Qg (R Load High Ic + High Vce): 

 大電流(抵抗負荷使用)・高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 

9. Qg (High Ic): 大電流ゲートチャージ測定 (A.06.00) 

10. Qg (R Load High Ic): 大電流(抵抗負荷使用)ゲートチャージ測定 (A.06.00) 

11. Qg (High Vce): 高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 

 

 



29 GateCharge, IGBT 

Keysight EasyEXPERTアプリケーション・ライブラリ・リファレンス 29-3 

29.1 Qg (High Ic + High Vce + JESD24-2): 大電流・高電圧ゲートチャージ
測定と特性抽出 (A.06.00) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流・高電圧ゲートチャージ測定および特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

VgeTh: ゲート・エミッタ間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

VceOff: オフ電圧 (V) 

IcOn: オン電流 (A) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

IgHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

IgHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

LoadVgeOff: 定電流負荷のゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

LoadVgeOn: 定電流負荷のゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

LoadIg: 定電流負荷のゲート電流 (A) 

LoadVge: 定電流負荷のゲート・エミッタ間電圧 (V) (-30: Auto) 

RgExtHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgExtHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVceHC: 大電流ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

DelayVgeHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

VgeStartOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgeHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 VgeJESD24_2 (V) 

Y2 軸: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 VgeHC (V) 

Y3 軸: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 VgeHV (V) 
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[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgeJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VgeHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VgeHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VceHC: 大電流ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

VceHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

VgePl: plateau 電圧 (V) 

Qge: ゲート・エミッタ間チャージ (C) 

Qgc: ゲート・コレクタ間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・エミッタしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qge/(VgePl-VgeOff) (F) 

C2: (QgOn-Qge-Qgc)/(VgeOn-VgePl) (F) 

OpenCHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHC: 大電流ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 

OpenCHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 
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29.2 Qg (R Load High Ic + High Vce + JESD24-2): 大電流(抵抗負荷使用)・高電
圧ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00)) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流(抵抗負荷使用)・高電圧ゲートチャージ測定および

特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

VgeTh: ゲート・エミッタ間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

LoadV: 負荷電圧 (V) (0: Auto) Auto の場合、IcOn で指定されたオン電流となるように調整される 

VceOff: オフ電圧 (V) 

IcOn: オン電流 (A) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

IgHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

IgHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

RgExtHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgExtHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgeHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

VgeStartOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgeHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 VgeJESD24_2 (V) 

Y2 軸: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 VgeHC (V) 

Y3 軸: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 VgeHV (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgeJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VgeHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 (V) 
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VgeHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VceHC: 大電流ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

VceHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

VgePl: plateau 電圧 (V) 

Qge: ゲート・エミッタ間チャージ (C) 

Qgc: ゲート・コレクタ間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・エミッタしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qge/(VgePl-VgeOff) (F) 

C2: (QgOn-Qge-Qgc)/(VgeOn-VgePl) (F) 

OpenCHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHC: 大電流ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 

OpenCHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 

 

) 
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29.3 Qg (High Ic + JESD24-2): 大電流ゲートチャージ測定と特性抽出 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流ゲートチャージ測定および特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

VgeTh: ゲート・エミッタ間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

VceOff: オフ電圧 (V) 

IcOn: オン電流 (A) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

LoadVgeOff: 定電流負荷のゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

LoadVgeOn: 定電流負荷のゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

LoadIg: 定電流負荷のゲート電流 (A) 

LoadVge: 定電流負荷のゲート・エミッタ間電圧 (V) (-30: Auto) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffset: ゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffset: ゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVce: コレクタ・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

DelayVge: ゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 VgeJESD24_2 (V) 

Y2 軸: ゲート・エミッタ間電圧 Vge (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgeJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Vge: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Vce: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 
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VgePl: plateau 電圧 (V) 

Qge: ゲート・エミッタ間チャージ (C) 

Qgc: ゲート・コレクタ間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・エミッタしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qge/(VgePl-VgeOff) (F) 

C2: (QgOn-Qge-Qgc)/(VgeOn-VgePl) (F) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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29.4 Qg (R Load High Ic + JESD24-2): 大電流(抵抗負荷使用)ゲートチャージ測
定と特性抽出 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して抵抗負荷を使用した大電流ゲートチャージ測定および特

性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

VgeTh: ゲート・エミッタ間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

LoadV: 負荷電圧 (V) (0: Auto) Auto の場合、IcOn で指定されたオン電流となるように調整される 

VceOff: オフ電圧 (V) 

IcOn: オン電流 (A) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffset: ゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffset: ゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVge: ゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 VgeJESD24_2 (V) 

Y2 軸: ゲート・エミッタ間電圧 Vge (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgeJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Vge: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Vce: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

VgePl: plateau 電圧 (V) 

Qge: ゲート・エミッタ間チャージ (C) 
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Qgc: ゲート・コレクタ間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・エミッタしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qge/(VgePl-VgeOff) (F) 

C2: (QgOn-Qge-Qgc)/(VgeOn-VgePl) (F) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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29.5 Qg (High Vce + JESD24-2): 高電圧ゲートチャージ測定と特性抽出 
(A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して高電圧ゲートチャージ測定および特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

VgeTh: ゲート・エミッタ間しきい値電圧 (V) 

 

[Test Parameters] 

VceOff: オフ電圧 (V) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffset: ゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffset: ゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVge: ゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 VgeJESD24_2 (V) 

Y2 軸: ゲート・エミッタ間電圧 Vge (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgeJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Vge: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Vce: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

VgePl: plateau 電圧 (V) 

Qge: ゲート・エミッタ間チャージ (C) 

Qgc: ゲート・コレクタ間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・エミッタしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 
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S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qge/(VgePl-VgeOff) (F) 

C2: (QgOn-Qge-Qgc)/(VgeOn-VgePl) (F) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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29.6 Qg (JESD24-2 High Ic + JESD24-2 High Vce): ゲートチャージ特性抽出 
(A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

使用しない。 

  

[概要]   

  大電流・高電圧ゲートチャージ測定の結果から特性抽出を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

VgeTh: ゲート・エミッタ間しきい値電圧 (V) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 VgeJESD24_2 (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgeJESD24_2: JESD24-2 ライン・フィッティングで得られるゲート・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

VgePl: plateau 電圧 (V) 

Qge: ゲート・エミッタ間チャージ (C) 

Qgc: ゲート・コレクタ間チャージ (C) 

QgTh: ゲート・エミッタしきい値チャージ (C) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

S1: スロープ 1 (V/nC) 

S2: スロープ 2 (V/nC) 

C1: Qge/(VgePl-VgeOff) (F) 

C2: (QgOn-Qge-Qgc)/(VgeOn-VgePl) (F) 
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29.7 Qg (High Ic + High Vce): 大電流・高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流・高電圧ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

VceOff: オフ電圧 (V) 

IcOn: オン電流 (A) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

IgHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

IgHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

LoadVgeOff: 定電流負荷のゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

LoadVgeOn: 定電流負荷のゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

LoadIg: 定電流負荷のゲート電流 (A) 

LoadVge: 定電流負荷のゲート・エミッタ間電圧 (V) (-30: Auto) 

RgExtHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgExtHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVceHC: 大電流ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

DelayVgeHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

VgeStartOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgeHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 VgeHC (V) 

Y2 軸: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 VgeHV (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgeHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VgeHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 (V) 
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VceHC: 大電流ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

VceHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

QgOnHC: 大電流ゲートチャージ測定でのトータル・ゲートチャージ (C) 

QgOnHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのトータル・ゲートチャージ (C) 

OpenCHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHC: 大電流ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 

OpenCHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 
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29.8 Qg (R Load High Ic + High Vce):大電流(抵抗負荷使用)・高電圧ゲートチャ
ージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流(抵抗負荷使用)・高電圧ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

LoadV: 負荷電圧 (V) (0: Auto) Auto の場合、IcOn で指定されたオン電流となるように調整される 

VceOff: オフ電圧 (V) 

IcOn: オン電流 (A) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

IgHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

IgHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート電流 (A) 

RgExtHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgExtHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffsetHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgeHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

VgeStartOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffsetHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVgeHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriodHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 VgeHC (V) 

Y2 軸: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 VgeHV (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

VgeHC: 大電流ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VgeHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのゲート・エミッタ間電圧 (V) 

VceHC: 大電流ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

VceHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのコレクタ・エミッタ間電圧 (V) 
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[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

QgOnHC: 大電流ゲートチャージ測定でのトータル・ゲートチャージ (C) 

QgOnHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのトータル・ゲートチャージ (C) 

OpenCHC: 大電流ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHC: 大電流ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 

OpenCHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのオープン補正容量 (F) 

ShortRHV: 高電圧ゲートチャージ測定でのショート補正抵抗 (ohm) 
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29.9 Qg (High Ic): 大電流ゲートチャージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して大電流ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

VceOff: オフ電圧 (V) 

IcOn: オン電流 (A) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

LoadVgeOff: 定電流負荷のゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

LoadVgeOn: 定電流負荷のゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

LoadIg: 定電流負荷のゲート電流 (A) 

LoadVge: 定電流負荷のゲート・エミッタ間電圧 (V) (-30: Auto) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffset: ゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffset: ゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVce: コレクタ・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

DelayVge: ゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: ゲート・エミッタ間電圧 Vge (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

Vge: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Vce: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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29.10 Qg (R Load High Ic): 大電流(抵抗負荷使用)ゲートチャージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して抵抗負荷を使用した大電流ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

LoadV: 負荷電圧 (V) (0: Auto) Auto の場合、IcOn で指定されたオン電流となるように調整される 

VceOff: オフ電圧 (V) 

IcOn: オン電流 (A) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffset: ゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffset: ゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVge: ゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: ゲート・エミッタ間電圧 Vge (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

Vge: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Vce: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

IOn: オン電流 (A) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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29.11 Qg (High Vce): 高電圧ゲートチャージ測定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

  

[概要]   

  オフ電圧、オン電流とゲート電圧範囲を指定して高電圧ゲートチャージ測定を行う。 

 

[被測定デバイス]  

  IGBT 

 

[Device Parameters] 

QgMaxXAxis: Qg の X軸最大値 (C) 

 

[Test Parameters] 

VceOff: オフ電圧 (V) 

VgeOff: ゲート・エミッタ間オフ電圧 (V) 

VgeOn: ゲート・エミッタ間オン電圧 (V) 

Ig: ゲート電流 (A) 

RgExt: ゲート抵抗選択 (ohm) 

RgDUT: DUTゲート直列抵抗 (ohm) 

VgeStartOffset: ゲート・エミッタ間開始電圧オフセット (V) 

VgeStopOffset: ゲート・エミッタ間終了電圧オフセット (V) 

DelayVge: ゲート・エミッタ間電圧遅延時間 (s) 

OnPeriod: オン期間 (s) 

 

[X-Y Plot] 

X 軸: ゲートチャージ Qg (C) 

Y1 軸: ゲート・エミッタ間電圧 Vge (V) 

 

[List Display] 

Qg: ゲートチャージ (C) 

Vge: ゲート・エミッタ間電圧 (V) 

Vce: コレクタ・エミッタ間電圧 (V) 

 

[Parameters Display Area] 

VOff: オフ電圧 (V) 

QgOn: トータル・ゲートチャージ (C) 

OpenC: オープン補正容量 (F) 

ShortR: ショート補正抵抗 (ohm) 
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Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 30-2 

 

1. IV Path (N1272A):  N1272A における IV 測定用パスの設定 (A.06.00) 

2. N1272ACheckBreakdown 容量測定の前に行われる DUT ブレークダウンの確認 (A.06.00) 
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30.1 IV Path (N1272A): N1272A における IV 測定用パスの設定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要]   

  N1272A における IV 測定用パスを設定する。 

 

[Test Parameters] 

DCGuard: DC Guard 出力 (1: Common, 2: HVSMU) 
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30.2 N1272ACheckBreakdown: 容量測定の前に行われる DUT ブレークダウンの
確認 (A.06.00) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要]   

  指定されたバイアス条件で DUT がブレークダウンするか否かを確認する。 

他のアプリケーション・テスト内部で使用され、直接実行することはありません。 

 

[[Test Parameters] 

Hold: ホールド時間 (s) 

Delay: ディレイ時間 (s) 

Gate: ゲート・ソース間バイアス MPSMU 

VGS: ゲート・ソース間電圧 (V) 

Drain: ドレイン・ソース間バイアス HVSMU 

VDS: ドレイン・ソース間電圧 (V) 

InCaseOfBreakdown: ブレークダウン時の挙動 (0: Tacit, 1: Error) 

 

[Output Parameters] 

Failed: ブレークダウン検出結果 (1: ブレークダウン発生, 0: それ以外) 
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31 MultiHVSMU 

Keysight EasyEXPERTアプリケーション・ライブラリ・リファレンス 31-2 

 

1. Switch HVSMU Output Mode:  HVSMU の出力モード切り替え (6.0) 
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31.1 Switch HVSMU Output Mode: Multi-HVSMU 出力モード切り替え(6.0) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A 

 

[概要]   

  Multi-HVSMU の出力モードを HVSMUOP コマンドを使用して切り替える。 
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Keysight EasyEXPERTアプリケーション・ライブラリ・リファレンス 31-4 
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Keysight EasyEXPERTアプリケーション・ライブラリ・リファレンス 32-2 

 

1. ThermoStream WaitReady:  ThermoStream ready bit の待機 (A.06.00) 

2. ThermoStream FlowOff:  ThermoStream エアフローの停止 (A.06.00) 

3. ThermoStream Initialize:  ThermoStream の初期化 (A.06.00) 

4. ThermoStream DefineParameters: ThermoStream パラメータの設定 (A.06.00) 

5. ThermoStream ControlTemperature: ThermoStream の目標温度設定 (A.06.00) 

6. ThermoStream WaitTemperature: ThermoStream 温度計を使った温度待機 (A.06.00) 

7. N1265A WaitTemperature:  N1265A 温度計を使った温度待機 (A.06.00) 

8. ThermoStream ReadTemperature: ThermoStream 温度計読み値の取得と保存 (A.06.00) 

9. ThermalPlate ControlTemperature:  ThermalPlate の目標温度設定 (A.06.00) 

10. ThermalPlate DefineParameters:  ThermalPlate パラメータの設定 (A.06.00) 

11. ThermalPlate Initialize:   ThermalPlate の初期化 (A.06.00) 

12. ThermalPlate ReadTemperature:  ThermalPlate 温度計読み値の取得と保存 (A.06.00) 

13. ThermalPlate WaitTemperature:  ThermalPlate 温度計を使った温度待機 (A.06.00) 
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32.1 ThermoStream WaitReady: ThermoStream ready bit の待機 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermoStream の ready bit がセットされるまで待機する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermoStream の GPIB アドレス（0 - 31) 
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32.2 ThermoStream FlowOff: ThermoStream エアフローの停止 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermoStream のエアフローを停止する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermoStream の GPIB アドレス（0 - 31) 
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32.3 ThermoStream Initialize: ThermoStream の初期化 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermoStream を初期化する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermoStream の GPIB アドレス（0 - 31) 
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32.4 ThermoStream DefineParameters: ThermoStream パラメータの設定 
(A.06.00) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermoStream の動作パラメータを設定する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermoStream の GPIB アドレス（0 - 31) 

DUT_sensor: 使用する熱電対タイプ (0: OFF, 1: T, 2: K) 

DUT_self_tuning_control: DUT 温度制御オーバーシュートと速度に関する自律制御機能の設定 (0: OFF, 1: 

ON) 

DUT_thermal_constant: DUT 温度制御における熱定数 (20 - 500) 

Air_to_DUT_max: 噴出エアと DUT の許容最大温度差 (deg C) 

Air_temperature_max: 噴出エアの最高設定温度 (deg C) 

Air_temperature_min: 噴出エアの最低設定温度 (deg C) 
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32.5 ThermoStream ControlTemperature: ThermoStream の目標温度設定 
(A.06.00) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermoStream の目標温度・温度変化率を設定し、エアフローをオンにする。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermoStream の GPIB アドレス（0 - 31) 

Thermometer: 温度の制御に使用する温度計 (0: Air, 1: DUT) 

SetPoint: 目標温度 (deg C) 

RampRate: 温度の時間変化率 (deg C/min) 
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32.6 ThermoStream WaitTemperature: ThermoStream 温度計を使った温度待機 
(A.06.00) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermoStream の温度計の読み値が目標温度に到達するまで待機する。 

また、最後に読んだ温度を後続のテスト結果に記録する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermoStream の GPIB アドレス（0 - 31) 

Thermometer: 温度の制御に使用する温度計 (0: Air, 1: DUT) 

HoldTime: 温度計の読み取りを開始するまでの待機時間 (s) 

Center: 待機する温度の中心値 (deg C) 

Radius: 待機する温度の半径 (deg C) 

SoakTime: 温度が指定温度範囲に入ってから待機するソーク時間 (s) 

ReadingSpan: 温度計を読み取る時間間隔 (s) 

Timeout: 温度の待機のタイムアウト時間 (s) (-1: Never) 

 

[Parameters Display Area] 

Temperature: 最後の温度計の読み値 (deg C) 
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32.7 N1265A WaitTemperature: N1265A 温度計を使った温度待機 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

N1265A 温度計の読み値が目標温度に到達するまで待機する。 

 

[Test Parameters] 

Thermometer: 温度の待機に使用する温度計 (1: Ch1, 2: Ch2, 0: Ch1 - Ch2) 

HoldTime: 温度計の読み取りを開始するまでの待機時間 (s) 

Center: 待機する温度の中心値 (deg C) 

Radius: 待機する温度の半径 (deg C) 

SoakTime: 温度が指定温度範囲に入ってから待機するソーク時間 (s) 

ReadingSpan: 温度計を読み取る時間間隔 (s) 

Timeout: 温度の待機のタイムアウト時間 (s) (-1: Never) 

 

[Parameters Display Area] 

TemperatureCh1: 最後の Ch1 温度計読み値 (deg C) 

TemperatureCh2: 最後の Ch2 温度計読み値 (deg C) 

TemperatureCh1_Ch2: 最後の Ch1温度計読み値と Ch2 温度計読み値の差 (Ch1 - Ch2) (deg C) 
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32.8 ThermoStream ReadTemperature: ThermoStream 温度計読み値の取得と
保存 (A.06.00) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermoStream の温度計を読み、後続のテスト結果に記録する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermoStream の GPIB アドレス（0 - 31) 

Thermometer: 温度の制御に使用する温度計 (0: Air, 1: DUT) 

HoldTime: 温度計の読み取りを開始するまでの待機時間 (s) 

 

[Parameters Display Area] 

Temperature: 温度計の読み値 (deg C) 
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32.9 ThermalPlate ControlTemperature: ThermalPlate の目標温度設定 
(A.06.00) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermalPlate の目標温度・温度変化率を設定する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermalPlate の GPIB アドレス（0 - 31) 

SetPoint: 目標温度 (deg C) 

RampRate: 温度の時間変化率 (deg C/min) 
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32.10 ThermalPlate DefineParameters: ThermalPlate パラメータの設定 (A.06.00) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermalPlate の動作パラメータを設定する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermalPlate の GPIB アドレス（0 - 31) 

Frequency: 電源周波数 (3: 50Hz, 4: 60Hz) 

Upper_temperature_limit: 設定温度上限 (deg C) 



32 Thermal 

Keysight EasyEXPERTアプリケーション・ライブラリ・リファレンス 32-13 

32.11 ThermalPlate Initialize: ThermalPlate の初期化 (A.06.00) 
 
[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermalPlate を初期化する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermalPlate の GPIB アドレス（0 - 31) 
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32.12 ThermalPlate ReadTemperature: ThermalPlate 温度計読み値の取得と保
存 (A.06.00) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermalPlate の温度計を読み、後続のテスト結果に記録する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermalPlate の GPIB アドレス（0 - 31) 

HoldTime: 温度計の読み取りを開始するまでの待機時間 (s) 

 

[Parameters Display Area] 

Temperature: 温度計の読み値 (deg C) 
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32.13 ThermalPlate WaitTemperature: ThermalPlate 温度計を使った温度待機 
(A.06.00) 

 
[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

ThermalPlate の温度計の読み値が目標温度に到達するまで待機する。 

また、最後に読んだ温度を後続のテスト結果に記録する。 

 

[Test Parameters] 

GPIBAddress: ThermalPlate の GPIB アドレス（0 - 31) 

HoldTime: 温度計の読み取りを開始するまでの待機時間 (s) 

Center: 待機する温度の中心値 (deg C) 

Radius: 待機する温度の半径 (deg C) 

SoakTime: 温度が指定温度範囲に入ってから待機するソーク時間 (s) 

ReadingSpan: 温度計を読み取る時間間隔 (s) 

Timeout: 温度の待機のタイムアウト時間 (s) (-1: Never) 

 

[Parameters Display Area] 

Temperature: 最後の温度計の読み値 (deg C) 
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1. IV Path (N1274A):  N1274A における IV 測定用パスの設定 (A.06.00) 
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33.1 IV Path (N1274A): N1274A における IV 測定用パスの設定 (A.06.00) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A 

 

[概要]   

  N1274A における IV 測定用パスを設定する。 
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1. FERAM Hysteresis FERAM Hysteresis characteristics (A.06.20) 

2. FERAM PUND FERAM PUND characteristics (A.06.20) 

3. FERAM Endurance FERAM Endurance test (A.06.20) 

4. ReRAM IV-Butterfly ReRAM IV characteristics - Butterfly curve (A.06.20)  

5. ReRAM FORM ReRAM FORM characteristics (A.06.20) 

6. ReRAM Set ResetV-Loop ReRAM Set and ResetV-Loop characteristics (A.06.20) 

7. ReRAM Reset SetV-Loop ReRAM Reset and SetV-Loop characteristics (A.06.20) 

8. ReRAM Reset-Set ReRAM Reset-Set characteristics (A.06.20) 

9. ReRAM Endurance ReRAM Endurance test (A.06.20) 

10. PCRAM Reset-Set PCRAM Reset-Set characteristics (A.06.20) 

11. PCRAM ResetV-Loop PCRAM ResetV-Loop characteristics (A.06.20) 

12. PCRAM SetV-Loop PCRAM SetV-Loop characteristics (A.06.20) 

13. PCRAM Endurance PCRAM Endurance test (A.06.20) 
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34.1 FERAM Hysteresis: FERAM Hysteresis characteristics (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Performs hysteresis characteristics measurements of the Ferro-electric material. 

Triangular wave is applied, and measures the displacement current through the Ferro-electric material.   

The hysteresis charge is displayed, and the hysteresis parameters are extracted. 

 

[Device Under Test] 

Capacitor structure with Ferro-electric material as capacitor dielectric. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

 

[Device Parameters] 

Area: Area of capacitor electrode  

Gap: Electrode Gap 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

 Waveform Parameters (Vs): 

Vp: Peak voltage for both + & - triangular pulse 

Frequency: Frequency of the Triangular waveform. 

Dt: Delay time. Only set in the beginning of the test wave.   

Note: Delaytime is not set between the repeat triangular wave. 

 

Measurement (Im) & Display Parameters: 

Meas_Points: Total measurement points. Multiples of 4 are required. 

IrangeIm: Current range of the Im RSU 

Display_Mode: Output data choice of the output display. 

- Charge: Display charge vs. voltage x-y graph 

- ChargeAndCurrent: Display charge(Y1) and current(Y2) vs. voltage x-y graph 

- ChargeAndCapacitor: Display charge(Y1) and capacitor(Y2) vs. voltage x-y graph 

 

Measurement resources: 

Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

[Extended Test Parameters] 

Dt_AtVp: Put a delay time at the top of the Vp before the start of the next slope.  

If "0 ns", the next measurement point is the 2nd points of the next slope. 

Freq_WarningP: Frequency range warning limit percentage:  

Example; 10 = 10% error does show warning message. 

Note: Frequency is automatically adjusted to satisfy the relation with the WGFMU parameters.  
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Repeat: Repeats the Triangular waveform. Maximum 10. 

IV_CurvePosition: Specified number is used when plotting the IV curve when the triangular waveform  

is repeated. 

IrangeVs: Output current range of the Vs. 

 

DataDisplay_PatternValidation: this parameter is effective in “Run Vector” execution setting. 

- Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming): shows “PatternValidation Data Display”. 

- Disable: Does not show “PatternValidation Data Display”.  

 

ExecutionMode: Choice of “Execution Mode” 

 - Run Vector: Measurement is made with the WGFMU/RSU 

 - Pattern Validation: Used to check the vector data created to run WGFMU/RSU.  

Can be executed without running the B1500A.  

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Charge vs. voltage x-y graph: 

Extracted parameters:  

- Frequency_kHz: Frequency used for the measurements. 

- Prp, Prn, Ecp, Ecn 

Charge and current vs. voltage x-y graph: 

Extracted parameters:  

- Frequency_kHz: Frequency used for the measurements. 

- Prp, Prn, Ecp, Ecn 

Charge and capacitor vs. voltage x-y graph: 

Extracted parameters:  

- Frequency_kHz: Frequency used for the measurements. 
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34.2 FERAM PUND: FERAM PUND characteristics (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

PUND waves are applied to the ferro-electric material, and the applied voltage and current or charge are 

displayed with the extracted PUND parameters. 

 

[Device Under Test] 

Capacitor structure with Ferro-electric material as capacitor dielectric. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

 

[Device Parameters] 

Area: Area of capacitor electrode  

Gap: Electrode Gap 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform Parameters (Vs): 

Vp: Peak voltage for both + & - triangular pulse 

Trf: Rise time (Tr) and Fall time (Tf) 

TopWidth: Pulse top width 

DelayTime: Delay time. Only set in the beginning of the test wave. 

Note: "DelayTime" is not set between the repeat triangular wave. 

 

Measurement Parameters (Im): 

IrangeIm: Current range of the Im RSU 

 

Measurement resources: 

Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

[Extended Test Parameters] 

Sampling_interval: Minimum sampling interval used for obtaining the proper test parameters for RSU.   

- "Trf/Sampling interval >10" are required.  

 

Display_Mode: Output data selection of the output display. 

- Charge: Display charge vs. time x-y graph 

- ChargeAndCurrent: Display charge(Y1) and current(Y2) vs. time x-y graph 

 

IrangeVs: Output current range of the Vs RSU. 

 

DataDisplay_PatternValidation: this parameter is effective in “Run Vector” execution setting. 
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- Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming): shows “PatternValidation Data Display”. 

- Disable: Does not show “PatternValidation Data Display”.  

 

 ExecutionMode: Choice of “Execution Mode” 

- Run Vector: Measurement is made with the WGFMU/RSU 

- Pattern Validation: Used to check the vector data created to run WGFMU/RSU.  

Can be executed without running the B1500A.  

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Charge vs. Time x-y graph: 

Extracted parameters:  

- ChargeP, ChargeU, ChargeN. ChargeD, ChargePa, ChargeUa, ChargeNa. ChargeDa, 

Charge and current vs. Time x-y graph: 

Extracted parameters:  

- ChargeP, ChargeU, ChargeN. ChargeD, ChargePa, ChargeUa, ChargeNa. ChargeDa, 
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34.3 FERAM Endurance: FERAM Endurance test (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

A stress/measure cycle test is performed by applying a user specified PUND stress waveforms and 

Max_loops stress cycle.  

Following test options are available for fatigue measurement numbers per decade of stress cycle, and the 

test exit criteria conditions before reaching to the specified Max_loops stress cycle. 

 

[Device Under Test] 

Capacitor structure with Ferro-electric material as capacitor dielectric. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

 

[Device Parameters] 

Area: Area of capacitor electrode  

Gap: Electrode Gap 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform Parameters (Vs): 

Vp: Peak voltage for both + & - triangular pulse 

Trf: Rise time (Tr) and Fall time (Tf) 

TopWidth: Pulse top width 

DelayTime: Delay time. Only set in the beginning of the test wave. 

Note: "DelayTime" is not set between the repeat triangular wave. 

 

Measurement Parameters (Im): 

Fatigue_C_dec: Specify the number of fatigue measurements in one decade of endurance stress cycle. 

Sampling_Interval: Sampling interval in the fatigue PUND test to measure the PUND charge.  

- "Trf/Sampling interval >10" are required. 

IrangeIm: Current range of the Im RSU 

 

Measurement resources: 

Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

[Extended Test Parameters] 

Start_Fatigue_C: X-axis start number of the Fatigue count in the endurance test result display. 

Rec_CharData: "NO" is recommended. "YES" saves all the intermediate characterization graph  

in the "Results area". 

Rec_StrsData: "NO" is recommended. "YES" saves all the intermediate stress indication data  

in the "Results area". 
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DataDisplay_PatternValidation: this parameter is effective in “Run Vector” execution setting. 

- Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming): shows “PatternValidation Data Display”. 

- Disable: Does not show “PatternValidation Data Display”.  

 

ExecutionMode: Choice of “Execution Mode” 

- Run Vector: Measurement is made with the WGFMU/RSU 

- Pattern Validation: Used to check the vector data created to run WGFMU/RSU.  

Can be executed without running the B1500A.  

 

Irange_Vs: Output current range of the Vs RSU. 

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Display Data: PUND - Fatigue counts Setup graph: Displays the intermediate endurance test progress of 

the following parameters: 

- Displays Charge_P (Y1), Charge_U (Y2), Charge_N (Y3), Charge_D (Y4), vs. Fatigue_Count (X) 

 

Display Data: PUND - Iterations Setup: Final output graph 

- Displays Charge_P (Y1), Charge_U (Y2), Charge_N (Y3), Charge_D (Y4), vs. Iterations (X) 
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34.4 ReRAM IV-Butterfly: ReRAM IV characteristics - Butterfly curve (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Performs double IV sweep starting from 0 V to SetV and ResetV. Y-axis choices of absolute-Log scale 

and linear are available. A control option for using external current limit device is available. 

 

[Device Under Test] 

ReRAM materials with the ReRAM memory structure. 

Optionally, a ReRAM structure with a current limit FET (internal or outside the structure) is supported to 

apply a DC bias. 

 

[Required Modules and Accessories] 

SMU 2 modules (3 modules for current limit control option) 

GNDU 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

N1254A-100 GNDU to Kelvin Adapter 

Triax TEE adapter (F-M-F) 1 qty, Keysight P/N: 12500-1551 

Triax (F) - BNC (M) adapter 2 qty, Keysight P/N: N1254-105 

BNC (F-F) adapter 1 qty, Keysight P/N: 1250-0080 

 

 [Device Parameters] 

 Temp: Temperature 

 

 [Test Parameters] 

V Source (Vs): 

SetV: Maximum voltage to sweep in the SET direction. 

ResetV: Maximum voltage to sweep in the RESET direction. 

StepV: Step voltage of the sweep. 

I_compliance: Current compliance of SMU_Vs. 

 

Measurement & Display: 

IntegTime: Integration time of SMU_Vs in the current measurement. 

DelayTime: Delay time between the step measurements. 

HoldTime: Hold time at the timing of the start, SetV, 0V to ResetV, and ResetV. 

Display_Opt: Y axis scale selection from "Log (absolute)" and "Linear": 

- LOG_Absolute: Plots absolute Im (Log Y axis) vs. Vm graph 

- LINEAR: Plots Im vs. Vm graph   

 

Measurement resources: 

SMU_Vs: SMU channel of the SMU_Vs 

SMU_Vm: SMU channel of the SMU_Vm.  

- SMU_Vm is used to measure the output voltage of the SMU_Vs even when SMU_Vs is  

in a current limit status.  
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- 1 Mohm internal output resistor is used. 

 

Optional Connection for current limit control for ReRAM device: 

Enable_SMU_Vg: "Disable" does not use SMU_Vg. "Enable" must specify both the SMU channel  

("SMU_Vg") connected to the current limit transistor, and the gate voltage "Vg". 

SMU_Vg: SMU channel assignment of the gate connection (optional) 

Vg: Gate voltage of the current limit transistor (FET).   

Specify the Vg to limit the ReRAM current in ON status. This current must be set larger than 

SMU_Vs's compliance "I_compliance". 

 

[Extended Test Parameters] 

Vs_MinRange: Minimum current range setting of the limited auto-range of SMU_Vs. 

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Display Im versus Vm graph. 

One selected from the two options is displayed: 

- LOG_Absolute: Plots absolute Im (Log Y axis) vs. Vm graph (Butterfly curve) 

- LINEAR: Plots Im vs. Vm graph   
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34.5 ReRAM FORM: ReRAM FORM characteristics (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Performs Forming process characterization and the resistance measurement just after the Forming 

process. In the FORM process, a linear ramp slope pulse is applied, and the current through the ReRAM 

resistor device is measured. By detecting the sudden increase timing of Forming current, the FORM 

voltage is detected. 

A control option for using external current limit device is available. 

 

[Device Under Test] 

ReRAM materials with the ReRAM memory structure. 

Optionally, a ReRAM structure with a current limit FET (internal or outside the structure) is supported to 

apply a DC bias. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

SMU 1 unit (optional) 

 

[Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform output - Form: 

Vmax: Max voltage of the FORM pulse of the RSU_Vs.  

Set higher voltage than the FORM voltage of the ReRAM device. 

FORM_Tr: Rise time of the FORM pulse. At least, "FORM_Tr/ FORM_SamplingInterval >= 5" must be  

satisfied to detect the FORM voltage of the device. 

FORM_Tf: Fall time of the FORM pulse. 

TopWidth: Top width of the FORM Pulse. 

  

Waveform output - R Measure: 

Rm_V: R measurement voltage after the FORM pulse. 

 

Measurement: 

FORM_SamplingInterval: Sampling interval to measure the current in the FORM pulse. To detect the  

FORM voltage, sampling interval must be at least 5 times shorter than 

FORM_Tr. 

FORM_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU).  FORM current is measured by RSU_Im. 

FORM_detect_I: Current threshold which is set smaller than the FORM current in the specified  

measurement condition, and used to detect FORM voltage better in the output graph. 

Rm_Im_range: Current range of RSU_Im used measuring the R after the FORM pulse. 

RmAveragingTime: Averaging time when measuring the R after the FORM pulse. 
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Rm_DelayTime: Delay time from the start of the Rm pulse to the start of the R measurement. Delay 

time  

must be larger than "RmP_RiseTime" and its transient periods. 

Rm_adjust: Subtracts Rm_adjust from the Rm value for adjusting the R of the current limit transistor. 

 

Measurement resources: 

RSU_Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

RSU_Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

Optional Connection for current limit control for ReRAM device: 

Enable_SMU_Vg: "Disable" does not use SMU_Vg. "Enable" must specify both the SMU channel  

("SMU_Vg") connected to the current limit transistor, and the gate voltage "Vg". 

SMU_Vg: SMU channel assignment of the gate connection (optional) 

Vg: Gate voltage of the current limit transistor (FET).   

Specify the Vg to limit the ReRAM current in ON status.  

 

[Extended Test Parameters] 

DelayTime: Delay time.  

RSU_Vs_Range: Current range of RSU_Vs (Vs RSU) 

RmP_RiseTime: Rise/Fall time of R measure pulse 

 

DataDisplay_PatternValidation: this parameter is effective in “Run Vector” execution setting. 

- Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming): shows “PatternValidation Data Display”. 

- Disable: Does not show “PatternValidation Data Display”.  

 

ExecutionMode: Choice of “Execution Mode” 

- Run Vector: Measurement is made with the WGFMU/RSU 

- Pattern Validation: Used to check the vector data created to run WGFMU/RSU.  

Can be executed without running the B1500A.  

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Display ReRAM FORM graph: Displays Form_V(Y1), Form_I(Y2) versus FPRM_TIME sampling data graph. 

 

Following parameters are extracted: 

- FormR: Measured R value after the FORM pulse. 

- FORM_Im: Current measured just after the FORM detection. 

- FORM_Vm: Source voltage just before the FORM detection. 
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34.6 ReRAM Set ResetV-Loop: ReRAM Set and ResetV-Loop characteristics 
(A.06.20) 

 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Performs repeat R measurements by increasing the RESET voltage after the initial SET measurements. 

The RESET voltage can be easily found by the test. 

A control option for using external current limit device is available. 

 

[Device Under Test] 

ReRAM materials with the ReRAM memory structure. 

Optionally, a ReRAM structure with a current limit FET (internal or outside the structure) is supported to 

apply a DC bias. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

SMU 1 unit (optional) 

 

[Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform output - RESET/SET : 

SET_V: SET voltage 

SET_Tr: Rise time of the SET pulse. 

RESET_startV: Start voltage of RESET V loop 

RESET_stopV: Stop voltage of RESET V loop 

N_of_steps: Number of steps in the voltage loop. 

RESET_Tr: Rise time of the RESET pulse. 

TopWidth: Top width of the SET and RESET pulse. 

 

Waveform output - R Measure: 

Rm_V: R measurement voltage after the SET & RESET pulse. 

 

Measurement - RESET / SET: 

SamplingInterval: Sampling interval to measure the current in the SET pulse. To detect the SET voltage,  

sampling interval must be at least 5 times shorter than SET_Tr. 

RESET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the RESET pulse stage to measure the  

RESET current. 

SET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the SET pulse stage to measure the SET  

current. 

RESET_detect_R: Threshold RESET R value to detect the RESET voltage in the step loop. Detection is  

made when the measured R exceeds the threshold R. 
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Measurement - R Measure: 

SET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the SET pulse. 

RESET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the RESET pulse. 

Rm_AveragingT: Averaging time to measure SET_R & RESET_R. 

Rm_DelayTime: Delay time between the start of the Rm pulse and the start of the R measurement.  

Delay time must be larger than " Rm_TrTf" and its transient periods. 

Rm_adjust: Subtracts Rm_adjust from the Rm value for adjusting the R of the current limit transistor. 

 

Measurement resources: 

RSU_Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

RSU_Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

Optional Connection for current limit control for ReRAM device: 

Enable_SMU_Vg: "Disable" does not use SMU_Vg. "Enable" must specify both the SMU channel  

("SMU_Vg") connected to the current limit transistor, and the gate voltage "Vg". 

SMU_Vg: SMU channel assignment of the gate connection (optional) 

Vg: Gate voltage of the current limit transistor (FET).   

Specify the Vg to limit the ReRAM current in ON status.  

 

[Extended Test Parameters] 

DataDisplay_PatternValidation: this parameter is effective in “Run Vector” execution setting. 

- Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming): shows “PatternValidation Data Display”. 

- Disable: Does not show “PatternValidation Data Display”.  

 

ExecutionMode: Choice of “Execution Mode” 

- Run Vector: Measurement is made with the WGFMU/RSU 

- Pattern Validation: Used to check the vector data created to run WGFMU/RSU.  

Can be executed without running the B1500A.  

   

DelayTime: Delay time.  

SET_Tf: Fall time of the SET pulse. 

RESET_Tf: Fall time of the RESET pulse. 

Rm_TrTf: Rise/Fall time of R measure pulse 

Vs_range: Current range of RSU_Vs (Vs RSU)  

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Set-Reset V incremental graph: Displays RESET_R versus RESET_Pulse_V graph. 

Y axis: RESET_R 

X axis: Absolute RESET_Pulse_V 

 

Extracted parameter:  

- Reset_Vm: The RESET voltage at the" RESET_R" value get higher than "RESET_detect_R", the voltage 

is  

recorded as "Reset_Vm, and marker is shown on that voltage. 

If there is no detection, 9999 is returned and displayed. 
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34.7 ReRAM Reset SetV-Loop: ReRAM Reset and SetV-Loop characteristics 
(A.06.20) 

 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Performs repeat R measurements by increasing the SET voltage after the initial SET measurements. The 

SET voltage can be easily found by the test. 

 

[Device Under Test] 

ReRAM materials with the ReRAM memory structure. 

Optionally, a ReRAM structure with a current limit FET (internal or outside the structure) is supported to 

apply a DC bias. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

SMU 1 unit (optional) 

 

[Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform output - RESET/SET: 

RESET_V: RESET voltage 

RESET_Tr: Rise time of the RESET pulse. 

SET_startV: Start voltage of SET V loop 

SET_stopV: Stop voltage of SET V loop 

N_of_steps: Number of steps in the voltage loop. 

SET_Tr: Rise time of the SET pulse. 

TopWidth: Top width of the SET and RESET pulse. 

 

Waveform output - R Measure: 

Rm_V: R measurement voltage after the SET & RESET pulse. 

 

Measurement - RESET / SET: 

SamplingInterval: Sampling interval to measure the current in the SET pulse. To detect the SET voltage, 

sampling interval must be at least 5 times shorter than SET_Tr. 

RESET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the RESET pulse stage to measure the  

RESET current. 

SET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the SET pulse stage to measure the SET  

current. 

SET_detect_R: Threshold SET R value to detect the SET voltage in the step loop. Detection is made 

when  

the measured R decreases the threshold R. 
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Measurement - R Measure: 

SET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the SET pulse. 

RESET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the RESET pulse. 

Rm_AveragingT: Averaging time to measure SET_R & RESET_R. 

Rm_DelayTime: Delay time between the start of the Rm pulse and the start of the R measurement.  

Delay  

time must be larger than " Rm_TrTf" and its transient periods. 

Rm_adjust: Subtracts Rm_adjust from the Rm value for adjusting the R of the current limit transistor. 

 

Measurement resources: 

RSU_Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

RSU_Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

Optional Connection for current limit control for ReRAM device: 

Enable_SMU_Vg: "Disable" does not use SMU_Vg. "Enable" must specify both the SMU channel  

("SMU_Vg") connected to the current limit transistor, and the gate voltage "Vg". 

SMU_Vg: SMU channel assignment of the gate connection (optional) 

Vg: Gate voltage of the current limit transistor (FET).   

Specify the Vg to limit the ReRAM current in ON status.  

 

[Extended Test Parameters] 

DataDisplay_PatternValidation: this parameter is effective in “Run Vector” execution setting. 

- Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming): shows “PatternValidation Data Display”. 

- Disable: Does not show “PatternValidation Data Display”.  

 

ExecutionMode: Choice of “Execution Mode” 

- Run Vector: Measurement is made with the WGFMU/RSU 

- Pattern Validation: Used to check the vector data created to run WGFMU/RSU.  

Can be executed without running the B1500A.  

 

DelayTime: Delay time.  

SET_Tf: Fall time of the SET pulse. 

RESET_Tf: Fall time of the RESET pulse. 

Rm_TrTf: Rise/Fall time of R measure pulse 

Vs_range: Current range of RSU_Vs (Vs RSU)  

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Reset-Set V incremental graph: Displays SET_R versus SET_Pulse_V graph. 

Y axis: SET_R 

X axis: SET_Pulse_V 

 

Extracted parameter:  

- SET_Vm: The SET voltage at the" SET_R" value get lower than "SET_detect_R" value, the voltage is  

recorded as "SET_Vm, and marker is shown on that voltage. 

If there is no detection, 9999 is returned and displayed. 
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34.8 ReRAM Reset-Set: ReRAM Reset-Set characteristics (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Performs SET characterization followed by the RESET measurements. SET characterization is almost the 

same as the FORM application test. 

A control option for using external current limit device is available. 

 

[Device Under Test] 

ReRAM materials with the ReRAM memory structure. 

Optionally, a ReRAM structure with a current limit FET (internal or outside the structure) is supported to 

apply a DC bias. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

SMU 1 unit (optional) 

 

[Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform output - RESET/SET: 

RESET_V: RESET voltage 

RESET_Tr: Rise time of the RESET pulse. 

SET_Vmax: Max voltage of the SET pulse of the RSU_Vs.  Set higher voltage than the SET voltage of 

the  

ReRAM device. 

SET_Tr: Rise time of the SET pulse. 

TopWidth: Top width of the SET and RESET pulse. 

 

Waveform output - R Measure: 

Rm_V: R measurement voltage after the SET & RESET pulse. 

 

Measurement - RESET / SET: 

SamplingInterval: Sampling interval to measure the current in the SET pulse. To detect the SET voltage,  

                              sampling interval must be at least 5 times shorter than SET_Tr. 

RESET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the RESET pulse stage to measure the  

RESET current. 

RESET_detect_I: Current threshold to detect the RESET V.  When the current difference between two  

sampling points in the RESET_Tr slope exceeds "RESET_detect_I", the voltage of the  

slope is recorded as RESET V. 

SET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the SET pulse stage to measure the SET  

current. 
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SET_detect_I: Current threshold to detect the SET V.  When the current difference between two 

sampling  

points in the SET_Tr slope exceeds "SET_detect_I", the voltage of the slope is recorded 

as  

SET V. 

 

Measurement - R Measure: 

SET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the SET pulse. 

RESET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the RESET pulse. 

Rm_AveragingT: Averaging time to measure SET_R & RESET_R. 

Rm_DelayTime: Delay time between the start of the Rm pulse and the start of the R measurement.  

Delay  

time must be larger than "Rm_TrTf" and its transient periods. 

Rm_adjust: Subtracts Rm_adjust from the Rm value for adjusting the R of the current limit transistor. 

 

Measurement resources: 

RSU_Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

RSU_Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

Optional Connection for current limit control for ReRAM device: 

Enable_SMU_Vg: "Disable" does not use SMU_Vg. "Enable" must specify both the SMU channel  

("SMU_Vg") connected to the current limit transistor, and the gate voltage "Vg". 

SMU_Vg: SMU channel assignment of the gate connection (optional) 

Vg: Gate voltage of the current limit transistor (FET).   

Specify the Vg to limit the ReRAM current in ON status.  

 

[Extended Test Parameters] 

DataDisplay_PatternValidation: Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming) or Disable to show  

    PatternValidation Data Display, this parameter is effective for Run Vector. 

ExecutionMode: Execution Mode. 

DelayTime: Delay time.  

SET_Tf: Fall time of the SET pulse. 

RESET_Tf: Fall time of the RESET pulse. 

Rm_TrTf: Rise/Fall time of R measure pulse 

Vs_range: Current range of RSU_Vs (Vs RSU)  

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Two graphs, one for RESET characterization, and the other for SET characterization are displayed. 

- RESET graph: 

X axis: Plots the RESET_Time sampling time 

Y1 axis: Reset_V, Output from the RSU_Vs 

Y2 axis: Reset_I, Measurement current of RSU_Im 

Extracted parameter:  

ResetR: measured RESET R 

Reset_Im: Peak current which is measured one sampling point before when the RESET is detected.  

If RESET is not detected, 9999 is returned. 

Reset_Vm: Peak voltage which is measured one sampling point before when the RESET is detected.  

If RESET is not detected, 9999 is returned. 
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- SET graph: 

X axis: Plots the SET_Time sampling time 

Y1 axis: Set_V, Output from the RSU_Vs 

Y2 axis: Set_I, Measurement current of RSU_Im 

Extracted parameter:  

SetR: measured SET R 

SET_Im: Peak current when the SET is detected. If SET is not detected, 9999 is returned. 

SET_Vm: Peak voltage which is measured one sampling point before when the SET is detected. If SET 

is  

not detected, 9999 is returned. 
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34.9 ReRAM Endurance: ReRAM Endurance test (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

A stress/measure cycle test is performed by applying only a RESET & SET repeat stress pulses and the 

following RESET-SET characterization within the Max_loops stress cycle.  

Following test options are available for fatigue measurement numbers per decade of stress cycle, and the 

test exit criteria conditions before reaching to the specified Max_loops stress cycle. 

A control option for using external current limit device is available. 

 

[Device Under Test] 

ReRAM materials with the ReRAM memory structure. 

Optionally, a ReRAM structure with a current limit FET (internal or outside the structure) is supported to 

apply a DC bias. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

SMU 1 unit (optional) 

 

[Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform output - RESET/SET 

RESET_V: RESET voltage 

RESET_Tr: Rise time of the RESET pulse used for parameter measurements. 

SET_V: SET voltage. 

SET_Tr: Rise time of the SET pulse used for parameter measurements. 

TopWidth: Top width of the SET and RESET pulse. 

RESET_Tr_Cycle: Rise time of the RESET pulse used for Stress cycle. 

SET_Tr_Cycle: Rise time of the SET pulse used for Stress cycle. 

 

Waveform output - R Measure: 

Rm_V: R measurement voltage after the FORM pulse. 

 

Measurement - Endurance: 

Max_loops: Maximum loops of the endurance test. The RESET_SET waves are repeated, and ReRAM  

characterizations are made in the specified log interval. 

Fatigue_C_dec: Number of fatigue measurements in one decade of endurance stress cycle. 

 

Measurement - RESET / SET: 

RESET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the RESET pulse stage to measure the  

RESET current. 
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SET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the SET pulse stage to measure the SET  

current. 

SamplingInterval: Sampling interval to measure the current in the SET pulse. To detect the SET voltage,  

sampling interval must be at least 5 times shorter than SET_Tr. 

Rm_AveragingT: Averaging time to measure SET_R & RESET_R. 

Rm_DelayTime: Delay time between the start of the Rm pulse and the start of the R measurement. 

Delay time must be larger than " Rm_TrTf" and its transient periods. 

RESET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the RESET pulse. 

SET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the SET pulse. 

Rm_adjust: Subtracts Rm_adjust from the Rm value for adjusting the R of the current limit transistor. 

 

Measurement resources: 

RSU_Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

RSU_Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

Optional Connection for current limit control for ReRAM device: 

Enable_SMU_Vg: "Disable" does not use SMU_Vg. "Enable" must specify both the SMU channel 

("SMU_Vg") connected to the current limit transistor, and the gate voltage "Vg". 

SMU_Vg: SMU channel assignment of the gate connection (optional) 

Vg: Gate voltage of the current limit transistor (FET).   

Specify the Vg to limit the ReRAM current in ON status.  

 

[Extended Test Parameters] 

Start_Fatigue_C: X-axis start number of the Fatigue count in the endurance test result display. 

Do_PreTesr: "YES" executes pre-RESET-SET test before starting the endurance stress cycle. 

Rec_CharData: "NO" is recommended. "YES" saves all the intermediate characterization graph  

in the "Results area". 

Rec_StrsData: "NO" is recommended. "YES" saves all the intermediate stress indication data  

in the "Results area". 

Stop_by_ResetR: Flag if to terminate the endurance test. "NO" does not terminate.  

- "Over" terminates when the RESET R exceeds the "Stop_ResetR".  

- "Down" does when the R decreases the "Stop_ResetR". 

Stop_ResetR: R value to determine the "Stop_by_ResetR" condition. 

Stop_by_SetR: Flag if to terminate the endurance test. "NO" does not terminate.  

- "Over" terminates when the SET R exceeds the "Stop_SetR".  

- "Down" does when the R decreases the "Stop_SetR". 

Stop_SetR: R value to determine the "Stop_by_SetR" condition. 

DataDisplay_PatternValidation: Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming) or Disable to show  

    PatternValidation Data Display, this parameter is effective for Run Vector. 

ExecutionMode: Execution Mode. 

DelayTime: Delay time.  

SET_Tf: Fall time of the SET pulse. 

RESET_Tf: Fall time of the RESET pulse. 

Rm_TrTf: Rise/Fall time of R measure pulse 

Vs_Im_range: Current range of RSU_Vs (Vs RSU) 

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Plots Endurance test graph: SET R (Y1) and RESET R (Y2) vs. Fatigue count (X axis) 

 



34 Advanced NVM 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 34-22 

Parameter output: 

Displays the following parameters: 

- Init_ResetR: Initial RESET R 

- Init_SETR: Initial SET R 
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34.10 PCRAM Reset-Set: PCRAM Reset-Set characteristics (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

Performs RESET & SET characterization.  First, a fast RESET pulse is applied using the SPGU and 

measures the RESET resistance using RSU.  Next, SET pulse is applied and SET resistance is measured 

by RSU. 

 

[Device Under Test] 

PCRAM materials with the PCRAM memory structure. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

Keysight B1525A SPGU 1 unit 

SPGU cable to RSU adapter:  

- Triax (M) - BNC (F) adapter 1 qty, Keysight P/N: N1254A-106 

50 ohm Triax terminator: Configure with the following adapters 

- GNDU to Kelvin adapter 1 qty, Keysight P/N: N1254A-100 

- 50 ohm BNC terminator, Keysight P/N: 1250-0207 

 

 [Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform output - RESET/SET: 

RESET_V: RESET voltage 

RESET_Tr: Rise time of the RESET pulse. 

RESET_Tf: Fall time of the RESET pulse. 

RESET_TopWidth: Top width of the RESET pulse. 

SET_V: SET voltage 

SET_Tr: Rise time of the SET pulse. 

SET_Tf: Fall time of the SET pulse. 

SET_TopWidth: Top width of the SET pulse. 

 

Waveform output - R Measure: 

Rm_V: R measurement voltage after the SET & RESET pulse. 

 

Measurement - SET: 

SET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the SET pulse stage to measure the SET  

current. 

AveragingTime: Averaging time to measure SET current.  

Averaging time must be shorter than "SET_TopWidth". 

SET_Im_DelayTime: Delay time between start of SET pulse and the start of SET_Im measurements.  

(SET_Im_DelayTime - SET_Tr + AveragingTime <= SET_TopWidth) must be met. 
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Measurement - R Measure: 

RESET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the RESET pulse. 

SET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the SET pulse. 

Rm_DelayTime: Delay time between the start of the Rm pulse and the start of the R measurement.  

Delay time must be larger than " Rm_TrTf" and its transient periods. 

Rm_AveragingTime: Averaging time to measure SET_R & RESET_R. 

 

Measurement resources: 

SPGU: SPGU channel that is used as RESET Voltage source. 

Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

[Extended Test Parameters] 

Rm_TrTf: Rise/Fall time of R measure pulse 

DelayTime: Delay time.  

Rec_SubData: "NO" is recommended.   

"YES" saves the intermediate SPGU stress display graph in the "Results area". 

Vs_Irange: Current range of RSU_Vs (Vs RSU) 

DataDisplay_PatternValidation: Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming) or Disable to show  

    PatternValidation Data Display, this parameter is effective for Run Vector. 

ExecutionMode: Execution Mode. 

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

There is no graph available. 

 

Parameters section: 

RESET_V: RESET pulse V applied to the DUT. 

RESET_Rm: RESET R measured after the RESET pulse. 

SET_V: SET pulse V applied to the DUT. 

SET_Im: SET current measured at the top of the SET pulse. 

SET_Rm: SET R measured after the SET pulse. 
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34.11 PCRAM ResetV-Loop: PCRAM ResetV-Loop characteristics (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

A step increasing RESET pulses are repeatedly applied to the PCRAM material and the RESET R are 

measured after the initial SET pulse measurement.  The RESET voltage can be easily found by the test. 

 

[Device Under Test] 

PCRAM materials with the PCRAM memory structure. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

Keysight B1525A SPGU 1 unit 

SPGU cable to RSU adapter:  

- Triax (M) - BNC (F) adapter 1 qty, Keysight P/N: N1254A-106 

50 ohm Triax terminator: Configure with the following adapters 

- GNDU to Kelvin adapter 1 qty, Keysight P/N: N1254A-100 

- 50 ohm BNC terminator, Keysight P/N: 1250-0207 

 

 [Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform output - RESET/SET: 

SET_V: SET voltage 

SET_Tr: Rise time of the SET pulse. 

SET_Tf: Fall time of the SET pulse. 

SET_TopWidth: Top width of the SET pulse. 

RESET_StartV: Start voltage of RESET V loop. 

RESET_StopV: Stop voltage of RESET V loop. 

N_of_Steps: Number of steps in the voltage loop.  

Example: 1 = 1 measurement, 6 = Initial V + 5 steps measurements 

RESET_Tr: Rise time of the RESET pulse. 

RESET_Tf: Fall time of the RESET pulse. 

RESET_TopWidth: Top width of the RESET pulse. 

   

Waveform output - R Measure: 

Rm_V: R measurement voltage after the SET & RESET pulse. 

 

Measurement - SET: 

SET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the SET pulse stage to measure the SET  

current. 

SET_Im_DelayTime: Delay time between start of SET pulse and the start of SET_Im measurements. 

(SET_Im_DelayTime - SET_Tr + AveragingTime <= SET_TopWidth) must be met. 
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SET_Im_AveragingT: Averaging time to measure SET current.  

Averaging time must be shorter than "SET_TopWidth". 

 

Measurement - R Measure: 

SET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the SET pulse. 

RESET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the RESET pulse. 

Rm_AveragingTime: Averaging time to measure SET_R & RESET_R. 

Rm_DelayTime: Delay time between the start of the Rm pulse and the start of the R measurement.  

Delay time must be larger than " Rm_TrTf" and its transient periods. 

ResetLoop_Detect_R: Detect RESET V at which the RESET R exceeds this value in the V loop. "0" 

ohm  

disables this function. 

 

Measurement resources: 

PGU: SPGU channel that is used as RESET Voltage source. 

Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

[Extended Test Parameters] 

Rm_TrTf: Rise/Fall time of R measure pulse 

DelayTime: Delay time.  

Vs_Irange: Current range of RSU_Vs (Vs RSU) 

DataDisplay_PatternValidation: Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming) or Disable to show  

    PatternValidation Data Display, this parameter is effective for Run Vector. 

ExecutionMode: Execution Mode. 

Rec_LoopData: "NO" disables the store of the PGU's output progress time data in the "Results" area.   

(database) 

Display_Control: "YES" disables the display of the intermediate measurement process. 

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Plots the RESET R versus RESET pulse V graph. 

Y axis: RESET Rm, RESET R measured in each RESET V steps. 

X axis: RESET_V, RESET Pulse V 

 

Extracted parameter:  

- ResetV_dtct: The RESET voltage detected at the "RESET_Rm" value get higher than  

"ResetLoop_Detect_R".  

The voltage is recorded as "ResetV_dtct", and marker is shown on that voltage. 

If there is no detection, 9999 is returned and displayed.  

- SET_I: SET current measured at initial SET operation. 

- SET_R: SET resistance measured at initial SET operation. 

- ResetR_Low: Lowest RESET R value in the RESET V loop. 

- ResetR_High: Highest RESET R value in the RESET V loop. 
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34.12 PCRAM SetV-Loop: PCRAM SetV-Loop characteristics (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

A step increasing SET pulses are repeatedly applied to the PCRAM material and both the SET current 

and SET R are measured after the initial RESET pulse measurement.  The SET voltage can be easily 

found by the test. 

 

[Device Under Test] 

PCRAM materials with the PCRAM memory structure. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

Keysight B1525A SPGU 1 unit 

SPGU cable to RSU adapter:  

- Triax (M) - BNC (F) adapter 1 qty, Keysight P/N: N1254A-106 

50 ohm Triax terminator: Configure with the following adapters 

- GNDU to Kelvin adapter 1 qty, Keysight P/N: N1254A-100 

- 50 ohm BNC terminator, Keysight P/N: 1250-0207 

 

 [Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform output - RESET/SET: 

RESET_V: RESET pulse voltage. 

RESET_Tr: Rise time of the RESET pulse. 

RESET_Tf: Fall time of the RESET pulse. 

RESET_TopWidth: Top width of the RESET pulse. 

SET_StartV: Start voltage of SET V loop. 

SET_StopV: Stop voltage of SET V loop. 

N_of_Steps: Number of steps in the voltage step loop.  

Example: 1 = 1 measurement, 6 = Initial V + 5 steps measurements 

SET_Tr: Rise time of the SET pulse. 

SET_Tf: Fall time of the SET pulse. 

SET_TopWidth: Top width of the SET pulse. 

 

Waveform output - R Measure: 

Rm_V: R measurement voltage after the SET & RESET pulse. 

 

Measurement - SET: 

SET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the SET pulse stage to measure the SET  

current. 

SET_Im_AveragingT: Averaging time to measure SET current.  
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Averaging time must be shorter than "SET_TopWidth". 

SET_Im_DelayTime: Delay time between start of SET pulse and the start of SET_Im measurements. 

(SET_Im_DelayTime - SET_Tr + AveragingTime <= SET_TopWidth) must be met. 

 

Measurement - R Measure: 

RESET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the RESET pulse. 

SET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the SET pulse. 

Rm_AveragingTime: Averaging time to measure SET_R & RESET_R. 

Rm_DelayTime: Delay time between the start of the Rm pulse and the start of the R measurement.  

Delay time must be larger than " Rm_TrTf" and its transient periods. 

SET_loop_DetectR: Detect SET V at which the SET R exceeds this value in the V loop. "0" ohm 

disables  

this function. 

 

Measurement resources: 

SPGU: SPGU channel that is used as RESET Voltage source. 

Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

[Extended Test Parameters] 

Rm_TrTf: Rise/Fall time of R measure pulse 

DelayTime: Delay time.  

Rec_SubData: "NO" disables the store of the SET loop pulse data in the "Results" area.  (database) 

Vs_Irange: Current range of RSU_Vs (Vs RSU) 

DataDisplay_PatternValidation: Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming) or Disable to show  

    PatternValidation Data Display, this parameter is effective for Run Vector. 

ExecutionMode: Execution Mode. 

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Plots the Set_R (Y1) and Set_I (Y2) versus SET_Pulse_V (X axis) graph. 

Y1 axis: Set_R, SET R measured at each SET V step. 

Y2 axis: Set_I, SET current measured at each SET V step. 

X axis: SET_Pulse_V, SET Pulse Voltage. 

 

Extracted parameter:  

- SetV_dtct: The SET voltage detected at the "Set_R" value get lower than "SET_loop_DetectR ".  

                     The voltage is recorded as "SetV_dtct", and a marker is shown on that voltage. 

                     If there is no detection, -999 is returned and displayed.  

- ResetV: Reset voltage used for RESET. 

- Reset_R: RESET resistance measured at initial RESET operation. 
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34.13 PCRAM Endurance: PCRAM Endurance test (A.06.20) 
 

[Supported Analyzer] 

B1500A 

 

[Description] 

A stress/measure cycle test is performed by applying only a RESET & SET repeat stress pulses of the 

SPGU. Then RESET-SET characterization set by the fatigue measurement timing is made within the 

Max_loops stress cycle. Following test options are available for fatigue measurement numbers per decade 

of stress cycle, and the test exit criteria conditions before reaching to the specified Max_loops stress 

cycle. 

 

[Device Under Test] 

PCRAM materials with the PCRAM memory structure. 

 

[Required Modules and Accessories] 

Keysight B1530A WGFMU 1 unit 

Keysight B1531A RSU 2 set 

Keysight B1525A SPGU 1 unit 

SPGU cable to RSU adapter:  

- Triax (M) - BNC (F) adapter 1 qty, Keysight P/N: N1254A-106 

50 ohm Triax terminator: Configure with the following adapters 

- GNDU to Kelvin adapter 1 qty, Keysight P/N: N1254A-100 

- 50 ohm BNC terminator, Keysight P/N: 1250-0207 

 

 [Device Parameters] 

Temp: Temperature 

 

[Test Parameters] 

Waveform output - RESET/SET 

RESET_V: RESET voltage. 

RESET_Tr: Rise time of the RESET pulse. 

RESET_Tf: Fall time of the RESET pulse. 

RESET_TopWidth: Top width of the RESET pulse. 

DelayTime: Delay time. 

SET_V: SET voltage 

SET_Tr: Rise time of the SET pulse. 

SET_Tf: Fall time of the SET pulse. 

SET_TopWidth: Top width of the SET pulse of PGU (Stress cycle). 

SET_Im_TopWidth: Top width of the SET pulse of RSU (Characterization phase). 

 

Waveform output - R Measure: 

Rm_V: R measurement voltage after the FORM pulse. 

 

Measurement - Endurance: 

Max_loops: Maximum loops of the endurance test. The RESET_SET waves are repeated, and PCRAM  

characterizations are made in the specified log interval. 
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Fatigue_C_dec: Number of fatigue measurements in one decade of endurance stress cycle. 

 

Measurement - R Measure: 

RESET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the SET pulse. 

SET_Rm_ImRange: Current range of RSU_Im used to measure R after the RESET pulse. 

Rm_AveragingTime: Averaging time to measure SET_R & RESET_R. 

Rm_DelayTime: Delay time between the start of the Rm pulse and the start of the R measurement. 

                            Delay time must be larger than "RmP_TrTf" and its transient periods. 

 

Measurement - SET: 

SET_Im_range: Current range of RSU_Im (Im RSU), used in the SET pulse stage to measure the SET  

current. 

 

Measurement resources: 

PGU: SPGU channel that is used as RESET Voltage source. 

Vs: RSU channel of the Vs -Voltage source RSU. 

Im: RSU channel of the Im - Current measurement RSU. 

 

[Extended Test Parameters] 

SET_Im_AveragingTime: Averaging time to measure SET current. Averaging time must be shorter than  

"SET_TopWidth". 

SetIm_DelayTime: Delaytime between start of SET pulse and the start of SET_Im measurements. :  

(SET_Im_DelayTime - SET_Tr + AveragingTime <= SET_TopWidth) must be met. 

Stop_by_ResetR: Flag if to terminate the endurance test.  

- "NO" does not terminate.   

- "Over" terminates when the RESET R exceeds the "Stop_ResetR".  

- "Down" does when the R decreases the "Stop_ResetR". 

ResetR_to_Stop: R value to determine the "Stop_by_ResetR" condition. 

Stop_by_SetR: Flag if to terminate the endurance test.  

- "NO" does not terminate. 

- "Over" terminates when the SET R exceeds the "Stop_SetR".  

- "Down" does when the R decreases the "Stop_SetR". 

SetR_to_Stop: value to determine the "Stop_by_SetR" condition. 

Start_Fatigue_C: axis start number of the Fatigue count in the endurance test result display. 

Do_PreTesr: "YES" executes pre-RESET-SET test before starting the endurance stress cycle. 

Rec_CharData: "NO" is recommended. "YES" saves all the intermediate characterization graph  

in the "Results area". 

Rec_StrsData: "NO" is recommended. "YES" saves all the intermediate stress indication data  

in the "Results area". 

Rm_TrTf: Rise/Fall time of R measure pulse 

Vs_Irange: Current range of RSU_Vs (Vs RSU) 

DataDisplay_PatternValidation: Enable (Waveform or Waveform_MeasTiming) or Disable to show  

    PatternValidation Data Display, this parameter is effective for Run Vector. 

ExecutionMode: Execution Mode. 

 

[X-Y Plot: Measurement Parameters] 

Plots Endurance test graph: SET R (Y1) and RESET R (Y2) vs. Fatigue count (X axis) 

X-axis: Fatigue_Count - Fatigue count in log scale 

Y1 axis: Endu_SetR - SET R plot vs. Fatigue_Count. 
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Y2 axis: Endu_ResetR - RESET R plot vs. Fatigue_Count. 

 

Parameter output: 

Displays the following parameters: 

- Init_ResetR: Initial RESET R 

- Init_SETR: Initial SET R 
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1. Ia-Vak (PULSE) Thyristor Ia-Vak 特性、HCSMU/UHCU/HVMCU パルス使用 (A.05.50) 

2. Ia-Vak Thyristor Ia-Vak 特性、SMU DC 使用 (A.05.50) 

3. IGT,VGT_Ia-Ig Thyristor IGT,VGT_Ia-Ig 特性、SMU 使用 (A.05.50) 

4. IH_Ia-Vak Thyristor IH 特性、SMU DC 使用 (A.05.50) 

5. IH_Va-Iak Thyristor IH 特性、SMU DC 使用 (A.05.50) 

6. IL_Va-Iak Thyristor IL Latching 特性、SMU DC/パルス使用 (A.05.50) 

7. Off_Ia-Vak (PULSE) Thyristor Off state Ia-Vak 特性、HVMCU パルス使用 (A.05.50) 

8. Off_Ia-Vak Thyristor Off state Ia-Vak 特性、HVSMU 使用 (A.05.50) 

9. R_Ia-Vak (PULSE) Thyristor Reverse Ia-Vak 特性、HVMCU パルス使用 (A.05.50) 

10. R_Ia-Vak Thyristor Reverse Ia-Vak 特性、HVSMU 使用 (A.05.50) 

11. VGD,IGD_Ia-Vgk (PULSE) 

 Thyristor VDG,IDG_Ia-Vgk 特性、HVSMU, HVMCU Pulse 使用 (A.05.50) 

12. VGD,IGD_Ia-Vgk Thyristor VDG,IDG_Ia-Vgk 特性、HVSMU DC 使用 (A.05.50) 
13. VTM_Ia-Vak Thyristor VTM_Ia-Vak 特性、SMU パルス使用 (A.05.50) 
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35.1 Ia-Vak (PULSE): Thyristor Ia-Vak 特性、HCSMU/UHCU/HVMCU パルス使
用 (A.05.50) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のアノード電圧‐電流特性をゲート電流を二次パラメーターとして測定する。アノード電圧およびゲ

ート電流の印加に SMU パルスを使用する。 

アノードとゲートに挿入したシリーズ抵抗(オプション)の電圧降下を補正して表示することができる。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

YScale: Y 軸表示のスケール LINEAR、LOG 

Anode: アノード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VaStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

VaStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

VaStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

PaLimit: アノード電力コンプライアンス 

MeasurementTime: １パルス周期における測定時間 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

AnodePulseWidth: アノード・パルス幅 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

IgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電流 

IgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電流 

IgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電流 

VgLimit: ゲート電圧コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

Rg: ゲートに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

 

[Extended Test Parameters]  

GatePWratio: ゲート・パルス幅=GatePWratio * AnodePulseWidth 

PulseBase: パルス・ベース電圧 

GatePulseDelay：ゲート・パルス・ディレー時間 

AnodePulseDelay: アノード・パルス・ディレー時間 

HoldTime: ホールド時間 

IaZero: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LOG の場合有効) 
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IaZeroLin: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LINEAR の場合有効) 

VaLimit: アノード電圧コンプライアンス（UHCU/HVMCU/UHVU に有効） 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

VRa=Ianode*Ra 

Vanode=Va-VRa 

VRg=Igate*Rg 

Vgate=VG-VRg 

 

[X-Y プロット] 

YScale=LINEAR の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vanode (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Ianode (LINEAR) 

 

YScale=LOG の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vanode (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Ianode (LOG) 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

Va: アノードソース SMU 出力電圧 

Vg: ゲートソース SMU 出力電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 Thyristor 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 35-5 

35.2 Ia-Vak: Thyristor Ia-Vak 特性、SMU DC 使用 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のアノード電圧‐電流特性をゲート電流を二次パラメーターとして測定する。アノードとゲートに挿

入したシリーズ抵抗(オプション)の電圧降下を補正して表示することができる。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

YScale: Y 軸表示のスケール LINEAR、LOG 

Anode: アノード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VaStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

VaStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

VaStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

PaLimit: アノード電力コンプライアンス 

MeasurementTime: 測定時間 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

IgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電流 

IgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電流 

IgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電流 

VgLimit: ゲート電圧コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

Rg: ゲートに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

 

[Extended Test Parameters]  

HoldTime: ホールド時間 

IaZero: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LOG の場合有効) 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

VRa=Ianode*Ra 

Vanode=Va-VRa 
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VRg=Igate*Rg 

Vgate=VG-VRg 

 

[X-Y プロット] 

YScale=LINEAR の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vanode (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Ianode (LINEAR) 

 

YScale=LOG の場合: 

X 軸: コレクタ電圧 Vanode (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Ianode (LOG) 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

Va: アノードソース SMU 出力電圧 

Vg: ゲートソース SMU 出力電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 
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35.3 IGT,VGT_Ia-Ig: Thyristor IGT,VGT_Ia-Ig 特性、SMU 使用 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のアノード電流‐ゲート電流特性を測定し、アノードがオンする時点のゲート電流とゲート電圧を検

出する。アノード電流が Ia@GT で指定した値を超えた状態を ON と定義する。 

アノードに挿入したシリーズ抵抗(オプション)の電圧降下を補正して表示することができる。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Anode: アノード端子に接続する SMU (固定電圧出力） 

Va: アノード端子に印加する b バイアス電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

MeasurementTime: 測定時間 

Ia@GT: ゲート・トリガ状態を検出するアノード電流 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電流出力） 

IgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電流 

IgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電流 

IgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電流 

VgLimit: ゲート電圧コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters]  

HoldTime: ホールド時間 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

アノード電圧 Vanode 

ゲート電流 Igate 

ゲート電圧 Vgate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

VRa=Ianode*Ra 

Vanode=V_a-VRa 
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[Analysis Function] 

IGT@L1=@L1X （Line 1 の Igate を検出） 

VGT@L2=@L2Y2 （Line 2 の Y2 Vgate を検出） 

 

[Auto Analysis] 

Line 1: Ianode=Ia@GT を超えた測定点に Line1(垂直線)と Line2(水平線)を引く 

Marker:  Ianode=Ia@GT に Marker を置く 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: ゲート電流 Igate (LINEAR) 

Y1 軸: アノード電流 Ianode (LINEAR) 

Y2 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y3 軸: アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

 

[List Display] 

Igate: ゲート電流 

Vgate: ゲート電圧 

Ianode: アノード電流 

Vanode: アノード電圧 

V_a: アノードソース SMU 出力電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

ゲートトリガ電流：IGT@L1 

ゲートトリガ電圧：VGT@L2 
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35.4 IH_Ia-Vak: Thyristor IH 特性、SMU DC 使用 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のアノード保持電流特性 IH を、アノード点弧後にゲート電圧をゼロにし、アノード電圧を減少させ

ながらアノード電圧‐電流特性を測定し消弧するアノード電流を検出する。 アノードに挿入したシリーズ抵抗

(オプション)の電圧降下を補正して表示することができる。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Anode: アノード端子に接続する SMU (トリガ時は固定電圧出力、IH 測定時は電圧掃引出力） 

VaTrigger: Thyristor をオンにする時点のアノード電圧 

以下ホールド電流を測定する場合のパラメータ: 

VaHoldStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 
VaHoldStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 
VaHoldStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

MeasurementTime: ホールド状態を判定する測定に用いるアノード電流測定時間 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (コンスタント、電圧出力） 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

VgTrigger: Thyristor をオンにする際に加えるゲート電圧 

VgHold: ホールド電流を測定する際に、ゲート端子に印加する電圧 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters]  

IHratio: 保持電流を検出開始を始める IaLimit 値に対する比率 

RecordRawData: Raw sweep data をセーブするためのスイッチ 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

VRa=Ianode*Ra 

Vanode=Va-VRa 
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[Analysis Function] 

IH=@L1Y 

 

[Auto Analysis Setup] 

Line 1: Ianode=IaLimit*IHratio 

Marker: Ianode=IaLimit*IHratio 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: アノード電圧 Vanode 

Y 軸: アノード電流 Ianode 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

Va: アノードソース SMU 出力電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

IH： 保持電流 
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35.5 IH_Va-Iak: Thyristor IH 特性、SMU DC 使用 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のアノード保持電流特性を、アノード点弧後にゲート電圧をゼロにし、アノード電流を減少させな

がらアノード電圧‐電流特性を測定し消弧するアノード電流を検出する。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Anode: アノード端子に接続する SMU (トリガ時は固定電圧出力、IH 測定時は電流掃引出力） 

VaTrigger: Thyristor をオンにする時点のアノード電圧 

以下ホールド電流を測定する場合のパラメータ: 

IaHoldStart: アノード端子に印加する掃引スタート電流 

IaHoldStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電流 

IaHoldStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電流 

VaLimit: アノード電圧コンプライアンス 

InitOnTime: 最初のサイリスタをオン状態にする測定の、オン開始から IH 測定開始までの時間 

MeasurementTime: ホールド状態を判定する測定に用いるアノード電流測定時間 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (コンスタント、電圧出力） 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

VgTrigger: Thyristor をオンにする際に加えるゲート電圧 

VgHold: ホールド電流を測定する際に、ゲート端子に印加する電圧 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters]  

V_IHthreshold: 保持電流を検出開始を始めるアノード電圧 

RecordRawData: Raw sweep data をセーブするためのスイッチ 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

IH=@L1Y 
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[Auto Analysis Setup] 

Line 1: Vanode=V_IHthreshold 

Marker: Vanode=V_IHthreshold 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: アノード電圧 Vanode 

Y 軸: アノード電流 Ianode 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

IH： 保持電流 
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35.6 IL_Va-Iak: Thyristor IL Latching 特性、SMU DC/パルス使用 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のアノード電圧‐電流特性を指定したゲートパルス(VgTrigger)印加後に測定し IL を求める。アノー

ドに挿入したシリーズ抵抗(オプション)の電圧降下を補正して表示することができる。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

Anode: アノード端子に接続する SMU (掃引、電流出力） 

IaStart: アノード端子に印加する掃引スタート電流 

IaStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電流 

IaStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電流 

VaLimit: アノード電圧コンプライアンス 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

Va@Threshold: IL の検出を開始するアノード電圧。オン状態の最大アノード電圧以上を設定する。 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (コンスタント、電圧出力） 

VgTrigger: Trriger 時に使用するゲート電圧 

IgLimit: ゲート端子に印加する電流コンプライアンス出力 

VgLathing: ラッチング電流測定時のゲート電圧 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

GatePulseWidth: Gate Trriger パルス幅。MeasurementTime よりも 20us 以上広く設定する。 

 

[Extended Test Parameters]  

VgPulseBase: サイリスタをオンにするゲートパルスのベース電圧 

RecordRawData: Raw sweep data をセーブするためのスイッチ。 ON の場合 Device ID フィールドを測定に

用いたアノード電流 Ia で置き換える。 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

アノード電圧 Vanode 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

VRa=Ianode*Ra 
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Vanode=Va-VRa 

 

[AutoAnalysis] 

Marker: Vanode=VaLimit*0.9 

Line 1: Vanode=VaLimit*0.9 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: アノード電流 Vanode 

Y 軸: アノード電圧 Vanode 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

IL: ラッチング電流 
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35.7 Off_Ia-Vak (PULSE): Thyristor Off state Ia-Vak 特性、HVMCU パルス使用 
(A.05.50) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のオフ・アノード電流‐電圧特性を測定する。指定した VDRM で IDRM を検出する。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

MeasurementTime: 1 パルス周期における測定時間 

Anode: アノード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VaStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

VaStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

VaStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

PaLimit: アノード電力コンプライアンス 

VDRM@IDRM: IDRM を測定する VDRM を指定 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (コンスタント定電圧出力） 

Vg: ゲート端子に印加するバイアス電圧 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters]  

PulseBase: パルス・ベース電圧 

HoldTime: ホールド時間 

IaZero: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LOG の場合有効) 

GatePWratio: ゲート・パルス幅=GatePWratio * AnodePulseWidth 

GatePulseDelay：ゲート・パルス・ディレー時間 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 
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[Analysis Function] 

IDRM=@L1Y （Line1 の Ia を検出） 

 

[Auto Analysis] 

Line: Vanode=VDRM@IDRM において Line1(水平線)と Line2(垂直線)を引く 

Marker:  Vanode=VDRM@IDRM に Marker を置く 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vanode (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Ianode (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Ianode (LOG) 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

オフ電流： IDRM 
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35.8 Off_Ia-Vak: Thyristor Off state Ia-Vak 特性、HVSMU 使用 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のオフ・アノード電流‐電圧特性を測定する。 指定した VDRM で IDRM を検出する。アノードに挿

入したシリーズ抵抗(オプション)の電圧降下を補正して表示することができる。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

MeasurementTime: 測定時間 

Anode: アノード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VaStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

VaStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

VaStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

VDRM@IDRM: IDRM を測定する VDRM を指定 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (コンスタント定電圧出力） 

Vg: ゲート端子に印加するバイアス電圧 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters]  

HoldTime: ホールド時間 

DelayTime: ディレー時間 

IaZero: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LOG の場合有効) 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

VRa=Ianode*Ra 

Vanode=Va-VRa 

 

[Analysis Function] 

IDRM=@L1Y （Line1 の Ia を検出） 
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[Auto Analysis] 

Line: Vanode=VDRM@IDRM において Line1(水平線)と Line2(垂直線)を引く 

Marker:  Vanode=VDRM@IDRM に Marker を置く 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vanode (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Ianode (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Ianode (LOG) 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

Va: アノードソース SMU 出力電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

オフ電流： IDRM 
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35.9 R_Ia-Vak (PULSE): Thyristor Reverse Ia-Vak 特性、HVMCU パルス使用 
(A.05.50) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor の逆方向アノード電流‐電圧特性を測定する。指定した VPRM で IPRM を検出する。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

MeasurementTime: パルスにおける測定時間 

Anode: アノード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VaStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

VaStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

VaStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

PaLimit: アノード電力コンプライアンス 

VPRM@IPRM: IPRM を測定する VPRM を指定 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (コンスタント定電圧出力） 

Vg: ゲート端子に印加するバイアス電圧 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters]  

PulseBase: パルス・ベース電圧 

HoldTime: ホールド時間 

IaZero: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LOG の場合有効) 

IaZeroL: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LINEAR の場合有効) 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

 



35 Thyristor 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 35-20 

[Analysis Function] 

IPRM=@L1Y （Line1 の Ia を検出） 

 

[Auto Analysis] 

Line: Vanode=VPRM@IPRM において Line1(水平線)と Line2(垂直線)を引く 

Marker:  Vanode=VPRM@IPRM に Marker を置く 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vanode (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Ianode (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Ianode (LOG) 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

オフ電流： IPRM 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 Thyristor 

Keysight EasyEXPERT アプリケーション・ライブラリ・リファレンス 35-21 

35.10 R_Ia-Vak: Thyristor Reverse Ia-Vak 特性、HVSMU 使用 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor の逆方向アノード電流‐電圧特性を測定する。 指定した VPRM で IPRM を検出する。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

MeasurementTime: 測定時間 

Anode: アノード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VaStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

VaStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

VaStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

VPRM@IPRM: IDRM を測定する VDRM を指定 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (コンスタント定電圧出力） 

Vg: ゲート端子に印加するバイアス電圧 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

 

[Extended Test Parameters]  

DelayTime: ディレー時間 

HoldTime: ホールド時間 

IaZero: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LOG の場合有効) 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

 

[Analysis Function] 

IPRM=@L1Y （Line1 の Ia を検出） 

VRa=Ianode*Ra 

Vanode=Va-VRa 
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[Auto Analysis] 

Line: Vanode=VPRM@IPRM において Line1(水平線)と Line2(垂直線)を引く 

Marker:  Vanode=VPRM@IPRM に Marker を置く 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vanode (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Ianode (LINEAR) 

Y2 軸: コレクタ電流 Ianode (LOG) 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

Va: アノードソース SMU 出力電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

オフ電流： IDRM 
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35.11 VGD,IGD_Ia-Vgk (PULSE): Thyristor VDG,IDG_Ia-Vgk 特性、HVSMU, 
HVMCU Pulse 使用 (A.05.50) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のアノードにアノードに指定した高電圧を印加した状態で、アノードーカソードが通電するまでのア

ノード電流‐ゲート電圧特性を測定する。指定したアノード電流が流れ始めた時点のゲート電圧と電流を検

出する。 

アノードとゲートに挿入したシリーズ抵抗(オプション)の電圧降下を補正して表示することができる。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

YScale: Y 軸表示のスケール LINEAR、LOG 

Anode: アノード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

Va: アノード端子に印加する固定バイアス電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

MeasurementTime: 測定時間 

Ia@Threshold: アノード-カソード導通 j 開始電流 

以下のパルス測定は HVMCU の場合に有効 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 (PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

PulseWidth: パルス幅 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

Rg: ゲートに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

 

[Extended Test Parameters]  

HoldTime: ホールド時間 

PulseBase: パルス・ベース電圧 

PulseAvgCnt: パルス平均回数 

IaZero: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LOG の場合有効) 

VgDelay: HVMCU のパルス測定時のゲートパルス電圧を出力する遅延時間。アノードパルスの立ち上がり

時にゲート電圧をゼロボルトに保つことで、サイリスタがオンする現象を緩和する。 
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[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

ゲート電圧 Vgate 

アノード電圧 Vanode 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

VRa=Ianode*Ra 

Vanode=Va-VRa 

VRg=Igate*Rg 

Vgate=VG-VRg 

 

[Analysis Function] 

IGD@L1=@L1Y （Line 1 の Igate を検出） 

VGD@L2=@L2X （Line 2 の Vgate を検出） 

 

[Auto Analysis] 

Line: Ianode=IaThreshold において Line1(水平線)と Line2(垂直線)を引く 

Marker:  Ianode=IaThreshold に Marker を置く 

 

[X-Y プロット] 

YScale=LINEAR の場合: 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: アノード電流 Ianode (LINEAR) 

Y2 軸： ゲート電流 Igate  (LINEAR) 

Y3 軸: アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

 

YScale=LOG の場合: 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: アノード電流 Ianode (LOG) 

Y2 軸： ゲート電流 Igate  (LINEAR) 

Y3 軸: アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

Va: アノードソース SMU 出力電圧 

Vg: ゲートソース SMU 出力電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

IGD@L1: ゲート非トリガ電流 

VGD@L2=ゲート非トリガ電圧 
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35.12 VGD,IGD_Ia-Vgk: Thyristor VDG,IDG_Ia-Vgk 特性、HVSMU DC 使用 
(A.05.50) 

 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のアノードにアノードに指定した高電圧を印加した状態で、アノードーカソードが通電するまでのア

ノード電流‐ゲート電圧特性を測定する。指定したアノード電流が流れ始めた時点のゲート電圧と電流を検

出する。 

アノードとゲートに挿入したシリーズ抵抗(オプション)の電圧降下を補正して表示することができる。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

YScale: Y 軸表示のスケール LINEAR、LOG 

Anode: アノード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

Va: アノード端子に印加する固定バイアス電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

MeasurementTime: 測定時間 

Ia@Threshold: アノード-カソード導通 j 開始電流 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VgStart: ゲート端子に印加する掃引スタート電圧 

VgStop: ゲート端子に印加する掃引ストップ電圧 

VgStep: ゲート端子に印加する掃引ステップ電圧 

IgLimit: ゲート電流コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

Rg: ゲートに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

 

[Extended Test Parameters]  

HoldTime: ホールド時間 

IaZero: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LOG の場合有効) 

 

[測定パラメータ] 

アノード電流 Ianode 

ゲート電流 Igate 

ゲート電圧 Vgate 

アノード電圧 Vanode 
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[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

VRa=Ianode*Ra 

Vanode=Va-VRa 

VRg=Igate*Rg 

Vgate=VG-VRg 

 

[Analysis Function] 

IGD@L1=@L1Y （Line 1 の Igate を検出） 

VGD@L2=@L2X （Line 2 の Vgate を検出） 

 

[Auto Analysis] 

Line: Ianode=IaThreshold において Line1(水平線)と Line2(垂直線)を引く 

Marker:  Ianode=IaThreshold に Marker を置く 

 

[X-Y プロット] 

YScale=LINEAR の場合: 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: アノード電流 Ianode (LINEAR) 

Y2 軸： ゲート電流 Igate  (LINEAR) 

Y3 軸: アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

 

YScale=LOG の場合: 

X 軸: ゲート電圧 Vgate (LINEAR) 

Y1 軸: アノード電流 Ianode (LOG) 

Y2 軸： ゲート電流 Igate  (LINEAR) 

Y3 軸: アノード電圧 Vanode (LINEAR) 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

Va: アノードソース SMU 出力電圧 

Vg: ゲートソース SMU 出力電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

IGD@L1: ゲート非トリガ電流 

VGD@L2=ゲート非トリガ電圧 
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35.13 VTM_Ia-Vak: Thyristor VTM_Ia-Vak 特性、SMU パルス使用 (A.05.50) 
 

[サポートされるアナライザ] 

B1505A、B1506A 

 

[概要] 

Thyristor のアノード電圧‐電流特性を指定したゲート電流で測定する。指定したオン電流 ITM でのオン電

圧 VTM を検出する。 

アノードとゲートに挿入したシリーズ抵抗(オプション)の電圧降下を補正して表示することができる。 

 

[被測定デバイス]  

Thyristor、3 端子 

 

[Device Parameters] 

Polarity: Nch（SMU は設定値を出力）または Pch（SMU は設定値×-1 の値を出力）。 

Temp: 温度 

 

[Test Parameters] 

Memo: メモ 

YScale: Y 軸表示のスケール LINEAR、LOG 

Anode: アノード端子に接続する SMU (一次掃引、電圧出力） 

VaStart: アノード端子に印加する掃引スタート電圧 

VaStop: アノード端子に印加する掃引ストップ電圧 

VaStep: アノード端子に印加する掃引ステップ電圧 

IaLimit: アノード電流コンプライアンス 

PaLimit: アノード電力コンプライアンス 

ITM@VTM: VTM 電圧を測定する ITM 電流を指定する 

PulsePeriodMode: パルス周期モード、AUTO または MANUAL 

ManualPulsePeriod: パルス周期 （PulsePeriodMode=MANUAL 時に有効) 

AnbodePulseWidth: アノードパルス幅 

MeasurementTime: 1 パルス周期における実測定時間 

Gate: ゲート端子に接続する SMU (二次掃引、電流出力） 

Ig: ゲート端子のバイアス電流 

VgLimit: ゲート電圧コンプライアンス 

Cathode: カソード端子に接続する GNDU (定電圧出力） 

Ra: アノードに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

Rg: ゲートに接続するシリーズ抵抗 (オプション) 

 

[Extended Test Parameters]  

XaxisMax: グラフ出力の X 軸の最大値の設定 

IaZero: Y 軸(Ianode)最小値（YScale LOG の場合有効) 

PulseBase: パルス・ベース電圧 

HoldTime: ホールド時間 

Vcompliance: アノードコンプライアンス電圧（UHCU 使用の場合に利用） 

GatePulseDelay：ゲート・パルス・ディレー時間 

GatePWratio: ゲート・パルス幅=GatePWratio * AnodePulseWidth 
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[測定パラメータ] 

アノード電圧 Vanode 

アノード電流 Ianode 

 

[User Function] 

Ta 温度 Ta=Temp 

VRa=Ianode*Ra 

Vanode=Va-VRa 

VRg=Igate*Rg 

Vgate=VG-VRg 

 

[Analysis Function] 

VTM=@L2X （Line 2 の Vanode を検出） 

 

[Auto Analysis] 

Line: IVanode=ITM@VTM において Line1(水平線)と Line2(垂直線)を引く 

Marker:  Vanode=ITM@VTM に Marker を置く 

 

[X-Y プロット] 

X 軸: コレクタ電圧 Vanode (LINEAR) 

Y1 軸: コレクタ電流 Ianode (LINEAR) 

 

[List Display] 

Vanode: アノード電圧 

Ianode: アノード電流 

Vgate: ゲート電圧 

Igate: ゲート電流 

Va: アノードソース SMU 出力電圧 

Vg: ゲートソース SMU 出力電圧 

 

[Parameter 表示エリア] 

温度: Ta=Temp 

オン電圧： VTM 
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